ANEXO
"ANEXO|

LISTA DE PRODUTOSE TECNOLOGIASDE DUPLA UTILIZACAO

(referida no artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 1334/2000)

A presente lista permite dar aplicagdo pratica aos control os internacionalmente acordados sobre bens de
dupla utilizacdo, nomeadamente no Acordo de Wassenaar, no Regime de Controlo da Tecnologia dos
Misseis (MTCR), no Grupo de Fornecedores Nucleares (NSG), no Grupo da Australia e na Convencao sobre
Armas Quimicas (CWC). N&o foram tomados em consideracdo os produtos que os Estados-M embros
possam querer incluir numa lista de excepgdes, nem os control os nacionais (control os de origem extra-
-regime) que possam ser mantidos pel os Estados-Membros.
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NOTAS GERAISAO ANEXO |

1 Para o control o dos bens concebidos ou modificados para uso militar, consultar a(s) lista(s)
correspondentes de controlo de bens para uso militar mantida(s) por cada um dos Estados-Membros.
Asreferéncias VER TAMBEM A "LISTA DE MATERIAL DE GUERRA" contidas no presente
anexo remetem para essas listas.

2. O objectivo dos control os contidos no presente anexo ndo deve ser contrariado pela exportacdo de
bens ndo controlados (incluindo instalagdes) que contenham um ou mais componentes sujeitos a
controlo, quando 0 ou 0s componentes sujeitos a controlo forem o elemento principal desses bens e
puderem ser removidos ou utilizados para outros fins.

N.B.: Para avaliar se o(s) componente(s) controlados deve(m) ou ndo ser considerado(s) o elemento
principal, é necessario ponderar os factores quantidade, valor e know-how técnico em jogo,
bem como outras circunstdncias especiais que possam justificar a classifica¢do do(s)
componente(s) controlado(s) como elemento principal do artigo em questdo.

3. Os bens especificados no presente anexo incluem tanto os produtos novos como os usados.

NOTA SOBRE TECNOLOGIA NUCLEAR (NTN)
(Ler em conjugagdo com a Secgéo E da Categoria 0.)

A "tecnologia' directamente associada a qualquer dos bens incluidos na Categoria O sera alvo de controlo em
conformidade com o disposto para a CategoriaO.

A "tecnologia' para o "desenvolvimento,” "producdo” ou "utilizacdo" de bens sujeitos a controlo mantém-se
sujeita a controlo mesmo quando aplicavel a bens ndo controlados.

A aprovacdo de bens para exportacéo autoriza também a exportacdo para o mesmo utilizador final da
"tecnologia' minima necesséria para ainstalagdo, exploracdo, manutencao e reparacao desses bens.

O controlo datransferéncia de "tecnologia" ndo se aplica as informacdes "do dominio publico” nem a
"investigacdo cientifica de base".

NOTA GERAL SOBRE TECNOLOGIA (NGT)

(Ler em conjugacdo com a Secgdo E das Categorias 1 a 9)

A exportacdo da "tecnologia’ "necesséria’ para 0 "desenvolvimento”, "producéo” ou "utilizacgo" de bens
incluidos nas Categorias 1 a9 é controlada de acordo com o disposto para as Categorias 1 a 9.

A "tecnologia' "necesséria’ para o "desenvolvimento", "producdo” ou "utilizacdo" de bens sujeitos a
controlo mantém-se sujeita a controlo mesmo quando aplicavel a bens ndo controlados.

Os controlos ndo se aplicam a "tecnologia’ minima necessaria para ainstalagéo, exploracdo, manutencéo
(verificac8o) e reparacdo de bens ndo controlados ou cuja exportacéo tenha sido autorizada.

N.B.: Isto ndo isenta a "tecnologia" especificada em 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a e SE002.b.

O controlo datransferéncia de "tecnologia' ndo se aplica as informagdes "do dominio pablico", a
"investigacdo cientifica de base", nem ainformagdo minima necessaria a fornecer nos pedidos de patente.
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NOTA GERAL SOBRE O SUPORTE LOGICO (NGS)

(A presente nota revoga todo e qual quer controlo no ambito da Secgéo D das categorias 0 a9)

As Categorias 0 a9 da presente lista ndo abrangem o "suporte |6gico” que:

a Esteja geramente a disposi¢do do publico em virtude de ser:
1 Vendido directamente, sem restri¢fes, em postos de venda a retalho, mediante:
a Venda directa;
b. Venda por correspondéncia;
C. Venda por viaeectronica;
d. Encomenda por telefone; e
2. Concebido para ser instalado pelo utilizador sem necessidade de assisténcia técnica
importante por parte do fornecedor; ou
N.B. O ponto a. da Nota Geral sobre o Suporte Logico ndo isenta o "suporte logico"”
especificado na Categoria 5 — Parte 2 ("Seguranca da informacgdo").
b. Seja"do dominio publico".
2
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DEFINICOESDOSTERMOSUTILIZADOSNO PRESENTE ANEXO
As defini¢des dos termos entre 'aspas simples' sdo dadas em Notas Técnicas nos pontos a que se referem.
As definigdes dos termos entre "aspas duplas' sdo as que a seguir se apresentam.

N.B.: As referéncias as categorias sdo dadas entre parénteses apos o termo definido.

"Adaptado parafins militares’ (1) — Diz-se de tudo o que tenha sofrido uma modificagdo ou selec¢do (como
alteracdo da pureza, do tempo de conservacado, da viruléncia, das caracteristicas de disseminacéo ou da
resisténcia as radiagbes UV) destinada a aumentar a sua capacidade para causar vitimas humanas ou animais,
degradar equipamento, destruir colheitas ou danificar o ambiente.

"Aeronave" (17 9) — Veiculo aéreo de asa fixa, de asa de geometria variavel ou de asarotativa (helicoptero),
de rotor basculante ou de asas bascul antes.
N.B.: Ver também "aeronave civil".

"Aeronavecivil" (17 9) — As"aeronaves' mencionadas pela sua designacéo prépria nas listas de certificados
de navegabilidade publicadas pelas autoridades de aviag&o civil, para operar em rotas comerciais Civis,
domeésticas e internacionais, ou destinadas a utilizacdo legal civil, privada ou de negécios.

N.B.: Ver tambem "aeronave".

"Agilidade de frequéncia de radar" (6) — Técnica por meio daqual afrequéncia portadora de um emissor de
radar pulsado é modificada segundo uma sequéncia pseudo-aleat6ria, entre impulsos ou grupos de impul sos,
sendo o valor da modificagdo superior ou igual alargura de banda pulsada.

" Agregados de antenas com relacdo de fase orientaveis electronicamente” (5 6) — Antenas que formam um
feixe mediante um acoplamento de fase, isto €, adirec¢do do feixe é controlada pelos coeficientes de
excitacdo complexos dos el ementos radiantes e pode ser modificada em azimute, em elevacdo, ou ambos, por
meio de um sinal eléctrico, tanto na emissdo como na recepcao.

"Algoritmo assimétrico" (5) — Algoritmo criptogréfico que utiliza codigos de tipo matematico diferentes para
acifragem e a decifragem.
N.B.: Uma utilizagdo comum de "algoritmos assimétricos" é a gestdo de codigos.

"Algoritmo simétrico” (5) — Algoritmo criptogréfico que utiliza codigos idénticos para acifragem e a
decifragem.
N.B.: Uma utilizagdo comum de "algoritmos simétricos"” é a confidencialidade dos dados

"Amplificagdo dptica’ (5) — Técnica de amplificagdo que, nas comuni cagdes Opticas, introduz um ganho nos
sinais épticos que tenham sido gerados por uma fonte Gptica distinta, sem conversao em sinais el éctricos, isto
€, utilizando amplificadores épticos a base de semi-condutores, ou amplificadores luminescentes de fibras
opticas.

"Anadisadores de sinais' (3) — Aparelhos capazes de medir e visualizar as propriedades fundamentais dos
componentes de frequéncia Unica de sinais multifrequéncia.

"Analisadores de sinal dindmicos' (3) —"Analisadores de sinal" que utilizam técnicas digitais de amostragem
e de transformagdo para visualizar o espectro de Fourier daforma de onda dada, incluindo as informactes
relativas a amplitude e afase.

N.B.: Ver também "analisadores de sinais"

"Atomizacdo centrifuga’ (1) — Processo destinado a reduzir um fluxo ou um banho de metal fundido em
goticulas de didmetro igual ou inferior a 500 micrometros, por accdo de forga centrifuga.
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"Atomizagdo por gés' (1) — Processo destinado a transformar o vazamento de uma liga metdlica fundida em
goticulas de didmetro igual ou inferior a 500 micrémetros, por meio de uma corrente gasosa a alta pressao.

" Atomizac&o sob vacuo" (1) — Processo de reducdo de um fluxo de metal fundido a goticulas de didmetro
igua ou inferior a 500 micrémetros, pela evolucéo répida de um gas dissolvido apds exposi¢ao ao vacuo.

"AtribuidapelaUIT" (3 5) — Atribuicéo de bandas de frequéncia de acordo com a actual versdo do
Regulamento das Radiocomunicacfes da UI T para servigos primérios, autorizados e secundarios.
N.B.: Ndo se incluem as atribuicées adicionais e alternativas.

"Banda' (1) — Material constituido por "monofilamentos’, "cordBes’, "mechas’, "cabos de fibras', "fios", etc.
entrelagados ou unidireccionais, norma mente pré-impregnados de resina.
N.B.: "Corddo" é um feixe de "monofilamentos" (normalmente mais de 200) dispostos de forma mais
ou menos paralela.

"Cabo defibras"' (1) — Feixe de "monofilamentos’, em geral aproximadamente paralelos.

"Cartdo personalizado inteligente" (5) — Cartdo inteligente gue contém um microcircuito que foi programado
para uma aplicacéo especifica e que ndo pode ser reprogramado pelo utilizador para nenhuma outra

aplicacéo.

"Circuito integrado hibrido" (3) — Combinagdo de circuitos integrados, ou circuito integrado que possuli
‘elementos de circuito’ ou ‘componentes discretos' ligados entre si para executar uma ou mais funcoes
especificas, e que reline todas as seguintes caracteristicas

a Integra, pelo menos, um dispositivo ndo encapsul ado;
b. A ligagdo dos diferentes elementos entre si € feita por métodos tipicos de producéo de circuitos
integrados;

C. E substituivel como uma s entidade; e
d. Normalmente, ndo pode ser desmontado.

N.B.1: 'Elemento de circuito’ é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito
electronico, como um diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.
N.B.2: '‘Componente discreto’ é um 'elemento de circuito', encapsulado em separado e que

possui ligagoes exteriores proprias.

"Circuito integrado 6ptico” (3) — "Circuito integrado monolitico” ou "circuito integrado hibrido" que integra
um ou mais elementos concebidos para funcionar como detectores ou emissores épticos ou pararealizar uma
ou mais funcgdes Opticas ou electro-opticas.

"Circuitos integrados monoliticos' (3) — Combinagdes de varios 'el ementos de circuito' passivos ou activos,
ou de ambos, que:
a Sejam fabricados por processos de difusdo, de implantacéo ou de depdsito, dentro de ou sobre
um elemento semicondutor Unico isto é, uma pastilha (chip);
b. Se considerem associados de formaindivisivel; e
C. Realizem a(s) funcdo(des) de um circuito.
N.B. 'Elemento de circuito' é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito
electronico, como um diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.

"Circuitos integrados multipastilhas" (3) — Circuitos que contém, pelo menos, dois "circuitos integrados
monoliticos" fixados num "substrato” comum.

"Circuitos integrados do tipo peliculd" (3) — Conjuntos de 'elementos de circuito' e de interligacdes metalicas
formados por deposito de uma peliculafina ou espessa sobre um "substrato” isolante.
N.B. 'Elemento de circuito' é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito
electronico, como um diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.

"Circulo de probabilidade igua" (7) — Medida de precisdo, que representa o raio do circulo centrado no alvo,
auma distancia especifica, no qual tém impacto 50% das cargas Uteis.

"Cobertura efectiva do radar" (6) — Alcance especificado de visualizagdo ndo ambigua de um radar.
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"Codigo-fonte" (ou linguagem-fonte) (4 6 7 9) — E uma expressio adequada de um ou mais processos que
pode ser transformada por um sistema de programacao numa outra forma, executavel pelo equipamento
("Cdbdigo-objecto” (ou linguagem-objecto)).

"Cédigo-objecto” (9) — Forma de expressdo adequada de um ou mais processos, executavel pelo
equipamento, que foi transformada pelo sistema de programagéo a partir de uma outra forma (" codigo-fonte"
(ou linguagem-fonte)).

"Comando digital de motor com controlo total" ("FADEC") (7 9) — Sistema de controlo electrénico para
turbinas a gas ou motores de ciclo combinado que utiliza um computador digital para controlar as variaveis
necessarias pararegular o impulso do motor ou a poténcia a saida do veio em toda a gama de funcionamento
do motor desde o inicio da contagem do combustivel até ao corte do mesmo.

"Cominuicdo" (1) — Processo de reducéo de um material a particulas, por trituracdo ou moagem.

"Composito" (1 2 6 8 9) — Conjunto de uma "matriz" e de umaou mais fases constituintes naforma de
particulas, cristais capilares, fibras ou combinacdes destas fases, cuja presenca esta ligada a um ou mais fins
especificos.

"Compresséo de impulsos’ (6) — Codificacdo e processamento de um impulso de sinal de radar de longa
duracdo, num impulso de curta duragdo, mantendo as vantagens de uma energia pul sada elevada.

"Computador digita" (4 5) — Equipamento que pode, sob aforma de uma ou mais varidve's discretas:
a Aceitar dados;
b. Armazenar dados ou instrucdes em dispositivos fixos ou modificaveis (por gravacao);
C. Processar dados por meio de uma sequéncia de instrugdes armazenadas e modificaveis, e
d. Assegurar a saida de dados.
N.B.: As modificagoes de uma sequéncia de instrugoes armazenadas incluem a substituicdo de
dispositivos fixos de memoria, mas ndo a substitui¢do da cablagem ou das interligagoes.

"Computador hibrido" (4) — Equipamento capaz de:
a Aceitar dados;
b. Processar dados anal 6gicos ou digitais; e
C. Assegurar a saida de dados.

"Computador neuronal" (4) — Dispositivo de célculo concebido ou modificado paraimitar o comportamento
de um neurdnio ou conjunto de neurdnios, isto &, dispositivo de calculo que se distingue pela sua capacidade
de modular os pesos e nimeros das interligacdes de uma série de componentes de calculo, com base em
dados anteriores.

"Computador 6ptico" (4) — Computador concebido ou modificado para utilizar aluz para representar 0s
dados, e cujos elementos | 6gicos de calculo se baseiam em dispositivos Opticos ligados directamente.

"Computador sistélico matricial" (4) — Computador onde o fluxo e a alteracdo dos dados séo dinamicamente
controlados pelo utilizador ao nivel da portaldgica.

"Comutacdo optica" (5) — Encaminhamento ou comutacdo de sinais épticos sem conversdo em sinais
eléctricos.

"Conjunto electronico” (2 3 4 5) — Grupo de componentes el ectronicos ("elementos de circuito”,
"componentes discretos”, circuitos integrados, etc.), ligados entre si para desempenhar uma ou mais funcdes
especificas, substituiveis conjuntamente e normal mente desmontaveis.

N.B.I: "Elemento de circuito” é um elemento funcional activo ou passivo uinico num circuito
electronico, como um diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.
N.B.2: "Componente discreto” é um "elemento de circuito" encapsulado em separado e que

possui as suas proprias ligagoes exteriores.
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"Conjunto de orientacdo" (7) — Sistemas que integram o processo de medicéo e cdlculo daposicéo e
velocidade de um veiculo (ou sgja, navegagao) com o processo de calculo e envio de ordens de comando
para os sistemas de controlo de voo do veiculo, de formaa corrigir atrajectéria.

"Constante de tempo" (6) — Tempo que decorre entre a aplicacdo de um estimulo luminoso e 0 momento em
que o aumento de corrente atinge o valor de 1 — 1/e vezes o valor final (isto é, 63% desse valor).

"Controlador de acesso arede" (4) — Interface fisica para uma rede de comutacdo distribuida. Utilizaum
suporte comum gue funciona em permanéncia com o mesmo "débito de transferénciadigital” e que utilizaa
arbitragem (por exemplo, deteccdo de testemunho e de portadora) para a transmisséo. | ndependentemente de
outros dispositivos, selecciona os pacotes de dados ou os grupos de dados (por exemplo, |EEE 802) que lhe
s3o dirigidos. E um conjunto que pode ser integrado em equipamentos informéticos ou de telecomuni cagdes
para assegurar 0 acesso as comunicagles.

"Controlador de cana de comunicagdes' (4) — Interface fisica que controla o fluxo de informagao digital
sincrona ou assincrona. Trata-se de um conjunto que pode ser integrado num eguipamento informético ou de
telecomuni cagdes para assegurar 0 acesso as comuni cacoes.

"Controlo de contorno” (2) — Dois ou mais movimentos sujeitos a " controlo numérico”, executados segundo
instrucBes que designam a posi¢cao requerida seguinte e as velocidades de avanco necessérias para essa
posicéo. Estas vel ocidades variam umas em relacdo as outras de formaa produzir o contorno pretendido
(Referéncia | SO/DIS 2806-1980).

"Controlo numérico" (2) — Comando automatico de um processo, realizado por um dispositivo que interpreta
dados numéricos, introduzidos a medida que a operacéo se processa (Ref. SO 2382).

"Controlo primério de voo" (7) — Controlo de estabilidade ou de manobra de uma "aeronave" que utiliza
geradores de forca/momento, ou seja, superficies de controlo aerodindmico ou a vectorizacdo do impulso
propulsor.

"Controlo total de voo" (7) — Controlo automético das variaveis de estado da "aeronave” e datrgjectoria de
VOO para cumprir objectivos de missdo em resposta a alteragdes em tempo real dos dados relativos a
objectivos, riscos ou outras "aeronaves”.

"Criptografia' (5) — Disciplina que engloba os principios, meios e métodos de transformacdo de dados, com
o fim de dissimular o seu contetido de informagao, impedir a sua modificacdo ndo detectada ou impedir asua
utilizacéo ndo autorizada. A "criptografia’ limita-se a transformacao dainformacao utilizando um ou mais
"parémetros secretos” (por exemplo, variaveis criptogréficas) ou a gestdo de codigos associada.
N.B.: "Pardmetro secreto" é uma constante ou codigo desconhecido de outras pessoas ou partilhado
unicamente no seio de um grupo.

"Criptografia quantica' (5) — Familia de técnicas de criagdo de uma chave partilhada para a " criptografia’
através da medi¢ao das propriedades quanti co-mecanicas de um sistema fisico (incluindo as propriedades
fisicas explicitamente regidas pela éptica quantica, ateoria quantica do campo e a €l ectrodinamica quantica).

"Culturas vivasisoladas' (1) incluem culturas vivas na forma dormente e em preparagdes secas.

"Débito de transferénciadigital" — Velocidade total dainformacgdo transferida directamente em qual quer tipo
de suporte.
N.B.: Ver também "débito total de transferéncia digital”.

"Débito total de transferénciadigital" (5) — Numero de bits, incluindo os de codificacdo em linha, os
suplementares, etc., que passam por unidade de tempo, entre equipamentos correspondentes num sistema de
transmissdo digital.

N.B.": Ver também "débito de transferéncia digital".
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"Densidade equivalente" (6) — Massa de uma Gptica por unidade de superficie Optica projectada numa
superficie optica.

"Densidade total de corrente" (3) — NUmero total de amperes-espira da bobina (isto €, o nimero de espiras
multiplicado pela corrente maxima transportada por cada espira), dividido pela seccéo transversal total da
bobina (incluindo os filamentos supercondutores, a matriz metalica onde estes sdo incorporados, 0 material
de encapsulagem, os canais de refrigeracéo, etc.).

"Densificacdo isostética a quente" (2) — Processo em que, recorrendo a diversos meios (gases, liquidos,
particulas solidas, etc.), se pressuriza uma peca fundida a uma temperatura superior a 375 K (102°C) num
espaco fechado, produzindo-se umaforcade igual intensidade em todas as direccfes, afim de reduzir ou
eliminar os chochos dessa peca fundida.

"Desalinhamento” (2) — Deslocamento axial do fuso principal numa rotagéo, medido num plano
perpendicular ao prato porta-ferro do fuso, num ponto junto da periferia do prato (Referéncia:
SO 230/1 1986, ponto 5.63).

"Desenvolvimento" (NGT NTN todos) — Operacdo ligada a todas as fases que precedem a producdo em
série, como: concepcao (projecto), investigacdo de concepcdo, andlises de concepgado, conceitos de
concepcao, montagem e ensaio de prototipos, planos de producéo-piloto, dados de concepcao, processo de
transformacao dos dados de concepcdo num produto, concepcao de configuracdo, concepcdo de integracdo e
planos.

"Desvio angular de posicéo (2) — Diferenca maxima entre a posicao angular e a posicéo angular real medida
com grande precisdo depois de o porta-pecas ter sido deslocado da suaposicdo inicial (Referéncia
VDI/VDE 2617, projecto: "Mesas rotativas de maquinas de medic¢&o por coordenadas’).

"Do dominio publico” (NGT NTN NGS) — Designaa"tecnologia' ou o "suporte l16gico" que foram
divulgados e sem qualquer restri¢do quanto a sua utilizacdo posterior. (As restri¢des resultantes do direito de
propriedade intelectual ndo impedem que a "tecnologia’ ou o "suporte |6gico" sejam considerados "do
dominio publico".)

"Duracdo de impulso” (6) — Duracéo de um impulso "laser", medida ao nivel daLargura Total aMeia
Intensidade (FWHI).

"Duragdo laser" (6) — Tempo durante o qual um "laser” emite radiacéo "laser” e que, num "laser pulsado”,
corresponde ao tempo de emissdo de um Unico impulso ou de uma série de impul sos consecutivos.

"EC" — Siglaequivalente a"elemento de computagéo”.

"Elemento de computacéo” ("EC")(4) — A mais pequena unidade de célculo que produz um resultado
aritmético ou légico.

"Elemento principal" (4) — Na acepcdo de categoria 4, € um elemento cujo valor de substitui¢éo representa
mais de 35% do valor total do sistema onde estaintegrado. O valor do elemento é o preco pago pelo
fabricante do sistema ou por quem monta o sistema. O valor total € o preco de venda internacional

normal mente praticado com quem n&o tem qual quer ligagdo com o vendedor, no local de fabrico ou de
expedicdo.

"Encaminhamento adaptativo dinamico" (5) — Reencaminhamento automético do tréfego baseado na
deteccdo e andlise das condicles presentes e reais da rede.

N.B.: Ndo inclui as decisées de encaminhamento tomadas em fungdo de uma informagdo pré-
-definida.
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"Enformacao superpléstica’ (1 2) — Processo térmico de deformacao aplicado a metais que se caracterizam,
normalmente, por pequenos alongamentos (inferiores a 20%) no ponto de ruptura, determinados a
temperatura ambiente através de ensaios cléssicos de resisténcia a tracgdo, de modo a obter, durante o
processamento, alongamentos pelo menos dupl os daquel es.

"Equipamento de producao” (1 7 9) — Ferramentas, escantilhdes, calibres, mandris, moldes, matrizes,
gabaritos, mecanismos de alinhamento, equi pamento de ensaio, outra maguinaria e componentes aela
destinados, desde que tenham sido especia mente concebidos ou modificados para " desenvolvimento" ou
para uma ou mais fases de "producéo”.

"Espectro alargado” (5) — Técnicaem gque aenergia de um cana de comunicacdes de banda rel ativamente
estreita se estende sobre um espectro de energia muito mais largo.

"Espectro de radar alargado” (6) — Técnica de modulacdo por meio da qual a energia de um sinal com uma
banda relativamente estreita se expande sobre uma banda de frequéncias muito mais larga, utilizando um
codigo aleatdrio ou pseudo-aleatorio.

"Espelhos deformaveis' (6) (também conhecidos como espel hos épticos adaptaveis) — Espelhos que tém:

a Uma Unica superficie éptica reflectora continua que é deformada de forma dinémica pela
aplicacao de binarios ou forcas individuais para compensar distor¢des na onda 6ptica incidente
no espelho; ou

b. Elementos Opti cos reflectores multiplos que podem ser individual e dinamicamente
reposi cionados pela aplicacdo de binérios ou forgas para compensar distor¢gdes na onda Optica
incidente no espel ho.

"Estabilidade" (7) — Desvio-padréo (1 sigma) da variacdo de um determinado parametro em relacéo ao seu
valor calibrado, medido em condicbes térmicas estaveis. Pode ser expressa em funcéo do tempo.

"Estado participante” (7 9) — Estado que participa no Acordo de Wassenaar (ver www.wassenaar.org).

"Estado (ndo) Parte na Convencao sobre Armas Quimicas' (1) — Estado para o qual a Convencéo sobre a
Proibic&o do Desenvolvimento, Produgéo, Armazenagem e Utilizagdo de Armas Quimicas e sobre a sua
Destruicdo (ndo) entrou em vigor (ver wWww.0pCcw.org).

"Excentricidade" (2) — Deslocamento radial do fuso principal numa rotac&o, medido num plano
perpendicular ao eixo do fuso, num ponto da superficie rotativainterior ou exterior a examinar (referéncia:
SO 230/1 1986, ponto 5.61).

"Factor de escala" (giroscopio ou acel erébmetro) (7) — Relagcdo entre uma alteracdo a saida e uma alteragdo a
entrada, amedir. O "factor de escala’ € geralmente avaliado como o gradiente da recta que pode ser gjustada,
pelo método dos quadrados minimos, aos dados de entrada-saida obtidos fazendo variar a entrada de forma
ciclicaao longo da gama de valores de entrada.

"FADEC" — Sigla equivalente a"comando digital de motor com controlo total".

"Fio" (1) — Feixe de "corddes' torcidos.
N.B.: "Corddo" é um feixe de "monofilamentos" (normalmente mais de 200) dispostos em forma mais
ou menos paralela.

"Fixao" (5) — O agoritmo de codificacgo ou de compressdo diz-se "fixo" quando ndo pode aceitar pardmetros
fornecidos do exterior (por exemplo varidveis criptogréficas ou de cédigo) nem pode ser modificado pelo
utilizador.
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"Fuso basculante" (2) — Fuso porta-ferramentas que modifica, no decurso da operacéo de maguinagem, a
posicéo angular do seu eixo em relacdo a qualquer outro eixo.

"Geograficamente dispersos’ (6) — Diz-se dos equipamentos cujo afastamento entre si, em qualquer direccéo,
€ superior a1 500 m. Os sensores moveis sdo sempre considerados como "geograficamente dispersos’.

"Gestéo de poténcid' (7) — Alteracdo da poténciatransmitida do sinal do altimetro, de forma que a poténcia
recebida a atitude da "aeronave" esteja sempre ao nivel minimo necessario para determinar a atitude.

"Gradiometro magnético” (6) — Instrumento concebido para detectar a variagao espacial de campos

magnéticos originarios de fontes que Ihe so exteriores. So constituidos por "magnetdmetros’ multiplos e

pel os equi pamentos el ectréni cos associados, que produzem uma medida do gradiente do campo magnético.
N.B.: Ver também "gradiometro magnético intrinseco".

"Gradiémetro magnético intrinseco” (6) — Elemento simples de deteccdo de gradientes de campos
magnéti cos e equi pamentos el ectroni cos associados, que produzem uma medida do gradiente do campo
magnético.

N.B.: Ver também "gradiometro magnético”.

"Grama efectivo” (0 1) de um "material cindivel especial":

a No caso de isétopos de plutdnio e de urénio — 233 — Massa dos isétopos em gramas,

b. No caso do uranio enriquecido em 1%, ou mais, no is6topo uranio — 235 — Massa do elemento,
em gramas, multiplicada pelo quadrado do enriquecimento expresso como frac¢do massica
decimal;

C. No caso de urénio enriquecido em menos de 1% no isdtopo urénio — 235 — Massa do elemento,
em gramas, multiplicada por 0,0001,;

"Imunotoxina’ (1) — Conjugacao de um anticorpo monoclonal especifico de uma célula com uma'toxina’,
ou "subunidade de toxina", que afecta selectivamente células doentes.

"Incerteza de medida' (2) — Parémetro caracteristico que indica, com um grau de confianca de 95%, em que
intervalo centrado no valor de saida se situa o valor correcto da variavel a medir. Este parémetro abrange os
desvios sisteméticos e as folgas/valores residuais ndo corrigidos e os desvios aleatorios (Referéncia
SO 10360-2 ou VDI/VDE 2617).

"Informagdes do eco do radar" (6) — Informagdes do eco do radar de uma "aeronave" correlacionadas com o
seu plano de voo (associagdo entre o sinal radar e os dados constantes no plano de voo e a sua actualizagéo),
destinadas aos controladores dos centros de Controlo do Tréfego Aéreo.

"Instalacbes de producdo” (7 9) — Equipamento e "suportes 16gicos" especialmente concebidos para esse
egui pamento, integrados em instal acoes, para " desenvolvimento” ou para uma ou mais fases de "producéo”.

"Investigagdo cientifica fundamental" (NGT NTN) — Trabal hos experimentais ou tedricos, empreendidos
principal mente para adquirir novos conhecimentos sobre os principios fundamentais de fendmenos ou factos
observaveis, e ndo especialmente orientados para um fim ou objectivo especifico.

"Isolamento” (9) — Aplica-se nos componentes de um motor de foguete, isto é, carter, tubeiras, entradas,
fechos do carter, einclui folhas de borracha endurecida ou semi-endurecida contendo material isolante ou
refractario. Pode também ser incorporado como manga ou elemento de alivio da tensao.

"Largura de banda em tempo rea" (2 3) — Designa, nos "analisadores de sinais dindmicos', a maior gama de
frequéncias que o analisador pode apresentar para visualiza¢do ou fornecer a memaria de massa, sem causar
descontinuidades na andlise dos dados de entrada. Para os analisadores com mais de um canal, a
configuracdo do canal gque apresenta umamaior "largura de banda em tempo real" serd a utilizada para fazer
o célculo.
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"Largura de banda fraccionada" (3) —"Largura de bandainstantanea" dividida pela frequéncia central,
expressa em percentagem.

"Largura de banda instantanea’ (3 5 7) — Largura de banda em que a poténcia de saida permanece constante
com umatoleranciade 3 dB, sem gjustamento de outros parametros de funcionamento.

"Laser" (02 356 9) — Conjunto de componentes que produzem luz coerente no espaco e no tempo,
amplificada por emissdo estimul ada de radiacao.
N.B. Ver tambéem. "Laser quimico";
"Laser de Q comutado";
"Laser de superalta poténcia”,
"Laser de transferéncia”.

"Laser continuo" (6) —"Laser" que produz uma energia nominal mente constante durante, pelo menos, 0,25
segundos

"Laser pulsado” (6) —"Laser" com uma "duracéo de impulso” inferior ou igual a 0,25 segundos.

"Laser de Q comutado" (6) —"Laser" em que a energia € armazenada nainversdo de populagdo ou no
ressoador Optico e, em seguida, emitida na forma de um impul so.

"Laser quimico" (6) —"Laser" em que a espécie excitada € produzida pela energia libertada numa reaccéo
quimica.

"Laser de super-alta poténcia" "SHPL" (6) —"Laser" capaz de fornecer atotalidade ou uma parte da energia
de saida superior a 1 kJ em 50 ms, ou caracterizado por uma poténcia média ou em ondas continuas superior
a20 kw.

"Laser de transferéncia" (6) —"Laser" excitado por umatransferéncia de energia obtida pela coliséo de
atomos ou de mol éculas que ndo produzem efeito laser com d&omos ou moléculas que produzem esse efeito.

"Linearidade" (2) — Caracteristica que é geralmente medida em termos de ndo-linearidade e que é definida
como o desvio méximo, positivo ou negativo, da caracteristicareal (média das leituras no sentido ascendente
e descendente da escala) em relac8o a uma linha recta situada de forma a que se igualem e reduzam ao
minimo os desvios Mmaximos.

"Magnetémetro” (6) — Instrumento concebido para detectar campos magnéticos originarios de fontes que Ihe
S80 exteriores.

E constituido por um Unico elemento de deteccso de campos magnéticos e pelo equipamento electronico
associado, que produzem uma medida do campo magnético.

"Material cindivel especia" (0) — O pluténio-239, "uranio enriquecido nos isétopos 235 ou 233" e qual quer
material que contenha estes componentes.

"Materiais fibrosos ou filamentosos' (0 1 2 8) — S&o 0s seguintes materiais:

a) "Monofilamentos' continuos;
b) "Fios' e "mechas' continuos;
C) "Bandas', tecidos, emaranhados irregulares e entrancados;

d) Mantasdefibras cortadas, de fibras descontinuas e de fibras aglomeradas;

€) Cristais capilares monacristalinos ou policristalinos de qualquer comprimento;

f) Pasta de poliamidas aromaticas.
"Materiais resistentes a corrosao pelo UFg" (0) podem ser caobre, ago inoxidavel, aluminio, 6xido de
aluminio, ligas de aluminio, niquel ou ligas contendo 60% ou mais, em massa, de niquel e polimeros
hidrocarbonados fluorados, resistentes ao UFg, consoante for adequado para o tipo de processo de separacéo.
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"Matriz" (1 2 8 9) — Fase praticamente continua que preenche o espaco entre particulas, cristais capilares ou
fibras.

"Matriz de plano foca" (6) significa uma camada linear ou bidimensional plana, ou uma combinacdo de
camadas planas, de elementos detectores, com ou sem electronica de visualizagdo, que funcionam no plano
focal.
N.B.: Nesta defini¢do ndo se inclui uma pilha de elementos detectores simples ou detectores de dois,
trés ou quatro elementos, desde que o atraso e a integragdo ndo sejam efectuados dentro do elemento.

"Mecha' (1) — feixe (normalmente 12—120) de "corddes’ mais ou menos paralelos.
N.B.: "Corddo" é um feixe de "monofilamentos" (normalmente mais de 200) dispostos de forma mais
ou menos paralela.

"Melhoramento de imagens” (4) — Tratamento de imagens exteriores portadoras de informagéo, por meio de
algoritmos, como compressao de tempos, filtragem, extraccao, seleccdo, correlacdo, convolugdo, ou
transformagdes entre dominios (por exemplo Transformada Rpida de Fourier ou Transformada de Walsh).
N&o sdo incluidos os algoritmos que apenas utilizam a transformacao linear ou angular de uma imagem
simples, como atraducdo, a extraccéo de parametros, o registo ou a falsa coloragéo.

"Memodria principa" (4) — Memdria primaria de dados ou instrucdes para acesso rapido a partir da unidade
central de processamento. E constituida pela memoariainterna de um "computador digital" e qual quer
extensdo hierarquizada da mesma, como a memoria cache ou meméria alargada de acesso ndo sequencial.
"Mesa rotativa composta’ (2) — Mesa gque permite a pecaa maquinar rodar e inclinar-se em torno de 2 eixos
ndo paralel os que podem ser coordenados simultaneamente para " controlo de contorno”.

"Microcircuito microcomputador” (3) —"Circuito integrado monolitico" ou "circuito integrado
multipastilhas" que contém uma unidade aritmética e l6gica (UAL) capaz de executar instrucfes elementares
apartir de uma memériainterna, sobre dados nesta contidos.

N.B.: A memoria interna pode ser reforcada por uma memoria externa.

"Microcircuito microprocessador” (3) — "Circuito integrado monolitico” ou "circuito integrado
multipastilhas" que contém uma unidade aritmética e 16gica (UAL) capaz de executar uma série de
instrucBes elementares a partir de uma memaria externa.

N.B.1. O "microcircuito microprocessador" ndo contém normalmente memoria acessivel ao
utilizador incorporada, mas pode utilizar a memoria existente na pastilha para realizar a
sua fungdo logica.

N.B.2. Inclui conjuntos de pastilhas concebidos para operar conjuntamente para desempenhar a
fungdo de "microcircuito microprocessador”.

"Microrganismos' (1 2) — Bactérias, virus, micoplasmas, rickettsias, clamidias ou fungos, naturais,
mel horados ou modificados, quer sob aformade "culturas vivasisoladas', quer sob a forma de matérias,
incluindo matérias vivas, deliberadamente inoculadas ou contaminadas com culturas vivas.

"Misseis" (1 3 6 7 9) — Foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados, capazes de transportar pelo
menos uma carga de 500 kg a uma disténcia de, pelo menos, 300 km.

"Misturaquimica' (1) — Produto sdlido, liquido ou gasoso constituido por dois ou mais componentes que hdo
reagem entre si nas condi¢des em que a mistura é armazenada.

"Misturadas' (1) — Diz-se das misturas, filamento afilamento, de fibras termopl asticas e fibras de reforco, de
modo a obter-se uma misturafibras de refor¢o "matriz" totalmente fibrosa.

"Modulo de e asticidade especifico” (0 1 9) — Mddulo de Y oung em pascal (equivalente a N/m?) dividido
pelo peso especifico em N/m®, medido a uma temperatura de (296+ 2) K ((23 + 2)°C) e com uma humidade
relativa de (50 + 5)%.
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"Monofilamento" (1) ou filamento — O menor aumento dafibra, geralmente com varios micrémetros de
didmetro.

"Necessario" (NGT 1-9) — Este termo, quando aplicado a"tecnologia’, designa unicamente a parte especifica
da"tecnologia’ que permite alcancar ou exceder os niveis de comportamento funcional, as caracteristicas ou
as funcBes submetidos a controlo. Essa "tecnologia' "necessaria’ podera ser partilhados por diferentes

produtos.

"Nivel de ruido" (6) — Sinal eléctrico dado em funcéo da densidade espectral de poténcia. A relagdo entre o
"nivel de ruido" expresso em valor, pico apico, € a seguinte:

S2pp = 8No(f2-f1), sendo Spp o valor pico a pico do sinal (por exemplo em nanotesla), No a densidade
espectral de poténcia (por exemplo (nT)2/Hz) e (f2-f1) alargura de banda em causa.

"Obtencéo de ligas por meios mecanicos’ (1) — Processo de obtencdo de ligas resultante da ligagdo, fracturae
nova ligacdo de p6s elementares e de pds de ligas de adi¢do, por impacto mecéanico. Podem incorporar-se
particulas ndo-metélicas naliga recorrendo a adi¢éo de pds apropriados.

"Operadoresterminais' (2) — Dispositivos, como pingas, 'ferramentas activas ou qualquer outra ferramenta,
ligados a placa de base da extremidade do brago manipulador de um robot.
N.B.: 'Ferramenta activa' é um dispositivo destinado a aplicar a pega a trabalhar for¢a motriz, a
energia necessdria ao processo ou meios de detec¢do.

"Optimizacdo datrajectdria de voo" (7) — Processo que reduz ao minimo os desvios em relacdo auma
trajectériatetradimensional pretendida (espago e tempo) definida com base num desempenho e numa
eficacia méximos no cumprimento de missoes.

"PDA" (4) siglaequivalente a"Pico de desempenho ajustado”.

"Percurso aleatdrio angular" (7) € o erro angular acumulado com o tempo que € devido ao ruido branco da
velocidade angular. (IEEE STD 528-2001)

"Perfis aerodinamicos de geometria variavel" (7) — Superficies que utilizam alhetas (flaps) nos bordos de
fuga ou compensadores, ou slats nos bordos de atague (bordos de ataque avangados) ou abatimentos
articulados de ogivas, cuja posi¢cdo pode ser controlada em voo.

"Pico de desempenho gjustado” (4) — Taxa de pico gjustada a que o0s "computadores digitais' efectuam somas
e multiplicacBes de virgula flutuante de 64 bits ou mais e € expresso em TeraFL OPS ponderados (TP), em
unidades de 10" operacdes ajustadas de virgula flutuante por segundo.

N.B.: Ver categoria 4, nota técnica.

"Pixel activo" (6 8) — Elemento minimo (Unico) do conjunto no estado sdlido que realiza uma fungdo de
transferéncia fotoel éctrica quando exposto a uma radiacdo luminosa (el ectromagnética).

"Polarizagdo" (acelerémetro) (7) — Saida de um acelerémetro, na auséncia de acel eragéo.

"Porta de conexao" (5) — Funcao realizada por qualquer combinacdo de equipamento e "suporte |égico”, para
efectuar a conversdo de convencdes de representacdo, de processamento ou de comunicagao das informagoes
utilizadas num sistema, em convencdes correspondentes, mas diferentes, utilizadas num outro sistema.

"Poténcia média de saida" (6) — Total da energia"laser"saida, em joules, dividido pela"duracéo laser”,
em segundos.

"Poténcia de pico" (6) — Nivel maximo de energia que pode ser atingido numa "duracdo laser".
"Pré-formas de fibras de carbono" (1) — disposicao ordenada de fibras, revestidas ou ndo, destinada a servir

de estrutura de suporte de um componente antes de a "matriz" ser introduzida para a formagdo de um
"compésito”.
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"Precisao" (2 6) — Caracteristica geralmente medida em termos de impreciséo e definida como o desvio
maximo, positivo ou hegativo, de um valor indicado em relacdo a uma norma aceite ou a um valor
verdadeiro.

"Prensagem hidraulica por accéo directa’ (2) — Processo de deformagado que utiliza um reservatério flexivel
cheio de liguido que se coloca em contacto directo com a peca.

"Prensas isostéticas" (2) — Equipamento que, recorrendo a diversos meios (gases, liquidos, particulas solidas,
etc.), é capaz de pressurizar uma cavidade fechada, criando dentro desta uma pressdo igual em todas as
direccbes sobre uma peca ou um material.

"Previamente separado” (1) — Significa a aplicacdo de qualquer processo gque tenha por objectivo aumentar a
concentracdo do isdtopo submetido a controlo.

"Processamento de fluxos multiplos de dados' (4) — Técnica de 'microprogramas’ ou de arquitectura do
equipamento que permite o processamento simulténeo de duas ou mais sequéncias de dados sob o controlo
de uma ou mais sequéncias de instrucdes, por meio de:
a Arquitecturas de multiplos dados com instrugéo Unica (SIMD) como processadores vectoriais
ou matricias,
b. Arquitecturas de multiplos dados com instrugéo unica/ /instrugdes multiplas (MSIMD);
C. Arquitecturas de multiplos dados com instrugdes multiplas (MIMD) incluindo as que estdo
fortemente, estreitamente ou ligeiramente ligadas; ou
d. Redes estruturadas de elementos de processamento, incluindo redes sistélicas.
N.B.: 'Microprograma' — uma sequéncia de instrugoes elementares, conservadas numa memoria
especial, cuja execugdo é iniciada pela introdu¢do da sua instrugdo de referéncia num registo
de instrucoes.

"Processamento de sinais’ (3 4 5 6) — Processamento de sinais exteriores, portadores de informagao, por
meio de algoritmos como compressdo de tempos, filtragem, extraccao, seleccdo, correlacdo, convolugdo ou
transformagdes entre dominios (por exempl o, transformada de Fourier rdpida ou transformada de Walsh).

"Processamento em tempo real” (6 7) — Processamento de dados por um computador que presta um
determinado nivel de servico necessério, em fungdo dos recursos disponiveis, dentro de um tempo de
resposta garantido, independentemente da carga no sistema, quando estimulado por um evento externo.

"Producdo”" (NGT, NTN, todas as listas) — Todas as fases da producéo, designadamente construgéo,
producdo, projecto, fabrico, integragdo, montagem, inspeccao, ensaios e garantia da qualidade.

"Programa’ (2 4 5 6) — Sequéncia de instrugdes para levar a cabo um processo sob forma executavel por um
computador electrénico, ou nela convertivel.

"Programacao acessivel ao utilizador" (6) —Meio que permite ao utilizador inserir, modificar ou substituir
"programas’, por outros métodos que ndo os seguintes;

a Substitui¢do fisica da cablagem ou das interligagtes; ou

b. Estabel ecimento de controlos de func&o, incluindo a introdugdo de parametros.

"Pulverizacdo catddica' (4) — Processo de revestimento por cobertura, no qual ides positivos sdo acelerados
por um campo eléctrico e projectados sobre a superficie de um alvo (material de revestimento). A energia
cinética dos ides que chocam com o avo é suficiente para libertar &omos da sua superficie, que vao
depositar-se num substrato.
N.B.: A pulverizagdo catodica com triodos, magnetroes ou radiofrequéncias, para aumentar a
aderéncia do revestimento e a taxa de deposi¢do, sdo modifica¢des habituais do processo.

"Qualificado para uso espacia" (3 6) — Qualificacdo dos produtos concebidos, fabricados e testados para
obedecer aos requisitos el éctricos, mecanicos e ambientais especiai s necessarios para utilizacéo no
lancamento e colocagdo em Orbita de satélites ou de sistemas de voo a grande altitude, que operam a atitudes
iguais ou superiores a 100 km.
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"Radar" de "espectro alargado” (6) — Vide "Espectro de radar alargado”.

"Reactor nuclear” (0) — Os componentes situados no interior ou directamente ligados ao corpo do reactor, o
equipamento que controla o nivel de poténcia no nicleo, e os componentes que normal mente contém, entram
em contacto directo ou controlam o refrigerante primario do ntcleo do reactor.

"Rede loca" (4) — Sistema de comunicagéo de dados que:
a Permite a comunicacdo directa entre um nimero arbitrario de "dispositivos de dados"
independentes; e
b. Se limitaaum local com uma &rea reduzida (por exemplo, edificio administrativo, fabrica,
faculdade ou armazém).
N.B.: "Dispositivos de dados" sdo equipamentos capazes de emitir ou receber sequéncias de
informagades sob a forma digital.

"Repetibilidade” (7) — Frequéncia do acordo entre medicdes repetidas da mesma variavel nas mesmas
condic¢des de funcionamento, quando entre as medic¢des ocorrerem alteraces nas condicdes ou periodos de
ndo funcionamento. (Referéncia: IEEE STD 528-2001 (desvio-padrdo de 1 sigma))

"Resisténcia especifica a traccao” (0 1 9) — Tensfo de ruptura a tracgdo em pascal (equivalente a N/n)
dividida pelo peso especifico em N/m®, medida a uma temperatura de (296 + 2) K ((23 + 2)°C) e com uma
humidade relativa de (50 £ 5) %.

"Resolucéo” (2) — O menor incremento de um dispositivo de medida; em equipamentos digitais € o bit menos
significativo (ref. ANSI B-89. 1. 12).

"Revestimento interior” (9) — Material adequado paraformar ainterface de ligagdo entre o propul sante sélido
€ 0 cérter ou a camisa de isolamento. Normal mente, trata-se de uma dispersdo liquida de materiais
refractarios ou isolantes numa base polimérica, por exempl o, de polibutadieno acabado em oxidrilo (HTPB)
com enchimento de carbono, ou de outro polimero, com adi¢do de endurecedores, que € pulverizada ou
aplicada na superficie interior de uma blindagem.
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"Robot" (2 8) — Mecanismo de manipulacdo que pode ser do tipo de trajectdria continua ou do tipo ponto a
ponto, que pode utilizar sensores e que apresenta as seguintes caracteristicas:

Ser multifuncional;

Ser capaz de posicionar ou orientar materials, pecas, ferramentas ou dispositivos especiais
através de movimentos variaveis no espaco tridimensional;

Possuir trés ou mais servomecanismos de circuito aberto ou fechado, com possibilidade de
inclusdo de motores passo a passo; e

Ser dotado de "programacdo acessivel ao utilizador" pelo método de aprendizagem ou por um
computador electronico que pode ser uma unidade de programagao |6gica, isto €, sem
intervencdo mecanica.

N.B.: A defini¢do anterior ndo inclui:

a
b.

C.

d.

1.
2.

Mecanismos de manipulagdo de controlo manual ou por teleoperador apenas;
Mecanismos de manipulagdo de sequéncia fixa que constituem dispositivos moveis
automatizados cujos movimentos sdo programados e definidos por meios mecanicos. O
programa é limitado mecanicamente por batentes fixos, como pernos ou cames. A
sequéncia dos movimentos e a selec¢do das trajectorias ou dos dngulos ndo sdo variaveis
nem modificaveis por meios mecdnicos, electronicos ou eléctricos;

Mecanismos de manipulacdo de sequéncia variavel e de controlo mecdnico que
constituem dispositivos moveis automatizados cujos movimentos sdo programados e
definidos por meios mecanicos. O programa é limitado mecanicamente por batentes
fixos, mas reguldveis, como pernos ou cames. A sequéncia dos movimentos e a selec¢do
das trajectorias ou dos dngulos sdo varidveis dentro da configurag¢do programada. As
variagoes ou modificagoes da configuragdo programada (p. ex., mudanga de pernos ou
troca de cames) em um ou mais eixos de movimento sdo efectuadas unicamente por
operagdes mecdnicas;

Mecanismos de manipulagdo de sequéncia variavel, sem servocontrolo, que constituem
dispositivos moveis automatizados, cujos movimentos sdo programados e definidos por
meios mecanicos. O programa ¢ varidavel, mas a sequéncia apenas se processa através do
sinal binario proveniente de dispositivos binarios eléctricos fixados mecanicamente ou de
batentes reguldveis;

Empilhadores, definidos como sistemas manipuladores que funcionam em coordenadas
cartesianas, fabricados como partes integrantes de um conjunto vertical de células de
armazenamento, e concebidos para o acesso as referidas células para armazenamento ou
recuperagao.

"Saltos de frequéncia' (5) — Forma de "espectro expandido” em que a frequéncia de emissdo de um Unico
cana de comunicagdo € modificada através de uma sequéncia aleatdria ou pseudo-al eatoria de passos

discretos.

" Seguimento automatico do alvo" (6) — Técnica de processamento que permite determinar e fornecer
automati camente como saida um valor extrapolado da posicéo mais provavel do alvo, em tempo real.
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"Seguranca dainformacdo” (5) — Meios e fungdes que asseguram a acessibilidade, a confidencialidade ou a
integridade da informago ou das comunicagdes, com excepcdo dos previstos para a proteccdo contra
avarias. Compreende, nomeadamente, a "criptografia’, a 'cripto-andlise', a protec¢do contra as emanagdes
comprometedoras e a seguranca do computador.
N.B.: 'Cripto-andlise' é a andlise de um sistema criptogrdfico ou das suas entradas ou saidas para
obter variaveis confidenciais ou dados sensiveis, incluindo texto transparente.

"Sensor de imagem monoespectral" (6) — Sensor capaz de efectuar a aquisi¢do simultanea de dados de
formacdo de imagens a partir de uma banda espectral discreta.

"Sensor de imagem multi-espectral” (6) — Sensor capaz de efectuar a aquisicdo simulténea ou em série de
dados de formag&o de imagens a partir de duas ou mais bandas espectrais discretas. Os sensores com mais
de 20 bandas espectrais discretas sdo por vezes denominados sensores de formacao de imagens hiper-
-espectrais.

"Sensores de radar interligados’ (6) — Dois ou mais sensores de radar que trocam dados entre si em tempo
real.

"SHPL" — Sigla equivalente a "laser de superalta poténcia’.

"Sinalizagdo por canal comum" (5) — Método de sinalizag8o entre centrais nas quais um sO canal transporta,
por meio de mensagens munidas de umaidentificacdo, ainformagdo de sinalizag&o relativa a varios circuitos
ou chamadas e outra informacgéo como a utilizada para gestéo da rede.

"Sintetizador de frequéncia" (3) — Qualquer tipo de fonte de frequéncias ou de gerador de sinais,
independentemente da técnica efectivamente utilizada, que fornega, a partir de uma ou mais saidas, diversas
frequéncias de saida simultaneas ou aternadas, controladas, derivadas ou regidas por um nimero reduzido
de frequéncias-padréo (ou de oscilador principal).

"Sintonizavel" (6) — Diz-se da capacidade de um "laser" para produzir uma energia de saida continuaem
todos os comprimentos de onda numa gama de vérias transi¢es "laser”. Um "laser" de seleccdo deraio
produz comprimentos de onda discretos quando de umatransi¢éo "laser” e ndo é considerado "sintonizavel".
"Sistema de sensores épticos de controlo de voo" (7) — Rede de sensores 6pticos distribuidos que utiliza
feixes laser, destinada a fornecer dados de controlo de voo em tempo real para processamento a bordo.
"Sistemas antitorque ou sistemas de controlo direccional controlados por circulagdo” (7) — Sistemas que
utilizam ar insuflado sobre as superficies aerodinamicas para aumentar ou controlar as forcas produzidas por
essas superficies.

"Sistemas de compensacao” (6) — Sensor escalar primario e um ou mais sensores de referéncia (p. ex.
magnetometros vectoriais), acompanhados de suporte |6gico que permita a reducéo do ruido de rotagdo do
corpo rigido da plataforma.
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"Sistemas de controlo activo de voo" (7) — Sistemas que tém por fungdo impedir movimentos ou cargas
estruturais indesgjaveis da "aeronave" ou do missil, através do processamento auténomo dos dados de saida
de varios sensores e do fornecimento subsequente das instrucoes preventivas necessérias para assegurar um
controlo automatico.

"Sistemas de navegagao referenciada com recurso a bases de dados' (7) — Sistemas que utilizam vérias fontes
integradas de dados geocartograficos previamente medidos por forma a fornecer informaces rigorosas para
efeitos de navegacao em condicdes dindmicas. As fontes de dados incluem cartas batimétricas, cartas
estelares, cartas gravimétricas, cartas magnéticas ou cartas digitais do terreno em 3-D.

"Sistemas periciais' (7) — Sistemas que produzem resultados por aplicacdo de regras a dados armazenados,
independentemente do "programa’, e que possuem, pelo menos, uma das capacidades seguintes:
a Modificacao automatica do "codigo-fonte" introduzido pelo utilizador;
b. Expressdo do conhecimento relacionado com uma classe de problemas, em linguagem quase
natural; ou
C. Aquisicdo dos conhecimentos necessarios para evoluir (aprendizagem simbdlica).

"Soldadura por difusdo" (1 2 9) — Técnica de ligagdo atdmica no estado solido de, pelo menos, dois metais
diferentes para formar uma pega Unica, em que aresisténcia do conjunto é igual a do material menos
resistente.

"Solidificacgo com impacto” (1) — Processo destinado a"solidificar rapidamente” um vazamento de metal
fundido que colide com um bloco rotativo refrigerado para obter um produto sob a forma de escamas.
N.B.: "Solidificar rapidamente" significa a solidificagdo de um material fundido a velocidades de
arrefecimento superiores a 1 000 K/s.

"Solidificac8o em extraccdo com enregelamento” (1) — Processo destinado a "solidificar rapidamente” e a
extrair um produto ligado em forma de tira pelaintroducdo de um pequeno segmento de um bloco rotativo
refrigerado num banho de liga metalica fundida.
N.B.: "Solidificar rapidamente" significa a solidifica¢do de um material fundido a velocidades de
arrefecimento superiores a 1 000 K/s.

"Solidificac8o em rotagdo com enregelamento” (1) — Processo destinado a "solidificar rapidamente’ um fluxo
de metal fundido que colide com um bloco rotativo refrigerado, para obter um produto sob aforma de flocos,
tiraou vara.
N.B.: "Solidificar rapidamente" significa a solidifica¢do de um material fundido a velocidades de
arrefecimento superiores a 1 000 K/s.

"Substrato” (3) — Placa de material de base com ou sem uma estrutura de interligacdes, sobre aqual ou
dentro da qual se posicionam ‘componentes discretos, circuitos integrados ou ambos.

N.B.I: '‘Componente discreto' é um 'elemento de circuito’ encapsulado em separado e que possui
ligacoes exteriores proprias.
N.B.2: 'Elemento de circuito' é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito

electronico, como um diodo, um transistor, uma resisténcia de condensador, etc.
"Substratos em bruto" (6) — Compostos monoaliticos de dimensdes adequadas para a produgdo de elementos
Opticos, como espelhos ou janelas Gpticas.

"Subunidade de toxina" (1) — Componente estrutural e funcionalmente distinto de uma toxinainteira.

"Supercondutores” (1 3 6 8) — Materiais (metais, ligas ou compostos) que podem perder toda aresisténcia
eléctrica, isto €, podem atingir uma condutividade eléctricainfinita e transportar correntes el éctricas muito
elevadas sem aguecimento por efeito Joule.
N.B.: O estado "supercondutor" de um material é caracterizado por uma "temperatura critica", um
campo magnético critico, fungdo da temperatura, e uma densidade de corrente critica que é, no
entanto, fun¢do do campo magnético e da temperatura.

"Superligas' (2 9) — Ligas cujo metal base é 0 niquel, o cobalto ou o ferro e cujaresisténcia atemperaturas
superiores a 922 K (649°C), em condic¢des de ambiente e de funcionamento extremas, é superior adas ligas
da série AlSI 300.
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"Suporte [6gico" (NGS, Todas as listas) — Conjunto de um ou mais "programas’ ou 'microprogramas,
fixados em qualquer suporte material.
N.B.: 'Microprograma' — uma sequéncia de instrugoes elementares, conservadas numa memoria
especial, cuja execugdo é iniciada pela introdu¢do da sua instrugdo de referéncia num registo
de instrucoes.

"Tecnologia' (NGT, NTN, todas as listas) — Informagdo especifica necesséria para 0 "desenvolvimento”, a
"producao” ou a"utilizagdo" de um produto. Esta informag&o pode apresentar-se sob a forma de 'dados
técnicos' ou de 'assisténcia técnica.

NB.I1: A 'assisténcia técnica' pode assumir formas como instrugoes, técnicas, formagdo,
conhecimentos prdticos e servigos de consultoria, e pode incluir a transferéncia de
"dados técnicos”".

N.B.2: Os 'dados técnicos' podem assumir formas como esquemas, planos, diagramas, modelos,
formulas, tabelas, projectos e especificagoes de engenharia, manuais e instrugoes,
escritos ou registados noutros suportes ou dispositivos como discos, fitas magnéticas,
memorias ROM.

"Temperaturacritica' (1 3 6) — A "temperaturacritica' de um material "supercondutor” especifico (por vezes
designada por temperatura de transicéo) € atemperatura aqual aresisténcia de um materia a passagem de
uma corrente eléctrica continua passa a ser nula.

"Tempo de comutacdo de frequéncia’ (3 5) — Tempo maximo (isto €, demora) utilizado por um sinal, quando
se efectua uma comutacao entre duas frequéncias de saida seleccionadas, para que atinja:

a Uma frequéncia que ndo se afaste mais de 100Hz da frequénciafinal; ou

b. Um nivel de saida que ndo se afaste mais de 1,0 dB do nivel de saidafinal.

"Tempo de estabilizacdo" (3) — Tempo requerido para que o valor de saida atinja o valor final com uma
aproximagdo de meio bit na comutagdo entre quaisquer dois niveis do conversor.

"Tempo tipico de propagacao por portaldgica elementar” (3) — Vaor do atraso de propagacdo
correspondente a porta |6gica elementar utilizado num "circuito integrado monolitico". Para uma "familia"
de "circuitos integrados monoliticos" este valor pode ser especificado quer como o tempo de propagacao por
portatipica, quer como o tempo de propagacao tipico por porta, dentro da "familia' em causa.

N.B.I: O "tempo tipico de propagag¢do por porta logica elementar" ndo deve ser confundido
com o tempo de propagagdo de entrada/saida de um "circuito integrado monolitico”
complexo.

N.B.2: A "familia" é constituida por todos os circuitos integrados aos quais se aplicam todos os

requisitos seguintes em termos de metodologia e especifica¢des de fabrico, mas ndo em
termos de fungoes:

a Arquitectura comum do equipamento de suporte 16gico;

b. Concepcao e tecnologia de processo comum; e

C. Caracteristicas basicas comuns.

"Todas as compensacOes disponiveis' (2) — depois de consideradas todas as medidas a disposi¢éo do
fabricante para minimizar todos os erros sisteméticos de posicionamento do model o especifico de méaquina-
-ferramenta em questéo.

"Toleranciaafalhas' (4) — Capacidade de um sistema informético de, na sequéncia de um mau
funcionamento de qualquer dos seus componentes fisicos ou |6gicos, continuar a operar, sem intervencao
humana, aum nivel de servico que permita a continuidade de funcionamento, a integridade dos dados e 0
restabel ecimento do funcionamento num dado tempo.
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"Toxinas' (1 2) — Toxinas, naforma de preparacfes ou misturas deliberadamente isoladas, seja qual for o seu
modo de produgdo, com excepcao das toxinas presentes como contaminantes de outros materiais, como
espécimes patol 6gicos, culturas, géneros alimenticios ou estirpes de "microrganismos’.

"Transdutor de pressao" (2) — Dispositivo que converte medigdes de pressao num sinal el éctrico.

"Uranio empobrecido” (0) — Urénio empobrecido no isétopo 235 em comparacdo com o urénio de ocorréncia
natural.

"Uranio enriguecido nos isétopos 235 ou 233" (0) — Uranio cujo teor de isétopos 235 ou 233, ou de ambas, é
tal que arelacdo entre a soma dos teores i sotdpicos destes isdtopos e o teor do isbtopo 238 é superior a
relacdo entre os teores dos isotopos 235 e 238 que ocorre na natureza (relagdo isotopica de 0,71%).

"Uranio natural" (0) — Uranio que contém as misturas de i sGtopos que ocorrem na natureza.

"Utilizagdo" (NGT, NTN, todas as listas) — Termo que abrange a exploracdo, ainstalacdo (incluindo a
instalagéo in situ), a manutencdo (verificagdo), a reparacdo, arevisdo gera e arenovagéo.

"Vacina' (1) — Produto medicinal em férmula farmacéutica, com licenca ou autorizag@o de comercializacéo
ou utilizacdo em ensaios clinicos concedida pelas autoridades reguladoras do pais de fabrico ou de utilizacéo,
destinado a estimular uma resposta imunol égica protectora no homem ou nos animais, por formaa prevenir a
doenca naqueles a que é administrado.

"Veiculo aéreo ndo tripulado” (VANT) (9) — Qualquer aeronave capaz de iniciar um voo e de manter um voo
€ uma navegacao controlados sem uma presenca humana a bordo.

"Veiculo espacia" (7 9) — Satélites activos e passivos e sondas espaciais.

"Veiculos mais leves do que o ar" (9) — Bal Ges e aeronaves que utilizam o ar quente ou outros gases mais
leves do que o ar, como o hélio ou o hidrogénio, para a sua capacidade ascencional .

"Velocidade de deriva (giroscopio) (7) — componente de saida do giroscopio que € funcionalmente
independente da rotacéo de entrada. E expressa em velocidade angular. (IEEE STD 528-2001).

"Viade comutagdo" (5) — Equipamento e suporte |6gico associado que proporciona avia de ligagdo fisicaou
virtual paraacomutacao do tréfego de mensagens em transito.
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ACRONIMOSE ABREVIATURAS UTILIZADOSNESTE ANEXO

Os acrénimos e abreviaturas utilizados como termos definidos encontram-se nas " Defini¢des dos termos
utilizados no presente anexo”.

ACRONIMO OU
ABREVIATURA

SIGNIFICADO

ABEC Annular Bearing Engineers Committee
AGMA American Gear Manufacturers' Association
AHRS sistemas de referéncia de atitude e de rumo
AlS American Iron and Steel Institute
ALU unidade | 6gica aritmética
ANS| American National Standards Institute
ASTM American Society for Testing and Materials
ATC controlo do tréfego aéreo
AVLIS separacao isotopica por "laser" de vapor atdmico
CAD concepcao assistida por computador
CAS Chemical Abstracts Service
CCITT International Telegraph and Telephone Consultative Committee
CDU unidade de controlo e visuaizacéo
CEP erro circular provavel
CNTD decomposi¢ao térmica com nucleagdo controlada
CRISLA reaccao quimica por activacao laser selectiva de is6topos
CvD deposicao em fase vapor por processo quimico
CW guerraquimica
CW (lasers) onda continua
DME equipamento de medicéo de distancias
DS solidificagdo dirigida
EB-PVD decomposicéo em fase vapor por processo fisico com feixe de el ectrbes
EBU Unido Europeia de Radiodifuso
ECM maquinagem electro-quimica
ECR ressonancia electréo-ciclotréo
EDM maguinas de el ectroerosao
EEPROM memodrias programaveis apagaveis el ectricamente somente paraleitura
EIA Electronic Industries Association
EMC compatibilidade electromagnética
EMCDB Propul sante de base dupla moficado por elastomero
ETSI Instituto Europeu de Normas de Telecomuni cagdes
FFT Transformagdo Rpida de Fourier
GLONASS sistema de navegacao global por satélite
GPS sistema de determinacdo global de posicéo
HBT transistores hétero-bipolares
HDDR registo digital de alta densidade
HEMT transistores de elevada mobilidade el ectronica
ICAO Organizacao da Aviacdo Civil Internacional
IEC International Electro-technical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV campo de visdo instanténeo
ILS sistema de aterragem por instrumentos
IRIG Inter-range instrumentation group
ISAR radar de abertura sintéticainversa
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ACRONIMO OU
ABREVIATURA

SIGNIFICADO

ISO Organizacdo Internacional de Normalizacdo
ITU Ver UIT
JS normaindustrial japonesa
Jr Joule-Thomson
LIDAR light detection and ranging
LRU unidade substituivel nalinha dafrente
MAC codigo de autenticacéo de mensagem
Mach relacdo entre a vel ocidade de um objecto e a velocidade do som (de Ernst Mach)
MLIS separacao isotopica "por laser" de moléculas
MLS sistemas de aterragem por micro-ondas
MOCVD deposicdo de organometdlicos em fase vapor por processo quimico
MRI imagem por ressonancia magnética
MTBF tempo médio entre falhas
Mtops milhBes de operagtes tedricas por segundo
MTTF tempo médio sem falhas
NBC nuclear, biolégico e quimico
NDT ensaio ndo destrutivo
PAR radar de aproximacgao de precisio
PIN numero de identificacdo pessoal
ppm partes por milhdo
PSD densidade espectral de poténcia
QAM modulacdo de amplitude em quadratura
RF radiofrequéncia
SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials Association
SAR radar de abertura sintética
SC monocristalino
SLAR radar a bordo com observacao lateral
SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers
SRA maodulo substituivel em oficina
SRAM memoria estética de acesso aleatorio
SSR radares de vigilancia secundérios
TCSEC trusted computer system evaluation criteria
TIR leitura total indicada
UIT Uni&o Internacional das Telecomunicactes
uv ultravioleta
UTS resisténcia a ruptura
VOR Radiofarol de alinhamento omnidireccional VHF
YAG Granada de itrio/aluminio
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CATEGORIA 0—MATERIAIS, INSTALACOES E EQUIPAMENTOSNUCLEARES

OA EQUIPAMENTOS, CONJUNTOSE COMPONENTES

0A0Q01 "Reactores nucleares’ e equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados
para 0s mesmos, isto &

a "Reactores nucleares' capazes de funcionar mantendo uma reaccéo de cisdo em cadeia
controlada e auto-sustentada;

b. Cubas metdlicas, ou partes principais pré-fabricadas das mesmas, especia mente
concebidas ou preparadas para a contencao do nucleo de um "reactor nuclear”, incluindo
a cabega da cuba de pressdo do reactor;

C. Equipamento de manuseamento especia mente concebido ou preparado para aintroducéo
ou remocao de combustivel num "reactor nuclear";

d. Barras de control o especialmente concebidas ou preparadas para o controlo do processo
de cisdo num "reactor nuclear" e respectivas estruturas de suporte e suspensao,
mecanismos de comando das barras e tubos de guia das barras;

e Tubos de presséo especialmente concebidos ou preparados para conter 0s elementos do
combustivel e o fluido de arrefecimento primario num "reactor nuclear" a pressdes de
servigo superioresa 5,1 MPg;

f. Metal ou ligas de zirconio sob aforma de tubos ou conjuntos de tubos em que arelagdo
hafnio-zirconio sgjainferior a 1:500 partes em massa, especialmente concebidos ou
preparados para utilizagdo num "reactor nuclear";

g. Bombas de arrefecimento especialmente concebidas ou preparadas parafazer circular o
fluido de arrefecimento primario dos "reactores nucleares”;

h. "Componentes internos de um reactor nuclear" especia mente concebidos ou preparados
para serem utilizados num "reactor nuclear", incluindo colunas de suporte do ntcleo,
condutas de combustivel, blindagens térmicas, chicanas, placas superiores do nicleo e
placas do difusor;

Nota: Em 04001.h., a expressdo "componentes internos de um reactor nuclear" abrange
qualquer estrutura importante no interior de uma cuba de reactor que possua uma
ou mais fungoes tais como suportar o nucleo, manter o alinhamento do
combustivel, dirigir o fluido de arrefecimento primario, fornecer protecg¢do anti-
-radiagoes para a cuba do reactor e comandar instrumentag¢do no interior do
nucleo.

i Permutadores de calor (geradores de vapor) especia mente concebidos ou preparados para
serem utilizados no circuito de arrefecimento primério de um "reactor nuclear";

i Instrumentos de deteccdo e de medicéo de neutres especia mente concebidos ou
preparados para determinar os niveis dos fluxos de neutrdes no interior do nicleo de um
"reactor nuclear”.
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0B Equipamento de Ensaio, I nspeccéo e Producdo

0B001

non "non

InstalacBes de separacao de isdtopos de "urénio natural”, "uranio empobrecido”, "materiais
cindiveis especiais', e ainda equipamento e componentes especialmente concebidos ou
preparados para as mesmas, a saber:

a

Instal acBes especia mente concebidas para a separacdo de isdtopos de "uranio natural”,
"urénio empobrecido” e "materiais cindiveis especiais’, a saber:

WoNoT~wWNE

Fabricas de separacdo por centrifugacdo a gés;

Fabricas de separacdo por difusdo gasosa;

Fabricas de separacéo aerodinamica;

Fabricas de separacdo por permuta quimica;

Fabricas de separacdo por permutaionica;

Fabricas de separacdo isotdpica por "laser" de vapor atdmico (AVLIS);
Fabricas de separacdo isotOpica por "laser" de moléculas (MLIS);
Fabricas de separacéo do plasma;

Fabricas de separacdo electromagnética;

Centrifugadoras a gas, conjuntos e componentes especia mente concebidos ou preparados
para o processo de separagao por centrifugacéo a gas, como segue:

Nota: Em 0B001.b., "material com uma elevada relagdo resisténcia-densidade” abrange

qualquer dos seguintes materiais:

a. Ac¢o "maraging" dotado de uma resisténcia a ruptura a trac¢do igual ou
superior a 2.050 MPa, ou

b. Ligas de aluminio dotadas de uma resisténcia a ruptura a tracgdo igual ou
superior a 460 MPa; ou

c. "Materiais fibrosos ou filamentosos" com um "modulo de elasticidade
especifico” superior a 3,18 X 10° m e uma "resisténcia especifica a trac¢do”
superior a 76,2 X10° m;

Centrifugadoras a gés,
Conjuntos de rotor compl etos;

Cilindros de tubos de rotor com uma espessura de paredesigual ou inferior a 12
mm, diémetros compreendidos entre 75 mm e 400 mm, feitos de "materiais com
uma elevada relacéo resisténcia-densidade”;

Anéis ou foles com uma espessura de paredes igual ou inferior a3 mm e diametros
compreendidos entre 75 mm e 400 mm, concebidos para dar apoio localizado aum
tubo de rotor ou para reunir varios desses tubos, feitos de "materiais com uma
elevada rel acéo resisténcia-densidade”;

Chicanas com didmetros compreendidos entre 75 mm e 400 mm, concebidas para
serem montadas no interior de um tubo de rotor, feitas de "materiais com uma
elevada relacéo resisténcia-densidade”;

Tampas superior einferior, com didmetros compreendidos entre 75 mm e 400 mm,
concebidas para se adaptarem as extremidades dos tubos do rotor, feitas de
"materiais com uma elevada relacdo resisténcia-densidade”;

Suportes de suspensdo magnética constituidos por um magneto anular suspenso no
interior de uma caixa feita de ou protegida por "materiais resistentes a corrosao
pelo UFg", que contenham um meio de amortecimento e tenham o magneto ligado
aum pdlo ou aum segundo magneto fixado na tampa superior do rotor;
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0B001

b.

(continuacéo)

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Suportes especia mente preparados, constituidos por um conjunto pivot-copo
montado num amortecedor’;

Bombas mol ecul ares constituidas por cilindros providos de sulcos helicoidais
fresados ou obtidos por extrusdo e de furos fresados;

Estatores de motor, em forma de anel, para motores de histerese multifasicos de
corrente alternada (ou relutancia magnética), destinados a funcionamento
sincronizado no vacuo na gama de frequéncias de 600 a 2000 Hz e na gamade
poténcias de 50 a 1000 Volt-Ampere;

Caixag/recipientes de centrifugadora para conter o conjunto dos tubos dos rotores
das centrifugadoras a gés, constituidas por um cilindro rigido com uma espessura
de paredes até 30 mm com extremidades maquinadas com precisdo e feitas de ou
protegidas com "materiais resistentes a corrosdo pelo UFs";

Conchas constituidas por tubos de diémetro interior até 12 mm para a extraccéo de
gas de UFs de dentro de tubos de rotor da centrifugadora através da accéo de um
tubo de Pitot, feitas de ou protegidas com "materiais resistentes a corrosao pelo
UFRg";

Maodificadores de frequéncia (conversores ou inversores) especial mente concebidos
ou preparados para a alimentacdo de estatores de motor para enriquecimento por
centrifugacdo a gés, dotados de todas as caracteristicas seguintes, e componentes
especialmente concebidos para 0s mesmos:

a Freguéncia el éctrica multifasica de saida de 600 a 2000 Hz;

b. Controlo de frequéncia melhor que 0,1%;

C. Distorcéo harménicainferior a 2%; e

d. Rendimento superior a 80%;

Vavulas de fole feitas de ou protegidas com "materiais resistentes a corrosao pelo
UFs", de didmetros compreendidos entre 10 €160 mm;

Equipamento e componentes especia mente concebidos ou preparados para 0 processo de
separacao por difusdo gasosa, seguidamente enumerados:

1

Barreiras de difusdo gasosa feitas de materiais porosos, poliméricos ou ceramicos,
"resistentes a corrosdo pelo UFg", com uma dimensio de poro compreendida
entre 10 e 100 nm, uma espessuraigual ou inferior a5 mm e, no caso das formas
tubulares, um diémetro igual ou inferior a 25 mm;

Cémaras de difusdo gasosa feitas de ou protegidas com "materiais resistentes a
corrosdo pelo UFg";

Compressores (de deslocamento positivo, de fluxo centrifugo e axial) ou
ventiladores de gas com uma capacidade de volume de aspiracdo de 1 m*min ou
mais de UF5 e uma pressdo de descarga até 666,7 kPa, feitos de ou protegidos com
"materiais resistentes a corroséo pelo UFg";

V edantes de veios rotativos para compressores ou ventiladores especificados em
0B001.c.3, e concebidos para umataxa de entrada de gases-tampéao inferior
a1000 cm*/min.;

Permutadores de calor feitos de aluminio, cobre, niquel ou ligas que contenham
mais de 60% de niquel, ou combinagdes destes metais sob a forma de tubos
revestidos, concebidos para funcionar a pressao subatmosférica, com umataxa de
perdas que limite o aumento de pressdo a menos de 10 Pa/hora com uma diferenca
de presséo de 100 kPa;

Vélvulas de fole feitas de ou protegidas com "materiais resistentes a corrosdo pelo
UFs" de didmetros compreendidos entre 40 mm e 1500 mm;
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0B001 (continuac&o)
d. Equipamento e componentes especia mente concebidos ou preparados para 0 processo de
separacao aerodindmica, a saber:

1 Bicos de separacéo constituidos por canais curvos, em forma de fenda, com um
raio de curvaturainferior a1l mm, resistentes a corrosdo pelo UFs e com uma
I&mina que separa o fluxo de gas que passa pel o bico em duas correntes);

2. Tubos, cilindricos ou conicos, activados pelo fluxo de entrada tangencial (tubos de
vortice), feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corroséo pelo UFs"
com diadmetros compreendidos entre 0,5 cm e 4 cm e umarelagéo
comprimento/diémetro igual ou inferior a 20:1, e com uma ou mais entradas
tangenciais,

3. Compressores (axiais, centrifugos ou volumétricos) ou ventiladores de gas com
uma capacidade de volume de aspiracdo igual ou superior a2 m3/min, feitos de ou
protegidos com "materiais resistentes a corrosao pelo UFg" e vedantes para os
respectivos veios,

4, Permutadores de calor feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corrosao
pelo UFg";

5. Caixas de elementos de separacao aerodindmica, feitas de ou protegidas com
"materiais resistentes a corrosdo pelo UF4", para conter tubos de vortice ou bicos
de separacéo;

6. Vavulas de fole feitas de ou protegidas com "materiais resistentes a corrosdo pelo
UFs", de didmetros compreendidos entre 40 e 1500 mm;

7. Sistemas de processo para a separacao do UFs do gés portador (hidrogénio ou
hélio) até um teor igual ou inferior a1 ppm de UFs, incluindo:

a Permutadores de calor criogénicos e criosseparadores capazes de obter
temperaturas iguais ou inferioresa 153 K (—120° C);

b. Unidades de refrigeracdo criogénicas capazes de obter temperaturas iguais ou
inferioresa 153 K (-120° C);

C. Unidades com bicos de separacdo ou tubos de vortice para a separacdo do UFg do
gas portador;

d. Separadores de UFg capazes de atingir temperaturas iguais ou inferiores a 253 K
(-20°0);

e Equipamento e componentes especial mente concebidos ou preparados para 0 processo de
separagdo por permuta quimica, a saber:

1 Colunas pulsantes de permuta rapida | iquido-liquido com tempo de estadia no
estégio igual ou inferior a 30 segundos e resistentes ao acido cloridrico concentrado
(p. ex., feitas de ou protegidas com materiais plasticos adequados tais como
polimeros de fluorocarbonetos ou vidro);

2. Contactores centrifugos de permuta rdpida liquido-liquido com tempo de estadia no
estagio igual ou inferior a 30 segundos e resistentes ap &cido cloridrico concentrado
(p. ex., feitos de ou protegidos com materiais plésticos adequados tais como
polimeros de fluorocarbonetos ou vidro);

3. Células de reducdo el ectroguimica resistentes a solucdes de acido cloridrico
concentrado, para aredugdo do urénio de um estado de valéncia para outro;
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0B001 e. (continuacado)

4.

6.

Equipamentos de alimentaco de células de reducio electroquimicapararetirar o U™ da
corrente organica e, no que diz respeito as pegas em contacto com a corrente de processo,
feitas de ou protegidas com materiais adequados (p. ex., vidro, polimeros de
fluorocarbonetos, poli-sulfato de fenilo, polietersulfonas e grafite impregnada de resina);

Sistemas de preparacdo da alimentacdo para a producdo de solucdes de cloreto de urénio
de elevada pureza constituidos por equipamento de dissolucdo, de extraccéo de solventes
e/ou permuta de iBes para a purificacéo e células electroliticas para areducdo do urénio
U+6 ou U+4 aU+3;

Sistemas de oxidago do uranio paraa oxidagdo do U™ em U™

f.  Equipamento e componentes especia mente concebidos ou preparados para o processo de
separagdo por permutaionica, a saber:

1

Resinas de permuta iénica de reaccao rapida, resinas peliculares ou porosas macro-
-reticuladas em que 0s grupos activos de permuta quimica sao limitados a um
revestimento na superficie de uma estrutura de suporte porosainactiva, e outras estruturas
compositas sob qualquer forma adequada, incluindo particulas ou fibras, com diémetros
iguais ou inferiores a 0,2 mm, resistentes ao &cido cloridrico concentrado e concebidas
parater um tempo de meia permutainferior a 10 segundos, e capazes de operar a
temperaturas nagamados 373 K (100° C) a473 K (200° C);

Colunas (cilindricas) de permuta de iGes de didmetro superior a 1000 mm, feitas de ou
protegidas com materiais resistentes ao acido cloridrico concentrado (p. ex., titanio ou
plasticos de fluorocarbonetos) e capazes de operar atemperaturas na gamados 373 K
(100° C) a473 K (200° C) e a pressies superioresa0,7 MPa;

Sistemas de refluxo de permuta de i Ges (sistemas de oxidagdo ou reducéo quimica ou
electroquimica) para a regeneracdo dos agentes redutores ou oxidantes quimicos
utilizados nas cascatas de enriguecimento por permuta de ides;

g. Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separacao isotopica por "laser” de vapor atdmico (AVLIS), a saber:

1

Disparadores de feixes electrénicos por faixas ou varrimento, com uma poténcia
fornecida superior a 2,5 kW/cm, para utilizagdo em sistemas de vaporizagéo de urénio;

Sistemas de manuseamento de urénio metdlico liquido para uranio ou ligas de uranio
fundidos, constituidos por cadinhos feitos de ou protegidos com materiais resistentes a
corrosdo e ao calor (p. ex., tantalo, grafite revestida de itria, grafite revestida com outros
Oxidos de terras raras ou suas misturas) e equipamento de arrefecimento para os cadinhos;
N.B.: VER TAMBEM 2A225,

Sistemas de recolha de produtos e materiais residuais, feitos ou revestidos de materiais
resistentes ao calor e a corrosdo pelo vapor ou liquido de urénio metdlico, tais como
grafite revestida com itria ou tantal o;

Alojamentos de médul os separadores (recipientes cilindricos ou rectangulares) para
conter afonte de vapores de uranio metdlico, o canhdo de feixe electrénico e os
colectores do produto e dos residuos;
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0B001 g. (continuacado)

5. "Lasers' ou sistemas de "laser" para a separacéo de isdtopos de uranio com um
estabilizador de frequéncias do espectro para operacdo durante grandes periodos de
tempo;

N.B.: VER TAMBEM 6A005 E 6A205.

h.  Equipamento e componentes especia mente concebidos ou preparados para 0 processo de
separacao isotopica por "laser" molecular (MLIS) ou areacgdo quimica por activagao "laser"
selectiva de isétopos (CRISLA), a seguir enumerados:

1 Bicos de expansdo supersonica concebidos para arrefecer misturas de UFs e gas portador
a150 K (- 123° C) ou menos e feitos de "materiais resistentes a corrosdo pelo UFg";

2. Colectores de produtos com pentafluoreto de urénio (UFs) constituidos por colectores
com filtro, colectores de impacto ou colectores do tipo ciclone ou suas combinacfes, e
feitos de "materiais resistentes a corroséo pelo UFs/UFg";

3. Compressores feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corrosao pelo UFg" e
vedantes para 0s respectivos Vel 0s;

4. Equipamento para fluoragéo do UFs (sélido) em UF; (gas);

5. Sistemas de processo para a separacao do UFs do gés portador (p. ex., azoto ou argon)
incluindo:

a Permutadores de calor criogénicos e criosseparadores capazes de obter
temperaturas iguais ou inferiores a 153 K (—120° C);

b. Unidades de refrigeracdo criogénicas capazes de obter temperaturas iguais ou
inferioresa 153 K (-120° C);

C. Separadores criogénicos de UFg capazes de atingir temperaturas iguais ou
inferiores a 253 K (—20° C);

6. "Lasers' ou sistemas de "laser" para a separacéo de isdtopos de uranio com um
estabilizador de frequéncias do espectro para operacdo durante grandes periodos de
tempo;

NB.: VER TAMBEM 6A005 E 6A205

i.  Equipamento e componentes especia mente concebidos ou preparados para o processo de
separacdo do plasma, a saber:

1 Fontes e antenas de microondas para produzir ou acelerar i6es, com uma frequéncia de
saida superior a 30 GHz e uma poténcia média de saida superior a 50 kW;

2. Bobinas de excitagdo ionica por radio-frequéncia, para frequéncias superiores a 100 kHz,
capazes de suportar poténcias médias superiores a 40 kW;

3. Sistemas de gerac&o de plasma de uranio;

4. Sistemas de manuseamento de metais liquidos para uranio ou ligas de urénio fundidos,
constituidos por cadinhos feitos de ou protegidos com materiais adequados resistentes a
corrosdo e ao calor (p. ex., tantalo, grafite revestida com itria, grafite revestida com outros
Oxidos de terras raras ou suas misturas), e equipamento de arrefecimento para os
cadinhos;

N.B. VER TAMBEM 2A225,
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0B002

(continuacéo)

5.

Colectores de produtos e materiais residuais, feitos ou protegidos com materiais
resistentes ao calor e a corrosdo pelo vapor de uranio, tais como grafite revestida
com itria ou téntalo;

Alojamentos dos médul os separadores (cilindricos) para conter afonte de plasma
de urénio, a bobina de comando das radiof requéncias e os colectores de produto e
residuos, e feitos de material ndo magnético adequado (p. ex., aco inoxidavel);

Equipamento e componentes especi almente concebidos ou preparados para o processo de
separacdo electromagnética, a saber:

1

Fontes de ides, simples ou mdiltiplas, constituidas por uma fonte de vapor, um
ionizador e um acelerador de feixes, feitas de materiais ndo magnéticos adequados
(p. ex., grafite, ago inoxidavel ou cobre) e capazes de fornecer uma corrente total
defeixes de iBesigual ou superior a50 mA,;

Placas colectoras de ides para a recolha de feixes de iGes de urénio enriquecido ou
empobrecido, constituidas por duas ou mais fendas e bolsas e feitas de materiais
ndo magnéticos adequados (p. ex., grafite ou aco inoxidavel);

Caixas de vacuo para separadores €l ectromagnéticos de uranio feitas de materiais
ndo magnéticos (p. ex., ago inoxidavel) e concebidas para operar a pressdes iguais
ou inferioresa 0,1 Pg;

Polos magnéticos de didmetro superior a2 m;

Fontes de alimentacdo de alta tensio para fontes de iBes, com todas as seguintes

caracteristicas:

a Capacidade para funcionamento continuo;

b. Tensdo de saidaigual ou superior a20 000 V;

C. Corrente de saidaigual ou superioralA; e

d Regulacdo de tensdo com uma variacao inferior a 0,01% durante um periodo
de 8 horas;

N.B.: VER TAMBEM 3A227.

Fontes de alimentacdo de el ectromagnetos (alta poténcia, corrente continua) com

todas as seguintes caracteristicas:

a Capacidade para funcionamento continuo com uma corrente de saida igual
ou superior a500 A aumatensdo igual ou superior al00 V; e

b. Regulacdo da corrente ou da tensdo com uma variagéo inferior a 0,01%
durante um periodo de 8 horas.

N.B.: VER TAMBEM 3A226.

Sistemas auxiliares, equipamento e componentes especia mente concebidos ou
preparados para fabricas de separacdo de isdtopos especificadas em 0B001, seguidamente
enumerados, feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corrosdo pelo UFg":

a

Autoclaves de alimentac&o, fornos ou sistemas utilizados para a passagem do UFg
para 0 processo de enriqueci mento;

Dessublimadores ou separadores criogénicos, utilizados pararemover o UFs do
processo de enriquecimento para transferéncia subsequente apds agueci mento;
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0B002 (continuac&o)

C. EstacOes de produtos e materiais residuais utilizadas para a transferéncia do UFs para os
contentores;

d. Estactes de liquefaccao ou de solidificacéo utilizadas para remover o UFg do processo de
enriquecimento através da compressao, arrefecimento e conversao do UFs numa forma
liquida ou sdlida;

e Sistemas de tubagens e sistemas de col ectores especia mente concebidos para o
manuseamento do UFg dentro das cascatas de difusio gasosa, de centrifugacdo gasosa ou
aerodinamicas;

f. 1 Distribuidores de vacuo ou colectores de vacuo, com uma capacidade de aspiracao

igual ou superior a5 m¥minuto, ou
2. Bombas de vécuo especia mente concebidas para utilizagdo em atmosferas
contendo UF;

g. Espectrometros de massa/fontes de i 6es de UFs especial mente concebidos ou preparados
para colher amostras "em continuo" de materiais de alimentacao, produtos ou residuos
provenientes dos fluxos de gas UFs e com as seguintes caracteristicas:

1 Resolugéo por unidade de massa superior a 320 amu;
2. Fontes de ides construidas ou revestidas com nicromio ou monel ou folheadas a
niquel;
3. Fontes de ionizacdo por bombardeamento com electrdes; e
4. Sistema colector adequado para andlise isotopica.
0B003 InstalagBes para a conversdo de urénio e equipamento especia mente concebido ou preparado
para o efeito, a saber:

a Sistemas para a conversdo de concentrados de minério de urénio em UO;;

b. Sistemas para a conversdo de UO; em UFs;

C. Sistemas para a conversdo de UO;em UOy;

d. Sistemas para a conversdo de UO, em UF;

e Sistemas para a conversdo de UF, em UFs;

f. Sistemas para a conversdo de UF, em uranio metalico;

. Sistemas para a conversdo de UFs em UO,;

h. Sistemas para a conversdo de UFs em UF,.

i Sistemas para a conversdo de UO, em UC,.

0B004 Instalagbes de produgdo ou concentragdo de dgua pesada, deutério ou compostos de deutério, e
equipamento e componentes especia mente concebidos ou preparados para as mesmas, a seguir
enumerados:

a Instal acbes de producdo de gua pesada, deutério ou compostos de deutério, a saber:

1 I nstal agbes de permuta dgua-acido sulfidrico;
2. Instal acbes de permuta amoniaco-hidrogénio;
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0B004 (continuac&o)

b. Equipamento e componentes, a seguir enumerados:

1

Colunas de permuta de agua-acido sulfidrico construidas em aco ao carbono de
gréo fino (p. ex. ASTM A516), de didmetro entre 6 e 9 m, concebidas para
funcionar a uma pressdo igual ou superior a2 MPa e com uma sobreespessura para
corrosdo igual ou superior a6 mm;

Ventiladores ou compressores centrifugos de um so andar, a baixa pressdo (ou sgja,
0,2 MPa), para circulacdo de gas de écido sulfidrico (ou sgja, gas contendo mais
de 70% de H,S) com uma capacidade de débito igual ou superior a 56 m*/segundo
ao funcionarem a pressdes de sucgdo iguais ou superiores a 1,8 MPa e munidos de
vedantes concebidos para funcionar em meio himido com H.,S;

Colunas de permuta amoniaco-hidrogénio de aturaigual ou superiora35me
didmetros entre 1,5 e 2,5 m, capazes de funcionar a pressdes superiores a 15 MPa;

Componentes internos das colunas, incluindo contactores de andares e bombas de
andares, incluindo as bombas submergiveis, para a producéo de agua pesada
utilizando o processo de permuta amoniaco-hidrogénio;

Fraccionadores de amoniaco, com pressdes de funcionamento iguais ou superiores
a 3 MPa, para producéo de agua pesada utilizando o processo de permuta
amoniaco-hidrogénio;

Analisadores de absorcéo de infra-vermelhos, capazes de analisar arelacéo
hidrogénio-deutério "em continuo" quando as concentracfes de deutério forem
iguais ou superiores a 90%;

Queimadores cataliticos para a conversao de deutério gasoso enriquecido em agua
pesada pelo processo de permuta amoniaco-hidrogénio;

Sistemas compl etos de enriquecimento de agua pesada, ou respectivas colunas,
para o enriquecimento de dgua pesada até a concentracdo em deutério necessaria ao
funcionamento do reactor.

0B005 I nstal agBes especia mente concebidas para o fabrico de elementos de combustivel para
"reactores nucleares’, e equipamento especia mente concebido ou preparado para essas

instalactes.

Nota: Uma instalagdo de fabrico de elementos de combustivel para "reactores nucleares” inclui
equipamento que:

da.

b.

C.

d.

Entra normalmente em contacto directo, ou processa directamente, ou controla o
fluxo de producdo de materiais nucleares;

Confina hermeticamente os materiais nucleares no interior da blindagem,
Verifica a integridade da bainha ou do seu confinamento, ou

Verifica o tratamento final do combustivel confinado.
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0B006 Instal agdes de reprocessamento de elementos de combustivel irradiados de "reactores nucleares'
€ equipamento e componentes especi almente concebidos ou preparados para essas instal agoes.

Nota: 0B006 abrange:

a.

f

Instalagoes de reprocessamento de elementos de combustivel irradiados de
"reactores nucleares", incluindo o equipamento e os componentes que entram
normalmente em contacto directo e controlam directamente o combustivel
irradiado e os principais fluxos de processamento de material nuclear e de
produtos de cisdo.

Magquinas para cortar ou rasgar elementos de combustivel, isto é, equipamento
telecomandado destinado a cortar, talhar, rasgar ou cisalhar feixes, varas ou
conjuntos irradiados de combustivel de "reactores nucleares";

Tanques de dissolugdo, isto é, tanques criticamente seguros (por exemplo, tanques
de pequeno didmetro, anulares ou de pequena altura), especialmente concebidos
ou preparados para a dissolucdao do combustivel irradiado do "reactor nuclear”,
capazes de suportar liquidos quentes e altamente corrosivos, e que possam ser
alimentados e manutencionados por controlo remoto,

Extractores de solventes em contra-corrente e equipamento de processamento por
permuta ionica, especialmente concebidos ou preparados para utilizagdo numa
instalagdo de reprocessamento de "urdnio natural”, "uranio empobrecido" ou
"materiais cindiveis especiais" irradiados";

Recipientes de reten¢do ou de armazenagem especialmente concebidos de forma a

serem criticamente seguros e resistentes aos efeitos corrosivos do dcido nitrico;

Nota: Os recipientes de retengdo ou de armazenagem podem ter as seguintes
caracteristicas:

1. Paredes ou estruturas internas com um equivalente de boro de pelo
menos 2%, (calculado para todos os elementos constituintes de
acordo com a defini¢do contida na nota ao ponto 0C004);

2. Diametro maximo de 175 mm para os recipientes cilindricos; ou

3. Largura maxima de 75 mm no caso dos recipientes de pouca altura ou
anulares.

Instrumentagdo de controlo de processo, especialmente concebida ou preparada
para a monitorizagdo ou o controlo do reprocessamento de "urdnio natural”,
"urdnio empobrecido" ou "materiais cindiveis especiais"” irradiados;

0B00O7 InstalacBes para a conversdo de plutonio e equipamento especia mente concebido ou preparado
para essas instal agdes, designadamente:

a Sistemas para a conversao de nitrato de plutdnio em 6xido de plutonio;
b. Sistemas para a producéo de pluténio metdlico.
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0oC Materiais
0C001 "Urénio natural" ou "urénio empobrecido” ou tério sob aforma de metal, liga, composto
quimico ou concentrado e qualquer outro material que contenha um ou mais dos elementos
anteriores,
Nota: 0C001 ndo abrange os seguintes elementos:
a. Quantidades iguais ou inferiores a quatro gramas de "uranio natural” ou
"uranio 0C Materiais empobrecido”, quando contidas num componente sensor de
um instrumento;
b. "Uranio empobrecido" especialmente fabricado para as seguintes aplicacoes civis
ndo nucleares:
1. Blindagem,
2. Embalagem;
3. Lastro com massa igual ou inferior a 100 Kg;
4. Contrapesos com massa igual ou inferior a 100 Kg;
C. Ligas com menos de 5% de torio;
d. Produtos ceramicos que contenham torio, fabricados para usos ndo nucleares.
0C002 "Materiais cindiveis especiais’.
Nota: 0C002 ndo abrange quantidades iguais ou inferiores a quatro "gramas efectivos”,
quando contidas num componente sensor de um instrumento.
0C003 Deutério, dgua pesada (6xido de deutério) e outros compostos de deutério, e misturas e solucdes
gue contenham deutério, em que a relacdo isotdpica entre o deutério e o hidrogénio
exceda 1:5000.
0C004 Grafite, de qualidade nuclear, com um grau de purezainferior a5 partes por milh&o de
equivalente de boro e com uma densidade superior a1,5 glem®.
N.B.: VER TAMBEM [C107
Nota 1: 0C004 nao abrange:
a Produtos manufacturados de grafite de massainferior a 1 kg diferentes dos
especialmente concebidos ou preparados para uso hum reactor nuclear;
b. P6 de grafite
Nota 2: Em 0C004, "equivalente de boro" (BE) é definido como a soma de BE, para as
impurezas (excluindo BE. . pon, Uma vez que o carbono ndo é considerado uma
impureza) incluindo o boro, em que:
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OEO001

Nota 2 (continuacéo)

BE.(ppm) = CF x Concentragdo do elemento Z, em ppm,

zAB

em que CF é o factor de conversdo =
BAZ

e ap e gz sdo as secgoes eficazes da captura de neutroes térmicos (em barns),
respectivamente para o boro e o elemento Z, e AB e AZ sdo, respectivamente, as
massas atomicas do boro e do elemento Z tal como ocorrem na natureza.

Outros compostos ou pos especia mente preparados, resistentes a corrosao pelo UFs (por
exemplo, niquel ou ligas que contenham 60% em massa, ou mais, de niquel, éxido de aluminio
ou polimeros de hidrocarbonetos totalmente fluorados), para fabrico de barreiras de difuséo
gasosa, com uma purezaigual ou superior a 99,9% em massa e uma granulometria média
inferior a 10 micrometros medida de acordo com a norma B330 da " American Society for
Testing and Materials’ (ASTM) e com um elevado grau de uniformidade no tamanho das
particulas.

Suporte légico

"Suporte [6gico" especia mente concebido ou modificado para o "desenvolvimento”,
"producao” ou "utilizacdo" dos produtos referidos na presente categoria.

Tecnologia

"Tecnologia' nos termos da Nota sobre Tecnologia Nuclear para o "desenvolvimento”,
"producao” ou "utilizagdo" dos produtos referidos nesta categoria.
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CATEGORIA 1-MATERIAIS, PRODUTOS QUIMICOS, "MICRORGANISMOS"' E "TOXINAS'

1A

1A001

1A002

1A003

Equipamentos, conjuntos e componentes
Componentes fabricados a partir de compostos fluorados:

a Vedantes, juntas ou reservatdrios flexivels de combustivel especialmente concebidos para
aplicacao aerondutica ou espacia e constituidos em mais de 50% em massa de qualquer
dos materiais referidos em 1C009.b. ou 1C009.c.;

b. Polimeros e copolimeros piezoel éctricos de fluoreto de vinilideno referidos em 1C009.a:
1 Em formade folha ou de pelicula; e
2. De espessura superior a 200 pum,;

c.  Vedantes, juntas, sedes de vavula, reservatérios flexiveis ou diafragmas fabricados com
fluoroel astbmeros com pelo menos um grupo de viniléter como elemento constituinte,
especialmente concebidos para aplicacdo "aeronautica’, espacial ou em "missais”.

Nota Em 14001.C, por "misseis" entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos
ndo tripulados.

Estruturas ou laminados "compositos’ com qualquer das seguintes caracteristicas:
N.B.: VER TAMBEM 1A202, 9A010 E 9A110.

a Constituidos por uma "matriz" organica e pelos materiais referidos em 1C010.c., d. ou e,;
ou
b. Constituidos por uma "matriz" metélica ou de carbono e qualquer dos eguintes materiais:
1 "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono com:
a "Médulo de el asticidade especifico” superior a10,15x10° m; e
b.  "Resisténcia especificaatraccdo” superior a17,7 x 10 m: ou
2. Os materiais referidos em 1C010.c.

Nota 1: 14002 nao abrange as estruturas ou laminados compositos fabricados com
"materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono impregnados de resinas
epoxidicas destinados a reparagdo de estruturas ou laminados de "aeronaves
civis”, desde que ndao excedam 100 cm x 100 cm.

Nota 2: 14002 ndo abrange os artigos acabados ou semi-acabados especialmente
concebidos para aplicagdes de cardcter puramente civil, como:

a. Artigos desportivos,
b. Industria automovel;
C. Industria das maquinas — ferramentas
d. Aplicagoes médicas.

Produtos fabricados com os polimeros néo fluorados referidos em 1C008.a.3, sob aformade
pelicula, folha, banda ou fita, com uma das seguintes caracteristicas:

a Espessura superior a0,254 mm; ou
b. Revestidos ou laminados com carbono, grafite, metais ou substancias magnéticas.

Nota: 14003 ndo abrange os produtos revestidos ou laminados com cobre destinados a
producgdo de placas de circuitos impressos electronicos.
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1A004 Equipamento de proteccao e deteccao e seus componentes, com excepcado dos especificados na

"Listade Material de Guerra’, como se segue:

N.B. VER TAMBEM 2B351 E 2B352

a M ascaras anti-gas, filtros e equipamento para a sua descontaminagéo, concebidos ou
modificados para defesa contra agentes biol 6gicos ou materiais radioactivos "adaptados
parafins militares' ou contra agentes utilizados na guerra quimica (CW), e componentes
especialmente concebidos para 0s mesmaos,

b. Fatos, luvas e calcado de proteccdo especial mente concebidos ou modificados para defesa
contra agentes biol 6gicos ou materiais radioactivos "adaptados para fins militares' ou
contra agentes utilizados na guerra quimica (CW);

C. Sistemas de deteccdo nuclear, biolégica e quimica (NBC) especial mente concebidos ou
modificados para a detecgdo ou identificagéo de agentes biol égicos ou materiais
radioactivos "adaptados para fins militares’ ou de agentes utilizados na guerra quimica
(CW), e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos;

Nota: 14004 ndo abrange:

a. Dosimetros pessoais de controlo de radiagoes;
b. Equipamento limitado, por projecto ou fungdo, a proteger contra riscos especificos
das industrias civis, como a mineragdo, a exploragdo de pedreiras, a agricultura, a
industria farmacéutica, a medicina, a veterindaria, a protec¢do do ambiente, a
gestdo de residuos ou a industria alimentar.
1A005 Fatos blindados e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos com excepcao dos
fabricados de acordo com normas ou especificacfes militares ou com um desempenho
equivalente. )

N.B. VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.

N.B.: Para "materiais fibrosos ou filamentosos" utilizados no fabrico de fatos blindados,
ver 1C010.

Nota 1: 14005 ndo abrange os fatos blindados nem o vestuadrio de protec¢do que

acompanhem o utilizador para efeitos da sua protec¢do pessoal.

Nota 2: 14005 ndo abrange os fatos blindados concebidos para assegurar a protec¢do
frontal apenas contra estilhagos e explosoes provocadas por dispositivos ndo
militares.

1A102 Componentes de carbono-carbono pirolizado ressaturado, concebidos para os veiculos

lancadores espaciais referidos em 9A004 ou para os foguetes-sonda referidos em 9A 104.

1A202 Estruturas compdsitas, excepto as referidas em 1A002.a, na forma de tubos e com ambas as
seguintes caracteristi,cas;

N.B.: VER TAMBEM 9A010 E 9A110.

a Diémetro interior compreendido entre 75 mm e 400 mm; e

b. Fabricadas com os "materiais fibrosos ou filamentosos" referidos em 1C010.a. ou b.
ou 1C210.a ou com materiais de carbono pré-impregnados referidos em 1C210.c.

1A225 Catalisadores platinados especia mente concebidos ou preparados para promover areaccdo de
permuta isotdpica do hidrogénio entre o hidrogénio e a agua, para a recuperacao de tritio da
agua pesada ou para a produgdo de agua pesada.
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1A226 Enchimentos especiais que possam ser utilizados na separacéo de agua pesada da &gua natural e
gue tenham ambas as seguintes caracteristicas.

a Serem constituidos por malhas de bronze fosforoso ou de cobre (ambos tratados
quimicamente para melhorar a molhabilidade); e

b. Estarem concebidos para ser utilizados em colunas de destilagdo de vécuo.

1A227 Janelas de proteccdo contra radiacdes de grande densidade (vidro de chumbo ou outro), com
todas as seguintes caracteristicas:

a "Zonafria" de dimensdo superior a0,09 m?

b. Densidade superior a3 g/cm®; e

C. Espessuraigual ou superior a 100 mm,

e caixilhos especialmente concebidos para essas janelas.

Nota técnica:

Em 14227, entende-se por "zona fria" a zona de observagdo da janela exposta ao menor nivel

de radiagoes no caso da aplicagdo de projecto.

1B Equipamentos de ensaio, de inspeccéo e de producdo
1B001 Equipamentos para a producdo de fibras, de pré-impregnados, de pré-formas ou de materiais

"compdsitos' referidos em 1A002 ou 1C010 e componentes e acessorios especialmente

concebidos para esses equipamentos:

N.B.: VER TAMBEM 1B101 E 1B201.

a Maquinas de bobinar filamentos em que os movimentos de posi cionamento, enrolamento
e bobinagem das fibras sgjam coordenados e programados em trés ou mais eixos,
especialmente concebidas para o fabrico de estruturas ou laminados "compésitos” a partir
de "materiais fibrosos ou filamentosos'.

b. Maguinas para a colocacéo de bandas ou de cabos de fibras (tows) em que 0s movimentos
de posicionamento e colocacdo das bandas, cabos de fibras (tows) ou folhas sejam
coordenados e programados em dois ou mais eixos, especial mente concebidas para o
fabrico de estruturas "compdsitas' de células ou misseis.

Nota: Em 1B001.b, por "misseis" entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos ndao
tripulados.

C. M aguinas de tecer multidireccionais e multidimensionais ou maquinas de entrelacar,
incluindo adaptadores e conjuntos de modificagéo, paratecer, entrelagcar ou entrancar
fibras destinadas ao fabrico de estruturas "compdsitas’;

Nota técnica: Para efeitos de 1B001.c., a técnica de entrelagamento inclui a tricotagem.
Nota: 1B001.c ndo abrange a maquinaria téxtil ndo modificada para as utilizag¢oes finais
acima referidas;
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1B001

1B002

1B003

(continuac&o)

d.

e.

Equi pamentos especial mente concebidos ou adaptados para o fabrico de fibras de reforco:

1

Equipamentos para a conversdo de fibras polimeéricas (por exemplo,
poliacrilonitrilo, rayon, breu ou policarbossilano) em fibras de carbono ou de
carboneto de silicio, incluindo equipamentos especiais para a estiragem das fibras
durante o aguecimento;

Equipamentos para a deposi¢éo quimica de vapores de elementos ou de compostos
em substratos filamentosos aquecidos, para o fabrico de fibras de carboneto de
silicio;

Equipamentos para a extrusdo humida de materiais ceramicos refractarios (por
exemplo, éxido de aluminio);

Equipamentos para a conversdo de fibras precursoras com aluminio em fibras de
alumina, por tratamento térmico;

Equipamentos para a producéo dos pré-impregnados referidos em 1C010.e. pelo método
dafusdo a quente;

Equipamentos para a inspeccéo ndo destrutiva especial mente concebidos para materiais
"compaositos":

1

2.

Sistemas de tomografia por raios-X parainspeccao tridimensional de defeitos;

Maquinas de ensaio ultrasonicas de controlo numérico em que 0s movimentos de
posicionamento dos transmissores e/ou dos receptores sejam simultaneamente
coordenados e programados em quatro ou mais eixos por formaa acompanhar os
contornos tri-dimensionais da componente a inspeccionar.

Equipamento para a producdo das ligas metélicas, pés de ligas metdlicas ou materiais ligados
especial mente concebidos para evitar a contaminagao e para utilizagdo num dos processos
referidos em 1C002.c.2.

N.B.: VER TAMBEM 1B102.

Ferramentas, cunhos, matrizes, moldes ou acessorios, para"enformacado superplastica’ ou
"soldadura por difusdo" de titanio, aluminio ou ligas destes metais, especialmente concebidos
para o fabrico de:

Células ou estruturas aeroespaciais,

M otores aeronauticos ou aeroespaciais; ou

Componentes especi almente concebidos para essas estruturas ou motores.

a
b.
C.
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1B101

1B102

Equipamentos, excepto os referidos em 1B001, paraa "producao” de materiais compdsitos
estruturais, bem como componentes e acessorios especial mente concebidos para esses
equipamentos: )

N.B.: VER TAMBEM 1B201.

Nota:

Os componentes e acessorios referidos em 1B101 compreendem moldes, mandris,
cunhos, matrizes, dispositivos fixos e ferramentas para a compressdo, cura, vazamento,
sinterizacdo ou soldadura de pré-formas de estruturas e laminados compdsitos e
respectivos produtos.

M aquinas de bobinar filamentos em que os movimentos de posicionamento, enrolamento
e bobinagem das fibras possam ser coordenados e programados em trés ou mais eixos,
concebidas para o fabrico de estruturas ou laminados compositos a partir de materiais
fibrosos e filamentosos, bem como os respectivos comandos de coordenagéo e de
programagao;

Maquinas para a colocagéo de bandas em que os movimentos de posicionamento e
colocacdo das bandas e folhas possam ser coordenados e programados em dois ou mais
eix0s, concebidas para o fabrico de estruturas compdsitas de células e "missels’;

Equipamentos concebidos ou modificados paraa "producéo” de "materiais fibrosos ou
filamentosos":

1 Equipamentos para a conversdo de fibras poliméricas (por exemplo,
poliacrilonitrilo, rayon ou policarbossilano), incluindo equipamentos especiais para
aestiragem das fibras durante o agquecimento;

2. Equipamentos para a deposi¢do de vapores de elementos ou de compostos em
substratos filamentosos aquecidos,

3. Equipamentos para a extrusdo himida de materiais cerémicos refractérios (por
exemplo, éxido de aluminio);

Equipamentos concebidos ou modificados para tratamentos especiais da superficie de

fibras ou para a producgao dos pré-impregnados e pré-formas referidos em 9C110.

Nota: 1B101.d abrange cilindros, estiradores, equipamentos de revestimento,
equipamentos de corte e "clicker dies".

"Equipamento de producao” de pds metdlicos, salvo o referido em 1B002, e respectivos
componentes, designadamente:

N.B.:

a

Nota:

VER TAMBEM 1B115.b.

"Equipamento de producéo” de pds metalicos utilizavel paraa"producéo”, em ambiente
controlado, dos materiais esferulados ou atomizados referidos em 1C011.a, 1C011.b,
1Cl111.a1, 1Cl111.a2 ou naListade Materia de Guerra.

Componentes especial mente concebidos para 0 equipamento de producéo referido em
1B002 ou 1B102.a.

1B102 abrange:

a. Geradores de plasma (jacto de arco eléctrico de alta frequéncia) utilizaveis
para a obtengdo de pos metdlicos esferulados ou atomizados, com organizagdo
do processo em ambiente argon-agua,

b. Equipamento de electro-explosdo utilizavel para a obten¢do de pos metdlicos
esferulados ou atomizados, com organizagdo do processo em ambiente argon-
-dgua;

C. Equipamento utilizavel para a "produgdo” de po de aluminio esferulado por
pulverizacdo de massa fundida em atmosfera inerte (por exemplo, azoto).
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1B115

1B116

1B117

1B118

1B119

Equipamentos, salvo os referidos em 1B002 ou 1B102, para a producdo de propulsantes e
elementos constituintes de propul santes, e componentes especia mente concebidos para esses
equipamentos, designadamente:

a "Equipamento de producéo” paraa"producdo”, manuseamento ou ensaio de recepgdo dos
propul santes ou componentes de propul santes liquidos referidos em 1C011.a, 1C011.b,
1C111 ou naListade Material de Guerra;

b. "Equipamento de producdo”, paraa"producdo”, manuseamento, mistura, cura,
vazamento, compressao, magquinagem, extrusdo ou ensaio dos propul santes ou
componentes de propul santes solidos referidos em 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ou haLista
de Materia de Guerra.

Nota: 1B115.b ndo abrange os misturadores descontinuos, os misturadores continuos
nem os moinhos de jacto de fluido. Para estes equipamentos, ver 1B117, 1B118
e IBI119.

Nota 1: No que se refere ao equipamento especialmente concebido para a produgdo de
material de guerra, ver a Lista de Material de Guerra.

Nota 2: 1B115 ndo abrange o equipamento para a "produ¢do”, o manuseamento e os
ensaios de recepgdo do carboneto de boro.

Tubeiras especia mente concebidas para a producdo de materiais por processos piroliticos,
formados em moldes, mandris ou outros substratos, a partir de gases precursores que se
decomponham atemperaturas entre 1 573 K (1 300°C) e 3173 K (2 900°C), sob pressdes
de 130 Pa a 20 kPa.

Misturadores descontinuos com capacidade para efectuar misturas sob vacuo entre 0 e 13,326
kPa e dotados de controlo da temperatura da cAmara de mistura, com todas as caracteristicas a
seguir indicadas, e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos:

a Capacidade volumétricatotal igual ou superior a 110 litros; e
b. Pelo menos uma pa misturadora/mal axadora excéntrica.

Misturadores continuos com capacidade para efectuar misturas sob vacuo entre 0 e 13,326 kPae
dotados de controlo da temperatura da cAmara de mistura, com uma das caracteristicas a seguir
indicadas, e componentes especialmente concebidos para 0s mesmos:

a Duas ou mais péas misturadoras/malaxadoras; e
b. Uma Unica pa rotativa com movimento de oscilagédo e dentes/pinos malaxadores tanto na
prépria pa como no interior da cBmara misturadora.

Moinhos de jacto de fluido utilizaveis para moer ou triturar substancias referidas em 1C011.a,
1C011.b,1C111 ou na Lista de Material de Guerra, e componentes especialmente concebidos
para 0s mesmos.
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1B201 Maguinas de bobinar filamentos, excepto as referidas em 1B001 ou 1B101, e equipamento
CONexo:
a Maguinas de bobinar filamentos com todas as seguintes caracteristicas:
1 Movimentos de posicionamento, enrolamento e bobinagem das fibras coordenados
e programados em dois ou mais eixos;
2. Especia mente concebidas para o fabrico de estruturas ou laminados compésitos a
partir de "materiais fibrosos ou filamentosos'; e
3. Com capacidade para bobinar rotores cilindricos de didametro compreendido
entre 75 mm e 400 mm e comprimento igual ou superior a 600 mm;
b. Comandos de coordenacdo e programacao para as maguinas de bobinar filamentos
referidas em 1B201.3;
C. Mandris de precisdo para as maguinas de bobinar filamentos referidas em 1B201.a.
1B225 Células electroliticas para a producao de fliior com uma capacidade de producéo superior
a 250 g de fluor por hora.
1B226 Separadores el ectromagnéti cos de i stopos concebidos para ou equipados com fontes de ides
simples ou multiplas, capazes de produzir um feixe idnico de intensidade de corrente total igual
ou superior a50 mA.
Nota: 1B226 abrange os separadores:
a. Capazes de enriquecer isotopos estaveis,
b. Cujas fontes de ioes e colectores se situem no interior do campo magnético,
bem como as configuragdes em que estes sejam exteriores ao campo.
1B227 Convertidores para a sintese do amoniaco ou unidades para a sintese do amoniaco nas quais o
gés de sintese (azoto e hidrogénio) sai de uma coluna de permuta de amoniaco/hidrogénio de
alta pressdo e 0 amoniaco sintetizado é reintroduzido na coluna.
1B228 Colunas de destilagdo criogénica do hidrogénio com todas as seguintes caracteristicas:
a Concebidas para funcionamento a temperaturas interiores iguais ou inferiores a 35 K
(-238°C);
b. Concebidas para funcionamento a pressdes interiores compreendidas entre 0,5 e 5 MPg;
C. Construidas
1 Quer em aco inoxidavel austenitico de gréo fino da série 300 com baixo teor de
enxofre e com uma granulometria ASTM (ou equivalente) igual ou superior a5; ou
2. Quer em materiais equivalentes que sejam simultaneamente criogénicos e
compativeiscom o Hy; e
d. De diametro interior igual ou superior a1 m e altura efectivaigual ou superior a5 m.
1B229 Colunas de pratos de permuta de agua-sulfureto de hidrogénio e contactores internos:
N.B.: No que se refere as colunas especialmente concebidas ou preparadas para a produgado de
dgua pesada, ver 0B004.
a Colunas de pratos de permuta de &gua-acido sulfidrico com todas as seguintes
caracteristicas:
1 Capazes de funcionar a pressdes iguais ou superiores a2 MPa;
2. Construidas em aco ao carbono austenitico de gréo fino, com uma granulometria
ASTM (ou equivaente) igual ou superior a5; e
3. De didmetro igual ou superior al,8 m;
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1B229 (continuac&o)

b. "Contactores internos' para as colunas de pratos de permuta de agua-écido sulfidrico
referidas em 1B229.a
Nota técnica:
Os "contactores internos" das colunas sdo pratos segmentados de didmetro efectivo, apos
montagem, igual ou superior a 1,8 m, concebidos para facilitar o contacto em
contracorrente e construidos de ago inoxidavel com um teor de carbono igual ou inferior
a 0,03%. Podem ser pratos perfurados, pratos de valvulas, pratos de campanulas ou
pratos de grelha ("Turbogrid").

1B230 Bombas capazes de garantir a circulagéo de solugdes concentradas ou diluidas do catalisador
amida de potéssio em amoniaco liquido (KNH,/NH3), com todas as seguintes caracteristicas:
a Estanques a0 ar (isto é, hermeticamente fechadas);
b.  Capacidade superior a8,5 m’h; e
C. Uma das seguintes caracteristicas:
1 Para solugBes concentradas de amida de potéssio (1% ou mais), pressao de servico
de 1,5a60 MPa; ou
2. Para soluces diluidas de amida de potéassio (menos de 1%), pressdo de servico
de 20 a60 MPa.
1B231 Instal acBes para tritio e equipamento a elas destinado:
a I nstal acOes para a producéo, recuperacéo, extraccao, concentracdo ou manuseamento de
tritio;
b. Equipamento parainstalagdes de tritio:
1 Unidades de refrigeracdo a hidrogénio ou hélio capazes de arrefecer até
temperaturas iguais ou inferiores a 23 K (— 250° C), com capacidade de
refrigeracéo superior a150 W;
2. Sistemas de armazenagem ou de purificagdo de isotopos de hidrogénio que
utilizem hidretos metalicos como meio de armazenagem ou de purificacao.
1B232 Turboexpansores ou conjuntos turboexpansor-compressor com ambas as seguintes
caracteristicas:
a Concebidos para funcionamento com uma temperatura de saida igual ou inferior a35 K
(-238°C); e
b. Concebidos paraum caudal de hidrogénio gasoso igua ou superior a 1 000 kg/h.
1B233 Instal agdes para a separacdo de isdtopos de litio e equipamento a el as destinado:
a Instal acOes para a separacdo de isdtopos de litio;
b. Equipamento para a separacdo de isétopos de litio, designadamente:
1 Colunas de permuta liquido-liquido com enchimento compacto especia mente
concebidas para ama gamas de litio;
2. Bombas de amé gama de mercurio ou delitio;
3. Células de electrélise daamdgamadelitio;
4. Evaporadores para solucdes de hidréxido de litio concentradas.
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1C Materiais
Nota técnica:

Metais e ligas:
Salvo disposi¢do em contrario, os termos "metais" e "ligas" em 1C001 a 1C012 abrangem formas
em bruto e semi-acabadas, designadamente:

Formas em bruto:

Anodos, esferas, barras (incluindo barras entalhadas e barras para arame), biletes, blocos,
"blooms", "brickets", "cakes", catodos, cristais, cubos, dados, grdos, granulos, lingotes,
linguados, pellets, salmoes, po, "rondelles"”, grenalha, "brames", esponja, varas;,

Formas semimanufacturadas (revestidas, chapeadas, perfuradas ou ndo):

a. Materiais forjados ou manufacturados obtidos por laminagem, estiramento, extrusdo,
forjamento, extrusdo por impacto, prensagem, granulagdo, atomizagdo e triturag¢do isto é:
cantoneiras, Us, bolachas, discos, po, palhetas, folhas, pecas forjadas, chapas, pegas
prensadas e estampadas, fitas, anéis, varetas (incluindo eléctrodos de soldadura nao
revestidos, fio-mdquina e arame laminado), perfis, placas, arco, canos e tubos (incluindo
tubos de sec¢do redonda, quadrada e barras ocas), arame obtido por estiramento ou
extrusdo;

b. Material moldado produzido por vazamento em moldes de areia, metal, gesso ou outros,
incluindo pecas moldadas a alta pressdo, formas sinterizadas, e formas obtidas por
metalurgia a base de po.

O objectivo dos controlos ndo deve ser contrariado pela exportag¢do de formas ndo incluidas na
lista declaradas como produtos acabados mas que sdo na realidade formas em bruto ou
semimanufacturadas.

1C001 Materiai s especia mente concebidos para absorver ondas el ectromagnéticas ou polimeros
intrinsecamente condutores:
N.B.: VER TAMBEM 1C101.

a Materiais para absor¢ao de frequéncias superiores a2 x 10° Hz, masinferiores

a3x 10“ Hz
Nota I: 1C001.a. ndo abrange:
a. Absorventes de tipo capilar, constituidos por fibras naturais ou
sintéticas, com carga ndo magnética para permitir a absor¢do,
b. Absorventes sem perda magnética com superficie incidente ndo plana,
compreendendo pirdmides, cones, prismas e superficies curvas:
C. Absorventes planos com todas as seguintes caracteristicas:
1. Fabricados com:
a. Espumas plasticas (flexiveis ou ndo flexiveis) com carga

de carbono, ou materiais orgdnicos, incluindo ligantes,
que produzam um eco superior a 5%, relativamente aos
metais, numa banda de frequéncias de largura superior

a + 15%, da frequéncia central da energia incidente, e que
sejam incapazes de resistir a temperaturas superiores

a 450K (177°C); ou
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1C001

1C002

a

Notal C. 1 (continuacao)

b. Materiais cerdmicos que produzam um eco superior
a 20%, relativamente aos metais, numa banda de
frequéncias de largura superior a + 15% da frequéncia
central da energia incidente, e que sejam incapazes de
resistir a temperaturas superiores a 800 K (527°C);
Nota técnica:
As amostras para os ensaios de absor¢do respeitantes ao
ponto 1C001.a., Nota 1.C.1, devem ter a forma de um quadrado
de lado igual ou superior a 5 vezes o comprimento de onda da
frequéncia central e situado no campo afastado da fonte
radiante.
2. Resisténcia a tracgdo inferior a 7 x 1 0° N/m?; e
3. Resisténcia a compressdo inferior a 14 x 10° N/m’;
d. Absorventes planos fabricados em ferrite sinterizada:
1. De densidade superior a 4,4: e
2. Com uma temperatura maxima de funcionamento de 548 K
(275°C);
Nota 2: Nada na nota 1 relativa a 1C001.a isenta os materiais magnéticos de garantir
a absorgdo quando contidos em tintas.

Materiais para a absorcéo de frequéncias superiores a 1,5 x 10" Hz, masinferiores
a3,7 x 10" Hz, e ndo transparentes a luz visivel;

Materiais poliméricos intrinsecamente condutores, de condutividade el éctrica global
superior a 10 000 SYm (Siemens por metro) ou resistividade superficial inferior

a 100 ohms/m?, & base de qualquer dos seguintes polimeros:

Polianiling;

Polipirrol;

Politiofeno;

Poli(fenileno-vinileno); ou

) Poli(tienileno-vinileno).

Nota técnica:

A "condutividade eléctrica global" e a "resistividade superficial” devem ser determinadas
de acordo com a norma ASTM D-257 ou com uma norma nacional equivalente.

grwdhpE

Ligas metdlicas, pos de ligas metélicas ou materiais ligados:
N.B.: VER TAMBEM 1C202.

Nota: 1C002 ndo abrange as ligas metdlicas, os pos de ligas metdlicas e os materiais ligados

para o revestimento de substratos.

Notas técnicas:

1.

2.

As ligas metdlicas abrangidas por 1C002.a sdo ligas com uma percentagem mdssica do
metal indicado maior do que a de qualquer outro elemento.

A resisténcia a ruptura deve ser medida de acordo com a norma ASTM E-139 ou com
uma norma nacional equivalente.

A resisténcia a fadiga de baixo ciclo deve ser medida de acordo com a norma ASTM E-
-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing"
(Método recomendado para o ensaio a fadiga de baixo ciclo a amplitude constante) ou
com uma norma nacional equivalente. O ensaio deve ser axial, com uma razdo de tensoes
média igual a 1 e um coeficiente de concentragdo de tensoes (K,) igual a 1. A razdo de
tensoes média define-se como sendo a diferenca entre as tensées maxima e minima
dividida pela tensdo mdaxima.
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1C002 (continuacéo)
a Aluminetos:

1. Aluminetos de niquel com um teor minimo de aluminio de 15%, em massa, um teor
méximo de aluminio de 38%, em massa, e pelo menos um elemento de liga
adiciondl;

2. Aluminetos de titdnio com um teor de aluminio igua ou superior a 10%, em massa, e
pelo menos um elemento de liga adiciondl;

b. Ligas metdlicas obtidas a partir dos materiais referidos em 1C002.c:

1 Ligas de niquel com:

a Resisténciaarupturaigual ou superior a 10 000 horas, a923 K (650°C) ea
umatensdo de 676 MPa; ou

b. Resisténcia afadiga de baixo ciclo igual ou superior a10 000 ciclos, a823 K
(550°C) e aumatensdo méxima de 1 095 MPa;

2. Ligas de nidbio com:

a Resisténcia arupturaigual ou superior a 10 000 horas, a1 073 K (800°C) ea
uma tensio de 400 MPa; ou

b. Resisténcia a fadiga de baixo ciclo igua ou superior a10 000 ciclos, a973 K
(700°C) e aumatensdo maximade 700 M Pg;

3. Ligas detitanio com:

a Resisténcia a rupturaigual ou superior a 10 000 horas, a 723 K (450°C) ea
umatensdo de 200 M Pa; ou
b. Resisténcia a fadiga de baixo ciclo igual ou superior a10 000 ciclos, a 723 K
(450°C) e aumatensdo maxima de 400 M Pa;
4. Ligas de aluminio com uma resisténcia a traccao:
a Igual ou superior a240 MPaa473 K (200°C); ou
b. Igual ou superior a415 MPaa298 K (25°C);
5. Ligas de magnésio com:
a Resisténcia a traccdo igual ou superior a 345 MPa; e
b. Velocidade de corrosdo inferior a 1 mm/ano numa solugdo aquosa de cloreto
de sddio a 3%, medida de acordo com anorma ASTM G-31 ou com uma
normanacional equivalente;
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1C002 (continuac&o)
C. Pés ou particulas de ligas metdlicas, com todas as seguintes caracteristicas:
1 Obtidos a partir de qualquer um dos seguintes sistemas componentes:

Nota técnica:

Nos pontos que se seguem X representa um ou mais elementos de liga.

a Ligas de niquel (Ni-Al-X, Ni-X-Al), qualificadas para pegas ou
componentes de motores de turbina, ou seja, com menos de 3 particulas néo
metdlicas (introduzidas durante o processo de fabrico) de dimensdes
superiores a 100 pm por 10° particulas daliga;

b. Ligas de nidbio (Nb-Al-X ou Nb—X-Al, Nb-Si—X ou Nb-X-Si, Nb-Ti—-X
ou Nb—X-Ti);

C. Ligas detitanio (Ti-Al-X ou Ti—-X-Al);

d. Ligas de aluminio (AlI-Mg—X ou
Al-X-Mg, Al-Zn—X ou Al-X-Zn,

Al-Fe-X ou Al-X-Fe); ou
e Ligas de magnésio (Mg-Al-X ou Mg-X-Al); e
2. Obtidos, em atmosfera controlada, por qualquer dos seguintes processos:

a " Atomizacdo sob vécuo";

b. "Atomizacdo por gas";

C. "Atomizag&o centrifuga’;

d. "Solidificagdo com impacto”;

e "Solidificacgo em rotagdo com enregelamento” e "cominuicao”;

f. "Solidificac8o em extrac¢do com enregelamento” e "cominuigdo”; ou

0. "Obtenc&o de ligas por meios mecanicos'; e

3. Capazes de formar os materiais referidos em 1C002.a ou 1C002.b.
d. Materiais ligados, com todas as seguintes caracteristicas:
1 Obtidos a partir de qual quer dos sistemas componentes referidos em 1C002.1.c;
2. Naforma de palhetas, fitas ou varetas delgadas; e
3. Obtidos em ambiente controlado por qualquer dos seguintes métodos:

a "Solidificagdo com impacto”;

b. "Solidificacgo em rotagcdo com enregelamento”; ou

C. "Solidificagdo em extracgdo com enregelamento”.

1C003 Metais magnéticos, de todos os tipos e em todas as formas, com qualquer das seguintes
caracteristicas:
a Permeabilidade relativainicial igual ou superior a 120 000 e espessuraigual ou inferior
a 0,05 mm;
Nota técnica:
A permeabilidade inicial deve ser medida em materiais totalmente recozidos.
b. Ligas magnetoestrictivas com uma das seguintes caracteristicas:
1 M agnetoestriccao de saturacio superior a5 x 10 ou
2. Factor de acoplamento magnetomecanico (k) superior a0,8; ou
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1C003 (continuac&o)
C. Bandas de liga amorfa ou "nanocristalina’ com as seguintes caracteristicas:
1 No minimo, 75%, em massa, de ferro, cobalto ou niquel;
2. Inducéo magnética de saturacdo (Bs) igual ou superioral,6T; e
3. Uma das seguintes caracteristicas:
a Espessuraigual ou inferior a 0,02 mm; ou
b. Resistividade eléctricaigual ou superior a2 x 10 ohm.cm.
Nota técnica:
Por materiais "nanocristalinos"”, em 1C003.C, entendem-se os materiais com cristais de
granulometria igual ou inferior a 50 nm, determinada por difrac¢do aos raios X.
1C004 Ligas de urénio etitanio ou ligas de tungsténio com "matriz" abase de ferro, niquel ou cobre,
com todas as seguintes caracteristicas:

a  Densidade superior a17,5 g/cm®;

b. Limite de elasticidade superior a 880 MPa;

C. Tensdo de ruptura atracgdo superior al 270 MPa; e

d. Alongamento superior a 8%.

1C005 Condutores de materiais "compositos" "supercondutores’, com comprimentos superiores

a 100 m ou massa superior a100 g:

a "Compositos' "supercondutores’ com um ou mais filamentos de nidbio-titénio, com as
seguintes caracteristicas:

1 Integrados numa "matriz" que ndo seja de cobre ou de uma mistura a base de cobre;
e

2. Com umaseccdo transversal de reainferior a0,28 x 10 mm? (6 um de didmetro
no caso de filamentos de seccdo circular);

b. Condutores de materiais "compdsitos' "supercondutores’, constituidos por um ou mais
filamentos "supercondutores' que ndo sejam de nidbio-titénio, com as seguintes
caracteristicas:

1 "Temperaturacritica’', aindugdo magnética nula, superior a9,85 K (-263,31° C); e

2. Que permanecam no estado "supercondutor” atemperaturade 4,2 K (—268,96° C),
guando expostos a um campo magnético orientado em qual quer direccdo
perpendicular ao eixo longitudinal do condutor e correspondente a uma indugdo
magnética de 12 T com uma densidade de corrente critica superior a 1750 A/mm?
na seccéo transversal do condutor;

C. Condutores de materiais "compdsitos' "supercondutores’, constituidos por um ou mais
filamentos " supercondutores’ que permanecam no estado " supercondutor” auma
temperatura superior a115 K (- 158,16°C)

Nota técnica:

Para efeitos de 1C005, os filamentos podem ter a forma de fio, cilindro, pelicula, fita ou banda.
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1C006 Fluidos e produtos lubrificantes:
Fluidos hidréulicos que contenham, como ingredientes principais, qualquer dos seguintes
compostos ou produtos:
1 Oleos de sintese constituidos por hidrocarbonetos silicicos, com as seguintes
caracteristicas:
Nota técnica:
Para efeitos de 1C006.a.1, os oleos de hidrocarbonetos silicicos sdo compostos
que contém apenas silicio, hidrogénio e carbono.
a Ponto de inflamagao superior a477 K (204° C);
b. Ponto de fluidez inferior ou igual a239 K (—34° C);
C. indice de viscosidade igual ou superior a75; e
d. Estabilidade térmicaa 616 K (343° C); ou
2. Clorofluorocarbonetos com as seguintes caracteristicas:
Nota técnica:
Para efeitos de 1C006.a.2, os clorofluorocarbonetos sdo compostos que contém
apenas carbono, fliior e cloro.
a Sem ponto de inflamacéo;
b Com temperatura de auto-ignicao superior a 977 K (704° C);
C. Ponto de fluidez igual ou inferior a219 K (—54° C);
d. indice de viscosidade igual ou superior a80: e
e Ponto de ebulicdo igual ou superior a473 K (200° C);
Produtos lubrificantes que contenham, como ingredientes principais, qualquer dos
seguintes compostos ou produtos:
1 Eteres ou tioéteres fenilénicos ou alquilfenilénicos, ou suas misturas que
contenham mais de duas fungdes éter ou tioéter, ou suas misturas; ou
2. Fluidos de silicone fluorado de viscosidade cineméticainferior a5 000 mm?/s
(5 000 centistokes), medidaa 298 K (25° C);
Fluidos de amortecimento ou de flotaggo com grau de pureza superior a 99,8%, com
menos de 25 particulas de dimensBes iguais ou superiores a 200 pum por 100 ml e
constituidos, em pelo menos 85%, por um dos seguintes compostos ou produtos:
1. Dibromotetrafl uoroetano;
2. Poli(clorotrifluoroetileno) (apenas nas suas formas oleosas e cerosas); ou
3. Poli(bromotrifluoroetileno);
Fluidos de arrefecimento electrénico de fluorocarbonetos, com as seguintes
caracteristicas:
1 85%, em massa, de qual quer dos seguintes materiais ou suas misturas:
a Formas monomeéricas de perfluoropolial quil éter-triazinas ou éteres
perfluoroalifaticos;
b. Perfluoroal quilaminas;
C. Perfluorocicloa canos; ou
d. Perfluoroal canos;
2. Densidade a 298K (25° C) igual ou superior al,5 g/ml;
3. No estado liquido a273K (0° C); e
4, Com 60% ou mais, em massa, de fllor.
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1C006 (continuac&o)

Nota técnica:
Para efeitos de 1C006:

a.

b.

O ponto de inflamagdo deve ser determinado pelo método Cleveland em vaso aberto,
descrito na norma ASTM D-92, ou numa norma nacional equivalente.

O ponto de fluidez deve ser determinado pelo método descrito na norma ASTM D-97, ou
numa norma nacional equivalente.

O indice de viscosidade deve ser determinado pelo método descrito na norma ASTM D-
-2270, ou numa norma nacional equivalente.

A estabilidade térmica deve ser determinada pelo método seguinte, ou por métodos
nacionais equivalentes:

Colocam-se 20 ml do fluido a ensaiar numa cadmara de 46 ml de aco inoxidavel 317, onde
foi introduzida uma esfera de 12,5 mm de didmetro (nominal) de cada um dos seguintes
materiais: aco ferramenta M-10, aco 52100 e bronze naval (60% Cu, 39% Zn, 0,75%
Sn).

Purga-se a camara com azoto, fecha-se hermeticamente a pressdo atmosférica e eleva-se
a temperatura a 644 = 6 K (371 = 6° C); mantém-se esta temperatura durante 6 horas. A
amostra considera-se termicamente estavel se, no final do processo acima descrito, forem
satisfeitas todas as condi¢des a seguir enumeradas:

1. Perda de massa de cada esfera inferior a 10 mg/mm’ de superficie da esfera;

2. Variag¢do da viscosidade inicial, determinada a 311 K (38° C), inferior a 25%, e

3. Indice de acidez total ou indice de alcalinidade total inferior a 0,40;

A temperatura de auto-igni¢do deve ser determinada pelo método descrito na norma
ASTM E-659, ou numa norma nacional equivalente.

1C007 Materiais cerémicos de base, materiais cerémicos ndo "compdsitos', materiais "compadsitos' de
"matriz" cerémicae materiais precursores:

N.B.:

a

VER TAMBEM 1C107

Materiais de base constituidos por boretos de titanio simples ou complexos, com um total
de impurezas metdlicas, excluindo aditivos intencionalmente incorporados, inferior

a5 000 ppm, com uma granulometria média das particulasigual ou inferior a5 pum e com
ndo mais de 10% de particul as de dimensao superior a 10 um;

Materiais ceramicos ndo "compositos' constituidos por boretos de titénio, em bruto ou em
semi-produtos, de densidade igual ou superior a 98% do valor tedrico;
Nota: 1C007.b ndo abrange os abrasivos;

Materiais "compositos' ceramicos-cerdmicos com "matriz* de vidro ou de 6xidos,
reforcados com fibras, com todas as seguintes caracteristicas:
1 Obtidos a partir de qualquer dos seguintes materiais:
a Si—N;
b. S-C;
C. Si-Al-O—N; ou
d. S-O-N; e
2. Com uma resisténcia especifica & tracc8o superior a 12,7 x 10°m;

Materiais "compdsitos" cerémicos-ceramicos com ou sem uma fase metdlica continua e
com particulas ou fases finamente dispersas de qualquer material fibroso ou naformade
cristais capilares (whiskers), em que a"matriz" seja constituida por carbonetos ou nitretos
desilicio, de zirconio ou de boro;
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1C007 (continuac&o)

€.

Materiais precursores (isto €, materiais poliméricos ou metal o-orgénicos para fins

especiais) para a producdo de qualquer das fases dos materiais referidos em 1C007.c.:

1 Polidiorganossilanos (para a producéo de carboneto de silicio);

2. Polissilazanos (para a produgado de nitreto de silicio);

3. Policarbossilazanos (para a producéo de materiais ceramicos com compostos de
silicio, de carbono e de azoto).

Materiais "compdsitos' ceramicos-cerémicos com "matriz" de vidro ou de 6xidos,

reforcados com fibras de qualquer dos seguintes sistemas:

1. Al>,Os; ou

2. Si-C-N.

Nota: 1C007.f ndo abrange "compositos” que contenham fibras destes sistemas com uma
resisténcia a tracgdo inferior a 700MPa a 1273K (1 000° C) ou com uma
resisténcia a fluéncia superior a 1% de deformacdo a fluéncia sob uma solicita¢do
de 100 MPa a 1.273K (1 000° C) durante 100 horas.

1C008 Polimeros nao fluorados;

1 Bismaeimidas;

2. Poliamidimidas aromaticas;

3. Poliimidas arométicas;

4 Polieterimidas arométicas com temperaturas de transi¢éo vitrea (T,) superiores
a513K (240° C);

Nota I: 1C008.a.abrange as substancias na forma liquida ou solida, incuindo
resinas, pos, granulados, peliculas, folhas, fitas ou bandas,
Nota 2: 1C008 ndo abrange os pos ndo fusiveis para moldagem por compressao,

nem as formas moldadas.

Copolimeros de cristais liquidos termoplésticos com uma temperatura de deformacgéo
térmica superior a523 K (250° C), medida de acordo com a normalSO 75-2 (2004),
método A, ou com uma norma nacional equivalente, para uma carga de 1,80 N/mm?,
constituidos por:
1 Uma das seguintes substancias:

a Fenileno, bifenileno ou naftaleno; ou

b. Derivados metilados, t-butilados ou fenilados de fenileno, bifenileno ou

naftaleno; e

2. Um dos seguintes &cidos:

a.  Acido tereftélico;

b.  Acido 6-hidroxi-2-naftdico; ou

c.  Acido 4-hidroxibenzdico;

N&o utilizados;
Polimeros do tipo poli(arileno-cetona);

Poli(sulfuretos de arileno) em que o grupo arileno sgja bifenileno, trifenileno ou uma
combinagdo destes grupos,
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1C008 (continuac&o)

f. Poli(bifenilenoetersulfona) com temperaturas de transi¢do vitrea (Tg) superiores a513 K
(240°C)

Nota técnica:
A temperatura de transicdo vitrea (Tg) para os materiais referidos em 1C008 determina-se pelo
método descrito na norma ISO 11357-2 (1999) ou seus equivalentes nacionais.

1C009 Compostos fluorados néo tratados.

a Copolimeros de fluoreto de vinilideno com 75% ou mais de estrutura cristalina beta, sem
estiramento;

b. Poliimidas fluoradas com 10% em massa, ou mais, de fltior combinado;
C. Elastdémeros de fosfazenos fluorados com 30% em massa, ou mais, de fltior combinado;
1C010 "Materiais fibrosos ou filamentosos' que possam ser utilizados em estruturas ou laminados

"compdsitos' de "matriz" organica, metalica ou de carbono:
N.B.: VER TAMBEM 1C210 e 9C110.

a "Materiais fibrosos ou filamentosos' orgéanicos com:
1 "M édulo de el asticidade especifico” superior a12,7 x 10° m; e
2. "Resisténcia especifica a traccdo" superior a23,5 x 10* m;

Nota: O ponto 1C010.a ndo abrange o polietileno.

b. "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono com:
1. "Médulo de elasticidade especifico” superior a12,7 x 10°m; e
2. "Resisténcia especifica a traccao” superior a23,5 x 10 m;

Nota: 1C010.b. ndo abrange os tecidos fabricados com "materiais fibrosos ou
filamentosos" destinados a reparagdo de estruturas ou laminados de "aeronaves
civis" cujas folhas ndo excedam 100 cm x 100 cm.

Nota técnica:

As propriedades dos materiais referidos em 1C010.b. devem ser determinadas pelos

métodos SRM 12 a 17 recomendados pela SACMA (Suppliers of Advance Composite

Materials Association), ou por métodos nacionais de ensaio de cabos de fibras (tows)

equivalentes, como os previstos na norma industrial japonesa JIS-R-7601 (ponto 6.6.2.),

e devem basear-se na média dos lotes.
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1C010

(continuac&o)
C. "Materiais fibrosos ou filamentosos" inorganicos com:

1
2.

"Mdédulo de elasticidade especifico” superior a 2,54 x 10°m; e
Ponto de fusdo, de decomposic&o ou de sublimagdo em ambiente inerte superior
al922K (1649° C):

Nota: 1C010.c. ndo abrange:

1. Fibras policristalinas, multifasicas e descontinuas de alumina sob a forma

de fibras cortadas ou de emaranhados irregulares com teor, em massa, de

silica igual ou superior a 3% e "modulo de elasticidade especifico" inferior

al0x 10°m;

Fibras de molibdénio e de ligas de molibdeénio,

3. Fibras de boro;

4. Fibras cerdmicas descontinuas com ponto de fusdo, de decomposi¢do ou de
sublimagcdo em ambiente inerte inferior a 2 043 K (1 770° C).

N

d. "Materiais fibrosos ou filamentosos':

1

Constituidos por:

a Polieterimidas referidas em 1C008.a.; ou

b. Materiais referidos em 1C008.b. af.; ou

Constituidos pelos materiais referidos em 1C010.d.1.a. ou 1C010.d.1.b. e
"misturados’ com outras fibras, referidas em 1C0O10.a., b. ou c.;

e Fibras impregnadas de resinas ou de breu (pré-impregnados), fibras revestidas de metal
ou de carbono (pré-formas) ou pré-formas de fibras de carbono:

1

2.

Fabricadas com os "materiais fibrosos ou filamentosos" referidos em 1C010.a,, b.

ouc.;

Fabricadas com "materiais fibrosos ou filamentosos' organicos ou de carbono com

as seguintes caracteristicas:

a "Resisténcia especifica a tracc8o" superior a17,7 x 10° m;

b "M édulo de el asticidade especifico” superior a 10,15 x 10° m;

C. N&o abrangidos por 1C010.a. ou b.; e

d Quando impregnadas com materiais referidos em 1C008 ou 1C009.b., com
temperaturas de transi¢do vitrea (T,) superioresa383 K (110° C), ou com
resinas fendlicas ou epoxidicas, com temperaturas de transi¢éo vitrea (T)
superiores a418 K (145°C).

Notas: 1C010.e. ndo abrange

a. "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono impregnados em
matrizes de resina epoxidica (préimpregnados), destinados a
reparagdo de estruturas ou laminados de "aeronaves civis", desde que
cada folha de pré-impregnado ndo exceda 100 cm x 100 cm;

b. Pré-impregnados, quando impregnados com resinas fenolicas ou
epoxidicas com uma temperatura de transi¢do vitrea (Tg) inferior
a 433K (160° C) e uma temperatura de cura inferior a temperatura de
transicdo vitrea.

Nota técnica:

A temperatura de transicdo vitrea (Tg) para os materiais referidos em 1C010.e
determina-se pelo método de via seca descrito na norma ASTM D 3418. A temperatura
de transi¢do vitrea para as resinas fenolicas e epoxidicas determina-se pelo método de
via seca descrito na norma ASTM D 4065, utilizando uma frequéncia de 1 Hz e uma
velocidade de aquecimento de 2K (°C) por minuto.
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1C011 Metais e compostos a seguir enumerados.

N.B.: VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA E 1C111.

a Metais em particulas de granulometriainferior 60 um, esféricas, atomizadas, esferoidais,
em palhetas ou moidas, fabricados a partir de material constituido por 99% ou mais de
zirconio, magnésio ou ligas destes metais,

Nota Técnica:

O teor natural de hafnio no zirconio (normalmente 2% a 7%) conta como zirconio.

Nota: Os metais ou ligas enumerados em 1C011.a sdo sempre controlados, quer se
encontrem ou ndo encapsulados em aluminio, magnésio, zirconio ou berilio.

b. Boro ou carboneto de boro com um grau de purezaigual ou superior a 85% e uma
granulometriaigual ou inferior a 60pum
Nota: Os metais ou ligas enumerados em 1C011.b sdo sempre controlados, quer se

encontrem ou ndo encapsulados em aluminio, magnésio, zirconio ou berilio.

C. Nitrato de guaniding;

d. Nitroguanidina (NQ) CAS 556-88-7).

1C012 Materiais a seguir enumerados:

Nota Técnica:

Estes materiais sao normalmente utilizados para fontes de calor nucleares.

a Pluténio sob qualquer forma, com um teor do is6topo plutdnio-238 superior a 50% em
massa;

Nota: 1C012.a ndo abrange:

a. Exportagoes com um teor de plutonio igual ou inferior a 1g;

b. Exportagoes de 3 "gramas efectivos” ou menos, quando contidas em elementos
sensores de instrumentos.

b. Neptlnio-237 "previamente separado”, sob qualquer forma.

Nota: 1C012.b ndo abrange exportagoes com um teor de neptunio-237 igual ou inferior
alg
1C101 Materiais e dispositivos que reduzam parametros de deteccdo, como areflectividade ao radar e
as assinaturas no ultravioleta/infravermelho e aclsticas, ndo referidos em 1C001 e utilizaveis
em "misseis’ subsistemas de "misseis’ ou veicilos aéreos ndo tripulados especificados em
9A012.

Nota 1: 1C101 abrange:

a. Materiais estruturais e revestimentos especialmente concebidos para uma
reduzida reflectividade ao radar,

b. Revestimentos, incluindo tintas, especialmente concebidos para uma
reflectividade ou emissividade reduzida, ou "por medida", nas regioes de
micro-ondas, infravermelha ou ultravioleta do espectro electromagnético.

Nota 2: 1C101 ndo abrange os revestimentos especialmente utilizados no controlo térmico

dos satélites.

Nota técnica

Em 1C101, "missil" refere-se a foguetes completos e a veiculos aéreos ndo tripulados com um

raio de alcance superior a 300 kms.
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1C102

1C107

1C111

Materiais de carbono-carbono pirolizados ressaturados concebidos para veicul os lancadores
espaciais referidos em 9A004 ou para foguetes-sonda referidos em 9A104.

Grafite e materiais ceramicos com excepcao dos referidos em 1C007:

a Grafites de gréo fino, com uma densidade aparente igual ou superior a 1,72 g/cm®,
medidaa 288 K (15° C), e com uma granulometriaigual ou inferior a100 pum, utilizaveis
em tubeiras de foguetes e em pontas de ogiva de veicul os de reentrada, que possam ser
utilizados para o fabrico de qualquer dos seguintes produtos:

1 Cilindros de didmetro igual ou superior a 120 mm e comprimento igual ou superior
a50 mm;

2. Tubos de didmetro interior, igual ou superior a 65 mm, espessura de paredes igual
ou superior a25 mm e comprimento igual ou superior a 50 mm;

3. Blocos de dimensdes iguais ou superiores a 120 x 120 x 50 mm.

Nota: ver tambéem 0C004

b. Grafites piroliticas ou reforgadas com fibras utilizaveis em tubeiras de roquetes e nas
pontas de ogiva dos veiculos de reentrada utilizaveis em "misseis’, veicul os lancadores
espaciais referidos em 9A004 ou foguetes-sonda referidos em 9A 104;

Nota: ver tambéem 0C004

C. Materiais compdsitos ceramicos (de constante diel éctricainferior a 6 a quai squer
frequéncias compreendidas entre 100 MHz e 100 GHz), aplicaveis em radomes
utilizaveis em "misseis’, veiculos langadores espaciais referidos em 9A004 ou foguetes-
sondareferidos em 9A104;

d. Materiais cerémicos maquinaveis crus, reforcados com carboneto de silicio, agrand,
aplicaveis em pontas de ogiva utlizaveis em "misseis’, veicul os lancadores espaciais
referidos em 9A004 ou foguetes-sonda referidos em 9A 104;

e Materiais compositos ceramicos reforcados com carboneto de silicio aplicaveis em pontas
de ogiva, veiculos de reentrada e aletas de tubeira utilizaveis em "misseis’, veiculos
lancadores espaciais referidos em 9A 004 ou foguetes-sonda referidos em 9A 104.

Propul santes e produtos quimicos utilizados em propul santes, salvo os referidos em 1C011:

a Substancias propul soras:

1. P6 esferulado de aluminio ndo especificado na Lista de Material de Guerra, com
particulas de didmetro uniforme inferior a 200 um e teor de aluminio igual ou
superior a 97%, em massa, se pelo menos 10% da massa total foi constituida por
particulas com menos de 63 um de acordo com a SO 2591/1988 ou com uma
normanacional equivalente;

Nota Técnica:
Uma granulometria de 63 um (ISO R-565) corresponde a malha 250 (Tyler) ou a
malha 230 (norma ASTM E-11).

2. Combustiveis metdlicos nao especificados na Lista de Material de Guerra, de
granulometriainferior a 60 um, constituidos por particulas esféricas, atomizadas,
esferoidais, em palhetas ou moidas, com um teor igual ou superior a97%, em
massa, de:

a Zirconio;

b. Berilio;

C. Magnésio; ou

d. Ligas dos metaisreferidosem a. ac.;

Nota Técnica:

O teor natural de hafnio no zirconio (normalmente de 2% a 7%) conta como
zirconio.
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1C111 a (continuacéo)
3. Substancias oxidantes utilizaveis em motores de foguete de combustivel liquido:
a Triéxido de diazoto;
b. Dioéxido de azoto/tetréxido de diazoto;
C. Pentéxido de diazoto;
d Misturas de 6xidos de azoto (MON):
Nota técnica:
As misturas de oxidos de azoto (MON) sdo solugoes de mondxido de azoto
(NO) em tetroxido de diazoto/dioxido de azoto (N,O/NQO,) que podem ser
utilizadas em sistemas de misseis. Ha uma série de composi¢oes que podem
ser designadas por MONi ou MONij, em que i e j representam a
percentagem de monoxido de azoto na mistura (por exemplo, MON3
contéem 3% de monoxido de azoto e MON25, 25% de monoxido de azoto. O
limite maximo é MON 40, que contém 40% de NO, em massa);
e. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA para
Acido nitrico fumanteinibido (IRFNA);
f. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA e 1C238 para
Compostos constituidos por fldor e outro ou outr os halogéneos, oxigénio
Ou azoto;
4. Derivados da hidrazina:
a Trimetil-hidrazina;
b. Tetrametil-hidrazing;
C. N,N dialil-hidrazinga;
d. Alil-hidrazina;
e Etileno dihidrazina;
f. Dinitrato de Monometil-hidrazina;
g. Nitrato de dimetil-hidrazina assimétrica;
h. Azida de hidrazinio;
i Azida de dimetil-hidrazinio;
B Ver lista de material de guerra para Nitrato de hidrazinio;
k. Diimido &cido oxalico dihidrazina;
l. Nitrato de 2-hidroxietil-hidrazina (HEHN);
m. Ver listade material de guerra para Perclorato de hidrazinio;
n. Diperclorato de hidrazinio;
0. Nitrato de metil-hidrazina (MHN);
p. Nitrato de dietil-hidrazina (DEHN);
g. Nitrato de 1,4-dihidrazina (DHTN);;
b. Substéncias poliméricas:
1 Polibutadienos com extremidades carboxilo (CTPB);
2. Polibutadienos com extremidades hidroxilo (HTPB), néo referidos na Lista de
Material de Guerra;
3. Poli(butadieno-&cido acrilico) (PBAA);
4, Poli (butadieno-é&cido acrilico-acrilonitrilo) (PBAN);
5 Politetrahidrofurano polietilenoglicol (TPEG)
Nota técnica: O politetrahidrofurano polietilenoglicol (TPEG)é um copolimero em
bloco de poli 1,4-butanodiol e polietilenogliciol (PEG).
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1C111 (continuagéo

C. Outros aditivos e agentes utilizados em propul santes:
1. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE aos
car boranos, decaboranos, pentabor anos e respectivos derivados,

2. Dinitrato de trietilenoglicol (TEGDN);
3. 2-Nitrodifenilamina (CAS 119-75-5);
4. Trinitrato de trimetiloletano (TMETN) (CAS 3032-55-1);
5. Dinitrato de dietilenoglicol (DEGDN).
6. Derivados do ferroceno, como se segue:
a. No que serefere ao catoceno, ver aListade Material de Guerra;
b. Etilferroceno;
C. Propilferroceno (CAS 1273-89-8);
d. No que serefere ao n-butil-ferroceno, ver aListade Material de
Guerra;
e Pentilferroceno (CAS 1274-00-6);
f. Diciclopentilferroceno (CAS 20773-28-8);
. Diciclohexilferroceno
h. Dietilferroceno;
i. Dipropilferroceno;
j- Dibutilferroceno (CAS 1274-08-4);
k. Dihexilferroceno (CAS 93894-59-8);
l.

Acetilferroceno

m.  No que serefere aos acidos ferroceno-car boxilicos, ver aListade
Material de Guerra;

n. No que serefere ao butaceno, ver aLista de Material de Guerra;

0. Outros derivados do ferroceno utilizéveis como modificadores da velocidade

de combust&o do propul sante para foguetes néo referidos na Lista de

Materia de Guerra.

Nota: No que se refere aos propulsantes e aos produtos quimicos utilizados em
propulsantes ndo referidos em 1CI111, ver a Lista de Material de Guerra.

1C116 Acos maraging (agos normal mente caracterizados por um elevado teor de niquel e baixo teor de
carbono e pela utilizag&o de outros elementos de liga ou de preci pitados para promover o
endurecimento por envelhecimento) com tensdo de ruptura atraccdo igual ou superior
a1 500 MPa, medidaa 293 K (20° C), sob aforma de folhas, chapas ou tubagens de espessura
igual ou inferior a5 mm.
N.B.: VER TAMBEM 1C216

1C117 Tungsténio, molibdénio e ligas destes metais na forma de particulas uniformes esféricas ou
atomizadas de didmetro igual ou inferior a500 um e grau de purezaigual ou superior a 97%,
para o fabrico de componentes de motores de foguetes utilizavesi em "misseis’, veiculos
lancadores espaciais referidos em 9A004 ou foguetes-sonda referidos em 9A 104 (por exemplo,
blindagens térmicas, suportes de tubeiras, gargantas de tubeiras e superficies de controlo do
vector de poténcia).
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1C118

1C202

1C210

Aco inoxidavel duplex estabilizado ao titénio (Ti-DSS), como a seguir se descreve:

a Com todas as seguintes caracteristicas:
1 17% a 23%, em massa, de cromio e 4,5% a 7%, em massa, de niquel;
2. Um teor de titanio superior a 0,10% em massa; e
3. Micro-estrutura ferritico-austenitica (também conhecida por micro-estrutura
bifasica) da qual pelos menos 10% em volume sdo constituidos por austenite (de
acordo com aASTM E-1181-87 ou com uma norma nacional equivaente); e

b. Em qualquer das seguintes formas:
1 Lingotes ou barras em que todas as dimensdes sejam iguais ou superiores
a100 mm;
2. Chapas de larguraigual ou superior a 600 mm e espessuraigual ou inferior
a3mm; ou
3. Tubos de didmetro exterior igual ou superior a 600 mm e espessura de paredes
igual ouinferior a3 mm.

Ligas ndo referidas em 1C002.b.3. ou b.4.

a Ligas de aluminio com ambas as seguintes caracteristicas:
1 "Capazes de"' umatensdo de ruptura a traccdo igual ou superior a460 MPaa 293 K
(20°C); e
2. Sob a forma de tubos ou formas cilindricas macicas (incluindo pegas forjadas) de
diémetro exterior superior a 75 mm;

b. Ligas de titdnio com ambas as seguintes caracteristicas:
1 "Capazes de' umatensdo de ruptura atraccdo igual ou superior a900 MPaa 293 K
(20°C); e
2. Sob a forma de tubos ou formas cilindricas macicas (incluindo pegas forjadas) de
didmetro exterior superior a 75 mm.

Nota técnica:
A expressdo ligas "capazes de" aplica-se as ligas antes ou depois do tratamento térmico.

"Materiais fibrosos ou filamentosos' ndo referidos em 1C010.a., b. ou e.:

a "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono ou de aramida com uma das seguintes
caracteristicas:
1 "Médulo de el asticidade especifico” igual ou superior a12,7 x 10° m; ou
2. "Resisténcia especifica & traccao” igual ou superior a235 x 10° m;
Nota: 1C210.a ndo abrange "materiais fibrosos ou filamentosos" de aramida com 0,25%
ou mais, em massa, de um modificador de superficie das fibras a base de ésteres.

b. "Materiais fibrosos ou filamentosos' de vidro com ambas as seguintes caracteristicas:
1 "M édulo de el asticidade especifico" igual ou superior a3,18 x 10° m; e
2. "Resisténcia especifica a traccao" igual ou superior a76,2 x 10° m;

C. "Fios', "mechas", "bandas" ou "cabos de fibras (tows)" continuos impregnados de resina
termocurada, de larguraigual ou inferior a 15 mm (pré-impregnados), fabricados a partir
dos "materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono ou vidro referidos em 1C210 a. ou b.
Nota técnica:
A resina forma a matriz do composto.

Nota: Em 1C210, os "materiais fibrosos ou filamentosos" restringem-se a "monofilamentos”,
"fios", "mechas”, "bandas" ou "cabos de fibras (tows)" continuos.
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1C216 Acos maraging ndo abrangidos por 1C116, "capazes de' uma tensdo de ruptura atraccdo igual
ou superior a2 050 MPaa 293 K (20° C).

Nota: 1C216 ndo abrange formas em que todas as dimensoes lineares sejam iguais ou
inferiores a 75 mm.

Nota técnica:

A expressdo agos maraging "capazes de" aplica-se aos agos maraging antes ou depois do

tratamento térmico.

1C225 Boro enriquecido no isétopo boro-10 (*°B) de modo a apresentar uma abundancia isotépica
superior anatural, sob as seguintes formas: boro elementar, compostos e misturas com boro, e
produtos, residuos ou sucata de qualquer destes materiais.

Nota: Em 1C225, as misturas com boro incluem os materiais com adi¢do de boro.
Nota técnica:

A abunddncia isotopica natural do boro-10 é de aproximadamente 18,5% em massa (20 atomos
em cada cem).

1C226 Tungsténio, carboneto de tungsténio e ligas com mais de 90% em massa de tungsténio, com
ambas as seguintes caracteristicas:
a Em formas de simetria cilindrica oca (incluindo segmentos cilindricos) de diametro
interior compreendido entre 100 mm e 300 mm; e
b. Massa superior a 20 kg.
Nota: 1C226 ndo abrange pegas especialmente concebidas para utiliza¢do como pesos ou
colimadores de raios gama.
1C227 Calcio com ambas as seguintes caracteristicas:
a Menos de 1 000 ppm, em massa, de impurezas metélicas que ndo magnésio; e
b. Menos de 10 ppm, em massa, de boro.
1C228 Magnésio com ambas as seguintes caracteristicas:
a Menos de 200 ppm, em massa, de impurezas metélicas que ndo calcio; e
b. Menos de 10 ppm, em massa, de boro.

1C229 Bismuto com ambas as seguintes caracteristicas:

a Grau de pureza de 99,99% em massa, Ou superior; e
b. Menos de 10 ppm, em massa, de prata.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

Berilio metdlico, ligas com mais de 50%, em massa, de berilio, compostos de berilio e produtos,
residuos ou sucata destes materiais.

Nota: 1C230 ndo abrange:
a. Janelas metalicas para maquinas de raios-X ou para sondas de perfuragdo;
b. Pegas de oxidos em formas acabadas ou semi-acabadas, especialmente concebidas
para componentes electronicos ou para substratos de circuitos electronicos.
c. Berilo (silicato de berilio e aluminio) sob a forma de esmeraldas e aguas-
-marinhas.

Hafnio metdlico, ligas de hafnio com mais de 60%, em massa, de h&fnio, compostos de hafnio
com mais de 60%, em massa, de hafnio e produtos, residuos e sucata destes materiais.

Hélio-3 (*He), misturas que contenham hélio-3, e produtos ou dispositivos com qualquer destes
materiais.

Nota: 1C232 ndo abrange produtos ou dispositivos que contenham menos de 1 g de hélio-3.

Litio enriquecido no isétopo litio-6 (°Li) de modo a apresentar uma abundanciaisotdpica
superior a natural, e produtos ou dispositivos que contenham litio enriquecido, sob as seguintes
formas: litio elementar, ligas, compostos e misturas com litio, e produtos, residuos ou sucata de
qualquer destes materiais.

Nota: 1C233 ndo abrange os dosimetros de termoluminescéncia.

Nota técnica:

A abunddncia isotopica natural do litio-6 é de aproximadamente 6,5% em massa (7,5 dtomos
em cada cem).

Zirconio com um teor de hafnio inferior a1 parte de héfnio para 500 partes de zirconio, em
massa, sob as seguintes formas: metal, ligas com mais de 50%, em massa, de zirconio,
compostos de zirconio, e produtos, residuos ou sucata de qualquer destes materiais.

Nota: 1C234 ndo abrange o zirconio sob a forma de folhas de espessura igual ou inferior
a 0,10 mm.

Tritio, compostos de tritio e misturas com tritio nas quais a relacéo entre 0 nimero de atomos de
tritio e de hidrogénio exceda 1:1 000 e produtos ou dispositivos que contenham qualquer destes
materiais;

Nota: 1C235 néo abrange produtos ou dispositivos que contenham menos de 1,48 x 10° GBq
(40 Ci) de tritio.
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1C236 Radionuclideos emissores alfa com tempo de meia vida alfaigual ou superior a 10 dias, mas
inferior a 200 anos, sob as seguintes formas:
a Elementar
b. Compostos com uma actividade alfa total igual ou superior a 37 GBg/kg (1 Ci/kg);
C. Misturas com uma actividade alfa total igual ou superior a 37 GBg/kg (1 Ci/kg);
d. Produtos ou dispositivos que contenham qualquer destes materiais.
Nota: 1C236 ndo abrange produtos ou dispositivos que contenham menos de 3,7 GBq
(100 milicuries) de actividade alfa.
1C237 Ré&dio-226 (**Ra), ligas de rédio 226, compostos de ré&dio-226, misturas com rédio-226 ou
produtos ou dispositivos que contenham qualquer destes materiais,
Nota: 1C237 ndo abrange:
a. Aplicadores médicos.
b. Produtos ou dispositivos que contenham menos de 0,37GBq (10 milicuries) de
radio-226.
1C238 Trifluoreto de cloro (CIFs).
1C239 Produtos altamente explosivos, ndo especificados na Lista de Materia de Guerra, ou substancias
ou misturas com mais de 2% em massa desses explosivos, de densidade cristalina superior
a 1,8 g/cm® e com uma vel ocidade de detonacdo superior a8 000 m/s.
1C240 Pé de niquel e niquel metdlico poroso, salvo os referidos em 0C005:
a P& com ambas as seguintes caracteristicas:
1 Grau de pureza em termos de teor de niquel igual ou superior a 99,0% em massa; e
2. Granulometriamédiainferior a 10 um, medida de acordo com anorma ASTM
B 330;
b. Niquel metalico poroso produzido a partir dos materiais referidos em 1C240.a.
Nota: 1C240 ndo abrange:
a. Pos de niquel filamentoso
b. Folhas simples de niquel poroso com uma drea igual ou inferior a 1.000 cm’ cada
uma.
Nota técnica:
1C240.b. refere-se a metal poroso formado por compactagdo e sinterizagdo dos materiais
referidos em 1C240.a. por forma a obter um material metalico com poros finos interligados em
toda a estrutura.
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1C350 Produtos quimicos que podem ser utilizados como precursores de agentes quimicos téxicos, dos
seguintes tipos, bem como as "misturas quimicas” que contenham um ou varios desses produtos:
N.B.. VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA E 1C450.

Tiodiglicol (111-48-8)

Oxicloreto de fosforo (10025-87-3)

Metilfosfonato de dimetilo (756-79-6)

VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO
difluoreto de metilfosfonilo (difluor eto do acido metilfosfénico) (676-99-3)
5 Dicloreto de metilfosfonilo (dicloreto do &cido metilfosfénico) (676-97-1)

6. Fosfito de dimetilo (DMP) (868-85-9)

7. Tricloreto de fésforo (7719-12-2)
8

9

ApODPE

Fosfito de trimetilo (TMP) (121-45-9)
. Cloreto detionilo (7719-09-7)

10.  3-Hidroxi-1-metil piperidina (3554-74-3)

11.  Cloreto de N,N-diisopropil-3-aminoetilo (2-cloroetil-N,N-Diisopropilamina) (96-79-7)

12.  N,N-Diisopropil-R-aminoetanotiol (2-(N,N-Diisopropilamino)etanotiol) (5842-07-9)

13.  3-Quinuclidinol (1619-34-7)

14.  Fluoreto de potéssio (7789-23-3)

15. 2-Cloroetanol (107-07-3)

16. Dimetilamina (124-40-3)

17.  Etilfosfonato de dietilo (78-38-6)

18. N,N-Dimetilfosforamidato de dietilo (2404-03-7)

19. Fosfito de dietilo (762-04-9)

20. Cloridrato de dimetilamina (506-59-2)

21. Dicloreto de etilfosfinilo (dicloreto do &cido etilfosfonoso) (1498-40-4)

22. Dicloreto de etilfosfonilo (dicloreto do &cido etilfosfénico) (1066-50-8)

23. VERALISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO
difluoreto de etilfosfonilo (difluoreto do acido etilfosfonico) (753-98-0)

24.  Fluoreto de hidrogénio (7664-39-3)

25. Benzilato de metilo (76-89-1)

26. Dicloreto de metilfosfinilo (dicloreto do &cido metilfosfonoso) (676-83-5)

27.  N,N-Diisopropil-R-aminoetanol (2-(N,N-diisopropilamino)etanol) (96-80-0)

28.  Alcool pinacolilico (464-07-3)

29. VERALISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO
metilfosfonito de o-etil-2-diisopropilaminoetilo (QL) (57856-11-8)

30. Fosfito detrietilo (122-52-1)

31. Tricloreto de arsénio (7784-34-1)

32.  Acido benzilico (76-93-7)

33. Métilfosfonito de dietilo (15715-41-0)

34. Etilfosfonato de dimetilo (6163-75-3)

35. Difluoreto de etilfosfinilo (difluoreto do &cido etilfosfonoso) (430-78-4)

36. Difluoreto de metilfosfinilo (difluoreto do acido metilfosfonoso) (753-59-3)

37.  3-Quinuclidona (3731-38-2)
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1C350 (continuac&o)
38. Pentacloreto de fosforo (10026-13-8)
39. Pinacolona (75-97-8)
40. Cianeto de potassio (151-50-8)
41. Bifluoreto de potéssio (hidrogenodifluoreto de potéssio) (7789-29-9)
42.  Hidrogenodifluoreto de aménio ou bifluoreto de amonio (1341-49-7)
43.  Fluoreto de sodio (7681-49-4)
44. Bifluoreto de sodio (hidrogenodifluoreto de sodio) (1333-83-1)
45. Cianeto de sodio (143-33-9)
46. Trietanolamina (2,2',2"-nitrilotrisetanol) (102-71-6)
47.  Pentassulfureto de difésforo (1314-80-3)
48. Diisopropilamina (108-18-9)
49. 2-Dietilaminoetanol (dietiletanolamina) (100-37-8)
50. Sulfureto de sddio (1313-82-2)
51. Monocloreto de enxofre (10025-67-9)
52. Dicloreto de enxofre (10545-99-0)
53. Cloridrato de trietanolamina (637-39-8)
54.  Cloreto de N,N-diisopropil-R-aminoetilo naformade cloridrato (cloridrato de 2-cloroetil-
-N,N-Diisopropilamina) (4261-68-1)
55.  Acido metilfosfénico (993-13-5);
56. Metilfosfonato de dietilo (683-08-9);
57. Dicloreto de N,N-dimetilaminofosforilo (677-43-0);
58. Fosfito detriisopropilo (116-17-6);
59. Etildietanolamina (139-87-7);
60. Fosforotionato de O,O-dietilo (2465-65-8);
61. Fosforoditioato de O,0-dietilo (298-06-6);
62. Hexafluorosilicato de sodio (16893-85-9);
63. Dicloreto metilfosfonotioico (676-98-2);
Nota I: Para as exportacoes para os "Estados ndo Parte na Convengdo Sobre as Armas
Quimicas", 1C350 ndo abrange as "misturas quimicas" contendo uma ou varias
das substdncias quimicas especificadas nas entradas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13,
17,18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 ¢ 63 em
que nenhuma substancia tomada isoladamente constitua mais de 10% em peso da
mistura.
Nota 2: Para as exportacoes para os "Estados ndo Parte na Convengdo Sobre as Armas
Quimicas", 1C350 ndo abrange as "misturas quimicas" contendo uma ou varias
das substdncias quimicas especificadas nas entradas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13,
17,18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 ¢ 63 em
que nenhuma substancia tomada isoladamente constitua mais de 30% em peso da
mistura.
Nota 3: 1C350 nao abrange as "misturas quimicas" contendo uma ou varias das
substdncias quimicas especificadas nas entradas 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14,
5, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48,
.49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 e 62 em que nenhuma substancia tomada
isoladamente constitua mais de 30% em peso da mistura.
Nota 4: 1C350 nao abrange produtos identificados como bens de consumo acondicionados
para venda a retalho para uso pessoal ou acondicionados para uso pessoal.
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1C351 Agentes patogénicos para o homem, zoonoses e "toxinas':

a Virus de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob aformade "culturas
vivasisoladas', quer sob aforma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente
inoculadas ou contaminadas com culturas vivas:

1. Virus Chikungunya

2. Virus dafebre hemorragica da Crimeia-Congo

3. Virus dadengue

4, Virus da encefalite equinado Leste

5. Virus de Ebola

7. Virus de Junin

8. Virus dafebre de Lassa

9.  Virusdacoriomeningite linfocitica

10. Virus de Machupo

11.  Virusde Marburgo

12.  Virusdavariolasimia

13. Virusdafebre do vae do Rift

14. Virus daencefalite da carraca (virus da encefalite verno-estival da RUssia)

15. Virusdavariola

16. Virusdaencefalite equinavenezuelana

17.  Virusdaencefalite equinado Oeste

18. Virusdo aastrim

19. Virusdafebre amarela

20. Virusdaencefaite japonesa

21. Virus dadoenca dafloresta de Kyasanur

22.  Virus daencefalomielite ovina (loupingill)

23. Virusdaencefaite de Murray Valley

24.  Virus dafebre hemorragica de Omsk

25. Virusdafebre do Oropouche

26. Virus dadoenca de Powassan

27. VirusRocio

28. Virusdaencefalitede St. Louis

29. Virus Hendra (morbilivirus equino)

30. Virus dafebre hemorragica sul-americana (Sabia, Flexal, Guanarito);

31. Virus das febres hemorrégicas com sindroma pulmonar e renal (Sedl, Dobrava,
Puumala, Sem Nome)

32. VirusNipah.

b. Rickettsias de ocorréncia natural, melhoradas ou modificadas, quer sob aformade
"culturas vivas isoladas", quer sob aformade matérias, incluindo matérias vivas,
deliberadamente inocul adas ou contaminadas com culturas vivas:

1. Coxiella burnetii
2. Rickettsia quintana
3. Rickettsia prowasecki
4 Rickettsia rickettsii
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1C351 (continuac&o)

C. Bactérias de ocorréncia natural, melhoradas ou modificadas, quer sob aformade
"culturas vivasisoladas", quer sob aforma de matérias, incluindo matérias vivas,
deliberadamente inocul adas ou contaminadas com culturas vivas:

1 Bacillus anthracis

2 Brucella abortus

3 Brucella melitensis

4, Brucella suis

5. Chlamydia psittaci

6 Clostridium botulinum

7 Francisella tularensis

8 Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.  Salmonella typhi

11.  Shigella dysenteriae

12.  Vibrio cholerae

13.  Yersinia pestis

14. Tipos produtores datoxina clostridium perfringens epsilon

15.  Escherichia coli enterohemorrégica serotipo 0157 e outros serotipos produtores de
verotoxina.

d. "Toxinas' e respectivas "subunidades de toxina':

1 Toxinas de botulinum
2 Toxinas do clostridium perfringens
3 Conotoxina
4, Ricino
5. Saxitoxina
6 Toxina de Shiga
7 Toxinas do staphylococcus aureus
8 Tetrodotoxina
9. Verotoxina e proteinas tipo shiga destruidoras dos ribossomas
10. Microcistina (Cianoginosina)
11. Aflatoxinas
12.  Abrina
13. Toxinadacolera
14. Diacetoxiscirpenol
15. ToxinaT-2
16. ToxinaHT-2
17. Modecina
18. Volkensina
19.  Viscum album lectina (viscumina)
Nota: 1C351.d. ndao abrange as toxinas ou conotoxinas de botulinum sob a forma
de produtos que satisfacam todos os seguintes critérios:
1. Serem formulas farmacéuticas para administra¢do a seres humanos no
tratamento de doencas;
2. Serem pré-embalados para distribui¢do como medicamentos;
3. Poderem ser comercializados como medicamentos, com autorizacdo de uma
entidade oficial competente

e Bactérias de ocorréncia natural, melhoradas ou modificadas, quer sob aformade
"culturas vivasisoladas", quer sob aformade matérias, incluindo matérias vivas,
deliberadamente inocul adas ou contaminadas com culturas vivas:

1 Coccidioidesimmits;
2. Coccidioides posadasii.
Nota: 1C351 nao abrange as "vacinas" nem as "imunotoxinas”.
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1C352

Agentes patogénicos para 0os animais:

a Virus, de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob aforma de "culturas
vivasisoladas', quer sob aformade matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente
inoculadas ou contaminadas com culturas vivas.

1
2.

Virus da peste suina africana;
Virus dagripe avidria:
a N&o caracterizados; ou
b. Virus de elevada patogenicidade definidos como tal na Directiva 92/40/CEE
(JOL 167 de22.6.1992, p. 1):
1. Virusdotipo A com indice de patogenicidade intravenosa (1VPI)
superior a 1,2 em frangos com 6 semanas; ou
2. Subtipos H5 ou H7 de virus do tipo A relativamente aos quais a
sequenciagdo de nucledtidos tenha revelado a presenca de multiplos
aminoéacidos béasicos no local de clivagem da hemaglutinina.
Virus dalingua azul;
Virus dafebre aftosa;
Virus davariola capring;
Virus do herpes porcino (doenca de Aujeszky);
Virus da peste suina (virus da célera suina);
Virusdaraiva
Virus da doenca de Newcastle;
Virus da peste dos pequenos ruminantes;
Enterovirus porcino do tipo 9 (virus da doenca vesicular do porco);
Virus da peste boving;
Virus davariolaoving;
Virus da doenca de Teschen;
Virus da estomatite vesicular;
Virus da"lumpy skin"
Virus dafebre do cavalo africano

b. Mycoplasma mycoides, de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob a
formade "culturas vivasisoladas', quer sob aforma de matérias, incluindo matérias
vivas, deliberadamente inocul adas ou contaminadas com culturas vivas.

Nota: 1C352 ndo abrange as "vacinas".
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1C353 Elementos genéticos e organismos geneticamente modificados:

a Organismos geneticamente modificados ou el ementos genéticos que contenham
sequéncias de écidos nucleicos associadas a patogenicidade e sejam obtidos a partir dos
organismos referidos em 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e, 1C352 ou 1C354;

b. Organismos geneticamente modificados ou el ementos genéticos que contenham
seguéncias de écidos nucleicos que codifiquem qualquer das "toxinas' referidas em
1C351.d. ou respectivas "subunidades de toxina'.

Notas técnicas:

1. Os elementos genéticos incluem, nomeadamente, cromossomas, genomas, plasmideos,
transposdes e vectores, geneticamente modificados ou ndo.
2. As sequéncias de dcidos nucleicos associadas a patogenicidade de quaisquer dos micro-

organismos indicados em 1C351.a., 1C351.b., IC351.c., IC351.e., 1C352 ou 1C354

significam qualquer sequéncia especifica do micro-organismo indicado que:

a. Por si mesma ou através dos seus produtos transcritos ou transpostos apresente
um risco significativo para a saude humana, animal ou vegetal; ou que
b. Possua a capacidade reconhecida de reforgar a actividade de um micro-organismo

especifico, ou de qualquer outro organismo em que possa ser inserido, ou
integrado por outros processos, por forma a provocar sérios danos a saude
humana, animal ou vegetal.

Nota: IC353 ndo abrange as sequéncias de dacidos nucleicos associadas a patogenicidade da
Escherichia coli enterohemorragica, serotipo 0157 e de outras estirpes produtoras de
verotoxina, com excep¢do das que codifiquem a verotoxina ou as suas subunidades.

1C354 Agentes patogénicos para as plantas:

a Virus de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob a forma de "culturas
vivas isoladas’, quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente
inoculadas ou contaminadas com culturas vivas.

1 Potato Andean latent tymovirus;
2. Potato spindle tuber viroid;

b. Bactérias, de ocorréncia natural, melhoradas ou modificadas, quer sob aformade
"culturas vivas isoladas', quer sob aforma de matérias deliberadamente inocul adas ou
contaminadas com culturas vivas.

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestri pv. citri (incluindo as estirpes designadas por
Xanthomonas campestri pv. citri tipos A, B, C, D e E ou de qualquer forma
classificadas Xanthomonas citri), Xanthomonas campestri pv. aurantifolia ou
Xanthomonas campestri pv. citrumelo;,

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4, Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis
subsp. Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum Races 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 e 3 ou
Burkholderia solanacearum Races 2 e 3);
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1C354 (continuac&o)

C. Fungos, de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob aforma de "culturas
vivasisoladas', quer sob aforma de matérias deliberadamente inoculadas ou
contaminadas com culturas vivas:

oukbwbdE

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),
Microcyclus ulei (SinGnimo: Dothidella ulei);

Puccinia graminis (SNONiIMO: Puccinia graminis f. sp. tritici);
Puccinia striiformis (Sinénimo: Puccinia glumarum),
Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1C450 Produtos quimicos toxicos e precursores de produtos quimicos toxicos:
NB: VER TAMBEM 1C350, 1C351.d E A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.

a Produtos quimicos toxicos:

1 Amitéo: 0,0-dietilo S[2-(dietilamino) etilo] fosforotiolato (78-53-5) e
correspondentes sais alquilados e protonados,
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2(trifluorometil) —1-propeno (382-21-8);
3. VERALISTA DE MATERIAL DE GUERRA PARA
BZ: benzilato de 3-quinoclidinilo (6581-06-2);
Fosgénio: dicloreto de carbonilo (75-44-5);

Cianeto de hidrogénio (74-90-8);

4.
5. Cloreto de cianogénio (506-77-4);
6
7

Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2);

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4.

Para as exportagoes para os "Estados ndao Parte na Convengdo Sobre as
Armas Quimicas”, 1C450 ndo abrange as "misturas quimicas" contendo
uma ou varias das substancias quimicas especificadas nas

entradas 1C450.a.1. e .a.2. em que nenhuma substancia tomada
isoladamente constitua mais de 1% em peso da mistura.

Para as exportagoes para os "Estados ndo Parte na Convengdo Sobre as
Armas Quimicas”, 1C450 ndo abrange as "misturas quimicas" contendo
uma ou varias das substancias quimicas especificadas nas

entradas 1C450.a.1. e .a.2 em que nenhuma substancia tomada
isoladamente constitua mais de 30% em peso da mistura.

1C450 nao abrange as "misturas quimicas" contendo uma ou varias das
substdncias quimicas especificadas nas entradas 1C450.a.4., .a.5., .a.6. e
.a.7. em que nenhuma substancia tomada isoladamente constitua mais
de 30% em peso da mistura.

1C450 ndao abrange produtos identificados como bens de consumo
acondicionados para venda a retalho para uso pessoal ou acondicionados
para uso pessoal.
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1C450

(continuac&o)

b.

Produtos quimicos tOxicos precursores:

1

Produtos quimicos, com excepcao dos especificados na Lista de Material de Guerra
ou em 1C350, que contenham um aomo de fésforo ligado a um grupo metilo, etilo
ou propilo (normal ou iso) mas sem outros atomas de carbono;
Nota: 1C450.b.1 ndo abrange os Fonofos: etilfosfonotiolotionato de O-etilo e de S-
~fenilo (944-22-9)
Dihalogenetos fosforamidicos N,N-dialquilo [metil, etil, ou propil (normal ou iso)]
com excepcdo do dicloreto de N,N-dimetilaminofosforilo;
N.B.: Ver 1C350.57 para o dicloreto de N,N dimetilaminofosforilo
N, N-dialquilo [metil, etil ou propil (normal ou iso)] fosforamidatos de dialquilo
[metil, etil ou propil (normal ou iso)], com excepcao do N,N-dimetilfosforamidato
de dietilo, que é especificado em 1C350;
Cloretos de N,N-dialquilo [metil, etil ou propil (normal ou iso)] —2-aminoetilo e
sais protonados correspondentes, com excepcao do cloreto de N,N-diisopropil-
-(beta) —aminoetilo ou cloreto de N,N-diisopropil-(beta) —aminoetilo naformade
cloridrato, que sdo especificados em 1C350;
N,N-dialquilo [metil, etil ou propil (normal ou iso)] —2-aminoetandis e
correspondentes sais protonados, com excepcdo do N,N-diisopropil-(beta) —
aminoetanol (96-80-0) e N,N-dietilaminoetanol (100-37-8), que sdo especificados
em 1C350;
Nota: 1C450.b.5 ndo abrange:

a. N,N-dimetilaminoetanol (108-01-0) e correspondentes sais

protonados,

b. Sais protonados de N,N-dietilaminoetanol (100-37-8);
N,N-dialquilo [metil, etil ou propil (hnormal ou iso)] —2-aminoetanotidis e
correspondentes sais protonados, com excepcdo do N,N-diisopropil-(beta) —
aminoetanotiol, que é especificado em 1C350;
Ver 1C350 para a etildietanolamina (139-87-7);
Metildietanolamina (105-59-9).

Nota I: Para as exportagoes para os "Estados ndo Parte na Convengdo Sobre

Armas Quimicas", 1C450 ndao abrange "misturas quimicas" que contenham
uma ou mais das substancias quimicas especificadas nos pontos 1C450.b.1.,
.b.2.,.b.3., .b 4., .b.5 e.b.6. em que nenhuma substancia tomada
isoladamente constitua mais de 10% em peso da mistura.

Nota 2: Para as exportagoes para os "Estados Parte na Convengdo Sobre Armas

Quimicas", 1C450 ndo abrange "misturas quimicas" que contenham uma ou
mais das substdncias quimicas especificadas nos pontos 1C450.b.1., .b.2.,
.b.3.,.b.4., .b.5. e .b.6. em que nenhuma substincia tomada isoladamente
constitua mais de 30% em peso da mistura.

Nota 3: 1C450 ndo abrange "misturas quimicas" que contenham uma ou mais das

substdncias quimicas especificadas nos pontos 1C450.b.7., e .b.8. em que
nenhuma substancia tomada isoladamente constitua mais de 30% em peso
da mistura.

Nota 4: 1C450 nao abrange os produtos identificados como bens de consumo

acondicionados para venda a retalho para uso pessoal ou acondicionados
para uso pessoal.

ANEXO |

67



1D

Suportes|égicos

1D001 "Suportes 16gicos" especia mente concebidos ou modificados para o0 " desenvolvimento",
"producao” ou "utilizacdo" dos bens referidos em 1B001 a 1B003.

1D002 "Suportes |6gicos' para o "desenvolvimento" de laminados ou "compésitos' com "matriz"
organica, metélica ou de carbono.

1D003 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos ou modificados para permitir que equi pamentos
desempenhem as fungdes do equipamento referido em 1A004.c.

1D101 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos ou modificados paraa "utilizacdo" dos bens
referidosem 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ou 1B119.

1D103 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos para a andise de paréametros de deteccéo
reduzidos, como a reflectividade ao radar e as assinaturas no ultravioleta/infravermelho e
acusticas.

1D201 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos paraa "utilizagdo" dos bens referidos em 1B201.

1E Tecnologia

1E001 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou
"producao” dos equipamentos ou materiais referidos em 1A001.b., 1A001.c., 1A002 a 1A005,
1B ou 1C.

1E002 Outras "tecnologias':
a "Tecnologia' para o "desenvolvimento" ou "producdo” de polibenzotiazolos ou de

polibenzoxazolos;
b. "Tecnologia' para o "desenvolvimento" ou "producao” de compostos fluoroel astomeros
com pelo menos um mondmero de viniléter;
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1E002

1E101

1E102

(continuacéo)

"Tecnologid' paraa concepgdo ou "producdo” dos materiais de base ou dos materiais
ceramicos ndo "compdsitos” a seguir enumerados:

1 Materiais de base com todas as seguintes caracteristicas:

a Qualquer das seguintes composi¢oes:

1 Oxidos de zircénio simples ou complexos e 6xidos de silicio ou de
aluminio complexos;
Nitretos de boro simples (formas cristalinas cubicas);
Carbonetos de silicio ou de boro simples ou complexos; ou

4. Nitretos de silicio simples ou complexos;

b. Um total de impurezas metdlicas, excluindo aditivos intencional mente

incorporados, inferior a:

1. 1 000 ppm, no caso dos 6xidos ou carbonetos simples; ou

2. 5 000 ppm, no caso dos compostos complexos e dos nitretos simples; e

C. Constituidos por:

1 Oxido de zircénio com uma granulometria médiaigual ou inferior a1l um
e ndo mais de 10% das particulas com dimensdes superiores a5 pum;

2. Outros materiais de base com granulometria médiaigual ou inferior
a5 pum e ndo mais de 10% das particulas com dimensdes superiores
al10pum; ou

3. Com todas as seguintes caracteristicas:

a Plaguetas com uma relagdo comprimento/espessura superior a5;

b. Cristais capilares (whiskers) com umarelacéo
comprimento/didmetro superior a 10, para didmetros inferiores
azum; e

C. Fibras continuas ou cortadas com didmetros inferiores a 10 pum;

2.
3.

2. Materiais ceramicos ndo "compdsitos' constituidos por materiais referidos em
1E002.c.1;
Nota: 1E002.c.2 ndo abrange a "tecnologia” para a concep¢do ou produgdo de
abrasivos.

"Tecnologia' paraa"producdo” de fibras de poliamidas arométicas;
"Tecnologid' paraainstalacdo, manutencao ou reparacdo dos materiais referidos em 1C001;

"Tecnologid' para areparacdo das estruturas, laminados ou materiais "compositos' referidos

em 1A 002, 1C007.c. ou 1C007.d.

Nota: 1E002.f ndo abrange a "tecnologia” para a reparagdo de estruturas de "aeronaves
civis" que recorram a "materiais fibrosos ou filamentosos" e a resinas epoxidicas,
descritas nos manuais dos fabricantes de aeronaves.

'Bibliotecas (bases de dados técnicos paramétricos)' especia mente concebidas ou modificadas
para permitir que equipamentos desempenhem as fungdes do equipamento referido em
1A004.c.

Nota técnica:

Para efeitos de 1E002.g., o termo 'biblioteca (base de dados técnicos paramétricos)’ significa
um conjunto de informagoes técnicas de cardcter militar, cuja consulta permite alterar as
caracteristicas dos equipamentos ou sistemas militares por forma a aumentar o seu
rendimento.

"Tecnologia®, na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraautilizacdo" dos bens referidos em
1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 a1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 a1C118, 1D101
ou 1D103.

"Tecnologid', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para 0 "desenvolvimento” dos "suportes
l6gicos’ referidos em 1D001, 1D101 ou 1D103.
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1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

"Tecnologia' para aregulacdo datemperatura, da pressdo ou da atmosfera em autoclaves ou
hidroclaves utilizados na " producdo” de materiais "compdsitos' ou de materiais "compadsitos'
parcialmente transformados.

"Tecnologia' para aproducdo de materiais obtidos por processos piroliticos, formados em

moldes, mandris ou outros substratos, a partir de gases precursores que se decomponham

entre 1 573 K (1 300°C) e 3173 K (2 900°C), sob pressdes de 130 Pa a 20 kPa.

Nota: 1E104 abrange a "tecnologia" utilizada na composi¢do de gases precursores, e os
programas e parametros de comando de caudais e de processos.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizagdo" dos bens referidos
em 1A002, 1A202, 1A225 a1A227, 1B201, 1B225 a 1B233, 1C002.b.3. ou b.4., 1C010.b.,
1C202, 1C210, 1C216, 1C225 a 1C240 ou 1D201.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou
"producao” dos bens referidos em 1A202 ou 1A225 a 1A227.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para 0 "desenvolvimento" dos
"suportes |6gicos' referidos em 1D201.
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CATEGORIA 2-TRATAMENTO DE MATERIAIS

2A Equipamentas, conjuntos e componentes
NOTA: Para chumaceiras de regime regular, ver a Lista de Material de Guerra.
2A001 Chumaceiras antifricgéo e sistemas de chumaceiras ou rolamentos e respectivos componentes:
Nota: 24001 ndo abrange as esferas com tolerdncias especificadas pelo fabricante como
sendo de grau 5 ou piores, de acordo com a norma ISO 3290.

a Rolamentos de esferas ou rolamentos de rol os macicos com todas as tolerancias de fabrico
de acordo com a SO 492 Classe de Tolerancia 4 (ou com as normas ANSI/ABMA Std 20,
Classe de Toleréncia ABEC-7 ou RBEC-7, ou outras normas hacionais equivalentes) ou
superiores, e em que tanto os anéis como os el ementos de rolamento (ISO 5593) sgjam de
monel ou de berilio;

Nota: 24A001.a. ndo abrange os rolamentos de rolos conicos.

b. Outros rolamentos de esferas ou rolamentos de rolos macicos com todas as toleréncias de
fabrico de acordo com anorma SO 492, Classe de Tolerancia 2 (ou com as normas
ANSI/ABMA Std 20, Classe de Tolerancia ABEC-9 ou RBEC-9, ou outras normas
nacionais equivalentes).

Nota: 24001.b. ndo abrange os rolamentos de rolos conicos.

C. Sistemas de chumaceiras magnéticas activas que utilizem:

1 Materiais com densidades de fluxo iguais ou superioresa2.0 T eumaresisténcia
limite superior a414 MPa; ou

2. Actuadores 3D totalmente el ectromagnéti cos com polarizacdo homopolar; ou

3 Sensores de posicéo de altatemperatura (450 K (177°C) ou mais).

2A225 Cadinhos de materiais resistentes aos metais actinideos liquidos:
a Cadinhos com ambas as seguintes caracteristicas:

1. Volume compreendido entre 150 cm® e 8.000 cm®; e

2. Fabricados ou revestidos de um dos seguintes materiais, com um grau de pureza
igual ou superior a 98% em massa:
a Fluoreto de célcio (CaF);
b. Zirconato de calcio (metazirconato de calcio) (CazrOy);
C. Sulfureto de cério (CeSy);
d. Oxido de érbio (érbia) (Er,0s);
e.  Oxido dehéfnio (hafnia) (HfO.);
f.  Oxido de magnésio (MgO);
g. Liga nitretada de ni6bi o-titénio-tungsténio (aproximadamente 50% de Nb,

30% de Ti e 20% de W);
h.  Oxido deitrio (itria) (Y»Os); ou
i Oxido de zirconio (zirconia) (ZrO,);
b. Cadinhos com ambas as seguintes caracteristicas:

1. Volume compreendido entre 50 cm® e 2.000 cm® e

2. Fabricados ou revestidos de tantalo, com um grau de purezaigual ou superior
a99,9% em massa;
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2A225 (continuacéo)
C. Cadinhos com as seguintes caracteristicas.
1. Volume compreendido entre 50 cm® e 2.000 cm®;
2. Fabricados ou revestidos de tantalo, com um grau de purezaigual ou superior a 98%
em massa; e
3. Revestidos de carboneto, nitreto ou boreto de tantalo ou de combinacdes destes
COMpOostos.
2A226 Valvulas com todas as seguintes caracteristicas:

a Uma‘dimensdo nomina’ igua ou superior a5 mm;

b. Empanque defole; e

C. Totalmente fabricadas ou revestidas de aluminio, liga de aluminio, niquel ou liga de niquel
com mais de 60% em massa de niquel.

Nota técnica:

No caso das valvulas com diametros de entrada e de saida diferentes, a "dimensdo nominal" em

24226 refere-se ao didmetro menor.

2B Equipamentos de ensaio, de inspeccdo e de producdo

Notas técnicas:

1. Os eixos secunddrios de contorno paralelo, (por exemplo, o eixo w nas mandriladoras
horizontais ou um eixo de rotagdo secundario cuja linha de centro seja paralela ao eixo de
rotagdo primario), ndo sdo contabilizados no numero total de eixos de contorno. Os eixos
de rotagdo ndo tém necessariamente de rodar a 360° e podem ser accionados por
dispositivos lineares, (por exemplo, um parafuso ou um sistema de pinhdo e cremalheira).

2. Para efeitos do ponto 2B, o numero de eixos que podem ser coordenados em simultaneo
para o "controlo de contorno" é o numero de eixos ao longo ou em torno dos quais,
durante o processamento da pega, sdo executados movimentos simultaneos e
interrelacionados entre a pega e a ferramenta, e que ndo inclui quaisquer eixos adicionais
ao longo ou em torno dos quais sejam executados outros movimentos relativos dentro da
mdquina, tais como:

a. Sistemas de ajuste da posi¢do da mo nas rectificadoras

b. Eixos rotativos paralelos destinados a montagem de pecas separadas

c. Eixos rotativos colineares destinados a manipulagdo da mesma pe¢a mantendo-a
numa brecha por extremidades diferentes.

3. A nomenclatura dos eixos deve estar de acordo com a norma internacional 1SO 841,
"Numerical Control Machines — Axis and Motion Nomenclature" (mdquinas de controlo
numeérico — nomenclatura dos eixos e dos movimentos).

4. Para efeitos de 2B001 a 2B009, os "fusos basculantes" contam como eixos rotativos.
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2B Notas técnicas (continuagao)

5. No caso dos modelos de maquinas-ferramentas podem usar-se niveis de precisdo de
posicionamento declarada deduzidos de medicoes efectuadas de acordo com a 1SO 230/2
(1988)* ou com normas nacionais equivalentes, em vez de ensaios individuais. Por
"precisdo de posicionamento declarada" entende-se o valor da precisdo transmitido as
autoridades competentes do Estado-Membro onde o exportador esta estabelecido como
sendo representativo da precisdo de um modelo de maquina-ferramenta.

Determinacdo dos Valores Declarados

a. Seleccionam-se cinco mdquinas de um modelo a avaliar;

b. Procede-se a medicdo da precisdo do eixo linear de acordo com a ISO 230/2
(1988)*;

C. Determinam-se os valores A de cada eixo de cada maquina. O método para calcular
o valor A é descrito na norma ISO;

d. Determina-se o valor médio do valor A de cada eixo. Este valor médio A passa a ser
o valor declarado de cada eixo do modelo (Ax Ay...);

e. Dado que a lista da Categoria 2 se refere a cada eixo linear, havera tantos valores
declarados quantos os eixos lineares;

f Se qualquer eixo de um modelo de maquina ndo abrangido pelos pontos 2B001.a
a 2B001.c ou 2B201 tiver uma precisdo declarada A de 6 um, ou melhor, para as
rectificadoras e de 8 um, ou melhor, para as fresadoras e os tornos, deverd ser
solicitado ao fabricante que reitere o nivel de precisdo de dezoito em dezoito meses.

2B001 Méguinas—ferramentas e suas combinagdes para a remocao ou corte de metais ou de materiais

ceradmicos ou compdsitos que, de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante, possam ser
equipadas com dispositivos electronicos de " controlo numérico”, e componentes especialmente
concebidos para as mesmas:

N.B. VER TAMBEM 2B201.

Nota I:

Nota 2:

Nota 3:

2B001 ndo abrange as maquinas-ferramentas para fins especiais destinadas
exclusivamente ao fabrico de engrenagens. Para este tipo de maquinas, ver 2B003.
2B001 ndo abrange as maquinas-ferramentas para fins especiais destinadas
exclusivamente ao fabrico de:

a. Veios de manivelas ou veios de excéntricos;
b. Ferramentas ou ferros de corte;

c. Sem-fins para extrusoras;

d. Pegas de joalharia gravadas ou facetadas.

As mdquinas-ferramentas que possuam pelo menos duas das trés capacidades — de
tornear, fresar ou rectificar — (por exemplo, um torno com capacidade para fresar)
devem ser avaliadas relativamente a cada uma das alineas — a, b ou ¢ — aplicaveis

do ponto 2B001.

a M aguinas—ferramentas para tornear, com todas as seguintes caracteristicas:

1

2.

Preciso de posicionamento em qualquer eixo linear com "todas as compensacoes
disponiveis' igua ou inferior a (melhor que) 6 um de acordo com a SO 230/2

(1988) *ou com normas nacionais equivalentes; e

Doisou mais eixos que possam ser coordenados simultaneamente para o "controlo de
contorno™;

Nota: 2B001.a. ndo abrange os tornos especialmente concebidos para a produgdo de

lentes de contacto com as seguintes caracateristicas:

1. Controlador do torno limitado a utilizag¢do de suportes logicos de base
oftalmoldgica para a introdugdo de dados relativos a programacdo de pega, e

2. Sem torneamento a vdcuo.

1

Os fabricantes que calculam a precisdo de posicionamento de acordo com a SO 230/2 (1997) dever&o

consultar as autoridades competentes do Estado-Membro onde estéo estabel ecidos.
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2B001 (continuacéo)

b. M aquinas-ferramentas para fresar, com uma das seguintes caracteristicas:
1.  Ambas as seguintes caracteristicas.
a Precisdo de posicionamento em quaquer eixo linear com "todas as
compensactes disponiveis' igua ou inferior a(melhor que) 6 um de acordo
com alS0 230/2 (1988) 2 ou com normas nacionais equivalentes; e
b. Trés eixos lineares mais um eixo de rotacdo que possam ser coordenados
simultaneamente para o "controlo de contorno”;
2. Cinco ou mais eixos que possam ser coordenados simultaneamente para o "controlo
de contorno”; ou
3. Precis8o de posicionamento em qualquer eixo linear, no caso das mandriladoras por
coordenadas, com "todas as compensacies disponiveis', igua ou inferior a (melhor
que) 4 um de acordo com a | SO 230/2 (1988) * ou com Normas nacionais
equivalentes,ou
4, Maquinas de corte de volante com todas as seguintes caracteristicas:
a "excentricidade" e "desalinhamento” do fuso inferiores a (melhores que) 0,004
mMMTIR; e
b. Desvio angular do movimento do carro (desvio de direccéo, inclinacdo
longitudinal einclinacdo transversal) inferior a(melhor que) 2 segundos de
arco, TIR, num percurso de 300 mm.

C. Méquinas-ferramentas para rectificar, com uma das seguintes caracteristicas.
1.  Ambas as seguintes caracteristicas.
a Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear, com "todas as
compensactes disponiveis', igual ou inferior a(melhor que) 4 um de acordo
com alS0 230/2 (1988) * ou com normas nacionais equiva entes; e
b. Trés ou mais eixos que possam ser coordenados simultaneamente para o
"controlo de contorno"; ou
2. Cinco ou mais eixos que possam ser coordenados simultaneamente para o "controlo

de contorno";
Nota: 2B001.c. ndo abrange as seguintes rectificadoras:

1. Rectificadoras cilindricas de exteriores, de interiores ou de exteriores e
interiores com todas as seguintes caracteristicas:
a. Estarem limitadas a rectificagdo cilindrica, e
b. S6 poderem maquinar pegas de didmetro ou comprimento ndo

superiores a 150 mm;
2. Maquinas especialmente concebidas como rectificadoras por

coordenadas que ndo tenham um eixo z ou um eixo w, com uma
exactiddo de posicionamento com "todas as compensagoes disponiveis"”
inferiores a (melhores) do que 4 mm de acordo com a 1SO 230/2 (1988)
1 ou normas nacionais equivalentes.

3. Rectificadoras de superficies.

! Os fabricantes que calculam a precisdo de posicionamento de acordo com a SO 230/2 (1997) dever&o

consultar as autoridades competentes do Estado-Membro onde estéo estabel ecidos.
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2B001 (continuacéo)

d. Mé&quinas de electroerosdo (EDM) ndo por fio com dois ou mais eixos de rotagdo que
possam ser coordenados simultaneamente para o " controlo de contorno”;

e Méguinas—ferramentas para remover metais ou materiais cerdmicos ou compdsitos com
todas as seguintes caracteristicas:

1 Remocdo de material por qualgquer dos seguintes meios:
a Jactos de &gua ou de outros liquidos, incluindo as que utilizam aditivos
abrasivos;
b. Feixes de el ectrbes; ou
(o Feixesde"laser"; e
2. Com dois ou mais eixos de rotagdo que:
a Possam ser coordenados simultaneamente para o0 "control o de contorno”; e
b. Tenham uma precisdo de posicionamento inferior a (melhor que) 0,003°.

f. Fresadoras e tornos modificados para abertura de furos profundos, com capacidade para
perfurar a profundidades méximas superiores a 5.000 mm, e componentes especia mente
concebidos para 0s mesmos.

2B002 M aquinas-ferramentas de acabamento Optico, com controlo numérico, equipadas para produzir
superficies pticas ndo-esféricas com as seguintes caracteristicas.

a Permitam obter um acabamento inferior a (melhor do que) 1.0 um; ou

b. Permitam obter um acabamento com uma rugosidade inferior a (melhor do que)

100 nm rms.

C. Com trés ou mais eixos que possam ser coordenados simultaneamente para " controlo de
contorno"; e

d. Utilizem qual quer dos processos seguintes:

1. Acabamento magnetoreol 6gico (MRF);
2. Acabamento eectroreoldgico (‘'ERF'); ou
3. Acabamento por feixe de particulas energéticas.

Nota técnica:

Para efeitos de 2B002, por '"MRF' entende-se um processo de remog¢do de material que utiliza um

Sfluido magnético abrasivo de viscosidade controlada por um campo magnético. Por 'ERF’

entende-se um processo de remog¢do de material que utiliza um fluido abrasivo de viscosidade

controlada por um campo eléctrico. O 'acabamento por feixe de particulas energéticas’ utiliza

Plasmas de Atomos Reactivos ou feixes de ibes para a remo¢do de material de forma selectiva.

2B003 Maquinas-ferramentas com "controlo numérico” ou manuais, especialmente concebidas para
talhar, acabar, rectificar ou polir engrenagens de dentes rectos, helicoidais e helicoidais duplas

endurecidas (R. = 40 ou mais) com um didmetro da circunferéncia primitiva superior a 1250 mm e

uma largura de dente igual a 15% ou mais do didmetro da circunferéncia primitiva, com

acabamento de qualidade AGMA 14 ou superior (equivalente a classe 3 danorma SO 1328).
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2B004 "Prensas isostéticas’ a quente com todas as seguintes caracteristicas e componentes e acessorios
especialmente concebidos para essas prensas:
N.B.: VER TAMBEM 2B104 E 2B204.

a Com ambiente térmico controlado na cavidade fechada e uma cédmara de trabalho de
didmetro interior igual ou superior a406 mm; e
b. Uma das seguintes caracteristicas:
1 Pressdo maxima de trabalho superior a207 MPa;
2. Ambiente térmico controlado superior a1773 K (1500°C); ou
3. Meios que possibilitem aimpregnacdo com hidrocarbonetos e aremocéo dos
produtos gasosos resultantes da sua degradacéo;

Nota técnica:

A dimensdo interior da camara ¢ a da camara em que se atingem a temperatura e a pressdo de

trabalho, e ndo inclui os acessorios. Esta dimensdo sera a menor de duas dimensées, — o

diametro interior da camara de pressdo e o didmetro interior da cdmara isolada do forno, —

dependendo de qual das duas camaras esteja localizada no interior da outra.

NOTA: No que se refere a0S cunhos, matrizes e ferramentas especialmente concebidos,
ver 1B003, 9B009 e a Lista de Material de Guerra.

2B005 Equipamentos especial mente concebidos para a deposi¢cdo, tratamento e controlo durante o
processo de recobrimentos, revestimentos e modificac6es de superficies inorganicos, para
aplicacdo em substratos ndo el ectronicos pel os processos descritos no quadro que se segue a0
ponto 2E003.f. e nas notas subsequentes, bem como componentes automati zados de
movimentagdo, posicionamento, manipulacdo e controlo especial mente concebidos para esses
equipamentos:

a Equipamentos de producdo para deposicéo em fase vapor por processo quimico (CVD) com
todas as seguintes caracteristicas:
N.B.: VER TAMBEM 2B105
1 M odificados para aplicaco de um dos seguintes processos.
a Deposicao em fase vapor, por processo quimico, pulsante;
b. Deposi¢ao térmica com nucleagdo controlada (CNTD); ou
C. Deposicéo em fase vapor, por processo quimico, activada ou assistida por
plasma; e
2. Uma das seguintes caracteristicas:
a Vedantes rotativos para ato vacuo (igual ou inferior a0,01 Pa);
ou
b. Controlo in situ da espessura do revestimento;

b. Equipamentos de producéo paraimplantacéo idnica, com feixes de intensidade de corrente
igua ou superior a5 mA;

C. Equipamentos de producdo para deposicéo em fase vapor por processo fisico com feixe de

electrbes (EB—PV D), equipados com sistemas de poténcia dimensionados para mais

de 80 kW, com uma das seguintes caracteristicas:

1 Um sistema de controlo por "laser" do nivel do banho liquido que regule com
precisdo a vel ocidade de avanco dos lingotes; ou

2. Um monitor controlado por computador, funcionando com base no principio da
fotoluminescéncia dos &omos ionizados na corrente evaporada, para controlar a
vel ocidade de deposicéo de revestimentos que contenham dois ou mais elementos,
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2B005 (continuacéo)

d. Equipamentos de produgéo para pulverizagdo por plasma, com uma das seguintes

caracteristicas:

1 Funcionamento em atmosfera controlada a pressdo reduzida (igual ou inferior
a 10 kPa, sendo a medi¢do efectuada acima e ando mais de 300 mm da saida do
pulverizador do canh&o), numa cémara de vacuo com capacidade de evacuacéo até
uma pressdo de 0,01 Paantes do inicio do processo de pulverizacdo; ou

2. Controlo in situ da espessura do revestimento;

e Equipamentos de producdo para deposi¢éo por pulverizacao catddica, com capacidade para
densidades de corrente iguais ou superiores a 0,1 mA/mm?, para vel ocidades de deposicéo
iguais ou superiores a 15 um/hora;

f. Equipamentos de producéo para deposi ¢ao por arco catddico, com um conjunto de
el ectroimans para control o automético da direcgdo do arco no c&todo;

g. Equipamentos de producdo para metalizacao i6nica, com capacidade para a medicao in situ
de uma das seguintes caracteristicas:

1 Espessura do revestimento no substrato e controlo da velocidade de deposicéo; ou
2. Caracteristicas opticas,

Nota: 2B005 ndo abrange os equipamentos de deposi¢do quimica em fase vapor, de arco
catodico, de deposicao por pulverizagdo, de metalizacdo ionica ou de implantagdo
ionica especialmente concebidos para ferramentas de corte ou de maquinagem.

2B006 Sistemas, equipamentos e "conjuntos electrénicos’ de controlo dimensional ou de medicéo:

a Mé&quinas de medi¢do coordenada (CMM) comandadas por computador ou *com controlo
numérico” com um erro de indicagdo maximo admissivel (MPEg) tridimensional
(volumétrico) em qualquer ponto, dentro da gama de funcionamento da maquina (ou sgja,
dentro do comprimento dos eixos), igual ou inferior a(melhor que) (1,7 + L/1000) um, (L é
o comprimento medido, em mm) testado de acordo com a1SO 10360-2 (2001).

N.B.: VER TAMBEM 2B206.
b. Instrumentos para a medicéo de deslocamentos lineares e angulares:
1 Instrumentos de medi¢do de des ocamentos lineares com uma das seguintes
caracteristicas:
Para efeitos do ponto 2B006.b. 1., por "deslocamento linear" entende-se a variag¢do
da distancia entre a sonda de medida e o objecto medido.
a Sistemas de medicdo do tipo "sem-contacto”, com "resolucdo” igual ou
inferior a (melhor que) 0,2 um numa gama de medida até€ 0,2 mm;
b. Sistemas de transformadores diferenciais de tensdo linear com ambas as
seguintes caracteristicas.
1 "Linearidade" igud ou inferior a(melhor que) 0,1% numa gamade
medidaaté 5 mm; e
2. Desvio igual ou inferior a(melhor que) 0,1% por dia atemperatura
ambiente normal das salasde ensaio +1 K; ou
C. Sistemas de medi¢ao que possuam as seguintes caracteristicas.
1. Um"laser; e
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2B006 b.

C.

Nota:

1 C. (continuacao)

2. Sejam capazes de manter, durante pelo menos 12 horas, auma
temperatura normal, com variacdo de +1 K, e auma pressao normal:
a Uma"resolucdo” igual a 0,1 um ou menos (melhor) natotalidade
daescala; e
b. Uma "incerteza de medida’, igua ou inferior a (melhor que)
(0,2 + L/2000) um (L é adistncia medida em mm);

d. "Conjuntos electronicos’ especia mente concebidos para disporem de
uma capacidade de realimentacdo negativa ("feedback) em sistemas
especificados em 2B006.b.1.c.;

Nota: 2B006.b.1 nao abrange os sistemas de medida com interferometro, com

um sistema de controlo automatico concebido para ndo utilizar técnicas
de realimentagdo negativa ("feedback”), com um "laser" para medir os
erros de deslocagdo do carro da maquina-ferramenta, maquinas de
controlo dimensional ou equipamento semelhante.

2. Instrumentos de medicéo de deslocamentos angulares com "desvio angular de
posicdo” igual ou inferior a (melhor que) 0,00025°.
Nota: 2B006.b.2 ndo abrange os instrumentos opticos, por exemplo,
autocolimadores, que utilizem luz colimada (por exemplo, luz laser)
para detectar deslocamentos angulares de espelhos.

Equipamentos para a medicéo de irregul aridades de superficies através da dispersdo optica
em funcdo do angulo, com sensibilidades iguais ou superiores a (melhores que) 0,5 nm;

As maquinas-ferramentas que possam ser utilizadas como maquinas de medi¢do
serdo abrangidas se corresponderem aos critérios especificados para a fungdo de
mdquina-ferramenta ou de maquina de medicdo, ou se excederem esses critérios.

2B007 "Robots’, com qualquer das caracteristicas a seguir enumeradas, bem como controladores e
"manipuladores terminais’ especia mente concebidos para 0s mesmos.
N.B.: VER TAMBEM 2B207

a

Com capacidade de processamento de imagens tridimensionais efectivas ou de andlise de
cenas tridimensionais efectivas em tempo real, paragerar ou modificar "programas’ ou
gerar ou modificar dados numéricos de programeas,

Nota Técnica:

A limitagdo imposta a "andlise de cenas" ndo abrange a aproximagdo a terceira dimensao
por visionamento num determinado dngulo, NeM a interpretagdo de escalas de cinzentos
limitadas para percep¢do de profundidades ou de texturas para fins aprovados (2 1/2 D).

Especia mente concebidos para satisfazerem normas nacionais de seguranca aplicaveis a
ambientes onde se encontrem munic¢des explosivas,

Especia mente concebidos ou dimensionados para resistirem a uma dose total de radiacdes
superior a5 x 103Gy (silicio) sem degradacdo do funcionamento; ou

Nota técnica:

O termo Gy (silicio) refere-se a energia em Joule por quilograma absorvida por uma
amostra de silicio desprotegida quando exposta a radiagoes ionizantes.

Especia mente concebidos para operar a atitudes superiores a 30.000 m.
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2B008 Conjuntos ou unidades especia mente concebidos para méaquinas-ferramentas ou para sistemas e
equipamentos de medi¢do ou de inspeccdo dimensional:

a Unidades de realimentacdo negativa da posi¢ao linear (por exemplo, dispositivos do tipo
indutivo, escalas graduadas, sistemas de infravermelhos ou sistemas de "laser") de
"precisdo” total inferior a (melhor que) [800+(600.L.10°)] nm (L é adistanciaefectivaem
mm);

N.B.: Para sistemas de "laser" ver tambéem a Nota relativa a 2B006.b. 1.

b. Unidades de realimentacdo negativa da posi¢cdo angular (por exemplo, dispositivos do tipo
indutivo, escalas graduadas, sistemas de infravermelhos ou sistemas de "laser") de
"precisdo” inferior a (melhor que) 0,00025°;

N.B.: Para sistemas de "laser" ver tambem a Nota relativa a 2B006.b.1.

C. "Mesas rotativas de movimentos compostos' e "fusos basculantes’, capazes de melhorar, de
acordo com as especificacOes do fabricante, as capacidades de maquinas—ferramentas para
niveisiguais ou superiores aos especificados no ponto 2B.

2B009 Maquinas de enformacao por rotacdo e maguinas de enformacéo continua que, de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante, possam ser equipadas com unidades de " controlo numérico”
ou com comando computorizado e que possuam as seguintes caracteristicas:

N.B.: VER TAMBEM 2B109 e 2B209.

a Dois ou mais eixos controlados, dos quais dois, no minimo, possam ser coordenados
simultaneamente para o "controlo de contorno”; e

b. Umaforca dos rolos superior a 60 kN.

Nota técnica:

Para efeitos de 2B009, as maquinas que combinem as fungoes de enformagdo por rota¢do e

enformagdo continua sdo consideradas como mdquinas de enformagdo continua.

2B104 "Prensas isostéticas' diferentes das referidas em 2B004, com todas as seguintes caracteristicas:

N.B.: VER TAMBEM 2B204

a Pressio maxima de trabalho igual ou superior a69 MPa;

b. Capacidade para atingir e manter um ambiente térmico controlado igual ou superior a 873
K (600°C); e

C. Cémara de trabalho de didmetro interior igual ou superior a 254 mm;

2B105 Fornos para deposi o em fase vapor por processo quimico (CV D) diferentes das referidas em
2B005.a. concebidos ou modificados para a densificacdo de materiais compdsitos carbono—
carbono.
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2B109 Maquinas de enformagdo continua, diferentes das referidas em 2B009, bem como componentes
especial mente concebidos para essas maquinas:

N.B.: VER TAMBEM 2B209.

a Maquinas de enformagéo continua com ambas as seguintes caracteristicas.

1 Poderem, de acordo com as especificagfes técnicas do fabricante, ser equipadas com
unidades de "controlo numérico” ou com comando computorizado, ainda que ndo
estegjam equipadas com tais unidades; e

2. Possuirem mais de dois eixos que possam ser coordenados simultaneamente para o
"controlo de contorno”.

b. Componentes especialmente concebidos para as maquinas de enformacdo continua
referidas em 2B009 ou 2B109.a.

Nota: 2B109 ndo abrange as maquinas que ndo sejam utilizaveis na produgdo de

equipamentos e componentes (por exemplo, cdrteres de motores) para os sistemas de
propulsao referidos em 94005, 94007.a ou 94105.a.

Nota técnica:

As maquinas que combinem as fungoes de enformagdo por rotagdo e enformagdo continua sdo,

para efeitos deste ponto, consideradas como maquinas de enformagdo continua.

2B116 Equipamentos para ensai os de vibragtes e respectivos componentes:

a Sistemas para ensai 0s de vibragfes que utilizem técnicas de realimentacio negativa ou de
ciclo fechado e disponham de um controlador digital, capazes de fazer vibrar um sistema
aumaaceleracdo igua ou superior a 10g rms entre 20 Hz e 2 kHz e de transmitir forcas
iguais ou superiores a50 kN, medidas "em mesanua';

b. Controladores digitais, combinados com suportes 16gicos especia mente concebidos para
ensaios de vibragBes, com uma largura de banda em tempo rea superior a5kHz e
concebidos para utilizagdo com os sistemas para ensaios de vibragdes referidos em
2B116.a;

C. Impulsores de vibragdes (agitadores), com ou sem amplificadores associados, capazes de
transmitir forgas iguais ou superiores a50 kN, medidas "em mesanua’, e utilizaveis nos
sistemas para ensaios de vibragOes referidos em 2B116.;

d. Estruturas de suporte da peca a ensaiar e unidades €l ectrénicas concebidas para combinar
multiplos agitadores num sistema capaz de comunicar forgas combinadas efectivasiguais
ou superiores a 50 kN, medidas "em mesanua’, e utilizaveis nos sistemas para ensaios de
vibragOes referidos em 2B116.a

Nota Técnica:

Em 2B116, "mesa nua" designa uma mesa ou superficie plana sem qualquer dispositivo de

fixag¢do ou equipamento acessorio.
2B117 Comandos de equipamentos e processos, diferentes dos especificados em 2B004, 2B005.a, 2B104
ou 2B105, concebidos ou modificados para a densificacdo e pirdlise de materiais compositos
estruturais de tubeiras de foguetes e de pontas de narizes de veicul os de reentrada.
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2B119 Maquinas de equilibragem e equipamento conexo:
N.B.: VER TAMBEM 2B219
a Maguinas de equilibragem com todas as seguintes caracteristicas.
1 Incapacidade para equilibrar rotores/conjuntos de massa superior a 3 kg;
2. Capacidade para equilibrar rotores/conjuntos a vel ocidades superiores a 12500
rpm;
3. Capacidade para corrigir desequilibrios em dois ou mais planos; e
4, Capacidade para efectuar a equilibragem com um desequilibrio residual especifico
de 0,2 g mm por kg de massa do rotor;
Nota: 2B119.a ndo abrange as maquinas de equilibragem concebidas ou
modificadas para equipamento dentdrio ou outro equipamento médico.
b. Cabegcas indicadoras concebidas ou modificadas para utilizagdo com as maquinas
referidas em 2B119.a.
Nota técnica:
As cabegas indicadoras sdo por vezes conhecidas como instrumentos de equilibragem.
2B120 Simuladores de movimento ou mesas rotativas (rate tables) com todas as seguintes
caracteristicas:
a Dois ou mais e xos;
b. Anéis colectores capazes de transmitir poténcia el éctrica e/ou informagdes sob aforma de
sinais; e
C. Com uma das seguintes caracteristicas:
1 Ambas as caracteristicas a seguir enumeradas, para qualquer dos eixos:
a Capacidade para velocidades iguais ou superiores a 400 graus/s ou iguais ou
inferiores a 30 graug/'s; e
b. Resolucdo igual ou inferior a6 graus/s e precisdo igual ou inferior a0,6
graus’s;
2. Estabilidade de movimento, no pior dos casos, igual a ou melhor que (inferior a)
+ 0,05% , em média, em 10 graus ou mais; ou
3. Precisdo de posicionamento igual a ou melhor do que 5 arc/s.

Nota: 2B120 ndo abrange as mesas rotativas concebidas ou modificadas para maquinas-
-ferramentas ou para equipamento médico. No que se refere ao controlo de mesas
rotativas de mdquinas-ferramentas, ver 2B008.

2B121 M esas de posicionamento (equipamento capaz de garantir um posicionamento rotativo preciso
em quaisquer eixos) diferente do referido em 2B120, com todas as seguintes caracteristicas:

a Dois ou mais eixos; e

b. Precisdo de posicionamento igual a5 arc/s ou melhor.

Nota: 2B121 ndo abrange as mesas rotativas concebidas ou modificadas para maquinas-
-ferramentas ou para equipamento médico. No que se refere ao controlo de mesas
rotativas de maquinas-ferramentas, ver 2B008.

2B122 Centrifugadoras com capacidade paraimprimir aceleragdes acima de 100g e com anéis
colectores capazes de transmitir poténcia el éctrica e informagdes sob a forma de sinais.

81

ANEXO| PT



2B201

M aquinas-ferramentas ou qualquer combinacdo das mesmas diferentes das referidas em 2B001
para remocao ou corte de metais ou de materiais ceramicos ou "compositos' que, de acordo com
as especificagdes técnicas do fabricante, possam ser equipadas com dispositivos electronicos para
"controlo de contorno” simultaneo em dois ou mais eixos:

Méquinas-ferramentas para fresar, com uma das seguintes caracteristicas:

1 Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear, com "todas as compensactes
disponiveis', igual ou inferior a(melhor que) 6 um de acordo com a SO 230/2
(1988)" ou com normas nacionais equivalentes; ou

2. Dois ou mais eixos de rotacdo de contorno.
Nota: 2B201.a ndo abrange as fresadoras com as seguintes caracteristicas:
a. Curso no eixo X superior a 2m; e
b. Precisdo de posicionamento global no eixo X superior a (pior que)
30 um.

M &quinas-ferramentas para rectificar, com uma das seguintes caracteristicas.

1 Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear, com "todas as compensactes
disponiveis', igual ou inferior a (melhor que) 4 um de acordo com a SO 230/2
(1988)" ou com normas nacionais equivalentes; ou

2. Doisou mais eixos de rotacdo de contorno.

Nota: 2B201.b. ndo abrange as seguintes rectificadoras:

a. Rectificadoras cilindricas de exteriores, de interiores ou de exteriores e
interiores, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Estarem limitadas a uma capacidade maxima de maquinagdo de
pecas de didmetro exterior ou comprimento ndo superiores a
150 mm; e
2. Eixos limitados a x, z e ¢;
b. Rectificadoras por coordenadas sem eixos z ou w, com uma precisdo de
posicionament geral superior a (melhor do que) 4 um de acordo com a
norma ISO 230/2 (1988)* ou com uma norma nacional equivalente.

Nota 1: 2B201 ndo abrange as maquinas-ferramentas para fins especiais destinadas

exclusivamente ao fabrico de quaisquer dos seguintes elementos:

a. Engrenagens;

b Cambotas ou arvores de cames;
C. Ferramentas ou ferros de corte;
d. Sem-fins para extrusoras.

Nota 2: As maquinas-ferramentas que tenham, pelo menos, duas das trés capacidades de

tornear, fresar ou rectificar (p. ex., um torno capaz de fresar)devem ser avaliadas em
relacdo a cada um dos pontos 2B001.a. ou 2B201.a. ou b.

1

Os fabricantes que calculam a precisdo de posicionamento de acordo com a SO 230/2 (1997) dever&o
consultar as autoridades competentes do Estado-Membro onde estéo estabel ecidos.
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2B204 "Prensasisostéticas' ndo abrangidas por 2B004 ou 2B104, bem como equi pamentos conexos:

a "Prensasisostéticas’ com ambas as seguintes caracteristicas.
1 Capazes de atingir uma pressdo maxima de trabalho igual ou superior a69 Mpa; e
2. Com uma camara de trabalho de didmetro interior superior a 152 mm;

b. Cunhos, matrizes, moldes e comandos especia mente concebidos para as "prensas
isostéticas' referidas em 2B204.a.

Nota técnica:

Em 2B204, a dimensdo interior da cdmara é a da camara em que se atingem a temperatura e a
pressdo de trabalho e ndo inclui os acessorios. Esta dimensdo sera a menor de duas dimensoes —
o diametro interior da cdmara de pressdo e o didmetro interior da cdmara isolada do forno —
dependendo de qual das duas camaras esteja localizada no interior da outra.

2B206 Maquinas, instrumentos ou sistemas de controlo dimensional diferentes dos referidos no
ponto 2B006:

a Maquinas de controlo dimensional com comando computorizado ou controlo numérico que
possuam as seguintes caracteristicas:
1. Dois ou mais eixos, e
2. Uma"incerteza de medida" unidimensional igual ou inferior a (melhor que)
(1,25+L/1000) um testada com uma sonda de "precisao” inferior a (melhor que)
0,2 um (L é o comprimento medido, em milimetros) (Ref.: VDI/VDE 2617 Partes 1
e2);

b. Sistemas de controlo simulténeo linear-angular de pecas hemisféricas, com as seguintes
caracteristicas:

1 "Incerteza de medida' em qualquer eixo linear igual ou inferior a(melhor que)
3,5 umpor 5mm; e
2. "Desvio angular de posi¢do” igud ou inferior a0,02.°.

Nota 1: As maquinas-ferramentas que possam ser utilizadas como maquinas de medi¢do serdo
controladas se corresponderem aos critérios especificados para a fungdo de
mdquina-ferramenta ou de maquina de medi¢do, ou se excederem esses criterios.

Nota 2: As mdquinas referidas em 2B006 serdo controladas se ultrapassarem os limites
estipulados em qualquer ponto da sua gama de funcionamento.

Notas técnicas:

1. As sondas utilizadas na determinacdo da "incerteza de medida" dos sistemas de controlo
dimensional devem ser andlogas a descrita Nnanorma VDI/VDE 2617, Partes 2,3 e 4.
2. Todos os pardmetros dos valores de medi¢do referidos em 2B206 representam pardmetros

mais/menos, isto é, nao a banda total.

2B207 "Robots", "operadores terminais’ e unidades de controlo ndo referidos em 2B007:

a "Robots"' ou "operadores terminais' especialmente concebidos para satisfazer normas
nacionais de seguranca aplicaveis no manuseamento de produtos altamente explosivos (por
exemplo, que cumpram as especificacdes eléctricas para produtos altamente explosivos);
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2B207 (continuacéo)
b. Unidades de comando especia mente concebidas para qualquer dos "robots’ ou "operadores
terminais' especificados em 2B207.a.
2B209 Maguinas de enformacao continua e méaguinas de enformagao por rotacdo capazes de executar
enformagdo continua ndo referidas nos pontos 2B009 ou 2B109, e mandris:
a Maquinas com ambas as seguintes caracteristicas:
1 Trés ou mais rolos (activos ou de guiamento); e
2. Que, de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante, possam ser equipadas
com uma unidade de controlo numérico ou com comando por computador;

b. Mandris para a enformacdo de rotores, concebidos para enformar rotores cilindricos de

didmetro interior compreendido entre 75mm e 400mm.

Nota: 2B209.a. abrange as maquinas com um unico rolo concebido para deformar metal e
dois rolos auxiliares de suporte do mandril mas que ndo participam directamente no
processo de deformagdo.

2B219 Maquinas centrifugadoras de equilibragem em muiltiplos planos, fixas ou portéteis, horizontais ou
verticais:

a M aquinas centrifugadoras de equilibragem concebidas para equilibrar rotores flexiveis de

comprimento igual ou superior a 600 mm, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Diémetro (til ou didmetro do moente superior a 75 mm;
2. Capacidade para massas compreendidas entre 0,9 e 23 kg; e
3. Capacidade para efectuar a equilibragem a velocidades de rotacdo superiores
a 5000 rpm;
b. Maquinas centrifugadoras de equilibragem concebidas para equilibrar componentes
cilindricos ocos de rotores, com todas as seguintes caracteristicas:
1 Diémetro do moente igual ou superior a 75 mm;
2. Capacidade para massas entre 0,9 e 23 kg;
3. Capacidade para efectuar a equilibragem com um desequilibrio residual igua ou
inferior a0,01 kg x mm/kg por plano; e
4, Do tipo com transmissdo por correia.
2B225 M anipuladores de comando a distancia que possam ser utilizados para executar accoes
comandadas a distancia em operactes de separacao radioquimica ou em "células quentes’, com
uma das seguintes caracteristicas:
a Capazes de penetrar em paredes de células quentes de espessuraigual ou superior a0,6 m
(funcionamento através da parede); ou

b. Capazes de transpor, em ponte, a parte superior de paredes de células quentes de espessura

igual ou superior a0,6 m (funcionamento por cimada parede).

Nota técnica:

Os manipuladores de comando a distancia permitem a transmissdo das acgoes de um operador

humano a um brago e a um equipamento terminal telecomandados. Podem ser do tipo

"servomecanismo" ou comandados por um "joystick" ou um teclado.
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2B226

2B227

2B228

Fornos de inducéo de atmosfera controlada (vacuo ou gasinerte), bem como fontes de
alimentac&o especialmente concebidas para esses fornos:

N.B.:

a

Nota:

VER TAMBEM 3B.

Fornos com todas as seguintes caracteristicas:

1 Capazes de funcionar atemperaturas superioresa 1123 K (850°C)

2. Baobinas de inducdo de didmetro igual ou inferior a600 mm; e

3. Concebidos para poténcias de alimentac&o iguais ou superioresa s kW;

Fontes de alimentacdo de poténcianominal igual ou superior a5 kW, especialmente
concebidas para os fornos referidos em 2B226.

2B226.a. ndo abrange os fornos concebidos para o tratamento de bolachas
semicondutoras.

Fornos metal Grgicos de fusdo e de fundicao sob vacuo ou sob outraforma de atmosfera
controlada, e equi pamentos conexos:

a

Fornos de arco pararefusdo e fundicdo com ambas as seguintes caracteristicas:
1 Capacidades para eléctrodos consumiveis situadas entre 1.000 cm?® e 20.000 cm?®, e
2. Capazes de funcionar atemperaturas de fusdo superioresa 1.973 K (1.700°C);

Fornos de fusio por feixes de electrbes e fornos de atomizag&o e fusdo por plasmacom
ambas as seguintes caracteristicas:

1 Poténciaigua ou superior a50 kW; e

2. Capazes de funcionar atemperaturas de fusdo superioresa 1.473 K (1.200°C).

Sistemas de controlo e de monitorizagdo por computador especia mente configurados para
qualquer dos fornos referidos em 2B227.a0u b.

Equipamentos para o fabrico ou a montagem de rotores, equipamentos para o ainhamento de
rotores, e mandris, cunhos e matrizes para a enformagéo de foles:

a

Equipamentos para a montagem de rotores, utilizados na montagem de seccBes tubulares,

deflectores e tampas de rotores de centrifugadoras de gases;

Nota: 2B228.a. inclui mandris de precisdo, bragadeiras e maquinas de ajustamento
por retracgdo.

Equipamentos para o alinhamento de rotores, utilizados no alinhamento de seccGes
tubulares de rotores de centrifugadoras de gases em relacdo a um eixo comum.

Nota técnica:

Em 2B228.b, estes equipamentos sdo normalmente constituidos por sondas de medig¢do de
precisdo ligadas a um computador que, em seguida, comanda, por exemplo, a ac¢do dos
macacos pneumdaticos utilizados para alinhar as sec¢oes tubulares do rotor.

Mandris, cunhos e matrizes paraa enformacdo de foles utilizados no fabrico de foles de

espiradnica.

Nota técnica:

Os foles referidos no ponto 2B228.c. tém todas as seguintes caracteristicas:

1. Diametro interior compreendido entre 75 mm e 400 mm;

2. Comprimento igual ou superior a 12,7 mm;

3. Profundidade da espiraunica superior a 2 mm: e

4 Fabricados de ligas de aluminio de alta resisténcia, de ago maraging ou de
"materiais fibrosos ou filamentosos" de alta resisténcia.

ANEXO |

85



2B230

2B231

2B232

"Transdutores de pressao” capazes de medir pressdes absol utas em qual quer ponto da escalade 0
a 13 kPa e com ambas as seguintes caracteristicas:

a Elementos sensores da pressdo fabricados ou protegidos com aluminio, liga de aluminio,
niquel ou ligade niquel com mais de 60% em massa de niquel; e

b. Com uma das seguintes caracteristicas:
1 Uma escala completa de menos de 13 kPa e "precisdo” superior (melhor que) a+ 1%
de escala completa; ou
2. Uma escala completa de 13 kPa ou mais e "precisio” superior (melhor que) a+ 130
Pa.

Nota técnica:
Para efeitos de 2B230 a "precisdo" inclui a ndo linearidade, a histerese e a repetibilidade a
temperatura ambiente.

Bombas de vacuo com todas as seguintes caracteristicas:

a Garganta de entrada de dimensdo igual ou superior a 380 mm;
b. Vel ocidade de bombagem igual ou superior a15 m’/s; e
C. Capazes de produzir um vécuo méximo melhor do que 13 mPa.

Notas técnicas:
1. A velocidade de bombagem deve ser determinada no ponto de medida com azoto ou ar.
2. O vdcuo maximo deve ser determinado a entrada da bomba, estando esta fechada.

Canhdes de gases leves de andares multiplos ou outros sistemas de canhéo de alta velocidade
(sistemas de bobina, tipos el ectromagnéticos e el ectrotérmicos e outros sistemas avangados),
capazes de acelerar projécteis avelocidades iguais ou superiores a2 km/s.
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2B350

Equipamentos, dispositivos e componentes da indlistria quimica:

a

Vasos de reaccdo ou reactores, com ou sem agitadores, de volume interior (geométrico)
total superior a0,1 m*(100 1), masinferior a20 m* (20 000 |), caracterizados pelo facto de
todas as superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s)
processado(s) ou contido(s) serem constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Nigquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tanta o;

Titénio ou ligas detitanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Nidbio ou ligas de nidhio;

ONoarwWDNE

Agitadores para vasos de reaccao ou reactores referidos em 2B350.a., e rodas, pas ou veios
para esses agitadores caracterizados pel o facto de todas as superficies que entram em
contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) ou contido(s) serem
constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Nigquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tantal o;

Titénio ou ligas de titanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Niobio ou ligas de nidbio;

PN AWNE

Recipientes, tanques ou reservatdrios de armazenagem de volume interior (geométrico)
total superior a0,1 m® (100 1), caracterizados pelo facto de todas as superficies que entram
em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) ou contido(s) serem
constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Niguel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tanta o;

Titénio ou ligas de titanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Niobio ou ligas de nidbio;

N~ WNE

Permutadores de calor ou condensadores com uma superficie de transferéncia de calor
superior a0,15 m? einferior a 20 v, e tubos, placas, serpentinas ou blocos (nicleos) para
esses permutadores ou condensadores caracterizados pel o facto de todas as superficies que
entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) serem
constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Gréfite ou carbono gréafite;

Nigquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tantal o;

Titénio ou ligas detitanio;

Zirconio ou ligas de zirconio;

Carboneto de silicio;

Carboneto detitanio. ou

Niobio ou ligas de nidbio;

RROONoOrWNE

o
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2B 350 (continuacao)

e.

Colunas de destilagdo ou de absor¢do de didmetro interior superior a0,1 m, e distribuidores
deliquido, distribuidores de vapor ou colectores de liquido para essas colunas de destilacdo
ou de aborc¢ao, caracterizados pelo facto de todas as superficies que entram em contacto
directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) serem congtituidas por um dos
seguintes materiais.

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Gréfite ou carbono grefite;

Niguel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tanta o;

Titénio ou ligas de titanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Nidbio ou ligas de nidbio;

CoNOOA~MWDNE

Equipamentos de enchimento com comando a distancia, caracterizados pel o facto de todas
as superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s)
serem congtituidas por um dos seguintes materiais.

1. Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20%, em massa, de crémio; ou

2. Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

V&vulas de dimensdes nominais superiores a 10 mm, e corpos de vavula ou revestimentos
interiores pré-formados a €l as destinados, caracterizadas pelo facto de todas as superficies
gue entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) ou contido(s)
serem fabricadas de um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Niguel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tantal o;

Titénio ou ligas de titanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Nidbio ou ligas de nidhio;

N~ WNE

Tubagens de paredes mltiplas dotadas de um orificio de detecgdo de fugas, caracterizadas
pelo facto de todas as superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s)
quimico(s) processado(s) ou contido(s) serem fabricadas de um dos seguintes materiais:
Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;
Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Gréfite ou carbono gréafite;

Niguel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tanta o;

Titénio ou ligas de titanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Nidbio ou ligas de nidhio;

CoNoUA~AWDNE
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2B 350 (continuacao)

2B351

2B352

Bombas com vedante multiplo ou sem vedante cujo caudal maximo especificado pelo
fabricante sgja superior a0,6 m*/h, ou bombas de vacuo cujo caudal méximo especificado
pelo fabricante seja superior a5 m*/h (nas condicdes normais de pressdo (101,3 kPa) e
temperatura (273 K (0°C)), e carcagas (corpos de bomba), revestimentos interiores
preformados, impulsores, rotores ou tabeiras para essas bombas caracterizados pelo facto de
todas as superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s)
processado(s) serem fabricadas de um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

Materiais ceramicos,

Ferrossilicio;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);
Gréfite ou carbono gréfite;

Niguel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tanta o;

Titénio ou ligas de titanio;

Zirconio ou ligas de zirconio; ou

Nidbio ou ligas de nidhio;

RROoONoO~WNE

o

Incineradores concebidos para destruir os produtos quimicos referidos no ponto 1C350,
equipados com sistemas de alimentacdo de residuos especificamente concebidos e com
dispositivos de manipul acdo especiais, com uma temperatura media na cAmarade
combustdo superior a1.273 K (1.000°C) e caracterizados pelo facto de todas as superficies
do sistema de alimentacdo de residuos que entram em contacto directo com estes Ultimos
serem fabricadas ou revestidas de um dos seguintes materiais:

1 Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;

2. Materiais ceramicos, ou

3. Niguel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel.

Nota técnica:
Carbono-grafite é um composto de carbono amorfo e grafite cujo teor de grafite é igual ou
superior a 8%, em massa

Sistemas de monitorizagdo de gases tdxicos e detectores especificos, com as seguintes
caracteristicas:

a

Concebidos para funcionar em continuo e utilizaveis na detec¢ao de concentracdes
inferiores a 0,3 mg/m?® de agentes de guerra quimica ou dos produtos quimicos referidos em
1C350; ou

Concebidos para a deteccdo de actividade inibidora da colinesterase.

Equipamento capaz de ser utilizado na manipulagdo de materiais biol 6gicos:

a

Instal acbes compl etas para a contencéo de materiais biol6gicos de nivel de contencdo P3 e
P4;

Nota técnica:

Os niveis de contengdo P3 e P4 (BL3, BL4, L3, L4) estdo definidos no Laboratory Biosafety
Manual da OMS (2.¢ edi¢do, Genebra, 1993).

Fermentadores adequados para a cultura de microrgani Smos patogénicos ou virus ou paraa
producdo de toxinas, sem propagacao de aerossiis, que possuam uma capacidade igua ou
superior a 20 litros,

Nota técnica:

Os fermentadores incluem os biorreactores, os quimiostatos e os sistemas de débito
continuo.
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2B 352 (continuacao)

C. Separadores centrifugos capazes de separacéo continua sem propagacdo de aerossois, que
possuam todas as seguintes caracteristicas:

1 Caudal superior a 100 litros por horg;

2. Componentes de titanio ou de aco inoxidavel polido;

3. Umaou mais juntas de vedacdo na zona de contencdo do vapor; e

4, Em que possa ser efectuada a esterilizagdo in situ avapor com o centrifugador
fechado;

Nota técnica:

Os separadores centrifugos incluem os decantadores.

d. Equipamentos de filtragem em contra—corrente (corrente tangencial) e respectivos
componentes:

1 Equipamento de filtragem em contra—corrente (corrente tangencial) concebido para
Separacao de microrgani Smos patogéni cos, virus, toxinas ou culturas de células, sem
propagacdo de aerossois, com ambas as seguintes caracteristicas:

a Superficie total de filtragem igual ou superior al m? e

b. Capacidade de esterilizacdo ou desinfeccdo in loco.

Nota técnica:

No ponto 2B352.d.1.b, por "esterilizagcdo" entende-se a eliminagdo de todos os
microbios viaveis do equipamento mediante a utilizagcdo de agentes fisicos
(por exemplo, vapor) ou quimicos. Por "desinfec¢do" entende-se a destruigdo
da potencial infecciosidade microbiana do equipamento mediante a utiliza¢do
de agentes quimicos com efeito germicida. A desinfec¢do e a esteriliza¢do sdo
distintas da "sanitizac¢do", que designa os procedimentos de limpeza
destinados a reduzir o teor microbiano do equipamento, sem necessariamente
chegar a eliminar toda a infecciosidade ou viabilidade microbiana.

2. Componentes para equipamento de filtragem em contra-corrente (corrente
tangencial) (por exemplo, madulos, elementos, cassettes, cartuchos, unidades ou
placas) com uma superficie de filtragem igual ou superior a0,2m? para cada
componente e destinados a utilizagdo nos equipamento de filtragem em contra
-corrente (corrente tangencial) referidos em 2B352.d.;

Nota: 2B352.d. ndo abrange o equipamento de osmose inversa, especificado pelo
fabricante.

e Equipamentos de liofilizacdo esterilizavels a vapor, equipados com um condensador de
capacidade superior a 10 kg de gelo em 24 horas e inferior a 1000 kg de gelo em 24 horas;
f. Equipamentos de proteccéo e de contengéo:

1 Fatos de proteccdo completos ou parciais ou capacetes dependentes de umafonte de
ar exterior e funcionando a presséo positiva:

Nota: 2B352.f.1 ndo abrange fatos destinados a ser utilizados com aparelho
de respiragdo autonomo.

2. Compartimentos ou isoladores de seguranca biol égicade classe |11, com normas de
desempenho semel hantes;

Nota: Em 2B352.f.2., os isoladores incluem isoladores flexiveis, caixas secas,
camaras anaerobias, caixas com luvas e exaustores de escoamento
laminar (fechados, com fluxo vertical).

0. Camaras concebidas para ensaios de deteccdo de aerossdis com "toxinas', virus ou

"microrganismos", de capacidade igual ou superior a1 m”.

2C Materiais
Nenhum
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2D  Suporteldgico

2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

"Suportes 16gicos’, com excepcdo dos especificados em 2D002, especia mente concebidos ou

modificados para o "desenvolvimento", "producdo” ou "utilizacdo" dos equipamentos referidos
em 2A001 ou 2B001 a 2B009.

"Suportes 16gicos' para dispositivos el ectronicos, mesmo quando residentes no proprio dispositivo
eectrdnico, que permitam que esses dispositivos ou sistemas funcionem como unidades de
"controlo numeérico", capazes de fazer a coordenacdo simultanea de mais de quatro eixos para
"controlo de contorno”.

Nota I: 2D002 nao abrange os "suportes logicos" especialmente concebidos ou modificados
para o comando de maquinas-ferramentas ndo referidas na Categoria 2.

Nota 2: 2D002 ndo abrange os" suportes logicos" para o equipamento referido em 2B002.
No que se refere aos "suportes logicos" para esse equipamento, ver 2D001.

"Suportes |6gicos’ especia mente concebidos ou modificados paraa " utilizacdo" dos
equipamentos referidos em 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 ou 2B119 a2B122.
N.B.. VER TAMBEM 9D004.

"Suportes |6gicos" especiamente concebidos paraa"utilizaco" dos equipamentos referidos em
2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 ou 2B227.

"Suportes |6gicos" especia mente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento",

"producdo” ou "utilizacdo" do equipamento referido em 2B201.
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2E Tecnologia

2E001 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, para 0 "desenvolvimento" dos
equipamentos ou dos "suportes 16gicos' referidos em 2A, 2B ou 2D.

2E002 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, paraa ™ producdo” dos equipamentos
referidos em 2A ou 2B.

2E003 Outras "tecnologias':

a "Tecnologid' parao "desenvolvimento" de gréficosinteractivos integrados em unidades de
"controlo numérico", para a preparacdo ou modificacdo de programas de pecas;

b. "Tecnologia' para processos que envolvam o trabalho de metais.

1 "Tecnologia' para a concepcdo de ferramentas, cunhos, matrizes ou dispositivos
fixos especialmente concebidos para 0s seguintes processos.

a

b.

C.

"Enformagdo superpléstica’;
"Soldadura por difusdo”; ou
"Prensagem hidraulica por ac¢do directa’;

2. Dados técnicos constituidos por métodos ou parametros de processo, a seguir
enumerados, utilizados para controlar:

a

A "enformagdo superpléstica’ de ligas de auminio, ligas de titénio ou
"superligas":

1 Preparacao das superficies;
2. Velocidade de deformagao;
3. Temperatura;

4, Presséo;

A "soldadura por difusdo” de "superligas' ou de ligas detitanio:
1 Preparacao das superficies;

2. Temperatura;
3. Pressio;

A "prensagem hidraulica por acgdo directa' de ligas de aluminio ou de ligas de
titénio:

1 Pressao;

2. Duracdo do ciclo;

A "densificagdo isostéticaaquente” de ligas de titénio, de ligas de aluminio ou
de"superligas':

1. Temperatura

2. Pressao;

3. Duraco do ciclo;
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2E003 (continuacéo)

C. "Tecnologid" parao "desenvolvimento" ou "producéo” de maquinas de enformacao por
estiramento hidréulico e respectivos cunhos e matrizes, para o fabrico de estruturas de
células,

d. "Tecnologia' parao "desenvolvimento” de geradores de instrugdes (por exemplo,
programas de pegas) de maquinas-ferramentas a partir de dados de projecto residentes em
unidades de "controlo numérico";

e "Tecnologia' para 0 "desenvolvimento" de "suportes Idgicos' de integracdo, paraa
incorporacao, em unidades de "controlo numérico”, de sistemas periciais de apoio avangado
adecisbes no ambito de operagdes anivel dafdbrica;

f. "Tecnologia' para a aplicacdo de revestimentos inorganicos por cobertura ou modificacdo
da superficie (especificados na coluna 3 do quadro seguinte) em substratos ndo el ectronicos
(especificados na coluna 2 do quadro seguinte) por processos especificados na coluna 1 do
quadro seguinte e definidos na Nota Técnica.

Nota: O quadro e a Nota Técnica encontram-se apos a entrada 2E301.
2E101 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizacgo" dos equipamentos
ou "suportes |6gicos' referidos em 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 a2B122

ou 2D101.

2E201 "Tecnologid', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizacdo" dos equipamentos
ou "suportesldgicos' referidos em 2A 225, 2A 226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B00S,
2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 a 2B232, 2D201 ou 2D202.
2E301 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, paraa " utilizaco" dos bens referidos
em 2B350 a2B352.
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1. Processo de revestimento (1)

QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

A.Deposi¢ao em fase vapor por

processo quimico (CVD)

2. Substrato

"Superligas’

Materiais cerdmicos
(19) evidrosde
pequena dilatacdo (14)

Materiais

"compdsitos' carbono—
carbono, ceramicos e
de"matriz" metdica

Carboneto de
tungsténio cementado
(16),

Carboneto de silicio
(18)

Molibdénio e ligas de
molibdénio

Berilio eligasde
berilio

Materiais parajanelas
de sensores (9)

3. Revestimento resultante

Aluminetos para tubulacdes
internas

Silicietos

Carbonetos

Camadas dieléctricas (15)
Diamante

Carbono diamante (17)

Silicietos

Carbonetos

Metais refractéarios
Misturas destes (4)
Camadas di€eléctricas (15)
Aluminetos

Aluminetos ligados (2)
Nitreto de boro

Carbonetos

Tungsténio

Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Diamante
Carbono diamante (17)

Camadas dieléctricas (15)
Diamante
Carbono diamante (17)

Os nimeros entre parénteses referem-se as notas que se seguem ao quadro.
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo derevestimento (1)

B. Deposicdo em fase vapor por
processo fisico com
evaporacdo térmica (TE-PVD)

B.1. Deposicéo em fase vapor por
processo fisico (PVD):
Feixe de electrdes(EB-PVD)

2. Substrato

"Superligas"

Materiais ceramicos (19)
evidros de pequena
dilatacdo (14)

Aco resistente a corrosdo

(1)

Materiais "compdsitos’
carbono—carbono,
ceramicos e de "matriz"
metélica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio (18)

Molibdénio eligas de
molibdénio

Berilio eligas de berilio

Materiais parajanelas de
sensores (9)

Ligas detitanio (13)

3. Revestimento resultante

Silicietos ligados
Aluminetos ligados (2)
MCrAIX (5)

Zirconio modificado (12)
Silicietos

Aluminetos

Misturas destes (4)

Camadas dieléctricas (15)

MCrAIX (5)
Zirconio modificado (12)
Misturas destes (4)

Silicietos

Carbonetos

Metais refractarios
Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Nitreto de boro

Carbonetos

Tungsténio

Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Camadas dieléctricas (15)
Boretos

Berilio

Camadas dieléctricas (15)

Boretos
Nitretos
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1

B.2. Deposicdo em fase vapor por

QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

Processo de revestimento (1)

processo fisico com

aguecimento por resisténcia

assistida por feixe de ides
(PVD)
(metalizacdo i6nica)

2. Substrato

Materiais ceramicos (19)
e vidros de peguena
dilatagéo (14)

Materiais " compdsitos’
carbono—carbono,
ceramicos e de "matriz"
metdica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio

Molibdénio eligasde
molibdénio

Berilio eligas de berilio

Materiais parajanelas de
sensores (9)

3. Revestimento resultante

Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

B.3. Deposicéo em fase vapor por

processo fisico (PVD):
V aporizagdo por "Laser"

Materiais ceramicos (19)
evidros de pequena
dilatacdo (14)

Materiais "compositos’
carbono—carbono,
ceramicos e de "matriz"
metdica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio

Molibdénio eligasde
molibdénio

Berilio eligas de berilio

Materiais parajanelas de
sensores (9)

Silicietos
Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo derevestimento (1)

B.4. Deposi¢do em fase vapor por
processo fisico (PVD):
Descarga por arco catédico

2. Substrato

"Superligas’

Polimeros (11) e
materiais " compositos’
de"matriz" organica

3. Revestimento resultante

Silicietos ligados
Aluminetos ligados (2)
MCrAIX (5)

Boretos

Carbonetos

Nitretos

Carbono diamante (17)

C. Cementacdo em caixa
(ver A paraacementacdo
forade caixa) (10)

Materiais " compositos’
carbono—carbono,
ceramicos e de "matriz"
metdica

Ligas detitanio (13)

Silicietos
Carbonetos
Misturas destes (4)

Silicietos
Aluminetos
Aluminetos ligados (2)

Metais e ligas refractarios Silicietos
(8 Oxidos
D. Pulverizagdo por plasma "Superligas’ MCrAIX (5)

Ligas de duminio (6)

Metais e ligas refractérios

(8)

Zirconio modificado (12)

Misturas destes (4)

Niquel-grafite que possa ser
submetido a abraséo

Materiais que contenham Ni-Cr-Al
e possam ser submetidos a abraséo
Al-Si-poliéster que possa ser
submetido a abrasdo

Aluminetos ligados (2)

MCrAIX (5)

Zirconio modificado (12)
Silicietos

Misturas destes (4)
Aluminetos

Silicietos

Carbonetos
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo derevestimento (1)

D. (continuagéo)

2. Substrato

AcoO resistente a corrosao

(7)

Ligas detitanio (13)

3. Revestimento resultante

MCrAIX (5)
Zirconio modificado (12)
Misturas deste (4)

Carbonetos

Aluminetos

Silicietos

Aluminetos ligados (2)
Niquel—grafite que possa ser
submetido a abrasdo
Materiais que contenham
Ni-Cr-Al e possam ser
submetidos a abrasdo
A-Si-poliéster que possa ser
submetido a abrasdo

E. Deposicdo de barbotina
(mistura pastosa fluida)

Metais refractérios

Materiais "compdsitos’
carbono—carbono,
ceramicos e de "matriz"
metdica

Silicietos fundidos
Aluminetos fundidos
excepto no que sereferea
elementos de aquecimento
por resisténcia eléctrica
Silicietos

Carbonetos

Misturas destes (4)

F. Deposicado por pulverizacdo
Catodica

"Superligas’

Materiais ceramicos e
vidros de pequena

dilatacso (14)

Silicietos ligados
Aluminetos ligados (2)
Aluminetos modificados por
metais nobres (3)

MCrAIX (5)

Zirconio modificado (12)
Platina

Misturas destes (4)

Silicietos

Platina

Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo derevestimento (1) 2. Substrato 3. Revestimento resultante
F. (continuagéo) Ligas detitanio (13) Boretos
Nitretos
Oxidos
Silicietos
Aluminetos
Aluminetos ligados (2)
Carbonetos
Materiais "compésitos" Silicietos
carbono—carbono, Carbonetos
cerémicos e de "matriz" Metais refractérios
metalica Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Nitreto de boro
Carboneto de tungsténio Carbonetos
cementado (16), Tungsténio
Carboneto de silicio (18) Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Nitreto de boro
Molibdénio e ligas de Camadas dieléctricas (15)
molibdénio
Berilio eligas de berilio Boretos
Camadas dieléctricas (15)
Berilio
Materiais parajanelas de Camadas dieléctricas (15)
sensores (9) Carbono diamante (17)
Metais e ligas Aluminetos
refractérios (8) Silicietos
Oxidos
Carbonetos
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo derevestimento (1)

G. Implantagdo ionica

2. Substrato

Ac¢os pararolamentos
para atas temperaturas

Ligas detitanio (13)

Berilio eligas de berilio

Carboneto de tungsténio
cementado (16)

3. Revestimento resultante

Incorporacéo de cromio, téntalo ou
niébio

Boretos
Nitretos

Boretos

Carbonetos
Nitretos
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO — NOTAS

1 A designacdo "processo de revestimento” abrange tanto o revestimento original, como areparago ou
renovacao do revestimento.

2. A designacao "revestimento de alumineto ligado" abrange os revestimentos executados numa inica ou em
vérias fases, no decorrer das quais s8o depositados um ou mais € ementos, antes ou durante a aplicacado do
revestimento de alumineto, ainda que esses elementos sgjam depositados por outro processo de
revestimento. Contudo, esta designacéo ndo abrange os a uminetos ligados obtidos por sucessivos
processos de cementacdo em caixa huma so fase.

3. A designacdo revestimento de "alumineto modificado por metais nobres’ abrange os revestimentos
executados em vérias fases, no decorrer das quais 0 ou 0s metais nobres sdo depositados por outro
processo de revestimento antes da aplicacéo do revestimento de alumineto.

4. A designacdo "misturas destes' abrange os materiais infiltrados, as composi ¢ies graduadas, as co-
-deposicles e os depdsitos de camadas mltiplas, obtidos por um ou mais dos processos de revestimento
enumerados no quadro.

5. "MCrAIX" designaasligas de revestimento; M representa cobalto, ferro, niquel ou combinagdes destes
edementos e X representa hafnio, itrio, silicio ou tantalo, em quaquer quantidade, ou outras incorporacles
intencionais que representem mais de 0,01%, em massa, em propor¢des e combinagdes diversas, excepto:
a Revestimentos de CoCrAlY com menos de 22%, em massa, de cromio, menos de 7%, em massa,
de auminio e menos de 2%, em massa, de itrio;

b. Revestimentos de CoCrAlY com 22% a 24%, em massa, de crémio, 10% a 12%, em massa, de
auminio e 0,5% a0,7%, em massa, de itrio; ou

C. Revestimentos de NiCrAlY com 21% a 23%, em massa, de cromio, 10% a 12%, em massa, de
aduminio e0,9% a 1,1%, em massa, de itrio;

6. A designacao "ligas de duminio" abrange as ligas com tensdo de ruptura atraccéo igua ou superior
a190 MPa, medidaa 293 K (20° C).

7. A designacado "aco resistente a corrosao” abrange os agos da série 300 do AlSI (American Iron and Steel
Ingtitute) ou os agos correspondentes a normas nacionals equivalentes.

8. A designacdo "metais refractarios e ligas' abrange os seguintes metais e respectivas ligas: niéhio,
molibdénio, tungsténio e tantalo.

9. A designacdo "materiais parajanelas de sensores’ abrange 0s seguintes materiais. alumina, silicio,
germanio, sulfureto de zinco, selenieto de zinco, arsenieto de géio, diamante, fosforeto de gdlio, sefirae
0s seguintes halogenetos metdlicos. no que se refere a materiais parajandas de sensores com mais
de 40 mm de diametro, fluoreto de zirconio e fluoreto de hafnio.

10. A "tecnologia' para acementacdo em caixa numa so fase de perfis aerodinamicos macicos ndo é
abrangida pela categoria 2.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO — NOTAS

xon

A designacdo "polimeros’ abrange os seguintes polimeros: poliimidas, poliésteres, polissulfuretos,
policarbonatos e poliuretanos.

A designacgo "zirconio modificado" abrange os zirconios em que tenham sido incorporados outros Oxidos
metdlicos (por exemplo, éxidos de cacio, de magnésio, deitrio, de hafnio, de terras raras), para estabilizar
determinadas fases cristal ograficas e composi ¢Bes de fases. Nao sdo abrangidos os revestimentos de
zirconio, modificados com Oxidos de clcio ou de magnésio por mistura ou fusdo, que sirvam de barreira
térmica.

A designacao "ligas de titanio" abrange apenas as ligas utilizadas na indUstria aeroespacial com uma
resisténciaa ruptura atraccdo igua ou superior a900 MPa, medidaa 293 K (20° C).

A designacao "vidros de pequena dilatacdo” abrange os vidros com coeficiente de dilatacdo térmicaigua
ouinferior alx 10-7 K-1, medido a293 K (20° C).

As"camadas dieléctricas’ sao revestimentos constituidos por vérias camadas de materiaisisolantes,
utilizando-se as propriedades de interferéncia de um conjunto de materiais com indices de refraccdo
digtintos parareflectir, transmitir ou absorver diferentes bandas de comprimento de onda. A designacéo
"camadas dieléctricas’ diz respeito amais de 4 camadas diel éctricas ou camadas " compdsitas'
dieléctrico/metal.

A designacdo "carboneto de tungsténio cementado” ndo abrange os materiais paraferramentas de corte e
de enformacdo quando se tratar de carboneto de tungsténio/(cobalto, niquel), carboneto de titanio/(cobalto,
niquel), carboneto de crémio/niquel—cromio e carboneto de cromio/niquel.

N&o é abrangida a "tecnologia' especialmente concebida para a deposicao de carbono diamante sobre a
superficie dos objectos a seguir indicados:

cabegas e unidades de disco magnéticas, equipamento para o fabrico de objectos descartaveis, vavulas
paratorneiras, diafragmas aclsticos para dtifal antes, pecas de motores de automovel, ferramentas de
corte, matrizes de perfurar ou de estampar, equipamentos de burdtica, microfones ou instrumentos
médicos, ou moldes para o vazamento ou moldagem de plé&sticos, fabricados a partir de ligas com menos
de 5% de berilio.

A designacao "carboneto de silicio" ndo abrange os materiais para ferramentas de corte e de enformacao.

Os materiais cerémicos a que aqui se faz referéncia ndo abrangem os materiais cerdmicos que contenham,
em massa, 5% ou mais de argilaou cimento, quer como constituintes separados, quer combinados.
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO —NOTAS TECNICAS

Aos processos enumerados na coluna 1 do quadro correspondem as seguintes definicoes:

a A deposicdo em fase vapor por processo quimico (CV D) é um processo de revestimento por coberturaou
por modificacéo da superficie caracterizado pela deposicdo de um metal, liga, materia "compdsito”,
material dieléctrico ou material cerdmico num substrato aquecido. Os reagentes gasosos sa0 decompostos
ou combinados na vizinhanga de um substrato, o que da lugar a deposi¢ao do e emento, liga ou materia
composto desgjado nesse substrato. A energia necessaria para o processo de decomposi 3o ou de reac¢ao
quimica podera ser fornecida pelo calor do préprio substrato, por um plasma de descarga luminescente ou

por umairradiagao "laser".

N.B.1 A designacao "deposi¢ao em fase vapor por processo quimico” abrange os seguintes
processos. deposi¢ao fora de caixa com fluxo de gés dirigido, CVD pulsante, deposicéo
térmica com nucleagdo controlada (CNTD) e processos de deposi¢éo em fase vapor por
processo quimico activados ou assistidos por plasma.

N.B. 2 O termo "caixa' designaum substrato imerso numa mistura de pos.
N.B.3 Os reagentes gasosos utilizados no processo fora de caixa sao obtidos recorrendo as mesmas

reaccOes e parametros bési cos utilizados no processo de cementacdo em caixa, com a
diferenca de que o substrato arevestir ndo estd em contacto com a misturade pos.

b. A deposicao em fase vapor por processo fisico com vaporizacao térmica (TE—PV D) é um processo de
revestimento por cobertura conduzido em camara de vacuo, auma pressdo inferior a0,1 Pa, caracterizado
por se utilizar uma fonte de energiatérmicaparavaporizar o materia de revestimento. Este processo da
lugar & condensacao, ou a deposi¢cao, das espéci es vaporizadas sobre substratos convenientemente
posicionados.

A introducdo de gases na cmara de vacuo durante o processo de revestimento, para sintetizar
revestimentos compostos, congtitui uma variante corrente do processo.

A utilizacdo de feixes de i6es ou de el ectrbes, ou de plasma, paraactivar ou assistir adeposicao do
revestimento constitui também uma modificacio corrente desta técnica. E ainda possivel utilizar
instrumentos de controlo para medir as caracteristicas Opticas e a espessura dos revestimentos no decurso
destes processos.

A deposicao em fase vapor por processo fisico com vaporizacao térmica (TE—PV D) abrange os seguintes
processos:

1. A deposicdo em fase vapor por processo fisico com feixe de electrfes, naqua se utilizaum feixe
de electrdes para aquecer e vaporizar o materia que ird congtituir o revestimento;

2. A deposicdo em fase vapor por processo fisico com aquecimento por resisténcia assistida por feixes
deibes, naqud se utilizam fontes de aguecimento por resisténcia el éctrica em associacdo com o
impacto de feixes deides de formaaproduzir um fluxo controlado e uniforme do material
vaporizado que ir congtituir o revestimento;

3. A vaporizacdo por "laser", naqud se utilizam feixes "laser" continuos ou pulsados para aquecer o
material que ir congtituir o revestimento;
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO —NOTAS TECNICAS

Processos enumerados na coluna 1 do quadro (continuagao):

b. 4. A deposicao por arco catodico, naqual se utilizaum catodo consumivel do materia queird
condtituir o revestimento e se produz uma descarga de arco na superficie, por contacto momentaneo
de um disparador ligado aterra. A movimentacao controlada do arco desgasta a superficie do
cétodo, criando um plasma fortemente ionizado. O anodo podera ser um cone, fixado na periferia
do ca&todo com umisolador, ou a propriacamara. A polarizacéo do substrato permite efectuar a
deposicdo em zonas fora da linha de visdo.

N.B. Esta defini¢ao néo abrange a deposi¢ao por arco catddico ndo dirigido em substratos
ndo polarizados.

5. A metalizacdo idnica, que € uma modificacdo especial do processo geral TE-PVD, naqua se
utilizauma fonte de iGes ou um plasma paraionizar aespécie adepositar e se aplicauma
polarizacéo negativa ao substrato, de modo afacilitar aextraccao daespécie do plasma. A
introducao de espécies reactivas, avaporizacdo de sdlidos na cAmara onde decorre 0 processo e a
utilizacdo de instrumentos de controlo paramedir as caracteristicas Opticas e a espessura dos
revestimentos no decurso do processo constituem modificagdes correntes deste processo.

C. A cementacao em caixa é um processo de revestimento por modificagcdo da superficie ou por cobertura, no
qua um substrato é imerso numa mistura de pos (caixa), daqual fazem parte:
1 Os pbs metalicos a depositar (em geral, de aluminio, crémio, silicio ou combinagdes destes);
2. Um activador (normalmente um hal ogeneto); e
3. Um po inerte, quase sempre alumina.

O substrato e amistura de pés sdo introduzidos numa retorta, que € aquecida a umatemperatura
compreendida entre 1030 K (757°C) e 1375 K (1102°C) durante 0 tempo necessario para a deposi¢ao do
revestimento.

d. A pulverizacao por plasma € um processo de revestimento por coberturano qual um canhdo (magarico
pulverizador), que produz e controla um plasma, contém os materiais que irdo constituir o revestimento,
sob aformade pd ou de fio, procede a sua fusdo e os projecta contra um substrato, onde se forma um
revestimento totalmente aderente. A pulverizacdo por plasma podera ser uma pulverizacdo por plasmaa
baixa pressdo ou uma pulverizacdo por plasma a alta vel ocidade.

N.B.1 Por baixa presso, entende—se uma pressao inferior & pressdo atmosférica ambiente.
N.B.2 Por dta velocidade, entende-se uma velocidade do gas a saida do canhdo superior a 750 m/s,

caculadaa 293 K (20°C) paraumapresséo de 0,1 MPa.

e A deposic¢ao de barbotina € um processo de revestimento por modificacdo da superficie ou por cobertura,
no qual um pd metalico ou cerdmico com um ligante orgénico, em suspensdo num liquido, é aplicado a
um substrato por pulverizacdo, imersao ou pintura. Depois de seco ao ar ou num forno, o conjunto €
submetido a um tratamento térmico, afim de se obter o revestimento pretendido.
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QUADRO — TECNICAS DE DEPOSICAO — NOTAS TECNICAS

Processos enumerados na coluna 1 do quadro (continuago):

f. A deposi¢do por pulverizagdo catddica € um processo de revestimento por cobertura baseado num
fendmeno de transferéncia de quantidade de movimento, no qual ides positivos sdo acelerados por um
campo el éctrico até a superficie de um alvo (do materia queiraconstituir o revestimento). A energia
cinéticados ides que chocam com o avo € suficiente paralibertar &omos da sua superficie, indo estes
depositar-se num substrato convenientemente posi cionado.

N.B.1 O quadro diz respeito, unicamente, a deposicao por pulverizacdo catddica com triodo, com
magnetrdo ou reactiva, utilizadas para aumentar a aderéncia do revestimento e avelocidade
de deposi¢éo, e a deposicao por pulverizagdo catddicaintensificada por radiofrequéncia
(RF), utilizada para permitir avaporizacdo de materiais de revestimento ndo metdicos.

N.B. 2 Para activar a deposicdo podem ser utilizados feixes iénicos de baixa energia (inferior
a5keV).

g. A implantacdo idnica é um processo de revestimento por modificacdo da superficie, no qual o elemento a
ligar éionizado, acelerado num gradiente de potencia e implantado na zona superficial do substrato. Esta
definicdo abrange processos em que aimplantacao idnica sgja concomitante com uma deposicao em fase
vapor por processo fisico com feixe de electrbes ou com uma deposicao por pulverizacdo catddica
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CATEGORIA 3—ELECTRONICA

3A Sistemas, equipamentos e componentes

Nota I: O estatuto dos equipamentos e componentes referidos em 34001 ou 34002, com
excepgdo dos referidos em 34001.a.3. a 34001.a.10. ou 34001.a.12., que sejam
especialmente concebidos para apresentar as mesmas caracteristicas funcionais que
outros equipamentos ou que possuam essas mesmas caracteristicas é determinado
pelo estatuto desses outros equipamentos.

Nota 2: O estatuto dos circuitos integrados referidos em 34001.a.3. a 34001.a.9.
ou 34001.a.12., concebidos ou programados de forma inalteravel para uma fungdo
especifica para outros equipamentos, é determinado pelo estatuto dos outros
equipamentos.

Caso o fabricante ou o requerente ndo possam determinar o estatuto dos
outros equipamentos, o estatuto dos circuitos integrados é determinado em
34001.a.3. a 34001.a.9. e em 34001.a.12.

Caso o circuito integrado seja um "microcircuito microcomputador" ou um
microcircuito microcontrolador a base de silicio referido em 34001.a.3. com
um comprimento de palavra dos operandos (dados) de 8 bits ou inferior, o
estatuto do circuito integrado é determinado em 34001.a.3.

3A001 Componentes €l ectrénicos:

a Circuitosintegrados de uso gerd:

Nota 1:

Nota 2:

O estatuto das bolachas (acabadas ou ndo acabadas), nas quais tenha sido
determinada a fungdo, serd avaliado em fung¢do dos pardmetros apresentados
em 34001.a.

Nos circuitos integrados estdo incluidos os seguintes tipos:
"Circuitos integrados monoliticos";
"Circuitos integrados hibridos";
pome L
Circuitos integrados multipastilhas",
"Circuitos integrados do tipo pelicula”, incluindo circuitos integrados de
silicio sobre safira;
"Circuitos integrados opticos".

1 Circuitos integrados concebidos ou classificados como reforgados contra radiagdes,
capazes de suportar:

a
b.
C.

uma dose total de 5x10° Gy (silicio) ou superior;

uma taxa de aumento da dose de 5x10° Gy (silicio)/s ou superior; ou

uma fluéncia (fluxo integrado) de neutrdes (equivalente de 1 MeV) igua ou
superior a5 x 10" n/em?® em silicio, ou o seu equivaente noutros materiais;
Nota: 34001.a.1.c. ndo se aplica aos semicondutores isolantes metalicos
(MIS).
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3A001 a (continuagéo)

2. "Microcircuitos microprocessadores', " microcircuitos microcomputadores”,
microcircuitos microcontroladores, circuitos integrados de memariafabricados a
partir de um semi-condutor composto, conversores anal 6gico-digitais, conversores
digital-anal 6gicos, "circuitos integrados Opticos' ou el ectro-Opticos para
"processamento de sinais', dispositivos de campo programaveis, circuitos integrados
de redes neuronais, circuitos integrados por encomenda (custom) cujafuncéo é
desconhecida ou que se destinem a ser utilizados em equipamentos cujo estatuto €
desconhecido, processadores de transformacao de Fourier rapida (TFR), memdrias
programaveis apagavei s €l ectroni camente somente paraleitura (EEPROM), memdrias
instantaneas ou memarias estéticas de acesso deatdrio (SRAM), com uma das
seguintes caracterigticas:

a Classificados como aptos a funcionar a uma temperatura ambiente superior
a398K (125°C);

b. Classificados como aptos a funcionar a uma temperatura ambiente inferior
a218 K (-55°C); ou

C. Classificados como aptos a funcionar em toda a gama de temperaturas
ambientesde 218 K (-55°C) a398 K (125°C);

Nota: 34001.a.2. ndo abrange circuitos integrados destinados a aplicagoes em

automoveis civis ou comboios dos caminhos de ferro.

3. "Microcircuitos microprocessadores’, "microcircuitos microcomputadores’ e
microcircuitos microcontroladores fabricados a partir de um semicondutor
composto e funcionando com uma frequéncia de rel 6gio superior a40 MHz;

Nota: 3A4001.a.3. inclui processadores de sinais digitais, processadores
matriciais digitais e coprocessadores digitais.

4, Circuitos integrados de memaria fabricados a partir de um semicondutor composto;

5. Circuitos integrados conversores anal 6gico-digitais e digital-anal gi cos:

a Conversores anal ogico-digitais com uma das seguintes caracteristicas:

N.B.. VERTAMBEM 3A101

1 Resolug&o igua ou superior a8 hits, masinferior a 10 bits, com um
débito superior a 500 milhdes de pdavras por segundo;

2. Resolucéo igual ou superior a 10 bits mas inferior a 12 bits, com um
débito superior a 200 milhdes de paavras por segundo;

3. Resolucéo de 12 bits com um débito superior a 105 milhfes de palavras
por segundo;

4, Resolucdo superior a 12 bits, masigua ou inferior a 14 bits, com um
débito superior a 10 milhdes de palavras por segundo; ou

5. Resolucéo superior a 14 bits com um débito superior a2,5 milhfes de
palavras por segundo;

b. Conversores digital -anal Ggicos com uma resolucao igua ou superior a12 bitse
um "tempo de estabilizacgo" inferior a10 ns;

Notas Técnicas:

1. Uma resolugdo de n bits corresponde a uma quantiza¢do de 2" niveis.

2. O numero de bits na palavra debitada é igual a resolugdo do conversor
analogico-digital.

3. O débito é o débito maximo do conversor, independentemente da arquitectura
ou da sobreamostragem. Os vendedores podem igualmente fazer referéncia ao
débito como taxa de amostragem, taxa de conversdo ou taxa de transmissdo. E
frequentemente especificada em megahertz (MHz) ou mega amostras por
segundo (MSPS).

4. Para efeitos de medicdo do débito, uma palavra debitada por segundo é
equivalente a um Hertz ou a uma amostra por segundo.
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3A001 a (continuacéo)

6.

10.

11.

12.

"Circuitos integrados Opticos' ou electro-6pticos para " processamento de sinais' com
todas as seguintes caracterigticas:

a Umou maisdiodos"laser" internos;

b. Um ou mais elementosinternos detectores deluz; e

c. Guiasdeondas Opticas;

Dispositivos 16gicos de campo programaveis com uma das seguintes caracteristicas:

a Um ndmero equivalente de portas | 6gicas utilizaveis superior a 30000 (portas
| 6gicas de duas entradas);

b. Um "tempo de propagacdo por portalégica elementar” tipico inferior a0,1 ns;
ou

C. Uma frequéncia de comutagéo superior a133 Mhz;

Nota:  34001.a.7 inclui:
- Dispositivos logicos programaveis simples (SPLD)
- Dispositivos logicos programdaveis complexos (CPLD)
- Matrizes de portas de campo programaveis (FPGA)
- Matrizes de logicas de campo programaveis (FPLA)
- Interligacées de campo programaveis (FPIC)

N.B. Os dispositivos logicos de campo programaveis sdo também conhecidos por
matrizes de portas de campo programaveis ou matrizes logicas de campo
programaveis.

N&o utilizado;

Circuitos integrados de redes neuronais;

Circuitos integrados por encomenda (custom) cujafuncéo é desconhecida ou que se

destinem a ser utilizados em equipamentos cujo estatuto o fabricante desconhece, com

uma das seguintes caracteristicas:

a Mais de 1000 terminais,

b. Um "tempo de propagacao por portalégica elementar” tipico inferior a0,1 ns;
ou

C. Uma frequéncia de funcionamento superior a3 GHz;

Circuitos integrados digitais, com excepcdo dos referidos em 3A001.a.3.

a3A001.a.10. e 3A001.a.12., fabricados a partir de um semicondutor composto e com

uma das seguintes caracteristicas:

a Um ndmero equivaente de portas |6gicas superior a3 000 (portas |6gicas de
duas entradas); ou

b. Uma frequéncia de comutacéo superior al,2 GHz;

Processadores de transformag&o de Fourier rdpida (TFR) com um tempo de execugdo
nominal de uma TFR complexade N pontosinferior a (N log, N)/20480 ms, em que
N € 0 nimero de pontos,

Nota técnica:

Quando N ¢ igual a 1024 pontos, a formula apresentada em 34001.a.12 da um tempo
de execugdo de 500 us.
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3A001

(continuac&o)

b. Componentes de micro-ondas ou de ondas milimétricas:

1 Cétodos e vavulas € ectronicas de vazio:

Nota I:

Nota 2:

34001.b.1. ndo abrange as valvulas concebidas ou classificadas como
aptas para funcionar em qualquer banda de frequéncia que satisfaca
todas as seguintes caracteristicas:
a. Ndo exceder 31,8 GHz; e
b. Ter sido "atribuida pela UIT" para servigos de
radiocomunicag¢oes mas ndo para radiodeterminagdo.
34001.b.1. ndo abrange valvulas ndo "qualificadas para uso
espacial” com todas as seguintes caracteristicas:
a. Poténcia média de saida igual ou inferior a 50 W; e
b. Terem sido concebidas ou dimensionadas para funcionar em
qualquer banda de frequéncias com todas as seguintes
caracteristicas:
1. Superiores a 31,8 GHz mas sem exceder 43,5 GHz; e
2. "Atribuidas pela UIT" para servigos de
radiocomunicagdes, mas ndo para determinag¢do por
radio.

a Vavulas de onda progressiva, onda pulsada ou continua

1
2.

3.

Que funcionem afregquéncias superiores a 31,8 GHz;

Que tenham um elemento para aquecimento do cdtodo com um tempo

de arranque para a poténcia RF nomina inferior a 3 segundos,

Vdavulas de cavidades acopladas ou seus derivados, com uma"largura

de banda fraccionada' superior a 7% ou uma poténcia de pico superior

a2,5kw;

Vavulas de hélice, ou seus derivados, com uma das seguintes

caracteristicas:

a "Largurade bandainstantanea’ superior a uma citava e produto
da poténcia média, (expressaem kW) pelafrequéncia, (expressa
em GHz) superior a0,5;

b. "Largurade bandainstantanea" igual ou inferior aumaoitavae
produto da poténcia média, (expressaem kW) pelafrequéncia
(expressaem GHZz) superior al; ou

C. "Quadlificadas para uso espacid";

b. Vavulas amplificadoras de campo cruzado com ganho superior a17 dB;

C. Céatodos impregnados para valvulas e ectronicas que produzam uma densidade
de corrente em emissdo continua nas condi¢des nominais de funcionamento
superior a5 Alcm?;
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3A001 b. (continuacéo)

2. Amplificadores de poténcia com circuitos integrados monoliticos de micro-ondas

(MMIC) com umadas seguintes caracteristicas.

a Classificados para funcionamento a frequéncias superioresa 3 GHz até 6 GHz
inclusive e com uma poténcia média de saida superior a4 W (36 dBm) com
uma"largura de bandafraccionada’ superior a 15%;

b. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a6 GHz até 16 GHz
inclusive e com uma poténcia média de saida superior a1 W (30 dBm) com
uma"largura de bandafraccionada’ superior a 10%;

C. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 16 GHz até 31,8
GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a0,8 W (29 dBm)
com uma "largura de banda fraccionada' superior a 10%;

d. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 31,8 GHz até 37,5
GHzinclusive;

e Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 37,5 GHz até 43,5
GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a0,25 W (24 dBm)
com uma"largura de banda fraccionada" superior a 10%; ou

f. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 43,5 GHz.

ota I: 34001.b.2. ndo abrange o equipamento para satélites de radiodifusao
concebido ou classificado como apto para funcionar na gama de
frequéncias de 40,5 GHz a 42,5 GHz.

Nota 2: O estatuto dos MMIC cuja classificagdo de frequéncia de funcionamento

inclua frequéncias referidas em mais do que uma das gamas de
frequéncia definidas em 34001.b.2.a. a 34001b.2.f. serd determinado
pelo limiar inferior da poténcia média de saida.

Nota 3: Das notas 1 e 2 do proémio da Categoria 3 resulta que 34001.b.2. ndo

abrange os MMIC que sejam especialmente concebidos para outras
aplicagoes, por exemplo, telecomunicagoes, radar, automoveis.

3. Transistores de micro-ondas discretos com uma das seguintes caracterigticas:

a Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 3,2 GHz até 6 Ghz
inclusive e com uma poténcia média de saida superior a60 W (47,8 dBm);

b. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a6 GHz
até 31,8 GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a20 W (43
dBm);

C. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 31,8 GHz até 37,5
GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a0,5W (27 dBm);

d. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 37,5 GHz até 43,5

Ghz inclusive, e com uma poténcia de saida média superior a1l W (30 dBm);

ou

Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 43,5 GHz.

Nota: O estatuto dos transistores cuja classifica¢do de frequéncia de
funcionamento inclua frequéncias referidas em mais do que uma das
gamas de frequéncia definidas em 34001.b.3.a. a 34001b.3.e. serd
determinado pelo limiar inferior da poténcia média de saida.

@
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3A001 b. (continuacao)
4. Amplificadores de micro-ondas de estado solido e conjuntosmédul os de micro-ondas
gue contenham amplificadores de micro-ondas com uma das seguintes caracteristicas:
a Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 3,2 GHz até 6
GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a60 W (47,8 dBm)
com uma"largura de banda fraccionada" superior a 15%;

b. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a6 GHz até 31,8
GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a15 W (42 dBm)
com uma"largura de banda fraccionada" superior a 10%;

C. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 31,8 GHz até 37,5
GHz inclusive;

d. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 37,5 GHz até 43,5
GHz inclusive e com uma poténcia média de saida superior a1l W (30 dBm)
com uma"largura de banda fraccionada’ superior a10%;

e Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 43,5GHz; ou

f. Classificados para funcionamento a frequéncias superiores a 3GHz e com todas

as seguintes caracterigticas:

1 Poténcia média de saida, P, (em watts) superior a150 adividir pela
frequéncia maxima de servico (em GHz) devada ao quadrado
[P>150W* GHZ/f o2

2. "Largurade bandafraccionada’ igual ou superior a5%; e

3. Dois lados perpendiculares entre s com um comprimento d (em cm)
igual ou inferior a15 adividir pelafrequéncia minimade servico em
GHz [d<15cm* GHZ/f gy .

Nota técnica:

Nos amplificadores classificados com uma gama de funcionamento que
desca até 3,2 GHz e abaixo [d<l5cm*GHz/3,2 GHz], deve utilizar-se a
frequéncia 3,2 GHz como frequéncia de funcionamento mais baixa (fc.)
na formula contida em 34001.b.4.f.3.

N.B.: Os amplificadores de poténcia com MMIC devem ser avaliados segundo
os critérios enunciados em 34001.5.2..

Nota 1: 34001.b.4. ndo abrange o equipamento de radiodifusdo por satélite
concebido ou classificado para funcionar na gama de frequéncia de 40,5
a42,5 GHz.

Nota 2: O estatuto dos produtos cuja classificagdo de frequéncia de
funcionamento inclua frequéncias referidas em mais do que uma das
gamas de frequéncia definidas em 34001.b.4.a. a 34001.b.4.e. serd
determinado pelo limiar inferior da poténcia média de saida.

5. Filtros passa-banda ou corta-banda sintonizavei s €l ectronica ou magneticamente com
mais de 5 ressoadores sintonizavei s capazes de sintonizacéo numa banda de
frequénciasde 1,5:1 (fra/frmin) €M Menos de 10 s, com uma das seguintes
caracteristicas:

a Largura da banda passante superior a0,5 % da frequénciacentral; ou

b. Largura da banda suprimidainferior a 0,5 % dafreguéncia central;

6. N&o utilizado.

7. Misturadores e conversores concebidos para alargar agama de frequéncias dos
equipamentos referidos nos pontos 3A002.c., 3A002.e. ou 3A002.f. paraaém dos
limites nelesindicados;
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3A001 b. (continuacéo)

8. Amplificadores de poténcia de micro-ondas que contenham valvulas referidas em
3A001.b. e com todas as seguintes caracteriticas:

a Frequéncias de funcionamento superioresa3 GHz;

b. Densidade da poténcia média de saida superior a 80 W/kg; e

c.  Volumeinferior a400 cm®;

Nota: 34001.b.8. ndo abrange o equipamento concebido ou classificado como
apto para funcionamento em qualquer banda de frequéncias "atribuida
pela UIT" para servigos de radiocomunicagoes, mas ndo para
radiodeterminacdo.

0. M 6dul os de poténcia de micro-ondas (MPM) formados por, no minimo, um tubo de
ondas progressivas, um circuito integrado monolitico de micro-ondas e um adaptador
de poténcia electrénico integrado, com as seguintes caracterigticas:

a Um tempo de arranque, desde 0 momento em que aligacéo é activada até a
operacionalidade plena, inferior a 10 segundos,

b. Uma capacidade inferior & poténcia nominal méxima, em watts, multiplicada
por 10 cm*/W; e

C. Uma"largura de bandainstanténea" superior aum oitava (fiyex. > 2fmin) € uma
das seguintes caracterigticas:

1 Para frequénciasiguais ou inferiores a 18 GHz, uma poténcia de saida
RF superior a100 W; ou
2. Uma frequéncia superior a 18 GHz.

Notas técnicas:

1. Para calcular a capacidade de controlo em 34001.5.9.b., apresenta-se o
seguinte exemplo: para uma poténcia nominal maxima de 20 W, a capacidade
deve ser: 20 Wx 10 cm’/W = 200 cm’.

2. O tempo de arranque em 34001.b.9.b. refere-se ao tempo que decorre entre a
fase de completamente desligado a de operacionalidade plena; ou seja, inclui o
tempo de aquecimento do MPM.

c. Dispositivos de ondas aclsticas e componentes especialmente concebidos para 0s mesmos:

1 Dispositivos de ondas acUsticas superficiais e de ondas aclgticas de superficie
dedizante (carga superficial) (ou sgja, dispositivos de " processamento de sSinais' que
utilizem ondas €l &sticas em materiais), com uma das seguintes caracteristicas:

a Frequéncia portadora superior a2,5 GHz;

b. Freguéncia portadora superior a1 GHz, mas ndo a2,5 GHz e com umadas
seguintes caracterigticas:

1 Rejeicdo dos |6bulos laterais de frequéncia superior a 55 dB;

2. Produto do tempo de atraso maximo pelalargura da banda (tempo em ps
e largura de banda em MHZz) superior a 100;

3. Largura da banda superior 2250 Mhz; ou

4, Atraso dispersivo superior a 10 us; ou

C. Freguéncia portadoraigua ou inferior a1 GHz e com uma das seguintes
caracteristicas:

1 Produto do tempo de atraso méximo pelalargura da banda (tempo em ps
e largura de banda em MHZz) superior a 100;

2. Atraso dispersivo superior a10 us; ou

3. Rejeicdo dos I6bulos laterais de frequéncia superior a55 dB e largurada
banda superior a50 MHz;

2. Dispositivos de ondas aclsticas volumétricas (ou sga, dispositivos de " processamento
desinais' que utilizem ondas el&sticas) que permitam processamento directo de sinais
afrequéncias superioresal GHz;

3. Dispositivos aclstico-Opticos de " processamento de sinais' que utilizem ainteraccéo
de ondas acUsticas (onda volumétrica ou onda superficial) e ondas de luz que
permitam o processamento directo de sinais ou imagens, incluindo andlise espectral,
correlagdo ou convolucao;
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3A001 (continuacéo)

d. Dispositivos ou circuitos €l ectroni cos que contenham componentes fabricados a partir de
materiais " supercondutores’ especial mente concebidos para funcionamento a temperaturas
inferiores a"temperatura critica' de pelo menos um dos constituintes " supercondutores’,
com uma das seguintes caracteristicas:

1 Comutacao de corrente para circuitos digitais que utilizam portas 16gicas
"supercondutoras’ com um produto do tempo de propagacao por portalégica (em
segundos) pela dissipacio de poténcia por portaldgica (em watts) inferior a10™ J; ou

2. Seleccdo de frequéncias em todas as frequéncias com utilizagdo de circuitos
ressonantes com vaores de Q superiores a 10000;

e Dispositivos de altaenergia
1.  'Alhas:

a 'Pilhas primérias’ com uma 'densidade de energia superior a 550 Whikg a
20°C;

b. 'Pilhas secundérias’ com uma 'densidade de energia superior a250 Wh/kg;

Notas técnicas:

1. Para efeitos de 34001 .e.1., a 'densidade de energia’ (Wh/kg) é calculada a
partir da voltagem nominal multiplicada pela capacidade nominal em ampere-
hora dividida pela massa em quilogramas. Se a capacidade nominal ndo
estiver indicada, a densidade de energia é calculada a partir da voltagem
nominal ao quadrado que é depois multiplicada pela duracdo da descarga, em
horas, dividida pela descarga total, em ohms, e pela massa, em quilogramas.

2. Para efeitos de 34001 .e.i., uma 'pilha’ é um dispositivo electroquimico, que
dispoe de eléctrodos positivo e negativo, e de electrolito, e constitui uma fonte
de energia eléctrica. Constitui a componente de base de uma bateria.

3. Para efeitos de 34001.e.1.a., uma 'pilha primaria’ é uma 'pilha’ que ndo esta
concebida para ser carregada a partir de outra fonte.

4. Para efeitos de 34001 .e.1.b., uma 'pilha secundaria’ é uma 'pilha’ concebida
para ser carregada a partir de uma fonte eléctrica externa.

Nota: 34001.e.1. ndo abrange baterias, incluindo baterias de pilha unica.

[N6A4]

2. Condensadores de armazenamento de dtaenergia:

N.B.. VERTAMBEM 3A201.a.

a Condensadores com um ritmo de repeticéo inferior a 10 Hz (condensadores
monodisparo) com todas as seguintes caracteristicas):

1. Tensdo nominal igual ou superior a5 kV;
2. Densdade daenergiaigua ou superior a250 JKkg; e
3. Energiatotd igual ou superior a25 kJ;
b. Condensadores com um ritmo de repeticao igual ou superior a 10 Hz
(condensadores de repeticéo) com todas as seguintes caracteristicas:
1 Tensdo nominal igua ou superior a5 kV;
2. Densidade de energiaigud ou superior a 50 JKg;
3. Energiatota igual ou superior a100 J; e
4, Vidaem ciclos carga/descargaigual ou superior a 10 000;
113
ANEXO| PT



3A001

[N3A4]

€.

(continuacéo)

3. Electroimanes ou solendides "supercondutores’ especialmente concebidos para
uma carga ou descarga completa em menos de 1 segundo com todas as seguintes
caracteristicas:

N.B.. VER TAMBEM 3A201.b.

Nota: 34001.e.3. ndo abrange electroimanes ou solenoides "supercondutores"
especialmente concebidos para equipamento médico de imagem por
ressondancia magnética (MRI).

a Energiafornecida durante a descarga superior a 10 kJ no primeiro segundo;

b. Diametro interior dos enrolamentos que transportam a corrente superior

a250 mm; e
C. Previstos para umaindugdo magnética superior a8 T ou uma "densidade total
de corrente" no enrolamento superior a300 A/mm?:

Céulas solares, conjuntos de janelas de cdlulas solares interligadas (CIC), painéis solares e
grupos solares "qudificados para uso espacia, com uma eficiéncia média minima superior
a 20% a uma temperatura de funcionamento de 301 K (28°C) em condicdes de iluminacéo
smulada'AMO' com umaiirradiancia de 1367 watts por metro quadrado (W/n).

Nota técnica:

'"AMO’ ou 'massa atmosférica zero', refere-se a irradiancia espectral da luz solar na
atmosfera exterior da Terra quando a distancia entre a Terra e o Sol é de uma unidade
astronomica (UA).

Codificadores de posi¢éo absoluta de veios com entrada rotativa, com uma das seguintes
caracteristicas:

1 Resolucdo melhor que uma parte em 265000 (resolugdo de 18 bits) em toda escala; ou
2. Precisdo melhor que 2,5 segundos de arco.

Dispositivostiristores sdlidos pulsados de interrupcao de poténcia e 'médulostiristores que
utilizem métodos de comutagao el éctricos, Opticos ou por radiacéo de electrbes, com u~ma
das seguintes caracterigticas.
1 Um crescimento maximo da corrente de arranque (di/dt) superior 230 000 A/us e
umatensdo de estado de bloqueio superior a 1000 V; ou
2. Um crescimento méaximo da corrente de arranque (di/dt) superior a2000 A/us € as
seguintes caracteristicas:
a.  Umatensdo de pico de estado de bloqueio igual ou superior a 3000 V;

e
b.  Um pico (oscilagdo) de corrente igual ou superior a 3000 A.

Nota 1:  34001.g. inclui

— Rectificadores de silicio controlados (SCR)

— Tiristores de comutagao eléctrica (ETT)

— Tiristores de comutagdo luminosa (LTT)

— Tiristores de comutagdo por porta integrada (IGCT)

— Tiristores de bloqueio por porta (GTO)

— Tiristores controlados por transistor MOS (MCT)

—  Solidtrons
Nota 2:  34001.g. ndo abrange dispositivos tiristores nem 'modulos tiristores’
integrados em equipamento concebido para aplicagoes em transporte ferroviario
civil ou em "aeronavegagdo civil".
Nota técnica:
Para efeitos de 34001.g., um 'modulo tiristor' contém um ou mais dispositivos
tiristores.
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3A002 Equipamentos el ectrénicos de uso geral:

a Equipamentos de registo e fitas de ensaio especia mente concebidas para 0s mesmos:

1

Gravadores de fita magnética com instrumentacdo anal 6gica, incluindo os que
permitem agravacado de sinais digitais (p. ex., através de um maddul o de registo digital
de dtadensidade (HDDRY)), com uma das seguintes caracteristicas:
a Largura de banda superior a4 MHz por cand electrénico ou pista;
b. Largura de banda superior a2 MHz por canal eectrénico ou pistae com mais
de 42 pigtas; ou
C. Erro de deslocamento temporal (de base), medido de acordo com os
documentos aplicaveis do IRIG ou daEIA, inferior a+0,1 s,
Nota: Os gravadores analogicos de fita magnética especialmente concebidos
para gravagoes civis ndo sdo considerados gravadores de fita com
instrumentacdao.

Gravadores video digitais de fita magnética com um débito méximo de transferéncia

nainterface digitd superior a 360 Mbit/s;

Nota: 34002.a.2. ndo abrange os gravadores video digitais de fita magnética
especialmente concebidos para gravagoes televisivas que utilizam um
formato de sinal, que pode incluir um formato de sinal comprimido,
normalizado ou recomendado pela UIT, pela CEI, pela SECT, pela
UER, pelo ETSI ou pelo IEEFE para aplicagoes de televisdo civis.

Gravadores de dados de fita magnética com instrumentacéo digital que utilizam

técnicas de varrimento helicoidal ou técnicas de cabegas fixas, com uma das seguintes

caracteristicas:

a Débito méximo de transferéncia nainterface digital superior a175 Mbit/s; ou

b. "Qualificados parauso espacid";

Nota: 34002.a.3. ndo abrange gravadores de fita magnética analogicos
equipados com electronica de conversdo HDDR e configurados para
registar apenas dados digitais.

Equipamentos, com um débito maximo de transferéncia nainterface digital
superior a 175 Mbit/s, concebidos para converter gravadores video digitais de fita
magnética em gravadores de dados com instrumentacdo digital;

Digitalizadores de onda e gravadores de fenémenos transitorios com as seguintes

caracteristicas:

a Frequéncia de digitalizacio igual ou superior a 200 milhdes de amostras por
segundo e resolucdo igual ou superior a 10 bits; e

b. Déhito continuo igual ou superior a2 Ghit/s;

Nota Teécnica:

Para os instrumentos com uma arquitectura de barramentos em paralelo, o debito

continuo ¢ o produto do débito mais elevado de palavras pelo numero de bits de uma

palavra.

"Débito continuo" é o débito de dados mais elevado que o instrumento pode passar a

um dispositivo de memoria de massa sem perda de qualquer informagdo, suportando

simultaneamente a frequéncia de amostragem e a conversdo analogico-digital;

Gravadores de dados com instrumentag&o digita que utilizam técnicas de registo em

disco magnético, com as seguintes caracterigticas:

a Frequéncia de digitaizacdo igua ou superior a 100 milhdes de amostras por
segundo e resolucdo igua ou superior a8 hits; e

b. Débito continuo igual ou superior a1l Ghits/s.

b. "Conjuntos electronicos' "sintetizadores de frequéncias’ com um "tempo de comutacdo de
frequéncia’ de uma sequéncia seleccionada para outrainferior al ms;

Nota:

O estatuto dos analisadores de sinais, dos geradores de sinais, dos
analisadores de rede e dos receptores de ensaio de micro-ondas enquanto
instrumentos isolados é determinado em 34002.c., 34002.d., 34002.e., e

3A4002.f. respectivamente.
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3A002

(continuacao)

"Analisadores de sinais' de radiofrequéncia:

1 "Analisadores de sinais' capazes de analisar frequéncias superiores a 31,8 GHz, mas
ndo superiores a 37,5 GHz e com uma largura de banda de 3dB de resolucéo superior

al0 MHz;
2. "Analisadores de sinais' capazes de analisar frequéncias superiores a43.5 GHz;
3. "Analisadores de sinais dindmicos' com uma "largura de banda em tempo real"
superior a500 kHz;
Nota: 34002.c.3. ndo abrange os "analisadores de sinais dinamicos" que

utilizam apenas filtros de largura de banda de percentagem constante,

(também conhecidos por filtros de oitava ou frac¢do de oitava)

Geradores de sinais de frequéncia sintetizada que produzam frequéncias de saida cuja

precisdo e estabilidade a curto e longo prazos sgjam controladas, derivadas ou impostas pelo

oscilador de referénciainterno principal, com umadas seguintes caracterigticas.

1 Frequéncia sintetizada maxima superior a 31,8 GHz mas ndo superior a43,5 GHz e

dimensionada paragerar 'impulsos de duracéo’ inferior a100 ns;
2. Frequéncia sintetizada maxima superior a43,5 GHz;

3. "Tempo de comutacdo de frequéncia' de uma frequéncia sel eccionada para outra com

uma das seguintes especificages:.
a Inferior alns;

b. Inferior a100 ps para qual quer mudanga de frequéncia superior a 1,6 GHz
dentro da gama de frequéncias sintetizada superior a 3,2 GHz mas que ndo

exceda 10,6 GHz;
C. Inferior a250 ps para qual quer mudanca de frequéncia superior a

550 MHz dentro da gama de frequéncias sintetizada superior a 10,6 GHz

mas que ndo exceda 31,8 GHz;

d. Inferior a500 s para qualquer mudanca de frequéncia superior a 550 MHz
dentro da gama de frequéncias sintetizada superior a 31,8 GHz mas que ndo

exceda 43,5 GHz; ou
e Inferior a 1 ms dentro da gama de frequéncias sintetizada superior a
43,5 GHz;

4, Ruido de fase de bandalateral tnica (SSB) melhor que (126 + 20 logsoF —20 logsf),
expresso em dBc/Hz, sendo F a diferenca em relacéo afrequéncia de funcionamento

em Hz ef afreguéncia de funcionamento em MHz;

Nota I: Para efeitos de 34002.d., o termo geradores de sinais de frequéncia sintetizada

inclui geradores de fungoes e de formas de onda arbitrarias.

Nota 2: 34002.d. ndo abrange equipamentos em que a frequéncia de saida seja obtida

pela adi¢do ou subtracgdo de duas ou mais frequéncias de osciladores de

cristal, ou por uma adi¢do ou subtracgdo seguida de uma multiplicagdo do

resultado.
Notas técnicas:

1. Os geradores de fungoes e de formas de onda arbitrarias sdo habitualmente
especificados através de frequéncia de amostragem (p. ex., Gsample/s), que é

convertida para o dominio RF pelo factor 2 de Nyquist. Assim, uma forma de onda

arbitraria GSample/s 1, tem uma capacidade de saida directa de 500 MHz. Ora,
quando se recorre a sobreamostragem, a capacidade mdxima de saida directa é
proporcionalmente menor.

2. Para efeitos do ponto 34002.d.1., por 'duracdo do impulso' entende-se o tempo

decorrido entre os momentos em que o flanco ascendente do impulso atinge 90% do

pico e o flanco descendente do impulso atinge 10% do pico.
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3A002 (continuacao)
e Analisadores de rede com uma frequéncia méxima de funcionamento superior a43,5 GHz;

f. Receptores de ensaio de micro-ondas com as seguintes caracteristicas:
1 Frequéncia maxima de funcionamento superior a43,5 GHz; e
2. Capacidade de medicdo smultanea de amplitude e fase;

0. Padrdes atdmicos de frequéncia com uma das seguintes caracteristicas.
1.  Estabilidade alongo prazo (envelhecimento) inferior a(melhor que) 1 x 10/més; ou
2. "Qualificados para uso espacia"
Nota: 34002.g.1 ndo abrange padroes de rubidio ndo "qualificados para uso
espacial”.

3A003 Sistemas de gestao térmica por "spray cooling” (arrefecimento por pulverizacdo) que utilizem
equipamento de circulacéo e recondicionamento do fluido em circuito fechado numa cdpsula selada
em gque um fluido dieléctrico é aspergido sobre os componentes el ectrénicos usando tubeiras
especia mente concebidas para o efeito afim de os manter dentro da respectivagamade
temperaturas de funcionamento, e componentes especialmente concebidos para 0s mesmos.

3A101 Equipamentos, dispositivos e componentes el ectronicos, excepto os referidos em 3A001:

a Conversores and 6gico-digitais, utilizaveis em "missais’, concebidos pararesponder a
especificacBes militares rel ativas a equipamentos robustecidos;

b. Aceleradores capazes de fornecer uma radiacdo el ectromagnética produzida por radiacéo de
travagem (bremsstrahlung) apartir de electrBes acelerados com umaenergiaigua ou
superior a2 MeV e sistemas que contenham estes acel eradores.

Nota: 34101.b. acima ndo abrange equipamentos especialmente concebidos para
fins médicos.

3A102 ‘Bateriastérmicas concebidas ou modificadas para 'misseais.

Notas técnicas:

1. Em 34102, 'baterias téermicas' sdo baterias de utilizagdo unica cujo electrolito é um sal
inorganico solido ndo-condutor. Estas baterias integram um material pirolitico que, quando
inflamado, funde o electrolito e activa a bateria.

2. Em 34102, 'missil’ refere-se a sistemas de foguete completos e a sistemas de veiculos aéreos
ndo tripulados com um raio de acgdo superior a 300 km.
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3A201 Componentes el ectrénicos, excepto os referidos em 3A001:

a Condensadores com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas.

1. a
b.
C.
d
2. a
b.
C.

Tensdo nominal superior al,4 kV;
Armazenamento de energia superior a 10J;
Capacidade superior a0,5 uF; e
Indutancia sérieinferior a50 nH; ou

Tensdo nominal superior a750 V;
Capacidade superior a0,25 uF; e
Indutdnciasérieinferior a10 nH;

b. Electroimanes solenoidais supercondutores, com as seguintes caracteristicas:
1 Capazes de criar campos magnéticos superioresa2 T;
2. Relacdo entre comprimento e diémetro interior superior a2;
3. Diémetro interior superior a300 mm; e
4, Campo magnético de uniformidade melhor que 1% nos 50% centrais do volume
interno.

34201.b. ndo abrange imanes especialmente concebidos e exportados "como
componentes de" sistemas médicos de imageologia por ressondncia magnética
nuclear (NMR). A expressdo "como componente de" ndo significa
necessariamente como componente fisica incluida no mesmo envio. Sdo
permiitidos envios separados de diferentes origens, desde que os respectivos
documentos de exportagdo especifiquem claramente que os envios sdo feitos
"como componentes dos" sistemas de imageologia.

C. Geradoresderaios X de rel@mpago ou aceleradores de e ectrfes pulsados, com um dos
seguintes conjuntos de caracteristicas.

1. a
b.

2 a
b.

Nota:

Uma energia electrénica de pico do acelerador igual ou superior a500 keV mas
inferior a25 MeV; e

Um "coeficiente de mérito" (K) igual ou superior a0,25; ou

Uma energia €l ectrénica de pico do acelerador igual ou superior a25 MeV; e
Um "energiade pico" superior a50MW.

34201.C. ndo abrange os aceleradores que sdo componentes de dispositivos
concebidos para fins que ndo abrangem feixes electronicos ou radiagdo de
raios X (microscopia electronica, por exemplo) nem os concebidos para fins
médicos:

Notas técnicas:
1. O "coeficiente de mérito" K é definido como:

K

= 1L.xI0VPQ

V é a energia electronica de pico em milhoes de electroes-volt.

Caso a duragdo do impulso do feixe do acelerador seja inferior ou igual a um us, Q é
a carga acelerada total em coulombs. Se a duragdo do impulso do feixe do acelerador
for superior a um us, Q é a carga acelerada maxima em 1 us.

QO = integral de i em ordem a t, ao longo do menor de dois intervalos de tempo. 1 pis
ou a duracéo do impulso do feixe (O =] idt), em que i é a corrente do feixe em
amperes e t é o tempo em segundos.

2. "Energia de pico" = (potencial de pico em volts) x (corrente de pico do feixe em
amperes).
3. Em maquinas baseadas em cavidades de aceleragdo de micro-ondas, a duragdo do

impulso do feixe é o menor de dois intervalos de tempo: 1 us ou a duragdo do pacote
de feixes resultante de um impulso modulador de micro-ondas.

4. Em maquinas baseadas em cavidades de aceleragdo de micro-ondas, a corrente de
pico do feixe é a corrente média durante o tempo em que existe um pacote de feixes.
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3A225 Modificadores ou geradores de frequéncia, excepto os referidos em 0B001.b.13., com as seguintes
caracteristicas:
a. Saida multifésica capaz de fornecer uma poténciaigual ou superior a40 Wi,
b. Funcionamento na gama de frequéncias de 600 a 2000 Hz;
c. Digtor¢do harmonicatotal melhor que (inferior a) 10%; e
d. Controlo de frequénciamelhor que (inferior @) 0,1%.
Nota técnica.
Os modificadores de frequéncia em 34225 sdo igualmente conhecidos por conversores ou
inversores.
3A226 Fontes de alimentacdo de corrente continua de alta poténcia, ndo incluidas em OB00L.j.6., com
ambas as seguintes caracteriticas:
a Capacidade para produzir continuamente, durante um periodo de 8 horas, uma tenséo
igual ou superior a 100 V com uma corrente de saidaigual ou superior a500 A; e
b. Estabilidade da corrente ou tensdo melhor que 0,1%, durante um periodo de 8 horas.
3A227 Fontes de aimentag&o de corrente continua de ata tensdo, ndo incluidas em 0B001.j.5., com as
duas caracteridticas seguintes:
a Capacidade para produzir continuamente, durante um periodo de 8 horas, umatensdo igua
ou superior a20 kV com uma corrente de saidaigual ou superioral A; e
b. Estabilidade da corrente ou tensdo melhor que 0,1%, durante um periodo de 8 horas.
3A228 Dispositivos de comutacao:
a Vdavulas de catodo frio, chelas ou ndo com gés, que funcionam como espinterémetros, com
as seguintes caracterigticas:
1. Trésou mais el éctrodos;
2. Tensdo anddica nominal de pico igual ou superior a2.5 kV;
3. Corrente anédica nominal de pico igual ou superior al00 A; e
4. Tempo de atraso no &nodo igual ou inferior a 10 ps.
Nota: 34228 inclui valvulas de gas kryton e valvulas de vacuo sprytron
b. Espinterémetros controlados por impulso com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Tempo de atraso no &nodo igual ou inferior al15 us; e
2. Corrente nominal de pico igua ou superior a500 A;
C. Madulos ou conjuntos com uma funcdo de comutacado rapida, com excepcao dos referidos
em 3A001.g., com as seguintes caracterigticas:
1. Tensdo anddicanomina de pico superior a2 kV;
2. Corrente anddicanominal de pico igual ou superior a500 A; e
3. Tempodearranqueigual ouinferior al ps.
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3A229 Dispositivos de ignicéo e geradores de impul sos de alta corrente equival entes.
N.B.. VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.
a Dispositivos de ignicdo de detonadores explosivos concebidos para activar detonadores
de controlo multiplo referidos em 3A232;
b. Geradores modulares de impul sos el éctricos (pulsadores), com as seguintes
caracteristicas:
1 Concebidos para equipamentos portateis, moveis ou robustecidos;
2. Encerrados em caixas estanques a prova de poeiras;
3. Capazes de fornecer a suaenergiaem menos de 15 s
4, Com uma corrente de saida superior a100 A;
5. Com um "tempo de subida" inferior a 10 pus em cargas inferiores a 40 ohms;
6. Sem dimensdes superiores a 254 mm;
7. Com peso inferior a25kg; e
8. Especificados para utilizacdo huma gama a argada de temperaturas (223 K (-50° C)
a373 K (100° C)) ou especificados como aptos para aplicacdes aeroespacias.
Nota: 34229.b. abrange accionadores de lampadas de arco de xenon.
Nota técnica:
Em 34229.b.5, entende-se por "tempo de subida’ o intervalo de 10% a 90% da amplitude
da corrente quando impulsiona cargas resistentes.
3A230 Geradores de impul sos de dta velocidade com ambas as seguintes caracteristicas:
a Tensfo de saida superior a6 V em cargas resistentes inferiores a 55 ohms, e
b. "Tempos de transi¢ao de impul sos' inferiores a 500 ps.
Nota técnica:
Em 34230, entende-se por 'tempo de transi¢cdo de impulsos' o intervalo de tempo que
corresponde a transi¢do de 10% para 90% da amplitude da tensao.
3A231 Sistemas geradores de neutrfes, incluindo vavulas, com ambas as seguintes caracteristicas.
a Concebidos para funcionamento sem sistema de vacuo externo; e
b. Utilizarem a acel eracdo electrostética parainduzir umareacgdo nuclear tritio-deutério.
3A232 Detonadores e sistemas de desencadeamento multipontos:
N.B.. VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.
a Detonadores explosivos controlados e ectricamente:
1 Ponte explosiva (EB);
2. Fio de ponte explosiva (EBW);
3. Percussor;
4, Desencadeadores de folha fina explosiva (EF);
b. Dispositivos que utilizam detonadores simples ou multiplos concebidos para o
desencadeamento quase simultaneo de uma superficie explosivamaior que 5000 mm? a
partir de um Unico sinal de ignicéo, com um tempo de desencadeamento em toda a
superficieinferior a2,5 ps.
Nota: 34232 ndo abrange detonadores que utilizem apenas explosivos primarios, como azida
de chumbo.
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3A232

3A233

3B

38001

(continuacao)

Nota técnica:

Em 34232, os detonadores em causa utilizam um pequeno condutor eléctrico (ponte, fio de ponte
ou folha fina) que se vaporiza explosivamente quando percorrido por um impulso eléctrico rapido
de alta intensidade. Nos tipos desprovidos de percussor, o condutor explosivo dd inicio a uma
detonacgdo quimica num material de contacto altamente explosivo como o PETN (tetranitrato de
pentaeritritol). Nos detonadores com percussor, a vaporizagdo explosiva do condutor eléctrico
acciona um gatilho ou percussor atraves de uma abertura e o impacto do percussor sobre um
explosivo da inicio a uma detonagdo quimica. O percussor ¢ accionado, em alguns modelos, por
uma forca magnética. A expressdo detonador de folha fina explosiva pode referir-se tanto a um
detonador EB como a um detonador com percussor. Aléem disso, é por vezes utilizado o termo
desencadeador em lugar de detonador.

Espectrémetros de massa, excepto os referidos em 0B002.g., capazes de medir ides com uma massa
adémicaigua ou superior a 230 u.m.a., com umaresolucdo melhor que duas partesem 230 e
respectivas fontesioénicas:

Espectrometros de massa de plasma com acoplamento por indugdo (ICPIMYS);
Espectrometros de massa de descarga luminescente (GDMYS);

Espectrometros de massa de ionizagdo térmica (TIMS);

Espectrémetros de massa de bombardeamento de el ectrdes que tenham uma camara-fonte
congtruida, forrada ou revestida com materiais resistentes ao UFsg;

e Espectrometros de massa de feixe molecular, com uma das seguintes caracterigticas:

1. Céamarafonte construida, forrada ou revestida com ago inoxidavel ou molibdénio e
equipada com uma cémara de frio capaz de atingir umatemperaturaigua ou inferior
al193K (-80° C); ou

2. Camara-fonte construida, forrada ou revestida com materiais resistentes ao UFsg;

f. Espectrémetros de massa equipados com uma fonte idnica de microfluoragdo concebida
para actinideos ou fluoretos de actinideos.

oo oo

Equipamentos de ensaio, de inspecgéo e de producdo

Equipamentos para o fabrico de dispositivos ou materiais semicondutores e componentes e
acess0rios especia mente concebidos para 0s mesmos.

a Equipamentos concebidos para crescimento epitaxial, como se segue:

1 Equipamentos capazes de produzir uma camada de qual quer material, com excepcao
do silicio, de espessura uniforme, com umatoleranciainferior a +2,5% numa extensdo
igual ou superior a75 mm;

2. Reactores de deposicéo de organometdlicos em fase vapor por processo quimico
(MOCV D) especiamente concebidos para o crescimento de cristais de
semicondutores compostos através de reacgdo quimica entre materiais referidos em
3C003 ou 3C004;

3. Equipamentos de crescimento epitaxial através de feixe molecular que utilizem fontes
de gas ou solidos.
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3B001 (continuac&o)

b. Equipamentos concebidos paraimplantacdo i6nica com uma das seguintes caracteristicas:
1. Energiado feixe (tensdo de aceleracdo) superior al MeV;
2. Especidmente concebidos e optimizados parafuncionar com umaenergiado feixe
(tensdo de aceleracdo) inferior a2 keV,

3. Capacidade de escrita directa; ou

4. Energiado feixeigua ou superior a 65 keV e corrente do feixe igual ou superior
a45mA paraaimplantacdo de oxigénio com elevada energianum "substrato” de
material semicondutor aquecido;

C. Equipamentos de erosdo seca através de plasma ani sotropico:
1 Equipamentos com funcionamento cassete-a-cassete e fecho de carga, com umadas
seguintes caracteristicas:
a Concebidos ou optimizados para produzir dimensdes criticasiguais ou
inferiores a 180 nm com um erro de = 5% de 3 sgma; ou
b. Concebidos para gerar menos de 0,04 particulas'cm? com um didmetro
mensurével das particulas superior a0,1 um;
2. Equipamentos especia mente concebidos para os equipamentos referidos em 3B001.g,
com uma das seguintes caracteristicas:
a Concebidos ou optimizados para produzir dimensdes criticasiguais ou
inferiores a 180 nm com um erro de = 5% de 3 sigma; ou
b. Concebidos para gerar menos de 0,04 particulas'cm® com um didmetro
mensuravel das particulas superior a0,1 um;

d. Equipamentos CVD enriquecidos com plasma:

1 Equipamentos com funcionamento cassete-a-cassete e fecho de carga concebidos de
acordo com as especificactes do fabricante ou optimizados para utilizagdo na
producdo de dispositivos de semicondutores com dimensdes criticas iguais ou
inferioresa 180 nm;

2. Equipamentos especia mente destinados aos equipamentos referidos em 3B001.e. e
concebidos de acordo com as especificactes do fabricante ou optimizados para
utilizagdo na producdo de dispositivos de semicondutores com dimensdes criticas
iguais ou inferiores a 180 nm.

e Sistemas multicamaras de tratamento central de bolachas com carregamento automatico,

com todas as seguintes caracterigticas:

1 Interfaces para entrada e saida de bolachas, as quais podem ser ligadas mais de duas
unidades de equipamento de tratamento de semicondutores; e

2. Concebidos paraformar um sistemaintegrado em ambiente de vacuo parao
tratamento sequencia de maltiplas bolachas;

Nota: 3B001.e. ndo abrange sistemas roboticos de tratamento automdtico de

bolachas ndo concebidos para funcionar em ambiente de vacuo.
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3B001 (continuacao)

f. Equipamentos litogréficos:
1 Equipamentos com repeticéo de alinhamento e exposicao (avango em bolacha) ou
avanco e varrimento (dispositivo de varrimento) para o processamento de bolachas
através de métodos de raios X ou foto-Opticos, com uma das seguintes caracteristicas:

a Comprimento de onda da fonte de luz inferior a 245 nm; ou

b. Capazes de produzir um padréo com dimensao do ‘traco minimo resol(vel'
igua ou inferior a180 nm;
Nota Técnica:
A dimensao do 'trago minimo resoluvel' ¢ calculada pela seguinte formula:

comprimento de onda da fonte de luz de exposicdo em nm) x (factor K|
TMR="""F - P

abertura numérica

em que o factor K=0,45
TMR=dimensdo do traco minimo resoluvel.

2. Equipamentos de impressdo litogréfica capazes de produzir tragos de 180 nm ou
menos,;
Nota: 3B001.f.2. abrange:
— Instrumentagdo de impressdo por micro-contacto
- Instrumentagdo de embossagem a quente
- Instrumentagdo de nano-impressdo litografica
- Instrumentagdo de impressdo litografica step and flash (S-FIL)

3. Equipamentos especialmente concebidos para a redizacd de méscaras ou para o
tratamento de dispositivos de semicondutores através de feixes de electrbes, iGes ou
"laser" focados e reflectidos, com uma das seguintes caracteristicas.

a Dimenséo de ponto inferior a0,2 pum;

b. Capacidade para produzir um padréo com uma dimensdo de traco inferior
alpm; ou

C. Precisdo no revestimento melhor que £0,20 um (3 sigma);

o. Maéscaras e reticulas concebidas para circuitos integrados referidos em 3A001,;
h. Méscaras multicamadas com uma camada de deslocamento de fase.
Nota: 3B001.h. ndo abrange as mascaras multicamadas com uma camada de deslocamento
de fase concebidas para o fabrico de elementos de memoria ndo abrangidos
por 34001.
I Placas de impresso litogréfica concebidas para circuitos integrados referidos em 3A001.
3B002 Equipamentos de ensaio especialmente concebidos para 0 ensaio de dispositivos de
semicondutores, terminados ou ndo, e componentes e acessorios especia mente concebidos para
0S Mesmos.

a Para ensaio dos parémetros S de dispositivos com transistores a frequéncias superiores a 31,8
GHz

b. Nao utilizado;

C. Para ensaio dos circuitos integrados de micro-ondas referidos em 3A001.b.2
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3C Materiais
3C001 Materiais hétero-epitaxiais congtituidos por um "substrato” com multiplas camadas sobrepostas
obtidas por crescimento epitaxial de:

a Silicio;

b. Germanio;

C. Carboneto de silicio; ou

d Compostos 11/V de gdlio ou indio.

Nota técnica:

Os compostos III/V sdo produtos policristalinos ou monocristalinos binarios ou complexos

constituidos por elementos dos grupos IlIA e VA da tabela de classificagdo periodica de

Mendeleiev (por ex., arsenieto de galio, arsenieto de aluminio e galio, fosforeto de indio).
3C002 Resinas fotossensivels e "substratos' revestidos de resinas fotossensiveis submetidas a control o:

a Resinas fotossensivel s positivas concebidas para litografia de semicondutores especia mente

gustadas para utilizagdo em comprimentos de onda inferiores a 245 nm;

b. Todas as resinas concebidas para utilizacdo com feixes de electrfes ou ides, com uma

sensibilidade igual ou superior a0,01 picolomb/mm?;

C. Todas asresinas fotossensivels para utilizac8o com raios X com uma sensibilidade igual ou

melhor que 2,5 m¥mm?
d. Todas as resinas fotossensivei s optimi zadas para as tecnol ogias de imagem em superficie,
incluindo resinas fotossensiveis "sililadas’.
Nota técnica:
As técnicas de "sililagdo"” definem-se como sendo processos que incluem a oxidagdo da
superficie da resina para melhorar o seu comportamento na revelagdo quer a humido quer a
seco.
3C003 Compostos organo-inorganicos.

a Compostos organo-metalicos de duminio, gdlio ou indio, com um grau de pureza (no que
respeita ao elemento metdlico) superior a 99,999%;

b. Compostos orgéanicos de arsenio, antimoénio ou fésforo com um grau de pureza (no que
respeita ao elemento inorganico) superior a 99,999%.

Nota: 3C003 abrange apenas os compostos cujo elemento metalico, semimetdlico ou ndo
metalico estd directamente ligado a dtomos de carbono da parte organica da
moleécula.

3C004 Hidretos de fésforo, de arsénio ou de antiménio com um grau de pureza superior a 99,999%,
mesmo quando diluidos em gases inertes ou em hidrogénio.

Nota: 3C004 ndo abrange hidretos com 20% molar ou mais de gases inertes ou de
hidrogénio.

3C005 Bolachas de carboneto de silicio (SIC) com umaresistividade superior a 10 000 chm-cm.
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3D

3D001

3D002

3D003

3D004

3D101

3E

3E001

Suportelogico

"Suportes|égicos' especia mente concebidos para o0 "desenvolvimento” ou "producdo” de
equipamentos referidos em 3A001.b. a 3A002.g ou 3B.

"Suportes|égicos' especialmente concebidos para autilizacdo" de qualquer dos seguintes
equi pamentos:

a Equipamentos referidos em 3B001.a. af.; ou

b. Equipamentos referidos em 3B002.

"Suportes|égicos' de smulacdo com base nas leis da fisica especia mente concebidos para o
"desenvolvimento" de processos litogréficos, de erosao ou de deposicao para atransposicéo de
padrdes de méscaras para padrdes topogréficos especificos em materiais condutores, dieléctricos ou
semicondutores.

Nota técnica:

Pela expressdo "com base nas leis da fisica" em 3D003 entende-se a utilizacdo de calculos para
determinar sequéncias de fenomenos fisicos de causa e efeito com base em propriedades fisicas
(por exemplo, temperatura, pressdo, constantes de difusdo e propriedades dos materiais
semicondutores).

Nota: Bibliotecas, atributos de desenho ou dados associados a concepgdo de dispositivos de
semicondutores ou circuitos integrados sdo considerados "tecnologia”.

"Suportes |6gicos' especia mente concebidos para o "desenvolvimento" dos equi pamentos
referidos em 3A003.

"Suportes |égicos' especia mente concebidos ou modificados paraa " utilizagdo" de equipamentos
referidos em 3A101 b.

Tecnologia

"Tecnologid', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” ou
"producéo” de equipamentos ou materiais referidos em 3A, 3B ou 3C;

Nota 1: 3E001 ndo abrange "tecnologia" para a "produc¢do” dos equipamentos ou
componentes abrangidos por 34003.

Nota 2: 3E001 ndo abrange "tecnologia" para o "desenvolvimento" ou "produ¢do” de
circuitos integrados referidos em 34001.a.3 a 34001.a.12. com ambas as seguintes
caracteristicas:

1. Utilizarem tecnologia de 0,5 um ou mais, e

2. Ndo incorporarem "estruturas multicamadas".
Nota Técnica:
A expressdo "estruturas multicamadas" ndo inclui os dispositivos que
incorporem um maximo de trés camadas metdlicas e trés camadas de
polissilicios.
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3E002 "Tecnologia', naacepcdo daNota Geral sobre Tecnologia, diferente da especificadaem
3E001, parao "desenvolvimento” ou "producdo” de um "microcircuito microprocessador”,
"microcircuito microcomputador" ou nticleo de microcircuito microcontrolador com uma
unidade | 6gica aritmética com uma largura de acesso de 32 bits ou mais e qualquer das
seguintes especificidades ou caracterigticas:
a Uma unidade processadora vectoria concebida para executar S multaneamante mais
de dois calculos sobre vectores de virgula flutuante (matrizes unidimensionais de 32
bits ou mais);
Nota técnica:
Uma unidade processadora vectorial é definida como um elemento processador
com instrugoes integradas que efectua em simultaneo multiplos cdlculos sobre
vectores de virgula flutuante (matrizes unidimensionais de 32 bits ou mais), com
pelo menos uma unidade logica aritmética vectorial.
b. Concebida para efectuar mais de dois resultados de operacdes de virgula flutuante de
64 bits ou mais por ciclo; ou
C. Concebida para efectuar mais de quatro resultados de operacdos de multiplicagéo-
acumulacdo de virgulafixade 16 bits por ciclo (p. ex., tratamento digital de
informagdo anal 6gica que tinha sido previamente convertida em formato digital,
também conhecido por processamento digital de sinais).
Nota 1: 3E002 ndo abrange "tecnologia” para o "desenvolviemnto" ou "producdo” de
nucleos de microprocessadores que:
a. Utilizem "tecnologia" igual ou superior a 0,130 um;, e
b. Incorporem estruturas multicamadas com cinco ou menos camadas de
metal.
Nota 2: 3E002 inclui "tecnologia” para processadores digitais de sinais e
processadores matriciais digitais.
3E003 Ouitras "tecnologias' para o "desenvolvimento" ou "producdo” de:
a Dispositivos microel ectrénicos de vacuo;
b. Dispositivos de semicondutores com hétero-estrutura como transistores de elevada
mobilidade electronica (HEMT), transistores hétero-bipolares (HBT), e
dispositivos de pogos quanticos ou de super-redes,
Nota: 3E003.b. ndo abrange a tecnologia para transistores de elevada mobilidade
electronica (HEMT) que funcionem a frequéncias inferiores a 31,8 GHz nem
para transistores bipolares de hetero-jun¢do (HBT) que funcionem a
frequéncias inferiores a 31,8 GHz.
C. Dispositivos electronicos " supercondutores’;
d. Substratos de pelicul as de diamante para componentes el ectrénicos.
e Substratos de silicio sobre isolador (SOI) para circuitos integrados, nos quais o
isolador € o dioxido de silicio;
f. Substratos de carboneto de silicio para componentes el ectronicos,
g. Vavulas eectronicas de vacuo que funcionem afrequénciasiguais ou superiores
a31,8 GHz.
3E101 "Tecnologid', naacepcdo daNota Geral sobre Tecnologia, paraautilizacdo" de
equipamentos ou "suportes 1dgicos' referidos em 3A001.a.1 ou 2, 3A101, 3A102 ou 3D101.
3E102 "Tecnologia', na acepcdo daNota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” de
"suporteslégicos' referidos em 3D101.
3E201 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraautilizacdo" de
equipamentos referidos em 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g., 3A201, 3A225 a 3A233.
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CATEGORIA 4-COMPUTADORES

4A

4A001

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Os computadores, equipamentos associados ou "suportes logicos"” que realizam
fungdes de telecomunicagoes ou de "redes locais" devem ser também avaliados face
as caracteristicas de desempenho da categoria 5, Parte 1 (Telecomunicagées).

As unidades de comando que estabelecem uma interconexdo directa de barramentos

ou canais de unidades centrais de processamento, de "memoria principal” ou de

controladores de disco ndo sdo consideradas como equipamentos de

telecomunicagoes descritos na categoria 5, Parte 1 (Telecomunicagoes).

N.B.: Para o estatuto dos suportes logicos especialmente concebidos para
comutagdo de pacotes, ver 5D001.

Os computadores, equipamentos associados ou "suportes logicos" que realizam
fungdes criptogrdficas, criptanaliticas, de seguranca certificavel multiniveis ou de
isolamento certificavel de utilizadores, ou que limitam a compatibilidade
electromagnética (EMC), devem ser também avaliados face as caracteristicas de
desempenho definidas na categoria 5, Parte 2 ("Seguranga da Informagdo”).

Sistemas, equipamentos e componentes

Computadores €l ectroni cos e eguipamentos associados, bem como " conjuntos electronicos' e
componentes especia mente concebidos para 0s mesmoas.
N.B.: VER TAMBEM 4A101.

a Especia mente concebidos para apresentarem uma das seguintes caracteristicas:

1

Classificados como aptos para funcionamento a uma temperatura ambiente inferior

a228 K (-45° C) ou superior a358 K (85° C);

Nota: 44001.a.1 ndo abrange os computadores especialmente concebidos
para aplicagbes em automoveis civis ou comboios dos caminhos-de-
-ferro.

Reforcados contra radiactes de modo a superarem uma das especificagles seguintes:

a  Dosetotd 5x 10° Gy (Silicio);

b. Limite do fluxo de radiacéo 5x 10° Gy (Silicio)/s; ou

C. Limite de evento Unico 1x 107 errog/bit/dia;

Com caracteristicas ou funcbes que superem os limites definidos na categoria 5, Parte 2

("Seguranca da Informacao™).

Nota:

44001.b. ndo abrange os computadores electronicos e equipamentos
associados que acompanhem o utilizador para seu uso pessoal.
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4A003 "Computadores digitais’, "conjuntos electrénicos’ e equipamentos associados, bem como
componentes especialmente concebidos para os mesmos:

Nota I: 44003 abrange:

a. Processadores vectoriais;
b. Processadores matriciais,
C. Processadores de sinais digitais;
d. Processadores logicos
e. Equipamentos concebidos para "melhoramento de imagens"
f Equipamentos concebidos para "processamento de sinais".
Nota 2: O estatuto dos "computadores digitais" ou equipamentos associados descritos em

44003 é determinado pelo estatuto de outros equipamentos ou sistemas, desde que:

a. Os "computadores digitais" ou equipamentos associados sejam essenciais
para o funcionamento dos outros equipamentos ou Sistemas,

b. Os "computadores digitais" ou equipamentos associados ndo sejam um

"elemento principal” dos outros equipamentos ou sistemas, e

N.B.1: O estatuto dos equipamentos de "processamento de sinais" ou
"melhoramento de imagens" especialmente concebidos para
outros equipamentos com fungoes limitadas as requeridas pelos
outros equipamentos é determinado pelo estatuto dos outros
equipamentos, ainda que o critério de "elemento principal” seja
superado.

N.B. 2: Para o estatuto dos "computadores digitais" ou equipamentos
associados para equipamentos de telecomunicagées, ver a
categoria 5, Parte 1 (Telecomunicagoes).

C. A "tecnologia" para os "computadores digitais" e equipamentos associados
esteja abrangida em 4E.

a Concebidos ou modificados para"toleranciaafahas’;
Nota: Para efeitos do disposto em 44003.a, os "computadores digitais" e
equipamentos associados ndo se consideram concebidos ou modificados para

"tolerdncia a falhas", caso utilizem:

1. Algoritmos de detecgdo ou correcgdo de erros na "memoria principal”;

2. A interligagdo de dois "computadores digitais" de tal modo que, em
caso de falha da unidade central de processamento activa, uma unidade
central de processamento inactiva, mas espelho da primeira, possa
manter o sistema em funcionamento,

3. A interligagdo de duas unidades centrais de processamento através de
canais de dados ou da utiliza¢do de memoria partilhada, de modo a que
uma unidade central de processamento possa realizar outras tarefas até
ocorrer uma falha na segunda unidade central de processamento,
momento em que a primeira unidade central de processamento retoma
o trabalho da segunda, a fim de manter o sistema em funcionamento,
ou

4. A sincronizagdo de duas unidades centrais de processamento atraves de
um "suporte logico", por forma a que uma unidade central de
processamento reconhega a ocorréncia de uma falha na outra unidade
central de processamento e retome as tarefas da unidade com falha.

b. "Computadores digitais com um "pico de desempenho gustado” ("PDA") superior a0,75
TeraFL OPS ponderados (TP);
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4A003 (continuacéo)

C. "Conjuntos electronicos' especia mente concebidos ou modificados para poderem melhorar
o0 desempenho através da agregacao de processadores, de modo aque 0 "PDA" do agregado
ultrapasse o limite indicado em 4A003.b.;

Nota I: 44003.c. abrange apenas "conjuntos electronicos" e interligagoes
programaveis que ndo excedam o limite referido em 44003.b., quando
expedidos como "conjuntos electronicos"” ndo integrados. Ndo abrange
"conjuntos electronicos" intrinsecamente limitados, devido a sua concepgdo, a
utilizagdo como equipamento associado referido em 44003.e.

Nota 2: 44003.c. ndo abrange "conjuntos electronicos"” especialmente concebidos
para um produto ou familia de produtos cuja configura¢do mdxima nao
exceda o limite referido em 44003.b.

d. N&o utilizado;

e Equi pamentos que efectuem conversdes anal 6gico-digitais que excedam os limites
indicados em 3A001.a5.;

f. N&o utilizado;

g. Equipamentos especi almente concebidos para ainterconexdo externa de "computadores
digitais' ou equipamentos associados que possibilitem comunicagdes com um débito de
dados superior a 1,25 Ghyte/s.

Nota: 44003.g. ndo abrange equipamentos de interconexdo interna (p. ex. painéis
posteriores, barramentos), equipamentos de interconexdo passiva,
"controladores de acesso a rede” ou "controladores de canais de
comunicacdo".

4A004 Computadores, bem como equipamentos associados, " conjuntos electronicos’ e componentes
especia mente concebidos para 0s mesmos:

a "Computadores sistélicos matriciais';

b. "Computadores neuronais’;

C. "Computadores Opticos’.

4A101 Computadores anal 6gicos, "computadores digitais' ou analisadores digitais diferenciais, com
excepcao dos referidos em 4A001.a.1., que sgjam robustecidos e concebidos ou modificados para
utilizacdo em veicul os lancadores espaciais referidos em 9A004 ou em foguetes-sonda referidos
em 9A104.

4A102 "Computadores hibridos" especia mente concebidos para modelizacdo, simulacdo ou integracéo
da concepcdo de veiculos lancadores espaciais referidos em 9A004 ou de foguetes-sonda
referidos 9A104.

Nota: Aplica-se apenas quando os equipamentos sdo fornecidos com os suportes logicos

referidos em 7D103 ou 9D103.
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4B

4C

4D

4D001

4D002

4D003

4E

4E001

Equipamentos de ensaio, de inspeccéo e de producéo
Nada.

Materiais

Nada.

Suporteldgico

Nota: O estatuto dos "suportes logicos" para o "desenvolvimento", "produgdo”, ou
"utilizagcdo" de equipamentos descritos noutras categorias ¢ tratado na respectiva
categoria. O estatuto dos "suportes logicos" para equipamentos descritos nesta
categoria ¢ aqui tratado.

a "Suportes [6gicos' especia mente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento®,

"producao” ou "utilizagdo" de equipamentos ou "suportes |6gicos' referidos em 4A001
a4A004 ou 4D.

b. "Suportes |6gicos' diferentes dos referidos em 4D001.a., especia mente concebidos ou
modificados para o0 "desenvolvimento" ou "producao” de:
1 "Computadores digitais' com um "pico de desempenho gjustado” ("PDA™) superior a
0,04 TeraFLOPS ponderados (TP); ou
2. "Conjuntos electrénicos’ especia mente concebidos ou modificados para melhorar o
desempenho através da agregacao de processadores de modo aque o "PDA" do
agregado ultrapasse o limite indicado em 4D001.b.1..

"Suportes |6gicos’ especia mente concebidos ou modificados para servirem de suporte a
"tecnologias’ abrangidas pelo ponto 4E.

"Suportes |6gicos' especificos:

a "Suportes [6gicos' de sistemas de exploragdo, ferramentas de desenvolvimento de "suportes
I6gicos' e compiladores especial mente concebidos para equi pamentos de " processamento
de fluxos multiplos de dados' em "cédigo fonte'™;

b. N&o utilizado.

C. "Suportes [6gicos' com caracteristicas ou fungdes que excedam os limites da Categoria 5,
Parte 2 (" Seguranca da Informacao”);
Nota: 4D003c. ndo abrange o controlo dos "suportes logicos" que acompanham o
utilizador para uso pessoal deste.

Tecnologia

a "Tecnologid' na acepcao da Nota Gerd sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento”,

"producdo” ou "utilizacdo" de equipamentos ou "suportes 16gicos' referidos em 4A ou 4D.

b. "Tecnologid" diferente dareferida em 4E001.a., especia mente concebida ou modificada
para o "desenvolvimento" ou "producdo” de:
1. "Computadoresdigitais’ com um "pico de desempenho gustado” ("PDA") superior a
0,04 TeraFL OPS ponderados (TP); ou
2. "Conjuntos electronicos' especia mente concebidos ou modificados paramelhorar o
desempenho através da agregacao de processadores de modo aque o "PDA" do
agregado ultrapasse o limite indicado em 4D001.b.1..
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NOTA TECNICA SOBRE O "PICO DE DESEMPENHO AJUSTADQ" ("PDA")

O "PDA" é umataxa de pico gustada a que os "computadores digitais" efectuam somas e multiplicacbes de
virgula flutuante de 64 bits ou mais.

O "PDA" é expresso em TeraFL OPS ponderados (TP), em unidades de 10™ operacdes gjustadas de virgula
flutuante por segundo.

Abreviaturas utilizadas nesta nota técnica

n numero de processadores existentes no "computador digital”
i ndmero do processador (i,...n)

t; tempo de ciclo do processador (1 = 1/F)

F frequéncia do processador

R pico dataxade calculo davirgulaflutuante

W, factor de ajustamento da arquitectura

Descricao do método de calculo do "PDA"

1 Para cada processador i, determinar o nimero de pico das operacfes de virgula flutuante (OVF,), de
64 bits ou mais, efectuadas por ciclo para cada processador existente no "computador digital”.

Nota: Ao determinar as OVF, incluir apenas as somas e/ou multiplicages de virgula flutuante de 64
bits ou mais. Todas as operacdes de virgula flutuante devem ser expressas em operacfes por
ciclo de processador; as operacdes que regqueiram ciclos multiplos podem ser expressas em
resultados fraccionados por ciclo. Para os processadores incapazes de efectuar cal culos sobre
operandos de virgula flutuante de 64 bits ou mais, ataxa de calculo R efectiva € igual a zero.

2. Calcular ataxa R da virgulaflutuante para cada processador R; = OVF/t;.
3. Calcular 0 "PDA" como "PDA" =W X R + Wo X Ry + ... + W, X R,..
4, Para 0s "processadores vectoriais', W; = 0,9. Para 0s "processadores néo vectoriais', W; = 0,3.

Notal: Para os processadores que executam operagdes compostas num ciclo, tais como somas e
multiplicacBes, conta-se cada operagao.

Nota 2: Para um processador em conduta, ataxade célculo R efectiva é a mais rpida dataxa em
conduta, umavez que a conduta esteja cheia, ou ataxa ndo em conduta.

Nota 3: A taxa de calculo R de cada processador contribuinte deve ser cél culada no seu valor maximo
teoricamente possivel antes de derivar o "PDA" da combinacéo. Parte-se do principio de que
existem operages simultaneas quando o fabricante afirme no manual ou nas instrugdes do
computador que este € capaz de efectuar operagdes simultaneas ou paraelas.

Nota4: Ao calcular o "PDA", ndo incluir os processadores que apenas tém funcgdes de entrada/saida e
periféricas (p. ex., leitura/escrita em discos, comunicagdo e afixacdo no monitor).

Nota5: Osvalores "PDA" ndo devem ser calculados para combinagdes de processadores (inter)ligados
por "redeslocais’, redes de &rea ampla, conexdes/aparel hos partilhados I/O, controladores 1/0 e
quaisguer interconexdes de comunicagdo implementadas por "suporte [6gico".
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Nota 6: Osvalores "PDA" devem ser calculados para:
1 As combinagdes de processadores que contenham processadores especia mente
concebidos para melhorar o desempenho por agregacéo, operando em simulténeo e
partilhando a meméria; ou
2. Ascombinagdes multiplas de memaria/processador que funcionem em simultaneo
utilizando material especiamente concebido para o efeito.

Nota 7: Um "processador vectorial" € definido como um processador com instrucfes no préprio que
efectua em simultaneo multiplos célculos sobre vectores de virgula flutuante (redes
unidimensionais de 64 bits ou mais), com pelo menos 2 unidades funcionais vectoriais e, no
minino, 8 registos vectoriais de, pelo menos, 64 elementos cada.
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CATEGORIA 5-TELECOMUNICACOESE " SEGURANCA DA INFORMACAQ"

Parte 1 - TELECOMUNICACOES

5A1

5A001

Nota I:

Nota 2:

O estatuto de componentes, "lasers", equipamentos de ensaio e de "produgdo” e
"suportes logicos" para os mesmos, especialmente concebidos para equipamentos ou
sistemas de telecomunicagoes esta definido na categoria 5, parte 1.

Os "computadores digitais", equipamentos associados ou "suportes logicos", desde
que essenciais para o funcionamento e suporte dos equipamentos de
telecomunicagoes referidos nesta categoria, sdo considerados componentes de
concepgdo especial, caso sejam os modelos normais habitualmente fornecidos pelo
fabricante. Incluem-se aqui os sistemas informaticos de exploragdo, administragao,
manutengdo, engenharia ou facturagdo.

Sistemas, equipamentos e componentes

a

Quaisquer tipos de equipamentos de tel ecomunicacdes com uma das seguintes
caracteristicas, fungdes ou elementos:

1

2.
3.

Nota:

Especia mente concebidos pararesistir a efeitos el ectrénicos ou a efeitos de impulsos
€l ectromagnéticos transitérios, ambos resultantes de uma explosdo nuclear;
Especialmente reforcados pararesistir a radiagtes gama, de neutrfes ou de iGes; ou
Especia mente concebidos para funcionar fora da gama de temperaturas que vai

de 218 K (-55° C) a397 K (124° C);

Nota: 54001.a.3. aplica—se apenas a equipamentos electronicos.

54001.a.2. e 54001a.3. ndo abrangem equipamentos concebidos ou
modificados para utilizagdo a bordo de satélites.

Sistemas e equipamentos para tel ecomuni cagdes, bem como componentes e acessorios
especi a mente concebidos para 0s mesmos, com uma das seguintes caracterigticas, funcdes
ou elementos:

1

Serem sistemas de comuni cagbes subaguati cas, com uma das seguintes
caracteristicas:
a Terem uma frequéncia portadora actstica ndo compreendida entre 20 kHz

e 60 kHz;
b. Utilizarem uma frequéncia portadora el ectromagnéticainferior a 30 kHz; ou
C. Utilizarem técnicas el ectronicas de orientagdo do feixe;

Serem equi pamentos de radiocomunicactes que funcionem na bandade 1,5

a87,5 MHz e que possuam as seguintes caracteristicas:

a Previsdo e sel eccdo autométicas de frequéncias e "débitos totais de
transferéncia digital" por canal para optimizacdo da transmisséo; e

b. Inclusdo da configuracéo de um amplificador linear de poténcia com
capacidade de tratamento simulténeo de sinais multiplos, com uma poténciade
saidaigual ou superior a1l kW em bandas de frequéncias iguais ou superiores
al,5 MHz masinferiores a30 MHz, ou igual ou superior a250 W em bandas
de frequéncias iguais ou superiores a 30 MHz mas néo superiores a 87,5 MHz,
sobre uma "largura de bandainstanténea" de uma oitava ou mais e com uma
taxa de harmonicas e distor¢éo na saida melhor que —80 dB;
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5A001.

b.

(continuacao)

Serem equipamentos de radiocomuni cagdes que utilizem técnicas de "espectro
alargado”, incluindo técnicas de "salto de frequéncia’, ndo especificadas em
5A001.b.4., com uma das seguintes caracteristicas:
a Cadigos de expansdo programaveis pelo utilizador; ou
b. Largura de bandatotal de transmisséo igual ou superior a 100 vezes alargura
de banda de qualquer canal Unico de informag&o e superior a’50 kHz;
Nota: 54001.b.3.b. ndo abrange os equipamentos de radio
especialmente concebidos para utilizagdo em sistemas de
radiocomunicagoes celulares para uso civil.

Nota: 54001.b.3. ndo abrange equipamentos com uma poténcia de saida
igual ou inferior a 1 Watt.

Serem equi pamentos de radiocomuni cagdes que utilizem técnicas de modulacéo
ultralargas, com codigos de encaminhamento, de distor¢do/criptagem ou de
identificag8o darede programaveis pelo utilizador, com uma das seguintes
caracteristicas:

a Largura de banda superior a500 MHz; ou

b. "Largura de banda fraccionada' de 20% ou mais;

Serem receptores de radiocomuni cagcdes de comando digital com todas as seguintes

caracteristicas:

Mais de 1000 canais,

Um "tempo de comutacdo de frequéncia’ inferior al ms;

Procura ou varrimento autométi cos de uma parte do espectro

electromagnético; e

d. Identificacdo dos sinais recebidos ou do tipo de emissor; ou

Nota: 54001.b.4. ndo abrange os equipamentos de rdadio especialmente
concebidos para utilizagdo em sistemas de radiocomunicagoes
celulares para uso civil.

ocoTo

Utilizarem funcBes de "processamento digital de sinais' parafornecerem ‘codificacéo

vocal' com débitos inferiores a 2400 bit/s,

Notas técnicas:

1. No caso da codificacdo vocal com débito variavel, 54001.b.6. aplica-se a
codificagdo vocal do discurso continuo.

2. Para efeitos de 54001.b.6., ‘codificagdo vocal' ¢ definida como a técnica de
recolha de amostras de voz humana e sua conversdo num sinal digital,
tomando em consideragdo as caracteristicas proprias do discurso humano.
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5A001 (continuacéo)
C. Cabos de fibras dpticas para comunicagdes, fibras dpticas e acessorios:

1 Fibras Opticas de comprimento superior a 500 m, especificadas pel o fabricante como
capazes de sugortar umatensdo atracgdo, em ensaios de avaliacdo, igual ou superior
a2x 10° N/m%
Nota técnica:
"Ensaio de avaliagdo" designa os ensaios de produgdo em linha ou fora de linha que
aplicam dinamicamente uma tensdo a tracg¢do previamente definida sobre uma fibra
com comprimento de 0,5 a 3 m a uma velocidade de 2 a 5 m/s, aquando da sua
passagem entre cabrestantes com cerca de 150 mm de didmetro. A temperatura
ambiente nominal é de 293 K (20° C) e a humidade relativa é de 40%.
Podem ser utilizadas normas nacionais equivalentes na execugdo dos ensaios de

avaliacdo.
2. Cabos de fibras Gpticas e acessorios concebidos para utilizacdo subaquética.
Nota: 5A4001.c.2. ndo abrange os cabos e acessorios utilizados nas
telecomunicagdes civis normais.
N.B.I: Para os cabos de ligagdo subaqudticos e respectivos conectores,
ver 8400.2.a.3.
N.B.2: Para os conectores ou dispositivos de penetragdo do casco com fibras
opticas, ver 84002.c.
d. "Agregados de antenas com relacdo de fase orientavel s e ectronicamente” que funcionem
acimade 31.8 GHz.
Nota: 54001.d. ndo abrange os "agregados de antenas com relagdo de fase

orientaveis electronicamente" para sistemas de aterragem por instrumentos
que respeitem as normas da ICAQO relativas aos sistemas de aterragem por
micro-ondas (MLS).

e Equipamentos de radiogonometria que funcionem em frequéncias superioresa 30 MHz e
com todas as seguintes caracteristicas, e componentes especia mente concebidos para os
MESMOS.

1 "Largura de bandainstantanea’ igual ou superior a10 MHz; e
2. Capacidade de encontrar uma linha de ligagdo com radiotransmi ssores ndo
cooperantes com uma duracgo de sinal inferiora 1ms.

f. Equipamento de empastelamento especialmente concebido ou alterado para, intenciona e
selectivamente, interferir, recusar, inibir, degradar ou seduzir servicos de tel ecomunicagoes
moveis celulares, com qual quer das seguintes caracteristicas, e componentes especial mente
concebidos para 0s mesmos.

1 Simulagdo das fungdes de equipamento de rede radiofénica (RAN); ou
2. Deteccdo e exploracdo das caracteristicas especificas do protocolo de
telcomunicagdes méveis utilizado (p. ex., GSM).

N.B. Para o equipamento de interferéncia para o GNSS, ver a Lista de Material de
Guerra.

g. Sistemas coerentes de localizagdo passiva ou equipamentos especi almente concebidos para
a deteccdo e seguimento de objectos movels através da medicdo da reflexéo de emissdes de
radiofrequéncias no ambiente feitas por emissores ndo-radar.

Nota técnica:
Os emissores ndo-radar podem incluir radio com fins comerciais, televisdo ou estagoes de
base de telecomunicacées celulares.

Nota: 54001.g. ndo abrange:
1. Equipamento radio-astronomico,
2. Sistemas ou equipamento que exija qualquer tipo de transmissdo radio

a partir do alvo.
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5A101 Equipamentos de telemetria e telecomando, incluindo equipamentos utilizados no solo,
concebidos ou modificados para 'missais.

Nota récnica:
No ponto 54101, por 'misseis’ entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados

com uma capacidadde de raio de acg¢do superior a 300 km.

Nota: 54101 ndo abrange:

a. Equipamentos concebidos ou modificados para veiculos aéreos tripulados ou
satélites;

b. Equipamento instalado no solo concebido ou modificado para aplicagoes terrestres
ou maritimas

C. Equipamento concebido para servigos de GNSS comerciais, civis ou de 'salvaguarda

da vida' (por exemplo, integridade de dados, seguranca de voo).

5B1 Equipamentosde ensaio, deinspeccao e de producéo

5B001 a Equipamentos, bem como componentes e acessorios especia mente concebidos para 0os
mesmos, especialmente concebidos para 0 "desenvolvimento”, "producéo™” ou "utilizacdo"
dos equipamentos, fungdes ou elementos referidos em 5A001, 5B001, 5D001 ou 5E001.

Nota: 5B001.a. ndo abrange equipamentos de caracterizagdo de fibras opticas.

b. Equipamentos, bem como componentes e acessorios especialmente concebidos para 0s
mesmos, especialmente concebidos para o "desenvolvimento” de qualquer dos seguintes
equi pamentos de transmissao de tel ecomunicagdes ou de comutacao:

1 Equipamentos que utilizem técnicas digitais concebidos para funcionar com um
"débito total detransferénciadigital" superior a 15 Ghit/s;
Nota técnica:
No caso dos equipamentos de comutagdo, o "débito total de transferéncia digital”
mede-se na porta ou na linha em que a velocidade é mais elevada.

2. Equipamentos que utilizem "laser" e tenham uma das seguintes caracteristicas:
a Comprimento de onda de transmisséo superior a1 750 nm;
b. Redizarem a"amplificacdo Optica’;
C. Utilizarem técnicas de transmissio Optica coerente ou de deteccdo Optica
coerente (também denominadas técnicas Opticas heterddinas ou homaodinas);

ou
d. Utilizarem técnicas anal 6gicas e terem umalargura de banda superior a2,5
GHz;
Nota: 5B001.b.2.d. ndo abrange os equipamentos de controlo

especialmente concebidos para o "desenvolvimento" de sistemas
de televisdo comerciais.

3. Equipamentos que utilizem "comutacado éptica’;

4. Equi pamentos de radiocomuni cagdes que utilize técnicas de modulacdo de amplitude
em quadratura (QAM) acima do nivel 256; ou

5. Equipamentos que funcionem em "sinalizag@o por cana comum’ no modo n&o
associado.
5C1 Materiais

Nada
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5D1 Suportelégico

5D001

5D101

5E1

5E001

a

"Suportes [6gicos' especia mente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento®,
"producdo” ou "utilizagdo" dos equipamentos, fungdes ou elementos referidos em 5A001
ou 5B001,

"Suportes [6gicos' especia mente concebidos ou modificados para apoio a "tecnologia’
abrangida pelo ponto 5E001;

"Suportes [6gicos" especificos especiamente concebidos ou modificados para fornecer
caracteristicas, funces ou elementos de equipamentos referidos em 5A001 ou 5B001;

"Suportes [6gicos" especia mente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento" de
gualquer dos seguintes equi pamentos de transmisséo de telecomunicacdes ou de
comutacao:

1 Equipamentos que utilizem técnicas digitais concebidos parafuncionarem aum
"débito total detransferénciadigita" superior a 15 Ghit/s;
Nota técnica:
No caso dos equipamentos de comutagdo, o "débito total de transferéncia digital”
mede-se na porta ou na linha em que a velocidade é mais elevada.

2. Equipamentos que utilizem "laser" e tenham uma das seguintes caracteristicas.
a Comprimento de onda de transmisséo superior a 1750 nm; ou
b. Utilizarem técnicas anal 6gicas e terem umalargura de banda superior
a2,5GHz;
Nota: 5D001.d.2.b. ndao abrange os "suportes logicos" especialmente
concebidos ou modificados para o "desenvolvimento" de
sistemas de televisdo comerciais.

3. Equipamentos que utilizem técnicas de "comutacdo dptica’; ou

4. Equi pamentos de radiocomuni cagdes que utilizem técnicas de modulagéo de
amplitude em quadratura (QAM) acima do nivel 256.

XA

"Suportes |6gicos’ especia mente concebidos ou modificados paraa " utilizaco" dos
equipamentos referidos em 5A101.

Tecnologia

a

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Gerd sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento”,
"producdo” ou "utilizagdo" (excluindo aexploracdo) de equipamentos, funcdes ou
elementos, materiais ou "suportes |6gicos' referidos em 5A001, 5B001 ou 5D001.

"Tecnologias especificas.

1 "Tecnologid' "necessé&ria’ ao "desenvolvimento" ou "producdo” de equipamentos de
telecomuni cacBes especial mente concebidos para utilizac8o a bordo de satélites;

2. "Tecnologid' parao "desenvolvimento" ou "utilizagdo™" de técnicas de comunicagdo
por "laser" que possibilitem a aquisicdo e 0 seguimento automaticos de sinaise a
manutencdo de comunicagdes através da exoatmosfera ou abaixo da superficie
(agua);
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5E001

5E101

b.

(continuacao)

3.

"Tecnologid' para o0 "desenvolvimento" de equipamento receptor para estaces de
base de radiocomunicactes celulares digitais cujas capacidades de recepcéo que
permitem o funcionamento multibanda, multicanal, multimodo, multialgoritmo de
codificacdo de multiprotocolo possam ser modificadas por ateracfes no suporte

|6gico.

"Tecnologia' para o "desenvolvimento" de técnicas de "espectro alargado”, incluindo
técnicas de "salto de frequéncia’.

"Tecnologid', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, parao "desenvolvimento” ou
"producdo” de qualquer dos seguintes equipamentos, fungdes ou caracteristicas de
transmisséo de tel ecomuni cagdes ou de comutacéo:

1

5.

Equipamentos que utilizem técnicas digitais concebidos parafuncionar aum "débito
total detransferénciadigital" superior a 15 Ghit/s;

Nota técnica:

No caso dos equipamentos de comutagdo, o "débito total de transferéncia digital”
mede-se na porta ou na linha em que a velocidade é mais elevada.

Equipamentos que utilizem "laser" e tenham uma das seguintes caracteristicas:

a Comprimento de onda de transmissdo superior a 1750 nm;

b. Efectuarem "amplificacéo optica’ utilizando amplificadores de fibras
fluoretadas com adi¢do de praseodimio (PDFFA);

C. Utilizarem técnicas de transmissdo Optica coerente ou de deteccdo dptica
coerente (também denominadas técni cas épticas heterddinas ou homadinas);

d. Utilizarem técnicas de multiplexagem por divisdo do comprimentos de onda
gue excedam 8 portadores Opticos numa Unica janela Optica; ou

e Utilizarem técnicas anal 6gicas e terem uma largura de banda superior a2,5
GHz;

Nota: SE001.c.2.e. ndo abrange a "tecnologia” para o
"desenvolvimento" ou "produgdo” de sistemas de televisdo
comerciais.

Equipamentos que utilizem "comutacdo éptica’;

Equipamentos de radiocomuni cagdes que:

a Utilizem técnicas de modulacdo de amplitude em quadratura (QAM) acima do
nivel 256; ou

b. Utilizem frequéncias de entrada ou de saida superiores a 31,8 GHz; ou
Nota: SE001.c.4.b. ndo abrange a "tecnologia"” para o

"desenvolvimento" ou "produgdo” de equipamentos concebidos
ou modificados para funcionar em qualquer banda de
frequéncias "atribuida pela UIT" para servigos de
radiocomunicagoes, mas ndo para radiodeterminagdo.

C. Operem na banda de frequéncias de 1,5 MHz a 87,5 MHz e incorporem
técni cas adaptativas que proporcionem uma supressao superior a 15 dB de um
sind deinterferéncia; ou

Equipamentos que funcionem em "sinaliza¢&o por canal comum” no modo né&o

associado.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento”, "producdo”

ou "utiliz

acao" dos equipamentos referidos em 5A101.
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Parte 2—" SEGURANCA DA INFORMACAOQ"

Nota I:

Nota 2:

Nota 3:

O estatuto dos equipamentos, "suportes logicos", sistemas, "conjuntos electronicos”
especificos de aplica¢do, modulos, circuitos integrados, componentes ou fungoes que
garantem a "seguranca da informagdo" é definido na categoria 5, parte 2, ainda que
se trate de componentes ou "conjuntos electronicos" de outros equipamentos.

A categoria 5, parte 2 ndo abrange produtos que acompanhem o utilizador para sua
utilizagdo pessoal.

Nota sobre criptografia

54002 e 5D002 ndo abrangem bens com todas as seguintes caracteristicas:

a.

Nota técnica:
Na Categoria 5, Parte 2, os bits de paridade ndo se encontram incluidos no comprimento do

Estarem geralmente a disposi¢do do publico para venda sem restri¢oes, em
postos de venda a retalho, através de qualquer um dos seguintes tipos de

transacgoes.

1. Venda directa;

2 Venda por correspondéncia;
3. Transaccdo electronica; ou
4 Encomenda por telefone;

A respectiva funcionalidade criptografica ndo poder ser facilmente alterada
pelo utilizador;

Serem concebidos para serem instalados pelo utilizador sem necessidade de
assisténcia técnica importante por parte do fornecedor, e

As suas particularidades poderem, se necessario, ser fornecidas, a pedido, as
autoridades competentes do Estado-Membro em que o exportador se encontra
estabelecido, para que verifiquem se as mesmas correspondem ou ndo as
caracteristicas enumeradas nas alineas a. a c. supra.

codigo.
BA2 Sistemas, equipamentos e componentes
5A002 a Sistemas, equipamentos, "conjuntos electronicos’ especificos de aplicacéo, médulos e
circuitos integrados destinados a " seguranca da informagao”, bem como outros
componentes especi almente concebidos para 0s mesmos.
N.B.: No que respeita aos sistemas de navegagdo global por satélite com equipamentos
que contenham ou utilizem descodificacdo (por ex., GPS ou GLONASS), ver 74005.
139
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5A002 a (continuacao)
1 Concebidos ou modificados para a utilizacdo de "criptografia’ com recurso a técnicas
digitais que desempenhem qual quer funcgdo criptogréfica que ndo sgja a autenticacéo
ou aassinaturadigital, com uma das seguintes caracteristicas:

Notas técnicas:

1. Fungdes de autenticagdo e de assinatura digital incluindo a respectiva fungdo
associada de gestdo do codigo.
2. A autenticagdo inclui todos os aspectos de controlo do acesso nos casos em

que ndo existe criptagem dos ficheiros ou do texto, excepto no que diz
directamente respeito a protec¢do de senhas (passwords), numeros de
identificacdo pessoais (PIN) ou dados semelhantes, a fim de impedir o acesso
ndo autorizado.

3. A "criptografia" ndo inclui a compressdo "fixa" dos dados nem as técnicas de
codificagdo.
Nota: 54002.a.1 inclui os equipamentos concebidos ou modificados para a

utilizacdo da "criptografia” empregando principios analogicos, sempre
que aplicados com técnicas digitais.

a Um "agoritmo simétrico”" com um comprimento de chave superior a 56 bits;
ou

b. Um "agoritmo assimétrico” em que a seguranca do algoritmo se baseie numa
das seguintes caracteristicas:

1 Factorizac8o de inteiros superior a 512 hits (p. ex., RSA);

2. Computacao de logaritmos discretos num grupo multiplicativo de um
campo finito de dimensio superior a 512 bits (p. ex., Diffie-Hellman
sobre Z/pZ); ou

3. L ogaritmos discretos num grupo diferente dos mencionados em
5A002.a.1.b.2. acimade 112 bits (p. ex., Diffie-Hellman sobre uma
curvaeliptica);

2. Concebidos ou modificados para desempenhar funcdes criptanaliticas;
3. N&o utilizado

4, Especia mente concebidos ou modificados parareduzir as emanactes
comprometedoras dos sinais portadores de informagéo para aém do exigido pelas
normas rel ativas a salide, a segurancga ou as interferéncias el ectromagnéticas,

5. Concebidos ou modificados para a utilizacdo de técnicas criptograficas para gerar o
codigo de alargamento para sistemas de "espectro alargado” e ndo referidos em
5A002.a.6., incluindo o codigo de salto para sistemas de "salto frequéncia’;

6. Concebidos ou modificados para a utilizagdo de técnicas criptograficas para gerar
cbdigos de encaminhamento, codigos de distorcdo/criptagem ou codigos de
identificacdo de redes, para sistemas que utilizem técnicas de modulagdo de banda
ultralarga, com qualquer das seguintes caracteristicas:

a Largura de banda superior a500 MHz; ou
b. Uma"largura de bandafraccionada' de, pelo menos, 20%.

7. N&o utilizado;
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5A002

a

Nota:

(continuacao)

8.

Sistemas de comunicagdes por cabo concebidos ou modificados por meios
mecani cos, eléctricos ou el ectronicos, para detectar intrusdes sub-repticias,

Concebidos ou modificados para utilizar a" criptografia quantica'.

Nota técnica:

A "criptografia quantica" é também conhecida por distribui¢do de chave qudntica
(OKD,).

54002 ndo abrange:

a. "Cartoes inteligentes personalizados"

1. Se tiverem uma capacidade criptogrdfica restrita para utilizagdo em
equipamentos ou sistemas excluidos dos controlos previstos nas
alineas b. a f. da presente Nota, ou

2. Para aplicagoes destinadas ao publico em geral, se a capacidade
criptografica ndo for acessivel aos utilizadores e for especialmente
concebida e limitada para permitir a protec¢do dos dados pessoais
neles registados

N.B.: Se um "cartdo inteligente personalizado” tiver fungdes multiplas, o
estatuto de cada fung¢do devera ser avaliado individualmente.

b. Equipamentos receptores de radiodifusdo, televisdo por assinatura ou
modalidades de radiodifusdo semelhantes, com audiéncia restrita para
consumo e sem cifragem digital, com excep¢do da exclusivamente utilizada
para o envio de dados de consumo ou informagoes relacionadas com os
programas radiodifusores.

c. Equipamentos cuja capacidade criptografica ndo seja acessivel ao utilizador
e que sejam especialmente concebidos e limitados para permitir uma das
seguintes operagoes:

Execugdo de "suportes logicos" protegidos contra copia;
2. Acesso a um dos seguintes
a. Conteudos protegidos contra copia armazenados em meios que
apenas autorizem a leitura, ou
b. Informacgées armazenadas sob forma ou num meio cifrado
(p. ex., relacionadas com a protec¢do dos direitos de
propriedade intelectual) sempre que o meio seja oferecido para
venda ao publico em conjuntos idénticos,
3. Controlo da copia de dados audio/video protegidos por direitos de
autor; ou
4. Codificagdo e/ou descodificagdo para a protecgdo de bibliotecas,
atributos de concepg¢do ou dados associados para a concepgdo de
aparelhos semicondutores ou circuitos integrados;

d. Equipamentos de cifragem especialmente concebidos e limitados a utilizagdo
bancaria ou "transacgoes a dinheiro";
Nota técnica:
O termo "transacgoes a dinheiro"” em 54002, nota d., inclui a cobranca e o
pagamento de taxas ou fungoes de crédito.

e. Radiotelefones portateis ou moveis para utilizagdo civil (p. ex., para utilizagdo
em sistemas de radiocomunicagoes celulares civis comerciais) sem
capacidade de cifragem de extremo a extremo;,

f Equipamentos de telefones sem fio sem capacidade de cifragem de extremo a

extremo sempre que o raio de ac¢do mdximo efectivo de funcionamento sem
fio e sem amplificagdo (ou seja, um unico salto sem retransmissdo entre o
terminal e a estagdo de base) seja inferior a 400 metros, segundo as
especificagoes do fabricante.
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5B2 Equipamentos de ensaio, de inspeccdo e de producéo

5B002 a Equipamentos especial mente concebidos para:
1 O "desenvolvimento" de equipamentos ou funcdes referidos em 5A002, 5B002,
5D002 ou 5E002, incluindo equipamentos de medi¢&o ou de ensaio;
2. A "producao” de equipamentos ou funcdes referidos em 5A002, 5B002, 5D002
ou 5E002, incluindo equipamentos de medicéo, de ensaio, de reparacdo ou de
producéo;
b. Equipamentos de medicéo especia mente concebidos paraavaliar e validar as fungdes de
"seguranga dainformagéo" referidas em 5A002 ou 5D002.
5C2 Materiais
Nada.
5D2 Suportelégico
5D002 a "Suportes [6gicos' especia mente concebidos ou modificados para 0 "desenvolvimento",
"producdo” ou "utilizagdo" de equipamentos ou "suportes |6gicos' referidos em 5A002,
5B002 ou 5D002;
b. "Suportes [6gicos' especia mente concebidos ou modificados para suporte da "tecnologia'
referida em 5E002;
C. "Suportes |6gicos’ especificos:
1 "Suportes |6gicos’ que apresentem as caracteristicas ou realizem ou simulem as
funcdes dos equipamentos referidos em 5A002 ou 5B002;
2. "Suportes |6gicos' destinados a certificar 0s "suportes 16gicos' referidos em
5D002.c.1,;
Nota: 5D002 ndo abrange:
a. "Suportes logicos" "necessarios" a "utilizagdo" de equipamentos excluidos do
controlo nos termos das notas relativas a 54002;
b. "Suportes logicos" que assegurem qualquer uma das fungoes dos
equipamentos excluidos do controlo nos termos da nota relativa a 54002.
5E2 Tecnologia
5E002 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento”, "producéo”
ou "utilizagdo" de equipamentos ou "suportes [6gicos' referidos em 5A002, 5B002 ou 5D002.
142
ANEXO| PT



CATEGORIA 6 -SENSORESE "LASERS'

6A

6A001

Sistemas, equipamentos e componentes

Acustica

a Sistemas e equi pamentos acusti cos maritimos, bem como componentes especialmente
concebidos para os mesmos.

1 Sistemas e equi pamentos activos (transmissores ou transmissores-receptores), bem
como componentes especia mente concebidos para os mesmos:

Nota:

6A4001.a.1 ndo abrange:

a. Sondas de profundidade que operem na vertical abaixo do
aparelho, ndo possuam uma fun¢do de varrimento com
capacidade superior a = 20.° e estejam limitadas a medi¢do da
profundidade da dgua ou da distancia a objectos submersos ou
enterrados ou a detecgdo de cardumes;

b. Balizas acusticas com as seguintes caracteristicas:

1. Balizas acusticas de emergéncia;
2. Balizas (pingers) especialmente concebidas para
relocalizagdo ou retorno a uma posi¢do subaqudatica.

a Sigtemas de levantamento batimétrico de faixa exploradalarga parao
levantamento topografico dos fundos marinhos, com todas as seguintes
caracteristicas:

1
2.

3.

Estarem concebidos para efectuar medi¢cdes em angulos superiores

a 20" relativamente a vertical;

Estarem concebidos para medir profundidades superiores a 600 m

abaixo da superficie da &gua; e

Estarem concebidos para permitir:

a A inclusdo de feixes multiplos, cada um dos quais inferior
al,9; ou

b. Uma precisdo dos dados superior a 0,3% da profundidade da
agua em toda a largura da faixa explorada, traduzindo este valor
a precisdo média das medicdes efectuadas.

b. Sistemas de deteccéo ou de localizagdo de objectos com uma das seguintes
caracteristicas:

1
2.

Frequéncia de transmisséo inferior a 10 kHz;

Nivel de pressdo sonora superior a 224 dB (referéncia: 1 pPaal m),

no que se refere aos equipamentos com frequéncia de funcionamento

na banda compreendida entre 10 kHz e 24 kHz, inclusive;

Nivel de pressdo sonora superior a 235 dB (referéncia: 1 pPaal m),

no que se refere aos equipamentos com frequéncia de funcionamento

na banda compreendida entre 24 kHz e 30 kHz;

Formacao de feixesinferiores a 1.° em qualquer eixo e frequéncia de

funcionamento inferior a 100 kHz;

Concebidos para funcionar com um alcance de visualizacdo nao

ambigua superior a 5,120 m; ou

Concebidos para suportar, em funcionamento normal, a presséo de

profundidades superiores a 1000 m e dotados de transdutores com

uma das seguintes caracteristicas:

a Compensacéo dindmica da pressao; ou

b. Utilizarem como elemento transdutor outros materiais que ndo o
zirconato-titanato de chumbo;
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6A001

a

1

(continuacao)

C.

Projectores acusticos, incluindo transdutores, com elementos piezoel éctricos,
magnetoestrictivos, electroestrictivos, €l ectrodindmicos ou hidraulicos que
funcionem individual mente ou segundo uma determinada combinagdo, com
qualquer das seguintes caracteristicas:

Nota 1: O estatuto dos projectores acusticos, incluindo os transdutores,
especialmente concebidos para outros equipamentos é
determinado pelo estatuto desses equipamentos.

Nota 2: 6A4001.a.1.c. ndo abrange as fontes sonoras que apenas dirijam
o som verticalmente, nem fontes mecdanicas (por exemplo,
canhdes pneumdticos ou de vapor) ou quimicas (por exemplo,
explosivos).

1 "Densidade de poténcia acustica' radiada instantanea superior

a0,01 mW/mmé/Hz, no que se refere aos equipamentos que
funcionem a frequéncias inferioresa 10 kHz;

2. "Densidade de poténcia aclstica" radiada continua superior

a0,001 mW/mm2/Hz, no gue se refere aos equipamentos que
funcionem afrequéncias inferioresa 10 kHz;
Nota técnica:
A "densidade de poténcia acustica" obtéem-se dividindo a poténcia acustica
de saida pelo produto da drea da superficie radiante pela frequéncia de
funcionamento.
3. Supressdo de franjas laterais superior a 22 dB;

Sistemas e equipamentos acusticos e componentes especia mente concebidos
para determinar a posicao de navios de superficie ou de veiculos
subaguéticos, concebidos para funcionar com alcance superior a 1000 m e
um erro de posicionamento inferior a 10 m rms (média quadrética, valor
eficaz) quando a medicdo for efectuada a uma distancia de 1000 m;

Nota: 6A4001.a.1.d. abrange:

a. Os equipamentos que utilizem um "processamento de
sinais" coerente entre duas ou mais balizas e a unidade
hidrofonica transportada no navio de superficie ou no
veiculo subaquatico,

b. Os equipamentos que corrijam automaticamente 0s erros
de propagacdo a velocidade do som no calculo de
pontos.
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6A001 a (continuacéo)

2. Sistemas ou equipamentos passivos (receptores, relacionados ou ndo, em
funcionamento normal, com equipamentos activos separados), bem como
componentes especia mente concebidos para 0s mesmos:

a Hidrofones com uma das seguintes caracteristicas:

Nota:

6.

O estatuto dos hidrofones especialmente concebidos para
outros equipamentos sera determinado pelo estatuto desses
equipamentos.

Dotados de elementos sensores flexiveis continuos

Dotados de conjuntos de el ementos sensores discretos de didmetro ou
comprimento inferior a 20 mm e disténcia entre elementos inferior
a20 mm;

Dotados de um dos seguintes elementos sensores:

a Fibras opticas;

b. "Peliculas de polimeros piezoel éctricos’ que ndo o fluoreto de
polivinilideno (PVDF) e seus co-polimeros { P(VDF —TrFE) e
P(VDF-TFE)}; ou

C. Compositos piezoel éctricos flexiveis;

"Sensibilidade do hidrofone" superior a—180 dB a qual quer
profundidade, sem compensacéo da acel eragéo;

Quando concebidos para funcionar a profundidades superiores a35 m,
com compensacdo da aceleracdo; ou

Concebidos para funcionar a profundidades superiores a 1000 m;

Nota técnica:

1.

Os elementos sensores de uma "pelicula de polimeros piezoeléctricos”
consistem numa pelicula de polimeros polarizados estendida sobre e
fixada a uma estrutura de apoio ou carreto (mandril).

Os elementos sensores de um "composito piezoeléctrico flexivel”
consistem em particulas ou fibras de ceramica piezoeléctrica
combinada com um composto de borracha, de polimero ou epoxico
que proporcione isolamento eléctrico e seja acusticamente
transparente, em que o composto seja parte integrante dos elementos
sensores.

A "sensibilidade do hidrofone" é definida como sendo vinte vezes o
logaritmo decimal do quociente entre a tensdo eficaz de saida e uma
tensdo eficaz de referéncia de 1 V, estando o sensor do hidrofone, sem
pré-amplificador, situado num campo acustico de ondas planas de
pressdo eficaz igual a 1 uPa. Por exemplo, um hidrofone de —60 dB
(referéncia: 1V por uPa) produzira nesse campo uma tensdo de saida
del0 V, enquanto um hidrofone com —180 dB de sensibilidade
produzird apenas uma saida de 107 V. Deste modo, —160 dB é
superior a —180 dB.
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6A001 a 2. (continuagdo)

b. Agregados de hidrofones aclsticos rebocados com uma das seguintes
caracteristicas:
1. Interval o entre os grupos de hidrofones inferior a 12,5 m ou "podendo ser
modificados" parapassar ater um intervalo entre os grupos de hidrofones
inferior al2,5 m;
2. Concebidos ou "podendo ser modificados' parafuncionar a
profundidades superiores a35 m;
Nota técnica:
A expressdo "podendo ser modificados", utilizada nos
pontos 64001.a.2.b.1. e 2, significa que dispéem de meios que permitem
mudar os cabos de liga¢do ou as interconexoes, de modo a alterar o
intervalo entre os grupos de hidrofones ou os limites de profundidade de
funcionamento. Esses meios sdo: cabos sobresselentes em quantidade
superior a 10% do numero total de cabos, blocos de ajustamento do
intervalo entre os grupos de hidrofones ou dispositivos internos de
limitag¢do da profundidade ajustaveis ou que comandem mais do que um
grupo de hidrofones.
Sensores de rumo referidos em 6A001.a.2.d.;
Revestimentos de protec¢édo do agregado reforcados longitudinal mente;
Diémetro do conjunto montado inferior a40 mm;
Multiplexagem dos sinais do grupo de hidrofones concebidos para
funcionar a profundidades superiores a 35 m ou dotados de um sensor de
profundidade gjustavel ou amovivel que lhes permitafuncionar a
profundidades superiores a 35 m; ou
7. Caracteristicas dos hidrofones especificadas em 6A001.a.2.a;

oukrw

C. Equipamentos de processamento, especialmente concebidos para agregados de
hidrofones acUsti cos rebocados, com "programacdo acessivel ao utilizador" e
processamento e correlacdo do dominio tempo ou frequéncia, incluindo analise
espectral, filtragem digital e formacdo de feixe por intermédio da transformacdo
répida de Fourier, ou de outras transformagfes ou processos;

d. Sensores de rumo gue possuam todas as seguintes caracteristicas:
1. Precisdo superior a+ 0,5; e
2. Estarem concebidos para funcionar a profundidades superioresa35 m ou
possuirem um sensor de profundidade ajustavel ou amovivel que lhes
permita funcionar a profundidades superioresa 35 m;

e Sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos, com uma das seguintes
caracteristicas:
1 Incluirem modulos de hidrofones referidos em 6A001.a.2.a;
2. Incluirem multiplexagem dos sinais do grupo de hidrofones com as
seguintes caracteristicas:
a Estarem concebidos para funcionar a profundidades superiores
a 35 m ou possuirem um sensor de profundidade gjustéavel ou
amovivel que lhes permita funcionar a profundidades superiores
a3bm;e
b. Poderem ser intermutados com médul os de agregados de
hidrofones acusti cos rebocados;

f. Equipamentos de processamento, especial mente concebidos para sistemas de
cabos submarinos, de fundo ou suspensos, com "programabilidade acessivel ao
utilizador" e processamento e correlagdo do dominio tempo ou frequéncia,
incluindo analise espectral, filtragem digital e formagdo de feixe por intermédio
da transformacéo rapida de Fourier, ou de outras transformagdes ou processos;

b. Equipamentos de registo com sonar de correlacdo da vel ocidade, concebidos para medir a
velocidade horizontal do transportador do equipamento em relacdo ao fundo marinho, a
distancias superiores a 500 m entre o transportador e o fundo.
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6A002

Sensores Opticos

N.B.: VER TAMBEM 6A102.

a

Detectores Opticos:

Nota: 64002.a. ndo abrange os dispositivos fotossensiveis de germadnio ou de silicio.

N.B. As "Matrizes de plano focal” de microbolometro ndo "qualificadas para uso
espacial" baseadas em silicio ou em outros materiais so se encontram
especificadas em 64002.4.3.f.

1 Detectores de estado solido "qualificados para uso espacial":

a

Detectores de estado solido "qualificados para uso espacial" com as

seguintes caracteristicas:

1 Pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores
a 10 nm, mas ndo superiores a 300 nm; e

2. Respostainferior a 0,1%, relativamente a resposta maxima, nos
comprimentos de onda superiores a 400 nm;

Detectores de estado solido "qualificados para uso espacial" com todas as
seguintes caracteristicas:
1 Pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores
a 900 nm, mas ndo superiores 21200 nm; e
2. "Constante de tempo" de respostaigual ou inferior a 95 ns;

Detectores de estado solido "qualificados para uso espacia" com um pico de
resposta na banda de comprimentos de onda superiores a 1200 nm, mas ndo
superiores a 30 000 nm;

2. Tubos intensificadores de imagem e componentes especial mente concebidos para
esses tubos:

a

b.

Tubos intensificadores de imagem com todas as caracteristicas seguintes:

1. Pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores
a 400 nm, mas ndo superiores a 1050 nm;

2. Uma placa de microcanais para amplificacdo de imagens electrénicas,
com espacamento dos furos (disténcia entre centros) igua ou inferior
al2um; e

3. Qualquer dos fotocatodos seguintes:

a Fotocatodos S-20, S-25 ou multialcalinos com uma
sensibilidade luminosa superior a 350 pA/Im;
b. Fotocatodos de GaAs ou de GalnAs; ou
C. Outros fotocatodos semicondutores compostos |1-V
Nota: 6A4002.a.2.a.3.c. ndo se aplica a fotocatodos
semicondutores compostos com uma sensibilidade
radiante maxima igual ou inferior a 10 mA/W.

Componentes especid mente concebidos para tubos intensificadores de imagem:
1 Placas de microcanais com espacamento dos furos (distancia entre
centros) igual ou inferior a 12 pm;
2. Fotocatodos de GaAs ou de GalnAs;
3. Outros fotocatodos semicondutores compostos |1-V
Nota: 6A4002.a.2.b.3. ndo abrange os fotocdtodos
semicondutores compostos com uma sensibilidade
radiante madxima igual ou inferior a 10 mA/W.
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6A002 a (continuacéo)
3. "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacial":

N.B. As "Matrizes de plano focal" de microbolometro ndo "qualificadas para uso
espacial” baseadas em silicio ou em outros materiais so se encontram
especificadas em 64002.4.3.f.

Notas técnicas:

1. "Matrizes de plano focal" sdo matrizes de detectores lineares ou
bidimensionais de elementos multiplos;

2. Para efeitos de 64002.a.3., por "direc¢do de varrimento transversal” entende-
-se o eixo paralelo a matriz linear de elementos detectores e por "direc¢do
de varrimento" o eixo perpendicular a matriz linear de elementos detectores.

Nota I: 6A4002.a.3 abrange as matrizes fotocondutoras e as _fotovoltaicas.

Nota 2: 6A4002.a.3 ndo abrange:

a. Células fotocondutoras encapsuladas de elementos multiplos
(ndo mais de 16 elementos) que utilizem sulfureto de chumbo
ou selenieto de chumbo;

b. Detectores piroeléctricos que utilizem os seguintes materiais:
1. Sulfato de triglicina e variantes,

2. Titanato de zirconio-lantanio-chumbo e variantes;
3. Tantalato de litio;

4. Poli(fluoreto de vinilideno) e variantes; ou

5. Niobato de estréncio e bario e variantes.

a "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacia” com as
seguintes caracteristicas:

1 Elementos individuais com pico de resposta ha banda de comprimentos
de onda superiores a 900 nm, mas nédo superiores a 1050 nm; e

2. "Constante de tempo"” de respostainferior a0,5 ns;

b. "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacia" com as
seguintes caracteristicas:

1. Elementos individuais com pico de resposta na banda de comprimentos
de onda superiores a 1050 nm, mas ndo superiores a 1200 nm; e

2. "Constante de tempo" de respostaigual ou inferior a 95 ns;

C. "Matrizes de plano focal" n&o lineares (bidimensionais) ndo "qualificadas
para uso espacia” que possuam elementos individuais com pico de resposta
na banda de comprimentos de onda superiores a 1200 nm, mas ndo
superiores a 30 000 nm;

N.B. As "Matrizes de plano focal"” de microbolometro ndo "qualificadas
para uso espacial” baseadas em silicio ou em outros materiais so se
encontram especificadas em 64002.4.3.f.

d. "Matrizes de plano focal" lineares (unidimensionais) ndo "qualificadas para
uso espacial" que possuam as seguintes caracteristicas:

1 Elementos individuais com pico de resposta ha banda de comprimentos
de onda superiores a 1200 nm, mas ndo superiores a 3000 nm; e

2. Uma das seguintes caracteristicas:

a Relacdo entre a dimensdo do elemento detector na direccdo de
varrimento e a dimensdo do elemento detector na direccéo de
varrimento transversal inferior a 3,8; ou

b. Processamento do sinal no elemento (SPRITE);
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6A002 a 3. (continuacéo)

e "Matrizes de plano focal" lineares (unidimensionais) ndo "qualificadas para
uso espacial" que possuam elementos individuais com pico de resposta na
banda de comprimentos de onda superiores a 3000 nm mas ndo superiores
a 30 000 nm.

f. "Matrizes de plano focal" de infravermelhos ndo lineares (bidimensionais)
ndo "qualificadas para uso espacial" baseadas em material
"microbolométrico” que possuam el ementosindividuais com respostanéo
filtrada na banda de comprimentos de onda iguais ou superiores a 8000 nm,
mas ndo superiores a 14 000 nm;

Nota técnica:

Para efeitos do ponto 64002.a.3.f, "microbolometro” ¢ um detector de

imagem termal que, devido a uma alterag¢do de temperatura no detector

provocada pela absor¢do de radiagdo infravermelha, é utilizado para gerar
um sinal util.

b. " Sensores de imagem monoespectrais’ e "sensores de imagem multiespectrais’
concebidos para aplicacdes de deteccao a distancia que possuam uma das seguintes
caracteristicas:

1 Campo de visdo instantaneo (IFOV) inferior a 200 prad (microrradianos); ou
2. Estarem previstos para funcionar na banda de comprimentos de onda superiores
a400 nm, mas ndo superiores a 30 000 nm e possuirem as seguintes caracteristicas:

a Saida de dados de imagem em formato digital; e

b.  Serem:

1 "Qualificados para uso espacial"; ou

2. Concebidos para funcionar a bordo de aeronaves, utilizando detectores
que ndo sgjam de silicio e com um IFOV inferior a2,5 mrad
(milirradianos);

C. Equipamentos de imagem de "visdo directa' que funcionem no espectro visivel ou
infravermelho e que possuam:

1 Tubos intensificadores de imagem referidos em 6A002.a.2; ou

2. "Matrizes de plano focal" referidas em 6A002.a.3;

Nota técnica:

A expressdo "visdo directa” refere-se a equipamentos de imagem que funcionem no

espectro visivel ou infravermelho e apresentem a um observador humano uma imagem

directamente visivel, sem a converterem num sinal electronico para visualizagdo televisiva,

e que ndo possam gravar ou armazenar a imagem por meios fotogrdficos, electronicos ou

quaisquer outros.

Nota: 6A4002.c. ndo abrange os seguintes equipamentos dotados de fotocdtodos
que ndo sejam de GaAs nem de GalnAs:

a. Sistemas de alarme contra presengas indesejaveis em locais
industriais ou civis ou sistemas de contagem ou de controlo dos
movimentos em zonas industriais ou de trdafego,

b. Equipamentos médicos;

c. Equipamentos industriais utilizados na inspec¢do, classificagdo ou
andlise de propriedades dos materiais;

d. Detectores de chama para fornos industriais,

e. Equipamentos especialmente concebidos para utilizag¢oes
laboratoriais.

149
ANEXO PT



6A002 (continuacdo)
d. Componentes auxiliares especiais para sensores opticos:

1 Sistemas de refrigerac8o criogénicos "qualificados para uso espacial”;

2. Sistemas de refrigeracéo criogénicos ndo "qualificados para uso espacial" com a
temperatura da fonte frigorificainferior a 218 K (-55°C):

a De ciclo fechado, com um tempo médio sem falhas (MTTF) especificado, ou um
tempo médio entre falhas (MTBF) superior a 2500 horas;

b. Mini-arrefecedores de Joule-Thomson (JT) com auto-regulagdo, com diémetros
(exteriores) de poro inferioresa 8 mm,;

3. Fibras Opticas sensiveis especia mente fabricadas, em termos de composi¢do ou de
estrutura, ou modificadas por revestimento, de modo a terem sensibilidade acustica,
térmica, inercial, electromagnética ou as radiactes nucleares.

e "Matrizes de plano focal" "qualificadas para uso espacia” que possuam mais de 2048
elementos por matriz e o pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores

a 300 nm mas ndo superiores a 900 nm.

6A003 Aparelhos de captacdo e registo ou de captacdo e formagéo de imagens
N.B.: VER TAMBEM 6A203.
N.B.: No que serefere aos apar elhos especialmente concebidos ou modificados para
utilizacdo subaquatica, ver 8A002.d. e 8A002.e.
a Aparelhos de captacdo e registo de imagens e componentes especia mente concebidos
para 0s mesmos:

Nota:  Os aparelhos de captacado e registo de imagens referidos em 64003.a.3

a 64003.a.5 com estruturas modulares devem ser avaliados com base na sua
capacidade mdaxima, usando modulos de expansdo ("plug-ins") disponiveis, em
conformidade com as instrugées do fabricante dos aparelhos.

1 Maguinas de filmar de alta velocidade que utilizem qualquer formato de filme
entre 8 mm e 16 mm, inclusive, caracterizadas por o filme avangar continuamente
durante todo o periodo de filmagem e capazes de filmar a velocidades superiores
a 13150 imageng/s;

Nota: 6A4003.a.1 ndo abrange maquinas de filmar concebidas para fins civis.

2. Méaquinas fotogréficas mecénicas de alta velocidade, em que a peliculando se
movimenta, capazes de fotografar a velocidades superiores a 1 000 000 de
imageng/s para 0 comprimento total do fotograma do filme de 35 mm ou a
vel ocidades proporciona mente maiores para fotogramas de menor comprimento ou
proporcionalmente menores para fotogramas de maior comprimento;

3. M aquinas fotograficas mecanicas ou el ectronicas de registo continuo com
velocidade de registo superior a 10 mm/ps;

4. Méguinas fotograficas el ectronicas de imagens separadas com velocidade de
registo superior a1 000 000 de imagens/s;

5. M aquinas fotograficas el ectronicas com todas as seguintes caracteristicas:

a Vel ocidade de obturacéo electrdnica (capacidade de intercepgao) superior
al ps por fotograma completo; e

b. Tempo de leitura que permita vel ocidades de registo de imagem superiores
a 125 fotogramas compl etos por segundo;

6. M6dulos de expansdo (“plug-ins') com todas as seguintes caracteristicas:

a Especia mente concebidos para os aparel hos de captacdo e registo de
imagens com estrutura modular referidos em 6A003.3; €
b. Adequados para fazer com que esses aparel hos satisfacam as caracteristicas
referidas em 6A003.a.4., ou 6A003.a.5., de acordo com as especificaces do
fabricante.
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6A003

(continuacao)

b.

Aparelhos de captagéo e formacdo de imagem:

Nota:

6A4003.b. ndo abrange as camaras de video ou de televisdo especialmente
concebidas para radiodifusdo televisiva.

Camaras de video com sensores de estado sélido com pico de resposta na gama de
comprimentos de onda superiores a 10 nm, mas ndo superiores a 30 000 nm, e que
possuam as seguintes caracteristicas:
a Uma das seguintes caracterisiticas:

1 No que se refere as cdmaras monocrométicas (preto e branco), mais

de 4x10 "pixelsactivos" por matriz de estado sdlido;
2. No que se refere as cAmaras a cores com trés matrizes de estado solido,

mais de 4x10 "pixels activos' por matriz de estado solido; ou
3. No que se refere as cAmaras a cores com uma matriz de estado solido,

mais de 12x10 "pixels activos'; e
b. Uma das seguintes caracteristicas.
1. Espelhos 6pticos abrangidos por 6A004.a.;
2. Equipamentos épticos de comando abrangidos por 6A004.d.; ou
3. Capacidade para anotar dados de orientacdo da cAmara gerados internamente.

Notas técnicas:

1. Para efeitos do presente ponto, as cdmaras de video digitais devem ser
avaliadas pelo numero mdximo de "pixels activos" utilizados para captar
imagens em movimento.

2. Para efeitos do presente ponto, por dados de orientacdo da camara entendem-se
as informagoes necessarias para definir a orientacdo da linha de visdo da camara
em relagdo a terra, o que inclui: 1) o angulo horizontal da linha de visdo da
cdmara em relagdo a direc¢do do campo magnético da terra; e 2) o dngulo
vertical entre a linha de visdo da camara e o horizonte da terra.

Camaras de varrimento e s stemas de camaras de varrimento com as seguiintes caracterigticas.

a Pico de resposta ha gama de comprimentos de onda superiores a 10 nm, mas néo
superiores a 30 000 nm;

b. Matrizes de detectores lineares com mais de 8192 elementos por matriz; e

C. Varrimento mecanico numa direc¢ao;

Aparelhos de captagéo e formagdo de imagem com intensificadores de imagem
referidos em 6A002.a.2.a;

Aparelhos de captacéo e formagdo de imagem que integrem as seguintes "matrizes de
plano focal":

a "matrizes de plano focal" referidas em 6A002.a.3a. a6A002.a.3.e.; ou
b. "matrizes de plano focal" referidas em 6A002.a.3.f.

Nota 1: Os aparelhos de captagdo e formagdo de imagem descritos em 64003.b.4
incluem "matrizes de plano focal” combinadas com um circuito
electronico de processamento do sinal, para além do circuito integrado
de leitura do sinal, que seja suficiente para produzir, no minimo, quando
posto sob tensdo, um sinal analogico ou digital.

Nota 2: 6A4003.b.4.a ndo abrange os aparelhos de capta¢do e formagdo de
imagens com "matrizes de plano focal" lineares de doze elementos ou
menos, que ndo usem temporizacdo-e-integracdo no elemento,
concebidos para uma das seguintes utiliza¢oes:

a. Sistemas de alarme contra presengas indesejaveis em locais
industriais ou civis ou sistemas de contagem ou de controlo dos
movimentos em zonas industriais ou de trafego;

b. Equipamentos industriais utilizados na inspec¢do ou monitoriza¢do
de fluxos de calor em edificios, equipamentos ou processos industriais;

c. Equipamentos industriais utilizados na inspecg¢do, classificagdo ou
analise das propriedades dos materiais;

d. Equipamentos especialmente concebidos para utilizagoes
laboratoriais; ou

e. Equipamentos médicos.
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6A003 b. 4, (continuagdo)

Nota 3: 6A4003.b.4.b. ndo abrange os aparelhos de captagdo e formagdo de
imagem que tenham qualquer uma das seguintes caracteristicas:

a. Tenham uma frequéncia de registo igual ou superior a 9 Hz;
b. Tenham todas as seguintes caracteristicas:
1. Possuam um campo de visdo instantdneo minimo,

horizontal ou vertical (IFOV), de pelo menos
10mrad/pixel (miliradianos/pixel);
2. Estejam equipados com uma lente com distancia focal
fixa, que ndo seja removivel;
3. Ndo tenham um painel de visdo directa, e
4. Tenham uma das seguintes caracteristicas:
a. Inexisténcia de uma fung¢do que permita obter uma
imagem visivel do campo de visdo detectado, ou
b. O aparelho de formagdo e captagdo de imagem
tenha sido concebido para um unico tipo de
aplicagdo e de modo a ndo poder ser alterado pelo
utilizador,; ou
c. Quando o aparelho de formagdo e captagdo de imagem tiver
sido especialmente concebido para instalagdo num veiculo
terrestre civil de passageiros de peso inferior a trés toneladas
(peso bruto) e possua todas as seguintes caracteristicas:

1. So seja utilizavel quando se encontrar instalado:
a. Quer no veiculo terrestre civil de passageiros para
o qual foi concebido;
b. Quer numa instalagdo de manutengdo e de ensaio
especialmente concebida e autorizada para o
efeito; e
2. Incorporar um mecanismo activo que o impega de
funcionar caso seja removido do veiculo para o qual foi
concebido.

Notas técnicas:

1. O campo de visdo instantaneo (IFOV) especificado em
6A4003.b.4. Nota 3.b. é o menor valor de IFOV horizontal ou
vertical.

IFOV horizontal = campo de visdo horizontal (FOV) / numero
de elementos detectores horizontais

IFOV vertical = campo de visdo vertical (FOV) / numero de
elementos detectores verticais.

2. "Visdo directa”, em 64003.b.4. Nota 3.b. refere-se a um
aparelho de formagdo e captagdo de imagem que opere no
espectro infravermelho e que apresente uma imagem visivel por
um observador humano através de um visor de micro-
-visualizagdo que comporte um mecanismo de protec¢do da
luminosidade.
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6A004 Optica

a Espelhos 6pticos (reflectores):

N.B: Para os espelhos opticos especialmente concebidos para equipamento litografico,

ver 3B001.

1 "Espelhos deformaveis' de superficie continua ou de elementos multiplos, bem
como componentes especial mente concebidos para esses espel hos, capazes de
reposicionar dinamicamente partes da superficie especular a frequéncias superiores
al00Hz;

2. Espel hos monoliticos leves de "densidade equivalente” médiainferior a30 kg/m? e
massa total superior a 10 kg;

3. Estruturas especulares "compositas’ ou celulares leves de "densidade equivalente”
médiainferior a30 kg/m? e massa total superior a2 kg;

4. Espelhos direccionadores de feixes de didmetro ou comprimento do eixo principal
superior a 100 mm cujo plano dptico ndo apresente desvios superiores alambda/2
(lambda corresponde a 633 nm) e cujalargura de banda de controlo seja superior
a100 Hz;

b. Componentes Opticos de selenieto de zinco (ZnSe) ou de sulfureto de zinco (ZnS)
transmissores na banda de comprimentos de onda superiores a 3000 nm, mas ndo
superiores a 25000 nm, que possuam uma das seguintes caracteristicas:

1. Volume superior a100 cm® ou
2. Diémetro ou comprimento do eixo principal superior a 80 mm e espessura
(profundidade) superior a20 mm;

C. Componentes de sistemas Gpticos "qualificados para uso espacial":

1. Tornados mais leves, até menos de 20%, em termos de "densidade equivalente”,
relativamente a uma peca macica de referéncia de abertura e espessura idénticas;

2. Substratos em bruto e substratos tratados com revestimentos superficiais
(monocamada ou em camadas mltiplas, metdlicos ou dieléctricos, condutores,
semicondutores ou isolantes) ou com pelicul as protectoras,

3. Segmentos ou conjuntos de espel hos concebidos para serem montados no espaco
de forma a constituirem um sistema 6ptico de abertura colectora equivalente a ou
maior do que a de uma Optica tnica com 1 metro de diémetro;

4, Fabricados a partir de materiais "compdsitos' de coeficiente de dilatacdo térmica
linear igual ou inferior a5x10° em qualquer direccdo de coordenadas;

d. Equipamentos Opticos de comando:

1 Especia mente concebidos para manterem o nimero de mérito da superficieou a
orientacdo dos componentes "qualificados para uso espacia” referidos em
6A004.c.1 ou 6A004.c.3;;

2. Com larguras de banda de direccionamento, seguimento, estabilizacdo ou
alinhamento de ressoadores iguais ou superiores a 100 Hz e precisdo igual ou
inferior a 10 prad (microrradianos);
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6A004 d. (continuacéo)
3. Suspensdes por cardans com todas as seguintes caracteristicas:
a Movimento giratério méximo superior a5;
b. Largura de bandaigual ou superior a 100 Hz;
C. Erros de apontamento angular iguais ou inferiores a 200 prad
(microrradianos); e
d. Uma das seguintes caracteristicas:

1. Diametro ou comprimento do eixo principal superior a0,15 m, mas
ndo superior a1 m e capacidade para acel eragbes angul ares superiores
a2 rad (radianos)/s% ou

2. Diametro ou comprimento do eixo principal superioralme
capacidade para acel eragfes angulares superiores
a0,5 rad (radianos)/s*;

4.  Especiamente concebidos para manter o alinhamento de sistemas especulares de
grupos de elementos em fase ou de segmentos em fase constituidos por espelhos de
didmetro de segmento ou comprimento do eixo principal igual ou superior al m.

e '"Elementos Gpticos asféricos com todas as seguintes caracteristicas:

1 Dimensdo méaxima da abertura éptica superior a400 mm;

2. Rugosidade da superficie inferior a1 mm (rms) para comprimentos da amostra
iguais ou superioresal mm; e

3. Valor absoluto do coeficiente de dilataco térmica linear inferior a 3x10°/K
a25°C.

Notas Técnicas:

1. Por 'elemento optico asférico' entende-se qualquer elemento utilizado num sistema
optico cuja superficie ou superficies de formagdo de imagens estejam concebidas
para se afastar da forma de uma esfera ideal.

2. Os fabricantes ndo sdo obrigados a medir a rugosidade da superficie referida em
6A4004.e.2 a ndo ser que o elemento optico tenha sido concebido ou fabricado com
a intengdo de respeitar ou exceder o parametro de controlo.

Nota: 6A4004.e. ndo abrange os elementos opticos asféricos com uma das seguintes

caracteristicas:

a. Dimensdo mdxima da abertura optica inferior a Im e relagdo
distancia focal/abertura igual ou superior a 4,5/1;

b. Dimensao maxima da abertura optica igual ou superior a Im e
relagdo distancia focal/abertura igual ou superior a 7/1;

c. Terem sido concebidos como elementos opticos Fresnel, tipo olho de
mosca, de faixa, de prisma ou de difrac¢do;

d. Serem fabricados de vidro borossilicatado com um coeficiente de
dilatagdo térmica linear superior a 2,5x1 0°%K a 25°C: ou

e. Serem elementos opticos de raios-X com capacidade reflectora
interna (por exemplo, espelhos de tipo tubular).

N.B. No caso dos elementos opticos asféricos especialmente concebidos para

equipamento litogrdfico, ver 3B001.
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6A005 "Lasers' ndo referidos em 0B001.g.5. nem em 0B0OO01.h.6., componentes e equipamentos
opticos: )

N.B.: VER TAMBEM 6A205.

Nota 1: Os "lasers" pulsadoss abrangem os que funcionam num modo de ondas continuas
com sobreposi¢do de impulsos.

Nota 2: Os "lasers" de excimeros, de semicondutores, quimicos, de CO, de CO; e pulsados
de Nd:vidro ndo repetitivos sdo especificados apenas em 6A4005.d.

Nota 3: 64005 abrange "lasers" de fibras.

Nota 4: O estatuto dos "lasers" que incorporam conversores de frequéncias (ou seja,
alteragoes do comprimento de onda) por outros meios que o bombeamento de um
"laser" por outro "laser" sera determinado pela aplica¢do dos pardametros de
controlo tanto a saida do "laser" de bombeamento como a saida dptica convertida
em frequéncia.

Nota 5: 64005 ndo abrange os seguintes "lasers:

a. de rubis, com uma energia de saida inferior a 20 J;
b. de nitrogénio;
C. de cripton.

Nota técnica:

Em 64005, 'eficiéncia de tomada' é definida como a razdo entre a poténcia de saida do "laser"
(ou "poténcia média de saida") e a poténcia eléctrica total de alimentag¢do exigida
para o funcionamento do "laser", incluindo no fornecimento/transformagdo de
energia e no condicionamento térmico/permuta de calor.

a "Lasers (CW)" de onda continua ndo "sintonizaveis' com uma das seguintes

caracteristicas:
1 Comprimento de onda de saida inferior a 150 nm com uma poténcia de saida
superioralW;
2. Comprimento de onda de saidaigual ou superior a 150 nm mas ndo superior a 520
nm e com uma poténcia de saida superior a 30 W;
Nota: 6A4005.a.2. ndo abrange "lasers" de argon com uma poténcia de saida
igual ou inferior a 50 W.
3. Comprimento de onda de saida superior a 520 nm mas ndo superior a540 nm e
com uma das seguintes caracteristicas:
a Saida em modo transversal tnico com uma poténcia de saida superior a 50
W; ou
b. Saida em modo transversal multiplo com uma poténcia de saida superior a
150 W,
4, Comprimento de onda de saida superior a 540 nm mas ndo superior a 800 nm e
com uma poténcia de saida superior a30 W;
5. Comprimento de onda de saida superior a 800 nm mas ndo superior a975 nme
com uma das seguintes caracteristicas:
a Saida em modo transversal (nico com uma poténcia de saida superior a
50 W; ou
b. Saida em modo transversal multiplo com uma poténcia de saida superior a
80 W;
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6A005 a (continuacéo)
6. Comprimento de onda de saida superior a 975 nm mas ndo superior a 1150 nm e
uma das seguintes caracteristicas:
a Saida em modo transversal (nico com uma das seguintes caracteristicas:
1 Uma 'eficiéncia de tomada superior a 12% e uma poténcia de saida
superior a100 W; ou
2. uma poténcia de saida superior a 150 W; ou
b. Saida em modo transversal multiplo com uma das seguintes caracteristicas:
1 Uma 'eficiéncia de tomada' superior a 18% e uma poténcia de saida
superior a500 W; ou
2. Uma poténcia de saida superior a2 kW;
Nota: 6A4005.a.6.b, ndo abrange o modo transversal multiplo e
"lasers" industriais com poténcia de saida superior a 2 kW mas
ndo superior a 6 kWcom uma massa total superior a 1200 kg.
Para efeitos da presente nota, a massa total inclui todos os
componentes necessarios ao funcionamento do "laser”, p. ex.,
"laser”, fonte de alimentagdo, permutador de calor, mas exclui
Opticas externas de transformag¢do e/ou emissdo de feixes.
7. Comprimento de onda de saida superior a 1150 nm mas néo superior a 1555 nm e
uma das seguintes caracteristicas:
a Saida em modo transversal (nico com uma poténcia de saida superior a
50 W; ou
b. Saida em modo transversal multiplo com uma poténcia de saida superior a
80 W; ou
8. Comprimento de onda de saida superior a 1555 nm e uma poténcia de saida
superioral W.
b. "Lasers pulsados' ndo "sintonizaveis' com uma das seguintes caracteristicas.
1 Comprimento de onda de saidainferior a 150 nm e com as seguintes
caracteristicas:
a Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e uma "poténcia de pico"
superior al W; ou
b. "Poténcia média de saida" superior al W;
2. Comprimento de onda de saidaigual ou superior a 150 nm mas ndo superior a 520
nm e com uma das seguintes caracteristicas.
a Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e uma "poténcia de pico"
superior a30 W; ou
b. "Poténcia média de saida’ superior a30 W,
Nota: 6A4005.b.2.b. ndo abrange "lasers" de argon com uma "poténcia
média de saida igual ou inferior a 50 W.
3. Comprimento de onda de saida superior a 520 nm mas ndo superior a 540 nm e
Com as seguintes caracteristicas:
a Saida em modo transversal (nico com as seguintes caracteristicas:
1 Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e uma "poténcia de
pico" superior a50 W; ou
2. "Poténcia média de saida" superior a50 W; ou
b. Saida em modo transversal multiplo com as seguintes caracteristicas:
1 Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e uma"poténciade
pico" superior a150 W; ou
2. "Poténcia média de saida"' superior a 150 W;
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6A005 b. (continuacéo)
4, Comprimento de onda de saida superior a 540 nm mas ndo superior a 800 nm e
uma das seguintes caracteristicas:
a Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e uma "poténcia de pico"
superior a30 W; ou
b. "Poténcia média de saida’ superior a30 W,
5. Comprimento de onda de saida superior a 800 nm mas ndo superior a975 nm e
uma das seguintes caracteristicas:
a "Duracdo de impulso” ndo superior a1l US e qualquer das seguintes
caracteristicas:
1 Energia de saida superior a0,5 J por impulso e uma "poténcia de pico"
superior a50 W;
2. Saida em modo transversal Gnico com uma " poténcia média de saida"
superior a20 W; ou
3. Saida em modo transversal multiplo com uma " poténcia média de
saida' superior a50 W; ou
b. "Duracdo de impulso” superior a1l US e uma das seguintes caracteristicas.
1 Energia de saida superior a2 J por impulso e uma " poténcia de pico"

superior a50 W;

2. Saida em modo transversal (nico com uma "poténcia média de saida’
superior a50 W; ou
3. Saida em modo transversal multiplo com uma " poténcia média de
saida' superior a80 W;
6. Comprimento de onda de saida superior a 975 nm mas ndo superior a 1150 nm e

uma das seguintes caracteristicas:

a "Duracdo de impulso” inferior a1 ns e qualquer das seguintes
caracteristicas:
1 "Poténcia de pico" de saida superior a5 GW por impul so;
2. "Poténcia média de saida’' superior a10 W; ou;
3. Energia de saida superior a0,1 J por impulso;

b. "Duragdo de impulso" superior a1 nS mas ndo superior a 1 us e umadas
seguintes caracteristicas:
1 Saida em modo transversal (inico com uma das seguintes

caracteristicas:

a "Poténcia de pico" superior a100 MW,

b. "Poténcia média de saida’" superior a 20 W conceptual mente
limitada a uma frequéncia méxima de repeticao de impul sos
inferior ou igual a1 kHz;

C. 'Eficiéncia de tomada' superior a 12%, "poténcia média de
saida"' superior a 100 W e capacidade de funcionamento a uma
frequéncia de repeticdo de impulsos superior a1 kHz;

d. "Poténcia média de saida’ superior a 150 W e capacidade de
funcionamento a uma frequéncia de repeticdo de impul sos
superior al kHz; ou

e Energia de saida superior a2 J por impulso; ou

2. Saida em modo transversal multiplo com uma das seguintes
caracteristicas:

a "Poténcia de pico" superior a400 MW;

b. 'Eficiéncia de tomada superior a 18% e "poténcia média de
saida" superior a500 W

C. "Poténcia média de saida" superior a2 kW; ou

d. Energia de saida superior a4 J por impulso; ou
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6A005 b. 6. (continuacéo)
C. "Duragdo de impulso” superior a1l YIS e uma das seguintes
caracteristicas:
1 Saida em modo transversal Uinico com uma das seguintes
caracteristicas:
a "Poténcia de pico" superior a 500 kW,
b. 'Eficiéncia de tomada superior a 12% e "poténcia média de
saida" superior a100 W; ou
C. "Poténcia média de saida’ superior a 150; ou
2. Saida em modo transversal multiplo com uma das seguintes
caracteristicas:
a "Poténcia de pico" superior al MW,
b. ‘Eficiéncia de tomada superior a 18% e "poténcia média de
saida" superior a500 W
C. "Poténcia média de saida' superior a2 kW;
7. Comprimento de onda de saida superior a 1150 nm mas ndo superior a 1155 nm e
uma das seguintes caracteristicas:
a "Duracdo de impulso” ndo superior a1l S e as seguintes caracteristicas:
1 Energia de saida superior a0,5 J por impulso e uma " poténcia de pico"
superior a50 W;
2. Saida em modo transversal (nico com uma "poténcia média de saida’
superior a20 W; ou
3. Saida em modo transversal multiplo com uma " poténcia média de
saida" superior a50 W; ou
b. "Duragdo de impulso” superior a1l YIS e uma das seguintes caracteristicas:
1 Energia de saida superior a2 J por impulso e uma " poténcia de pico"
superior a50 W,
2. Saida em modo transversal inico com uma " poténcia média de saida’
superior a50 W; ou
3. Saida em modo transversal multiplo com uma " poténcia média de
saida" superior a80 W; ou
8. Comprimento de onda de saida superior a 1555 hm e uma das seguintes
caracteristicas:
a Energia de saida superior a 100 mJ por impulso e uma " poténcia de pico"
superior al W; ou
b. "Poténcia média de saida" superior al W;
C. "Lasers' "sintonizaveis' com uma das seguintes caracetristicas:
Nota: 64005.c abrange "lasers" de titanio-safira (Ti:Al,0;), tulio-YAG (Tm:YAG), tulio-
-YSGG (Tm:YSGG), alexandrite (Cr:BeAl,O, e de centro de cor, "lasers" de coloragdo e
"lasers" liquidos.
1 Comprimento de onda de saida inferior a 600 nm e uma das seguintes
caracteristicas:
a Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e uma " poténcia de pico"
superior al W; ou
b. Poténcia média de saida ou em ondas continuas superior a1l W;
2. Comprimento de onda de saidaigual ou superior a 600 nm mas ndo superior a 1400
nm e uma das seguintes caracteristicas:
a Energia de saida superior a1 J por impulso e uma "poténcia de pico"
superior a20 W; ou
b. Poténcia média de saida ou em ondas continuas superior a20 W;
3. Comprimento de onda de saida superior a 1400 nm e uma das seguintes
caracteristicas:
a Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e uma " poténcia de pico
superior al W; ou
b. Poténcia média de saida ou em ondas continuas superior al W;
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6A005 (continuac&o)
d. Outros "lasers' ndo especificados em 6A005.a., 6A005.b. ou 6A005.c.:
1 "Lasers' semicondutores:

Nota 1: 6A4005.d.1. inclui os "lasers" de semicondutores com conectores de
saida opticos (p. ex., espirais de fibras opticas).

Nota 2: O estatuto dos "lasers" de semicondutores especialmente concebidos
para outros equipamentos é determinado pelo estatuto desses
equipamentos.

a "Lasers" singulares de semicondutores de modo transversal (inico com uma

das seguintes caracteristicas:

1 Comprimento de ondaigual ou inferior a 1510 nm e poténcia média
de saida ou em ondas continuas superior a1,5 W; ou

2. Comprimento de onda superior a 1510 nm e poténcia de saida média
ou em ondas continuas superior a 500 mwW;

b. "Lasers"' singulares de semicondutores de modo transversal multiplo com
uma das seguintes caracteristicas:

1 Comprimento de ondainferior a 1400 nm e poténcia média de saida
ou em ondas continuas superior a10 W;
2. Comprimento de ondaigual ou superior a 1400 nm mas inferior
a 1900 nm e poténcia média de saida ou em ondas continuas superior
a25W; ou
3. Comprimento de ondaigual ou superior a 1900 nm e poténcia de saida
média ou em ondas continuas superior al W.
C. Agregados singulares de "lasers' de semicondutores com uma das seguintes
caracteristicas:
1 Comprimento de onda inferior a 1400 nm e poténcia média de saida
ou em ondas continuas superior a80 W;
2. Comprimento de ondaigual ou superior a 1400 nm mas inferior
a 1900 nm e poténcia média de saida ou em ondas continuas superior
a25W; ou
3. Comprimento de ondaigual ou superior a 1900 nm e poténcia média
de saida ou em ondas continuas superior a 10 W.
d. Pilhas de agregados de "lasers’ de semicondutores que contenham pelo

menos um agregado abrangido por 6A005.d.1.c.;

Notas técnicas:

1. Os "lasers" de semicondutores sdo vulgarmente designados por diodos
"laser".

2. Um 'agregado’ consiste num conjunto de emissores "laser" de
semicondutores fabricado como um unico "chip" por forma a que os eixos
dos feixes luminosos emitidos tenham trajectorias paralelas.

3. Uma 'pilha de agregados’ obtem-se empilhando 'agregados' ou reunindo-os
de qualquer outro modo por forma a que os eixos dos feixes luminosos
emitidos tenham trajectorias paralelas.

2. "Lasers' de monoxido de carbono (CO) com uma das seguintes caracteristicas:

a Energia de saida superior a2 J por impulso e "poténcia de pico" pulsda
superior a5 kW; ou

b. Poténcia média de saida ou em ondas continuas superior a5 kW,
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6A005 d. (continuacéo)

3. "Lasers" de dioxido de carbono (CO2) com uma das seguintes caracteristicas:

a Poténcia de saida em ondas continuas superior a 15 kW;

b. Saida pulsante com "duracdo de impulso” superior a 10 ps e com umadas
seguintes caracteristicas:
1 "Poténcia média de saida’' superior a 10 kW; ou
2. "Poténcia de pico" pulsante superior a100 kW; ou

C. Saida pulsante com "duracdo de impulso” igual ou inferior a 10 us e com
uma das seguintes caracteristicas:
1 Energia pulsante superior a5 J por impulso; ou
2. "Poténcia média de saida" superior a2,5 kW,

4, "Lasers"' de excimeros com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas:

a Comprimento de onda de saida ndo superior a 150 nm e com umadas
seguintes caracteristicas:
1. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso; ou
2. "Poténcia média de saida’ superior al W,

b. Comprimento de onda de saida superior a 150 nm, mas nao superior
a 190 nm, e com uma das seguintes caracteristicas:
1 Energia de saida superior a 1,5 J por impulso; ou
2. "Poténcia média de saida’ superior a120 W;

C. Comprimento de onda de saida superior a 190 nm, mas hdo superior
a 360 nm, e com uma das seguintes caracteristicas:
1 Energia de saida superior a 10 J por impulso; ou
2. "Poténcia média de saida’" superior a 500 W; ou

d. Comprimento de onda de saida superior a 360 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:
1 Energia de saida superior a 1,5 J por impulso; ou
2. "Poténcia média de saida’ superior a30 W;

NB: No caso dos "lasers" de excimeros especialmente concebidos para
equipamento litogrdfico, ver 3B001.

5. "Lasers quimicos':
a "Lasers' de fluoreto de hidrogénio (HF);
b. "Lasers' de fluoreto de deutério (DF);
C. "Lasers de transferéncia’:
1 "Lasers’ de oxigénio-iodo (Ox-1);

2. "Lasers' de fluoreto de deutério-didxido de carbono (DF-COy);

6. "Lasers' de Nd:vidro 'pulsados néo repetitivos com uma das seguintes

caracteristicas:

a "Duracdo de impulso” ndo superior a1 s e energia de saida superior a50 J
por impulso; ou

b. "Duracdo de impulso” superior a1l us e energia de saida superior a 100 J por
impulso;

Nota: "pulsado ndo repetitivo' refere-se aos "lasers" que produzem um unico
impulso de saida ou cujo intervalo entre impulsos excede um minuto.
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Componentes:

1

Espelhos arrefecidos, quer por "arrefecimento activo”, quer por arrefecimento por
tubos de calor;

Nota técnica:

O "arrefecimento activo” é uma técnica de arrefecimento de componentes opticos
caracterizada pela circulagdo de fluidos refrigerantes debaixo da superficie optica
desses componentes (nominalmente menos de 1 mm abaixo da superficie optica),
de modo a remover calor.

Espelhos épticos ou componentes pticos ou el ectro-6pti cos transmissivos ou
parcia mente transmissivos especialmente concebidos para utilizagdo com "lasers’
sujeitos a control 0s;

Equipamentos Opticos:

N.B.:

No que se refere aos elementos opticos de abertura comum que possam ser
utilizados em aplicagoes de "lasers de super alta poténcia” ("SHPL") ver a
Lista de Material de Guerra.

Equipamentos de medicdo dindmica de frentes de onda (fases) capazes de

cartografar pelo menos 50 posi¢des na frente de onda de um feixe, com uma das

seguintes caracteristicas:

a Frequéncia de registo igual ou superior a 100 Hz e discriminacdo de fase de
pelo menos 5% do comprimento de onda do feixe; ou

b. Frequéncia de registo igual ou superior a 1000 Hz e discriminac&o de fase de
pelo menos 20% do comprimento de onda do feixe;

Equipamentos de diagnostico com "laser” capazes de medir erros de
direccionamento angular de feixes de sistemas "SHPL" iguais ou inferiores
a 10 prad;

Equipamentos e componentes Opticos especialmente concebidos para a combinacdo
coerente dos feixes em sistemas agregados "SHPL" em fase, com uma preciso de
lambda/10 no comprimento de onda pretendido, ou 0,1 um, adoptando-se o valor
mais baixo;

Telescdpios de projeccdo especial mente concebidos para serem utilizados com
sistemas "SHPL".
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6A006

"Magnetémetros', "gradiémetros magnéticos', "gradidmetros magnéticos intrinsecos’, sensores

do campo eléctrico subaquatico e "sistemas de compensacao”, bem como componentes
especialmente concebidos para 0s mesmos:

Nota:

a

64006 ndo abrange os instrumentos especialmente concebidos para aplicagoes de
pesca ou medigoes biomagnéticas utilizados no diagndstico médico.

"Magnetémetros' e subsistemas seguintes:

1

gue utilizem a "tecnol ogia dos supercondutores’ (SQUID) e tenham qualquer das

seguintes caracteristicas:

a sistemas SQUID concebidos para funcionamento estacionario, sem
subsi stemas especia mente concebidos para reduzir o ruido em movimento, e
com "nivel deruido" (sensibilidade) igual ou inferior a(melhor que) 50 fT
(rms) por raiz quadrada Hz auma frequénciade 1 Hz; ou

b. sistemas SQUID com "nivel de ruido (sensibilidade) de um magnetometro
em movimento inferior a (melhor que) 20pT (rms) por raiz quadrada Hz a
uma frequéncia de 1 Hz e especialmente concebido para reduzir o ruido em
movimento;

gue utilizem "tecnologia" de bombeamento dptico ou precessdo nuclear (do
protéo/de Overhauser), com "nivel de ruido" (sensibilidade) inferior a (melhor que)
20 pT (rms) por raiz quadrada de Hz;

gue utilizem "tecnologia" do fluxo com "nivel de ruido" (sensibilidade) igual aou
inferior a (melhor que) 10 pT (rms) por raiz quadrada Hz a umafrequéncia de 1Hz;

"Magnetémetros' de bobina de indugdo com "nivel de ruido” (sensibilidade)
inferior a (melhor que) qualquer dos seguintes valores:
a 0,05 nT (rms) por raiz quadrada de Hz afrequénciasinferioresa 1l Hz;

b. 1x10-3 nT (rms) por raiz quadrada de Hz a frequéncias iguais ou superiores
al Hz, mas ndo superioresa 10 Hz; ou

C. 1x10"4 nT rms por raiz quadrada de Hz a frequéncias superiores a 10 Hz;

"Magnetémetros' de fibras opticas com "nivel de ruido" (sensibilidade) inferior a
(melhor que) 1 nT rms por raiz quadrada de Hz;

Sensores do campo el éctrico subaquatico de um "nivel de ruido” inferior a (melhor do
gue) 8 nanovelts por metro por raiz quadrada Hz quando medido a1 Hz;

"Gradi6metros magnéticos" dos seguintes tipos:

1

2.

que utilizem vérios "magnetdmetros’ referidos no ponto 6A006.a;

"Gradi 6metros magnéticos intrinsecos" de fibras pticas com "nivel de ruido"
(sensibilidade) de gradiente de campo magnético inferior a (melhor que) 0,3 NT/m
rms por raiz quadrada de Hz;

"Gradidmetros magnéticos intrinsecos" que utilizem "tecnologia' que ndo sgjaa
das fibras dpticas, com "nivel de ruido" (sensibilidade) de gradiente de campo
magnético inferior a (melhor que) 0,015 nT/m rms por raiz quadrada de Hz;

" Sistemas de compensacdo” para sensores magnéticos ou sensores do campo el éctrico
subagquético de que resulte um desempenho igual ou melhor do que os parametros de
controlo de 6A006.a., 6A006.b. ou 6A006.c.
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6A007 Medidores de gravidade (gravimetros) e gradiometros de gravidade:

N.B.: VER TAMBEM 6A107.

a Gravimetros concebidos ou modificados para utilizac8o terrestre com precisao estatica
inferior a(melhor que) 10 pgal;

Nota: 64007.a. ndo abrange os gravimetros para utilizagdo terrestre com elemento de
quartzo (tipo Worden).

b. Gravimetros concebidos para plataformas méveis, com todas as seguintes caracteristicas:
1 Precisdo estaticainferior a(melhor que) 0,7 mgal; e
2. Precisdo em servico (operacional) inferior a (melhor que) 0,7 mgal, atingindo o

registo em estado estacionario em menos de 2 minutos, sob qualquer combinacdo
de compensagdes correctivas e influéncias dinamicas associadas;

C. Gradiometros de gravidade.

6A008 Sistemas, equipamentos e conjuntos de radar com uma das seguintes caracteristicas, bem como
componentes especial mente concebidos para 0s mesmos:

N.B.: VER TAMBEM 6A108.

Nota: 64008 ndo abrange:

a. Radares de vigilancia secundarios (SSR);

b. Radares civis instalados em automoveis;

c. Visores ou monitores utilizados no controlo do trafego aéreo (ATC) que ndo
tenham mais de 12 elementos de resolu¢do por mm;

d. Radares meteorologicos.

a Funcionamento a frequéncias compreendidas entre 40 GHz e 230 GHz e com uma das

seguintes caracteristicas:

1. Poténcia média de saida superior 2100 mW; ou

2. Rigor de localizagdo igual ou inferior a (melhor que) 1 m em distanciaeigual ou
inferior a (melhor que) 0,2 graus em azimute;

b. Banda sintonizavel de largura superior a + 6,25% da "frequéncia central de
funcionamento”;

Nota técnica:
A "frequéncia central de funcionamento" é igual a metade da soma das frequéncias de
funcionamento especificadas mais elevada e mais baixa.

C. Possibilidade de funcionamento simultaneo em mais de duas frequéncias portadoras;

d. Possibilidade de funcionamento em modos radar de abertura sintética (SAR), de abertura
sintéticainversa (ISAR) ou a bordo com observacéo lateral (SLAR);

e Com "agregados de antenas com relacéo de fase orientéveis el ectronicamente’”;

f. Possibilidade de determinagdo da altura de alvos ndo cooperativos;

Nota: 6A4008.f. ndo abrange os equipamentos de radar de aproximagdo de
precisdo (PAR) conformes com as normas da ICAQO.

g. Especia mente concebidos para funcionamento a bordo (montados em bal6es ou em
células de aeronaves) e com capacidade de "processamento de sinais' Doppler paraa
deteccdo de alvos moveis;
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6A008 (continuac&o)
h. Com sistemas de processamento de sinais de radar que utilizem:
1 Técnicas de "espectro de radar alargado”; ou
2. Técnicas de "agilidade de frequéncia de radar";
i Possibilidade de funcionamento terrestre com "cobertura efectiva do radar” superior
a 185 km;
Nota: 6A4008.i. ndo abrange:

a. Os radares de vigilancia de zonas de pesca de funcionamento
terrestre,

b. Os equipamentos de radar terrestres especialmente concebidos para o
controlo do trdfego aéreo em voo, desde que sejam preenchidas todas
as seguintes condigoes:

1. Que a "cobertura efectiva do radar" maxima seja igual ou
inferior a 500 km;

2. Que o equipamento esteja configurado de tal modo que os
dados dos alvos do radar so possam ser transmitidos num
sentido, do equipamento de radar para um ou mais centros
civis de controlo do trafego aéreo.

3. Que ndo esteja prevista a possibilidade de controlo remoto da
velocidade de varrimento do radar a partir do centro de
controlo do trdafego aéreo em voo, e

4. Que o equipamento se destine a instalagdo fixa.

c. Os radares de rastreio de baloes meteorologicos.

J. Serem radares de "laser" ou equipamentos LIDAR (Light Detection and Ranging) de
deteccdo e localizacdo por "laser" com uma das seguintes caracteristicas:
1 "Qualificados para uso espacia"; ou
2. Que utilizem técnicas de detec¢do heterddina ou homddina coerente e tenham uma
resolucdo angular inferior a (melhor que) 20 prad;
Nota: 6A4008.j. ndo abrange os equipamentos LIDAR especialmente concebidos
para levantamentos topograficos ou observacdo meteorologica.
K. Equipados com subsistemas de processamento de sinais que utilizem "compressao de
impulsos”, com uma das seguintes caracteristicas:
1 Relacdo de "compressdo de impulsos” superior a 150; ou
2. Largura de impulso inferior a 200 ns; ou
Equipados com subsistemas de processamento de dados com uma das seguintes
caracteristicas:
1 " Seguimento automaético do alvo", com previsdo, em qualquer rotacéo da antena, da
posicdo do avo paraaém do momento de passagem do feixe da antena subseguente;
Nota: 6A4008.1.1. ndo abrange os meios de alerta de sistemas de controlo do
trafego aéreo (CTA) em caso de trajectorias incompativeis, nem os
radares maritimos ou portudrios.
2. Célculo davelocidade do avo a partir de radares primarios, com velocidades de
varrimento ndo periddicas (variaveis);
3. Opcoes para reconhecimento automético de padrfes (identificacdo de
caracteristicas) e comparagdo com bases de dados de caracteristicas de alvos
(imagens ou formas de ondas) para identificacdo ou classificacdo de alvos; ou
4, Sobreposi¢ado e correlacdo, ou fusdo, dos dados dos alvos, obtidos a partir de dois
ou mais "sensores de radar interligados" e "geograficamente dispersos’, para
melhoramento da representacéo dos alvos e sua discriminagéo.
Nota: 6A4008.1.4. ndo abrange os sistemas, equipamentos e conjuntos
utilizados no controlo do trafego maritimo.
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6A102 "Detectores’ resistentes as radiactes, ndo referidos em 6A002, especialmente concebidos ou
modificados para a proteccdo contra efeitos nucleares (por exemplo, impul sos
electromagnéticos (EMP), raios-X, efeitos combinados de sopro e térmico) e utilizaveis em

"misseis’, concebidos ou dimensionados para suportarem niveis de radiac8o iguais ou

superiores a uma dose total de irradiacéo de 5%10° rad (silicio).

Nota técnica:

Em 64102, por "detector"entende-se um dispositivo mecdnico, eléctrico, optico ou quimico que

identifique e memorize, ou registe, automaticamente estimulos como variag¢oes da pressdo ou

da temperatura ambientes, sinais eléctricos ou electromagnéticos ou radiagoes provenientes de
materiais radioactivos. Isto inclui os dispositivos que detectam por operagdo unica ou falta.

6A107 Medidores de gravidade (gravimetros) e respectivos componentes e gradiometros de gravidade,
tais como:

a Gravimetros, para aém dos indicados em 6A007.b, concebidos ou modificados para
utilizacdo aerondutica ou maritima, com uma precisao estética ou em servigo superior a
(melhor que) 7x10°m/s” (0,7 mgal), atingindo o registo em estado estacionario em dois
MiNutos ou Menoes;

b. Componentes especial mente concebidos para os gravimetros referidos em 6A007.b
ou 6A107.a, e para os gradiémetros de gravidade referidos em 6A007.c.

6A 108 Sistemas de radar e sistemas de rastreio ndo referidos em 6A008:

a Sistemas de radar e sistemas de radar alaser concebidos ou modificados para utilizacdo
em veiculos lancadores espaciais, referidos em 9A004, ou em foguetes-sonda, referidos
em 9A104;

Nota: 6A4108.a. inclui os seguintes equipamentos:

a. Equipamentos de cartografia do contorno de terrenos,

b. Equipamentos com sensores para imageologia;

c. Equipamentos de cartografia de cena e correlagdo (analdgica e
digital);

d. Equipamentos de radar para navegagdo por efeito Doppler.

b. Sistemas de rastreio de precisdo, utilizaveis para"misseis':

1 Sistemas de rastreio que utilizem descodificadores em combinacdo quer com
referéncias a superficie ou aerotransportadas, quer com sistemas de navegagao por
satélite, para medir em tempo real a posic¢éo e a velocidade em voo;

2. Radares de telemetria com sistemas associados de rastreio 6pticos/infravermelhos e
com todas as seguintes caracteristicas:

a Resolugdo angular superior a 3 milirradianos;
b. Alcanceigua ou superior a 30 km e resolucéo de alcance superior a10 mrms;
C. Resolucéo de velocidade superior a3 m/s.

Nota técnica:

No ponto 64108.b., por "misseis" entendem-se foguetes completos e sistemas de veiculos

aéreos ndo tripulados capazes de um alcance superior a 300 km.

6A202 Tubos fotomultiplicadores com ambas as seguintes caracteristicas:

a Superficie do fotocatodo superior a 20 cmZ; e

b. Tempo de subida do impulso anédico inferior al ns.
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6A203 Aparelhos de captacdo e registo ou de captacdo e formagdo de imagens e respectivos
componentes n&o referidos em 6A003;

a Maguinas fotograficas mecanicas de espelho rotativo e componentes especial mente
concebidos para as mesmas.

1 M aquinas fotograficas de imagens separadas com vel ocidades de registo superiores

a 225 000 imagens por segundo;

2. M aquinas fotogréficas de registo continuo com vel ocidades de registo superiores

a 0,5 mm por microssegundo;

Nota: Em 6A4203.a., os componentes destas maquinas incluem as respectivas
unidades sincronizadoras electronicas e conjuntos de rotor constituidos por
turbinas, espelhos e chumaceiras.

b. M aquinas fotograficas el ectronicas de registo continuo e de imagens separadas e
respectivos tubos e dispositivos:

1 M aquinas fotograficas el ectronicas de registo continuo com resol ugdo temporal

igual ou inferior a50 ns;

2. Tubos de registo continuo para as méquinas especificadas em 6A203.b.1;

3. M aquinas fotograficas electronicas (ou com obturador €lectrénico) de imagens

separadas com tempo de exposi¢ao por imagem igua ou inferior a50 ns;

4 Tubos de imagens separadas e dispositivos integrados paraimagem para utilizacdo

nas méguinas fotogréficas abrangidas por 6A203.b.3:

a Tubos de intensificacdo de imagem focados a curta disténcia com o
fotocatodo depositado num revestimento condutor transparente, de modo a
reduzir aresisténcia superficial do fotocatodo;

b. Tubos vidicon com placaintensificadora de silicio (SIT), caracterizados por
um sistema rgpido que permite modular os fotoel ectres provenientes do
fotocatodo antes de estesincidirem naplaca SIT;

C. Obturadores el ectro-6pticos com célula de Kerr ou de Pockels; ou

d. Ouitros tubos de imagens separadas e outros dispositivos integrados para
imagem com tempo de seleccdo de imagens répidas inferior a 50 ns,
especi almente concebidos para as maquinas fotograficas referidas em
6A203.b.3;

C. Cémaras de TV resistentes a radiages, ou respectivas lentes, especial mente concebidas
ou preparadas para suportarem uma dose total de radiacfes superior a 50x103 Gy (silicio)
(5x106 rad (silicio)) sem que o seu funcionamento seja afectado.

Nota técnica:

O termo Gy (silicio) refere-se a energia, em Joules por kg, absorvida por uma amostra de

silicio ndo protegida exposta a radiagoes ionizantes.

6A205 "Lasers', amplificadores e osciladores para"lasers' ndo referidos em 0B001.9.5., 0B0O0O1.h.6.
e6A005.:

a "Lasers" iénicos de argon com ambas as seguintes caracteristicas:

1 Funcionamento a comprimentos de onda compreendidos entre 400 nm e 515 nm; e

2.  Poténciade saida média superior a40 W,

b. Osciladores para "lasers' de corantes de modo Unico sintonizaveis que funcionem em
regime pulsado, com todas as seguintes caracteristicas:

1 Comprimentos de onda compreendidos entre 300 nm e 800 nm;

2. Poténcia de saida média superior a1l W,

3. Taxa de repeticao superior al kHz; e

4. Duragéo do impulso inferior a 100 ns;

C. Amplificadores e osciladores paralasers' de corantes sintonizaveis que funcionem em
regime pulsado, com todas as seguintes caracteristicas:

1 Comprimentos de onda compreendidos entre 300 nm e 800 nm;

2. Poténcia de saida média superior a30 W;

3. Taxa de repeticéo superior al kHz; e

4 Duragdo do impulso inferior a 100 ns;

Nota: 6A4205.c ndo abrange os osciladores de modo unico.
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6A205

6A225

6A226

6B

6B004

(continuac&o)

d. "Lasers" pulsados de didxido de carbono com todas as seguintes caracteristicas:
1 Comprimentos de onda compreendidos entre 9000 nm e 11000 nm;
2. Taxa de repeticéo superior a 250 Hz;
3. Poténcia de saida média superior a500 W; e
4, Durac&o do impulso inferior a 200 ns;

e Conversores Raman de para-hidrogénio concebidos para funcionar com um comprimento
de onda de saida de 16 um e uma taxa de repeticdo superior a 250 Hz.

f. "Lasers' (ndo de vidro) dopados com neodimio, com comprimento de onda de saida
superior a 1000 nm, mas ndo superior a 1100 nm, com uma das seguintes caracteristicas:
1 Pulsados e de Q comutado com uma duracéo de impulso igual ou superior alns, e
com uma das eguintes caracteristicas:
a Saida em modo transversal tnico com uma poténcia média de saida superior
a40W; ou
b. Saida em modo transversal multiplo com uma poténcia média de saida
superior a50 W; ou
2. Duplicacdo de frequénciaincorporada para proporcionar um comprimento de onda
de saida entre 500 e 550 nm com uma poténcia média de saida superior a40 W.

Interferdmetros de vel ocidade para medicéo de velocidades superiores a 1 km/s durante

periodos inferiores a 10 microssegundos.

Nota: 64225 abrange interferometros de velocidade como os VISAR (Velocity
Interferometer System for Any Reflector) e os DLI (Doppler laser interferometers).

Sensores de pressao:

a Manometros de manganina para pressoes superiores a 10 GPg;

b. Transdutores de pressdo de quartzo para pressdes superiores a 10 GPa.

Equipamentos de ensaio, de inspeccéo e de producdo

Equipamentos Opticos

a Equipamentos para a medi¢éo de reflectancias absol utas com uma precisdo de = 0,1% do
valor dareflectancia;

b. Equipamentos ndo destinados a medi¢éo da dispersdo luminosa em superficies dpticas,
com uma abertura de passagem de luz superior a 10 cm e especialmente concebidos para
efectuar a medicg&o Optica, sem contacto, do nimero de mérito (perfil) de superficies
Opticas ndo-planas com uma " precisdo” superior ou igual (melhor que) 2 nm em relacéo
ao perfil requerido.

Nota: 6B004 ndo abrange os microscopios.
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6B007 Equipamentos para produzir, alinhar ou calibrar gravimetros para utilizac8o terrestre com
precisdo estética superior a0,1 mGal.

6B008 Sistemas pulsadas para a medi¢do da seccdo transversal de radares, que emitam impulsos de
duracdo igual ou inferior a 100 ns, bem como componentes especial mente concebidos para esses
sistemas.
N.B.: VER TAMBEM 6B108.

6B108 Sistemas, ndo referidos em 6B008, especial mente concebidos para a medicdo da seccéo
transversal de radares, utilizavels para'missais’ e respectivos subsistemas.

Nota técnica:
Em 6B108, por 'misseis' entendem-se sistema de foguete completos e sistemas de veiculos
aéreos ndo tripulados com um raio de ac¢do superior a 300 km.

6C Materiais

6C002 Materiais sensores épticos:
a Teltrio (Te) elementar com um grau de pureza de 99,9995% ou superior;

b. Monocristais (incluindo placas epitaxiais) de um dos seguintes materiais.
1 Telureto de cadmio e zinco (CdZnTe) com um teor de zinco inferior a 6% em
"fraccdo molar"
2. Telureto de cadmio (CdTe) de qualquer grau de pureza; ou
3. Telureto de mercurio e cadmio (HgCdTe) de qualquer grau de pureza.
Nota técnica:
Por "frac¢do molar" entende-se a relagdo entre os moles de ZnTe e a soma dos moles de
CdTe presentes no cristal.

6C004 Materiais Opticos:

a "Substratos em bruto" de selenieto de zinco (ZnSe) e de sulfureto de zinco (ZnS) obtidos
por deposicdo em fase vapor por processo quimico, com uma das seguintes
caracteristicas:

1 Volume superior a100 cm®; ou
2. Diémetro superior a80 mm e espessura de 20 mm ou superior;

b. Cristais piriformes dos seguintes materiais el ectro-Opticos:
1. Arsenato de potassio etitanilo (KTA);
2. Selenieto de prata e galio (AgGaSey);
3. Selenieto de talio e arsénio (TI3AsSe3, também designado por TAS);

C. Materiais 6pticos ndo lineares com todas as seguintes caracteristicas:

1. Susceptibilidade de terceiraordem (qui 3) de 10-6m2/v/2 ou superior; e
2. Tempo de respostainferior al ms;

d. "Substratos em bruto" de carboneto de silicio ou depdsitos berilio/berilio (Be/Be) de
didmetro ou comprimento do eixo principa superior a 300 mm;
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6C004 (continuac&o)

e Vidro, incluindo silicafundida, vidro fosfatado, vidro fluorof osfatado, fluoreto de

zirconio (ZrFy) e fluoreto de hafnio (HfF4), com todas as seguintes caracteristicas:

1 Concentracdo do ido hidroxilo (OH") inferior a5 ppm;

2. Teor deimpurezas metdlicas inferior a1l ppm; e

3. Grande homogenei dade (em termos de variacdo do indice de refraccéo), inferior
a5x1075;

f. Diamantes artificiais, com taxa de absorcéo inferior a 10 cm1 nos comprimentos de

onda superiores a 200 nm, mas ndo superiores a 14000 nm;

6C005 Materiais cristalinos artificiais para "lasers' em formas brutas:
a Safiras dopadas com titanio;
b. Alexandrite.

6D Suporte légico

6D001 "Suportes |6gicos"’ especialmente concebidos para 0 "desenvolvimento" ou a " producdo” dos
equipamentos referidos em 6A 004, 6A005, 6A008 ou 6B008.

6D002 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos para a ' utilizaco" dos equipamentos referidos em
6A002.b., 6A008 ou 6B008.

6D003 Outros "suportes 16gicos":

a 1 "Suportes |6gicos’ especiamente concebidos para a formacdo de feixes aclsticos
para " processamento em tempo real" de dados aclsticos, para recepcao passiva
utilizando agregados de hidrofones rebocados;

2. "Cadigo-fonte" para 0 "processamento em tempo real" de dados acUsticos, para
recepcao passiva utilizando agregados de hidrofones rebocados;

3. "Suportes |6gicos’ especia mente concebidos para a formacdo de feixes aclsticos
para o "processamento em tempo real" de dados acUisticos para recepcao passiva
utilizando sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos;

4. "Cadigo-fonte" para o0 "processamento em tempo real” de dados acUsticos para
recepcao passiva utilizando sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos,
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6D003 (continuac&o)

b. 1 "Suportes |6gicos’ especia mente concebidos para "sistemas de compensacéo”
magnética e de campo el éctrico aplicados em sensores magnéticos concebidos para
serem utilizados em plataformas move's;

2. "Suportes |6gicos' especialmente concebidos para a deteccdo de anomalias
magnéticas e de campo el éctrico em plataformas méveis;

(o "Suportes |6gicos' especialmente concebidos para corrigir influéncias dindmicas em

gravimetros ou gradiometros de gravidade;

d. 1 "Programas" de aplicacdo de "suportes |6gicos' de controlo do trafego aéreo
residentes em computadores de utilizacdo geral localizados em centros de controlo
do tréfego aéreo, com uma das seguintes caracteristicas:

a Processamento e visualizagdo de mais de 150 "informacdes do eco do radar”
simultaneas; ou
b. Aceitacdo de dados de alvos de radar provenientes de mais de quatro radares
primarios;
2. "Suportes |6gicos' para a concepcdo ou "producdo” de radomes:
a Especia mente concebidos para proteger os "agregados de antenas com
relacdo de fase orientéveis el ectronicamente” referidos em 6A008.e.; e
b. De que resulte um diagrama de antena com um "nivel médio dos lobos
laterais' mais de 40 dB inferior ao pico do feixe principal.
Nota técnica:
O "nivel médio dos lobos laterais" referido em 6D003.d.2.b. mede-se em
todo o conjunto, com excep¢do da parte angular do feixe principal e dos
dois primeiros lobos laterais de cada lado do feixe principal.
6D102 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos ou modificados para " utilizagdo" dos bens
referidos em 6A108.
6D103 "Suportes |6gicos' para 0 processamento de dados que permitam determinar a posi¢do de um
veiculo ao longo da sua trgjectoria de voo, especial mente concebidos ou modificados para

"missels’.

Nota técnica:

No ponto 6D103, por "misseis" entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo

tripulados capazes de um alcance superior a 300 km.
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6E

6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Tecnologia

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para 0 "desenvolvimento" dos
equipamentos, materiais ou "suportes 16gicos' referidos em 6A, 6B, 6C ou 6D.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa'producdo” dos equipamentos
ou materiais referidos em 6A, 6B ou 6C.

Outras "tecnologias':

a 1 "Tecnologia' de revestimento e tratamento de superficies dpticas, "necessaria’ para
se atingirem uniformidades de 99,5% ou superiores, aplicada a revestimentos
Opticos de didmetro ou comprimento do eixo principa igual ou superior a500 mm

e com perdatotal (absor¢do e dispersdo) inferior a 5x10°3;
N.B.: Ver também 2E003.f.

2. "Tecnologia" de fabrico Optico utilizando técnicas de torneamento com ponta de
diamante Unica para produzir acabamentos de superficie de precisdo superior

a 10 nm rms em superficies n&o planas de &rea superior 20,5 mZ;

b. "Tecnologia' "necessérid" para o "desenvolvimento”, "producao” ou "utilizacdo", em
instalagdes de ensaio, de alvos ou instrumentos de diagnostico especial mente concebidos
paraensaio de"SHPL" ou ensaio ou avaliagdo de materiaisirradiados por feixes de
"SHPL";

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizagdo" dos equipamentos

ou "suportes |6gicos' referidos em 6A002, 6A007.b. e c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A 108,

6B108, 6D102 ou 6D103.

Nota: 6E101 so abrange a "tecnologia” para os equipamentos referidos em 64008 no
caso de estes serem concebidos para aplica¢oes a bordo de aeronaves e serem
utilizaveis em "misseis".

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizagdo" dos equipamentos
referidos em 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b.,
6A202, 6A203, 6A 205, 6A225 ou 6A226.
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CATEGORIA 7-NAVEGACAO E AVIONICA

7A Sistemas, equipamentos e componentes

N.B.: Em relagdo aos pilotos automdticos para veiculos subaqudaticos, ver categoria 8. Para
os radares, ver categoria 0.

7A001 Acelerdmetros e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos:
N.B.: VER TAMBEM 7A101.

a Acelerdmetros lineares com uma das seguintes caracteristicas.

1 Especificados para funcionar aniveis de aceleracdo linear inferioresou iguaisa 15 g
e com uma das seguintes caracteristicas:
a "Estabilidade” de "polarizacdo" inferior a (melhor que) 130 pg em relagéo a
um vaor calibrado fixo durante um periodo de um ano; ou
b. "Estabilidade”" do "factor de escala’ inferior a (melhor que) 130 ppm em

relagdo aum valor calibrado fixo durante um periodo de um ano;

2. Especificados para funcionar a niveis de acel eracdo linear superioresa 15 g ecom as
seguintes caracteristicas.
a "Estabilidade” de "polarizacéo” inferior a (melhor que) 5000 micro g em
relacdo aum valor caibrado fixo durante um periodo de um ano; e
b. "Estabilidade”" do "factor de escald’ inferior a (melhor que) 2500 ppm em
relagdo aum valor calibrado fixo durante um periodo de um ano;

3. Concebidos para serem utilizados em sistemas de navegacdo ou de orientacdo por
inércia e especificados para funcionar a niveis de aceleraco linear superiores
al100g.

b. Acelerdmetros angulares ou rotacionais especificados para funcionarem aniveis de
aceleracdo linear superioresa 100 g.

7A002 Giroscdpios e detectores de velocidade angular com uma das seguintes caracteristicas, e
componentes especia mente concebidos para 0s mesmos,
N.B.: VER TAMBEM 7A102.

N.B.: Para acelerometros angulares ou rotacionais ver 74001.b.

a "Estabilidade" da"velocidade de deriva' medida num ambiente de 1 g durante um periodo
de um més e em relacdo aum valor calibrado fixo inferior a (melhor que) 0,5 grau por hora
guando o aparelho for especificado parafuncionar aniveis de aceleracéo linear até 100 g
inclusive;

b. "Percurso aleatdrio angular” inferior (melhor que) ou igual a 0,0035 graus por raiz quadrada
de hora; ou
Nota: 74002.b ndo abrange os giroscopios de massa rotativa (giroscopios de massa
rotativa sdo giroscopios que utilizam uma massa em continua rota¢do para
detectar o movimento angular).
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7A002

7A003

(continuacéo)

C. Variagao da distancia superior ou igual a 500 graus por segundo e com as seguintes
caracteristicas:

1 "Estabilidade” da"velocidade de deriva' medidanum ambiente de 1 g durante um
periodo de trés minutos e em relacdo aum valor calibrado fixo inferior a (melhor
gue) 40 graus por hora; ou

2. "Percurso aleatdrio angular” inferior (melhor que) ouigual a0,2° por raiz quadrada
de hora; ou

d. Especificados para funcionar aniveis de aceleracdo linear superioresa 100 g.
Sistemas por inércia e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos:
N.B.: VER TAMBEM 7A103.

a Sistemas de navegacdo por inércia (INS) (suspensos por cardan ou rigidos) e equipamentos
por inércia concebidos para "aeronaves', veicul os terrestres, navios (de superficie ou
submarinos) ou "veiculos espaciais', para atitude, orientagcdo ou controlo, com uma das
seguintes caracteristicas, e componentes especial mente concebidos para 0s mesmos.

1 Erro de navegacao (b por inércia) depois de um alinhamento normal igua ou
inferior a (melhor do que) 0,8 milhas nauticas por hora (nm/hr) de 'Erro Circular
Provavel' (CEP); ou

2. Especificados para funcionar aniveis de acel eracdo linear superioresa 10 g.

b. Sistemas de navegagdo por inércia hibridos, associados a (um) sistema(s) de navegacéo
global por satélite (GNSS) ou a (um) "sistema(s) de navegacdo referenciada com recurso a
bases de dados' ("DBRN") para atitude, orientacéo ou controlo apds o alinhamento normal,
com um erro de navegacao por INS apds a perdado GNSS ou do "DBRN" por um periodo
até quatro minutosinferior a (melhor que) 10 metros (“erro circular provavel" — CEP).

C. Equipamentos por inércia paraindicacdo do azimute, do rumo e do Norte, com uma das
seguintes caracteristicas, e componentes especial mente concebidos para 0s mesmos.

1 Concebidos para assegurar aindicacéo do azimute, do rumo ou do Norte com um
erro igual ou inferior a6 minutos de arco (valor médio quadrético) a 45 graus de
latitude; ou

2. Concebidos paraum nivel de choque ndo operaciona igual ou superior a900 g
durante 1 msec ou mais.

d. Equipamentos de medida por inércia, incluindo dispositivos de medidainerciais (IMU) e
sstemas de referénciainerciais (IRS), que incorporem acelerdmetros ou giroscopios
especificados em 7A001 ou 7A002, e componentes especia mente concebidos para os
MESMOS.

Nota 1: Os parametros referidos em 74003.a. e 7A003.b. sdo aplicaveis com qualquer das
seguintes condi¢oes ambientais:

1. Vibragao aleatoria de entrada da ordem dos 7,7 g rms na primeira meia hora
e duragdo total do ensaio de hora e meia por eixo em cada um dos trés eixos
perpendiculares, quando a vibragdo aleatoria satisfaca as seguintes
condigoes:

a. Densidade espectral de poténcia (PSD) de valor constante —
0,04 g’/Hz —numa gama de frequéncias de 15 a 1.000 Hz; e
b. Diminuicdo da PSD, de 0,04 g°/Hz para 0,01 g*/Hz em fun¢do da
frequéncia na gama de frequéncias de 1 000 a 2 000 Hz; ou

2. Velocidade de oscilagdo e de guinada igual ou superior a + 2,62 radianos/s
(150 graus/s); ou

3. De acordo com normas nacionais equivalentes aos pontos 1. ou 2. supra.
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7A003

7A004

7A005

7A006

7A008

(continuac&o)

Nota 2: O ponto 74003 ndo abrange os sistemas de navegacdo por inércia aprovados para
utilizagcdo em "aeronaves civis" pelas autoridades civis de um "Estado participante".

Nota 3: 74003.c.1. ndo abrange os sistemas de teodolitos com equipamento por inércia
especialmente concebidos para a realizagdo de levantamentos para fins civis.

Notas técnicas:

1. 74003.b. refere-se a sistemas em que um INS e outros auxiliares de navegagdo
independentes estdo incorporados numa unica unidade (associados) para conseguir um
melhor desempenho.

2. "Erro circular provavel” (CEP) — Numa distribui¢cdo circular normal, o raio do circulo que
contém 50% das medigoes em curso, ou o raio do circulo dentro do qual existe 50% de
probabilidade de um ponto estar situado.

Giro-astrobussol as e outros aparel hos que permitam determinar a posi¢ao ou orientagdo por meio
de seguimento automético de corpos celestes ou satélites, com uma precisdo de azimute igua ou
superior a(melhor que) 5 segundos de arco;

N.B.: VER TAMBEM 7A104.

Equipamentos de recepcao para sistemas de navegacao global por satélite (isto €, GPSou
GLONASS) com uma das seguintes caracteristicas, € componentes especialmente concebidos para
0S MEesMos. )

N.B.: VER TAMBEM 7A105.

a Que utilizem descodificacdo; ou
b. Uma antena de nulo orientavel.

Altimetros de bordo que operem fora da banda de frequéncias de 4,2 a 4,4 GHz e com uma das
seguintes caracteristicas:
N.B.: VER TAMBEM 7A106

a "Gestéo de poténcid'; ou
b. Que utilizem modulacéo por deslocamento de fase.

Sistemas de navegacdo aclstica subaqudtica, que utilizem vel ocidade de Doppler ou registos de
correlacéo da vel ocidade integrados com uma fonte de orientag&o, com uma preciséo de
posicionamento igual ou inferior a(mehor que) 3% da distancia de erro circular provavel (CEP)
percorrida, e componentes especial mente concebidos para 0s mesmos.

Nota: 74008 ndo abrange sistemas especialmente concebidos para serem instalados em
vasos de superficie ou sistemas que exigem balizas ou boias acusticas para fornecer
dados de posicionamento.

N.B.: Ver 64001.a. para sistemas acusticos, e 6A001.b. para equipamentos de registo com
sonar de correlacdo da velocidade.

Ver 84002 para outros sistemas maritimos.
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7A101

7A102

7A103

Acelerémetros ndo especificados em 7A001, dos seguintes tipos, e componentes especialmente
concebidos para 0s mesmos:

a

Acelerémetros lineares concebidos para serem utilizados em sistemas de navegacao por
inérciaou em sistemas de orientacdo de todos tipos, utilizaveis em 'missais, com todas as
seguintes caracteristicas e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos:

1 "Repetibilidade” de "polarizacdo” inferior a (melhor que) 1250 micro g e

2 "Repetibilidade” do "factor de escala” inferior a (melhor que) 1250 ppm;

Nota: 74101.a. ndo abrange os acelerometros especialmente concebidos e desenvolvidos
como Sensores de MWD (Measurement While Drilling) para utilizagdo em
operagdes de servico em pogos.

Notas técnicas:

1. Em 74101, por 'misseis’ entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos nao
tripulados com um raio de acg¢do superior a 300 km.

2. Em 74101, a medida de "polarizagdo" e "factor de escala" indica um desvio-padrao
de um sigma em relagdo a um valor calibrado fixo durante um periodo de um ano;

Acelerémetros de saida continua especificados para funcionarem a niveis de aceleracéo
superiores a 100g.

Todos os tipos de giroscépios, diferentes dos especificados em 7A002, utilizavels em 'missais,
com uma 'estabilidade’ nominal de "velocidade de deriva' inferior a0,5° (1 sigmaou rms) por
horanum ambiente de 1 g e componentes especial mente concebidos para 0s mesmos.

Notas técnicas:

1.

2.

Em 74102, por 'misseis’ entende-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados
com um raio de ac¢do superior a 300 km.

Em 74102, 'estabilidade’ ¢ definida como uma medida de capacidade de um mecanismo
especifico ou coeficiente de desempenho para se manter invariavel quando continuamente
exposto a uma condigdo fixa de funcionamento (IEEE STD 528-2001 ponto 2.247).

Instrumentacao, equi pamentos e sistemas de navegacdo, diferentes dos especificados em 7A003, a
seguir indicados, e componentes especial mente concebidos para 0s mesmos:

a

Equipamentos por inércia, ou outros, que utilizem acelerémetros especificados em 7A001
ou 7A 101 ou giroscépios especificados em 7A002 ou 7A102 e sistemas que incorporem
€sses equi pamentos,

Nota: 74103.a. ndo abrange equipamentos dotados dos acelerometros referidos em
74001 quando esses equipamentos forem especialmente concebidos e
desenvolvidos como Sensores de MWD (Measurement While Drilling) para
utilizagdo em operagoes de servico em pogos.

Sistemas de instrumentos de voo integrados, incluindo giro-estabilizadores ou pilotos
autométi cos, concebidos ou maodificados para utilizagdo em 'misseais.

'Sistemas de nhavegacdo integrados' concebidos ou modificados para'misseis e capazes de
proporcionar uma precisao de navegacdo igual ou superior a200m CEP (erro circular
provavel).

Notas técnicas:

Um 'sistema de navegagdo integrado’ inclui normalmente os seguintes elementos:

1. Um dispositivo de medicao por inércia (por exemplo, um sistema de
referéncia para atitude ou orientacdo, uma unidade de referéncia por inércia
ou um sistema de navegacdo por inércia);

2. Um ou mais sensores externos para actualizar a posi¢do e/ou a velocidade,
periodica ou continuamente, ao longo do voo (por exemplo, um receptor de
navegacdo por satélite, um altimetro de radar e/ou um radar Doppler); e

3. Equipamento e suporte logico de integragdo,
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74103 (continuacao)

d. Sensores de rumo magnéticos de trés eixos, concebidos ou maodificados para serem
integrados com sistemas de controlo de voo e de navegacao, com todas as caracteristicas
seguintes, e componentes especi almente concebidos para 0s mesmos.

1 Um sistemainterno de compensacéo dainclinacéo dos eixos de oscilacdo

longitudinal (+ 90°) e de rolamento (+ 180°);

2. Capacidade de precisdo azimutal melhor que (inferior a) 0,5° rms a uma latitude de

+ 80°, com referénciaao campo magnético local.

Nota: Os sistemas de controlo de voo e de navegagdo previstos em 74103.d. incluem
giro-estabilizadores, pilotos automaticos e sistemas de navegagdo por inércia.

Nota técnica:

Em 74103, por 'misseis’ entende-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados com um

raio de ac¢do superior a 300 km.

7TA104 Giro-astrobussolas e outros aparel hos, diferentes dos especificados em 7A004, que permitam
determinar a posi¢ao ou orientacdo por meio de seguimento automético de corpos celestes ou
satélites, e componentes especial mente concebidos para 0s mesmos.

7A105 Equipamentos de recepcdo para sistemas mundiais de navegacao por satélite (GNSS) (por
exemplo, GPS, GLONASS ou Galileo), com uma das seguintes caracteristicas, e componentes
especialmente concebidos para 0s mesmos:

a Concebidos ou modificados para utilizagdo em veicul os langadores espaciais referidos em
9A 004, veicul os aéreos ndo tripulados referidos em 9A012 ou foguetes-sonda referidos
em 9A104; ou

b. Concebidos ou modificados para aplicacéo a bordo de aeronaves e com uma das seguintes
caracteristicas:

1 Terem capacidade para fornecer informagtes de navegacéo a velocidades

superiores a 600 n/s;

2. Empregarem decifragem concebida ou modificada para servi¢os militares ou

governamentais para ter acesso a dados/sinais securizados de sistemas GNSS; ou

3. Serem especificamente concebidos para empregar propriedades anti-

-empastelamento (anti-jam) (por exemplo, antena com orientagcdo do zero (null
steering antenna) oU antena orientével electronicamente) para funcionar em
ambiente de contramedidas activas ou passivas.

Nota: 74105.b.2. e 74105.b.3. ndo abrangem equipamentos concebidos para
servigos de GNSS comerciais, civis ou de seguranga das pessoas (por
exemplo, integridade dos dados, seguranga de voo).

7A106 Altimetros, diferentes dos especificados em 7A006, do tipo radar ou radar alaser, concebidos ou
modificados para utilizac8o em veicul os lancadores espaciais referidos em 9A004, ou em

foguetes-sondareferidos em 9A 104.
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7A115

7A116

7TA117

Sensores passivos para determinacéo do rumo em relacéo a uma fonte el ectromagnética especifica
(equipamento de radiogoniometria) ou as caracteristicas do terreno, concebidos ou modificados
para utilizagdo em veicul os lancadores espaciais referidos em 9A004, ou em foguetes-sonda
referidos em 9A104.

Nota: 74115 abrange os sensores destinados aos seguintes equipamentos:
a. Equipamentos de cartografia do contorno de terrenos;
b. Equipamentos com sensores para imageologia (activos e passivos);
c. Equipamentos com interferometros passivos.

Sistemas de controlo de voo e servovavulas, a seguir indicados; concebidos ou modificados para
utilizac8o nos veicul os langadores espaciais referidos em 9A004 ou nos foguetes-sonda referidos
em 9A104;

a Sistemas de controlo de voo hidréulicos, mecéanicos, electro-opticos ou el ectromecénicos
(incluindo sistemas de controlo do tipo por sinais el éctricos (fly-by-wire));

b. Equipamentos de controlo da atitude;

C. Servovalvulas de controlo de voo concebidas ou modificadas para os sistemas referidos em
7A116.a. ou 7A116.b. e concebidas ou modificadas para funcionar em ambiente vibratorio
de maisde 10 g rmsentre 20 Hz e 2 kHz.

"Conjuntos de orientacdo”, utilizaveis em "missels’ capazes de uma precisdo de sistemaigua ou
inferior a3,33% dadistancia (p. ex., uma probabilidade de erro circular igual ou inferior a10 km
numa distancia de 300 km).
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7B Equipamentos de ensaio, deinspeccédo e de producéo

7B001

7B002

7B003

Equipamentos de ensaio, calibragem ou alinhamento, especia mente concebidos para os
equi pamentos especificados em 7A.

Nota:  7B001 ndo abrange os equipamentos de ensaio, calibragem ou alinhamento destinados
a manutencgdo de nivel I ou a manutencdo de nivel 1.

Notas técnicas:

1. Manutencdo de nivel [
A avaria de uma unidade de navegagdo por inércia é detectada na aeronave pelas
indicagoes da unidade de controlo e visualizagdo (CDU) ou pela mensagem do estado do
correspondente sub-sistema. Seguindo o manual de utilizac¢do do fabricante, a causa da
avaria pode ser localizada ao nivel da unidade substituivel na linha da frente (LRU)
avariada. O operador procede a substitui¢do desta unidade por outra.

2. Manutencdo de nivel 11
A unidade substituivel na linha da frente (LRU) avariada é enviada a oficina de
manutengdo (do fabricante ou do operador responsavel pela manutengdo de nivel Il). Na
oficina, a unidade avariada é testada por meios apropriados para verificagdo e localizagdo
do modulo substituivel em oficina (SRA) defeituoso, responsavel pela avaria. Este modulo é
retirado e substituido por outro em estado funcional. O modulo defeituoso (ou
eventualmente a unidade substituivel na linha da frente (LRU) completa) é entdo enviado
ao fabricante.
N.B.: A manutencdo de nivel Il ndo inclui a remogdo de acelerometros ou de sensores de

giroscopios especificados dos modulos substituiveis em oficina (SRA).

Equipamentos, a seguir indicados, especialmente concebidos para caracterizar espelhos para
giroscopiosalaser" em anel:
N.B.: VER TAMBEM 7B102.

a Medidores de dispersdo com uma precisdo de medidaigual ou inferior a (melhor que)
10 ppm;

b. Medidores de perfil com uma precisdo de medidaigual ou inferior a (melhor que) 0,5 nm
(5 angstrom);

Equi pamentos especialmente concebidos paraa " producéo” de equipamentos especificados em 7A.

Nota: 7B003 inclui:

Estacoes de ensaio para a afinacdo de giroscopios,
Estacoes de equilibragem dindmica de giroscopios;
Estagoes de rodagem/de ensaio de motores de giroscopios;
Estagoes de esvaziamento e enchimento de giroscopios;
Centrifugadoras para rolamentos de giroscopias,
Estacoes de alinhamento de eixos de acelerometros;
Bobinadoras giroscopicas de cabos de fibra optica.

S N I U SIS TN
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7B102

7B103

7C

7D

7D001

7D002

Reflectdmetros especial mente concebidos para caracterizar espelhos, paragiroscopiosalaser”,
com uma precisdo de medidaigua ou inferior a (melhor que) 50 ppm.

"Instalactes de producdo” e "equipamentos de producao” dos seguintestipos:

a  "InstalagOes de producdo” especialmente concebidas para equipamentos especificados em
TA117,

b.  "Equipamentos de producédo” e outros equipamentos de ensaio, calibracéo e alinhamento
n&o especificados nos pontos 7BO01 a 7B003, concebidos ou modificados para serem
utilizados com equipamentos especificados em 7A.

Materiais

Nada.

Suporteldgico

"Suportes |6gicos’ especia mente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento" ou a
"producdo” dos equipamentos especificados em 7A ou 7B.

"Cédigo-fonte" paraa"utilizacdo" de qualquer equipamento de navegacdo por inércia, incluindo
0s equipamentos por inércia ndo especificados em 7A003 ou 7A004 ou os sistemas de referéncia
de atitude e de rumo (AHRS).

Nota: 7D002 ndo abrange o "codigo-fonte para a "utilizacdo" de AHRS suspensos por
cardan.

Nota técnica:

Os sistemas de referéncia de atitude e de rumo (AHRS) diferem geralmente dos sistemas de
navegagdo por inércia (INS) porque fornecem informagées de atitude e de rumo e, habitualmente,
ndo fornecem informagaes relativas a aceleracado, velocidade e posigdo, associadas aos sistemas
de navegacdo por inércia.
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7D003 Outros "suportes |6gicos':

a

"Suportes [6gicos' especia mente concebidos ou modificados paramelhorar o
comportamento operaciona ou reduzir o erro de navegacdo dos sistemas até aos niveis
especificados em 7A003, 7A004 ou 7A008;

"Cédigo-fonte" para sistemas integrados hibridos com vistaamehorar o comportamento

operacional ou reduzir o erro de navegacdo dos sistemas até ao nivel especificado em

7A003 ou 7A008, através da combinacdo continua de dados do sistema de orientacdo com:

1 Dados de velacidade fornecidos por radar ou sonarDoppler;

2. Dados de referéncia fornecidos por sistemas de navegacdo global por satélite (isto €,
GPS ou GLONASS); ou

3. Dados fornecidos por "sistemas de navegacdo referenciada com recurso a bases de
dados' ("DBRN");

"Cédigo-fonte" para sistemas integrados de aviénica ou sistemas de misséo que combinem
dados fornecidos por sensores e utilizem "sistemas periciais’;

"Codigo-fonte" para o "desenvolvimento" de:

Sisemas digitais de gestéo de voo para"controlo de voo total";

Sistemas integrados de propul sdo e de controlo de voo;

Sistemas de controlo de voo por sinais el éctricos (fly-by-wire) ou por sinais

optoel ectrénicos (fly-by-light);

" Sistemas de controlo activo de voo" tolerantes a avarias ou auto-reconfigurévels;
Equipamentos de radiogoniometria automatica de bordo;

Sistemas de dados aéreos baseados em dados estéticos de superficie; ou

Visores do tipo de varrimento (rasto) para representagdes a atura dos olhos (head-up
displays) ou visores tridimensionais.

Nouohk wdhpE

"Suportes |6gicos’ de concepcdo assistida por computador (CAD) especialmente
concebidos para 0 "desenvolvimento" de "sistemas de controlo activo de voo", comandos
de voo multiaxiais que utilizem sinais e éctricos (fly-by-wire) ou optoel ectronicos (fly-by-
-light) para helicdpteros ou "sistemas antitorque ou sistemas de controlo direccional
controlados por circulacdo" para helicopteros, cuja"tecnologia' sejareferidaem 7E004.b.,
7EQ04.c.1. ou 7EQ04.c.2.

7D101 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos ou modificados paraa "utilizacdo" de
equipamentos especificados em 7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b,
7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ou 7B103.

7D102 "Suportes |6gicos' de integracao:

a

b.

"Suportes |6gicos' de integracdo para o equipamento referido em 7A103.b;

"Suportes [6gicos' de integracdo especia mente concebidos para os equipamentos referidos
em 7A003 ou 7A103.a.

"Suportes |6gicos' de integracéo concebidos ou modificados para 0s equipamentos

referidos em 7A103.c.

Nota: Uma forma comum de "suporte logico" de integracdo utiliza filtragem
Kalman.

7D103 "Suportes |6gicos" especia mente concebidos para modelizacdo ou simulagéo, dos " conjuntos de
orientacdo" especificados em 7A117 ou para a suaintegracdo na concepcdo com os veiculos
lancadores espaciais referidos em 9A004 ou os foguetes-sonda referidos em 9A 104.

Nota:

Os "suportes logicos" especificados em 7D103 continuam sujeitos a controlo quando
combinados com o equipamento (hardware) especificado em 44102.
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7E Tecnologia

7E001 "Tecnologia' na acepcao da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” dos
equipamentos ou dos "suportes | 6gicos' especificados em 7A, 7B ou 7D.

7E002 "Tecnologia' na acepcao da Nota Geral sobre Tecnologia, paraaproducdo” dos equipamentos
especificadosem 7A ou 7B.
7E003 "Tecnologia' na acepcado da Nota Geral sobre Tecnologia, paraareparacéo, arectificagdo ou a

revisdo gerd dos equipamentos especificados em 7A001 a 7A004.

Nota: 7E003 ndo abrange a "tecnologia" de manutengdo directamente associada a
calibragem, remog¢do ou substitui¢do de unidades substituiveis na linha da frente (LRU)
e de modulos substituiveis em oficina (SRA) avariados ou irreparaveis de "aeronaves
civis", descritos em "manutencdo de nivel I" ou "manutencdo de nivel I1".
N.B.: Ver notas técnicas ao ponto 7B001.

7E004 Outra"tecnologia':
a "Tecnologia' parao "desenvolvimento” ou "producéo” de:

1 Equi pamentos de radiogoni ometria automética de bordo que operem a frequéncias
superiores a5MHz;

2. Sistemas de dados aéreos baseados exclusivamente em dados estaticos de superficie,
isto &, que dispensem sondas de recolha de dados aéreos convencionais;

3. Visores do tipo de varrimento (rasto) para representactes a atura dos olhos (head-up
displays) ou visores tridimensionais para " aeronaves';

4, Sistemas de havegacao por inérciaou giro-astroblssol as que contenham
acel erdbmetros ou giroscopios especificados em 7A001 ou 7A002;

5. Actuadores el éctricos (isto €, actuadores electromecanicos, electro-hidroestéticos e
integrados) especia mente concebidos para ' controlo primario de voo";

6. "Sistemas de sensores 6pticos de controlo de voo", especialmente concebidos para o
funcionamento dos "s stemas de controlo activo de voo";

7. "Sistemas de navegacao referenciada com recurso a bases de dados’ (DBRN)
concebidos para navegacdo subaguatica com recurso a bases de dados sonares ou
gravitacionais com uma precisdo de posicionamento igual ou inferior a (melhor
gue) 0,4 milhas nauticas,

b. "Tecnologia' de "desenvolvimento", aseguir indicada, para"sistemas de controlo activo de
voo" (incluindo controlo por sinais eléctricos (fly-by-wire) ou por sinais optoel ectrénicos

(fly-by-light));

1 Projecto de configuractes para ainterconexao de vérios elementos microel ectronicos
de processamento (computadores de bordo) para obter 0 "processamento em tempo
real" paraaimplementacdo dasleis de controlo;

2. Compensacao das |eis de controlo paraalocalizagdo de sensores ou para cargas
dindmicas na célula, ou sgja, compensagdo quanto ao ambiente vibratorio dos
sensores ou avariacdo dalocalizagdo dos sensores em relacéo ao centro de
gravidade;

3. Gestdo el ectronica da redundancia dos dados ou da redundancia dos sistemas, paraa
deteccdo de avarias, atolerancia as avarias, alocalizacdo das avariasou a

reconfiguracao;
Nota: 7E004.b.3. ndo abrange a "tecnologia" para a concepgdo da redundancia
fisica.

4, Comandos de voo gue permitam a reconfiguracéo em voo dos comandos de forcae
momento para o controlo autonomo em tempo real do veiculo aéreo;
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7EQ04

7E101

7TE102

7E104

b. (continuacao)

5. Integracdo de dados de controlo digital de voo, de navegacdo e de controlo da
propulsdo num sistema de controlo digital de voo para ' controlo de voo total";
Nota: 7E004.b.5. ndo abrange:

a. "Tecnologia" de "desenvolvimento" para a integragdo de dados de
controlo digital de voo, de navegagdo e de controlo da propulsdo
num sistema de controlo digital de voo para "optimizac¢do da
trajectoria de voo".

b. "Tecnologia" de "desenvolvimento" de sistemas de instrumentos de
voo de aeronaves integrados exclusivamente para navegagdo ou
aproximagoes por VOR, DME, ILS ou MLS.

6. Sistemas de controlo digital de voo full authority ou sistemas multisensores de gestéo
de misso que utilizem "sistemas periciais’;
N.B.: Em relagdo a "tecnologia" para o controlo digital full authority de motores

("FADEC"), ver 9E003.a.9.

C. "Tecnologia' para 0 "desenvolvimento" de sistemas de helicopteros:

1 Comandos de voo multiaxiais que utilizem sinais e éctricos (fly-by-wire) ou sinais
optoel ectronicos (fly-by-light) e que combinem num sb elemento de comando as
funcBes de dois ou mais dos seguintes comandos:

a Comandos do passo col ectivo;

b. Comandos do passo ciclico;

C. Comandos de guinada;

" Sistemas antitorque ou sistemas de controlo direcciona controlados por circulagdo™;
Péas de rotor que incorporem "perfis aerodinémicos de geometria variavel" utilizados
em sistemas com controlo individua das pés.

whn

"Tecnologia' na acepcao da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa ' utilizacdo" dos equipamentos
especificados em 7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106, 7A115 a7A117, 7B001, 7B002, 7B0O03,
7B102, 7B103, 7D101 a 7D103.

"Tecnologia' para a proteccao dos subsi stemas aviénicos e el éctricos contra os riscos de impul sos
e ectromagnéticos (EMP) e de interferéncias el ectromagnéticas (EMI), provenientes de fontes
externas.

a "Tecnologid' de projecto para sistemas de blindagem;

b. "Tecnologid" de projecto para a configuracdo de circuitos e subsistemas el éctricos
insensiveis as radiacoes,

C. "Tecnologiad' de projecto para a determinacdo de critérios de insensibilidade as radiacdes
paraasaineasa. eb. anteriores.

"Tecnologia' paraaintegracdo dos dados de controlo de voo, de guiamento e de propulsio em
sistemas de gestdo de voo para optimizacdo da trgjectéria de foguetes.
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CATEGORIA 8—ENGENHARIA NAVAL

8A Sistemas, equipamentos e componentes
8A001 Veiculos submersiveis e navios de superficie:
Nota: No que se refere ao estatuto dos equipamentos destinados a veiculos submersiveis, ver:

categoria 5, parte 2 ("Seguranca da informagdo”), para os equipamentos de
comunicagoes com codifica¢do;

categoria 6, para os sensores;

categorias 7 e 8, para os equipamentos de navegacado;

categoria 8.4, para os equipamentos subaqudticos.

a Veiculos submersiveis tripulados com cabo de ligac8o, concebidos para funcionar a
profundidades superiores a 1000 m;

b. Veiculos submersiveis tripulados sem cabo de ligacdo, com uma das seguintes

caracteristicas:

1 Concebidos para "funcionamento auténomo" e com uma capacidade de elevacdo de:
a 10% ou maisdo seupesono ar; €
b. 15KkN ou mais,

2. Concebidos para funcionar a profundidades superiores a 1000 m; ou

3. Com todas as seguintes caracteristicas:
a Concehidos paratransportar umatripulacéo de quatro ou mais pessoas,
b. Concebidos para "funcionamento auténomao" durante 10 ou mais horas;
C. De"raio de accdo" igua ou superior a25 milhas nauticas, e
d. De comprimento igual ouinferior a2l m;

Notas técnicas:

1. Em 84001.b., por 'funcionamento autonomo’ entende-se: totalmente submersos, sem
snorquel, com todos os sistemas em funcionamento e deslocando-se a velocidade
minima a que o submersivel é capaz de controlar dinamicamente com segurancga a
profundidade utilizando apenas os estabilizadores, sem necessidade de recurso a um
navio de apoio ou a uma base de apoio a superficie, no fundo do mar, ou em terra e
com um sistema de propulsdo para utilizar em submersdo ou a superficie.

2. Em 84001.b., por 'raio de ac¢do' entende-se metade da distancia maxima que um
veiculo submersivel é capaz de cobrir.

C. Veiculos submersiveis ndo tripulados com cabo de ligagdo, concebidos para funcionar a
profundidades superiores a 1000 m, com uma das seguintes caracteristicas:
1 Concehidos para autopropul séo por meio de motores de propul s&o ou impul sores
referidos em 8A002.a.2; ou
2. Que disponham de transmissdo de dados por cabo de fibras dpticas,

d. Veiculos submersiveis ndo tripulados sem cabo de ligagdo, com uma das seguintes
caracteristicas:
1 Concebidos para determinarem uma trgjectoria rel ativamente aum referencia
geogréfico sem assisténcia humana em tempo redl;
2. Disporem de transmissdo de dados ou comando por via aclstica; ou
3 Disporem de transmiss&o de dados ou comando por cabo de fibras Opticas de
comprimento superior a1000 m;
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8A001 (continuacao)

e Sistemas de recuperacdo ocednica com uma capaci dade de elevacado superior a5 MN, paraa
recuperacao de objectos situados a profundidades superiores a 250 m, dotados de um dos
doistipos de sistemas seguintes.

1 Sistemas dinamicos de posi cionamento capazes de manter a posi¢cao dentro deum raio
de 20 m em relagdo a um ponto indicado pelo sistema de navegagéo; ou

2. Sistemas de navegagao sobre fundos marinhos e sistemas integrados de navegagéo
para profundidades superiores a 1000 m, com erros de posicionamento ndo superiores
a10 m em relagdo a um ponto predeterminado;

f. Veiculos de efeito de superficie (do tipo saia completa), com todas as seguintes
caracteristicas:

1 V el ocidade méxima de projecto, em plena carga, superior a30 nds, paraumaaturade
ondasignificativaigua ou superior a1,25 m (estado do mar de nivel 3);

2. Pressio da amofada de ar superior a3830 Pa; e

3. Relacdo de dedocamento navio sem carga/navio em plena cargainferior a0,70;

0. Veiculos de efeito de superficie (do tipo quilhas laterais) com uma vel ocidade maxima de
projecto, em plenacarga, superior a40 nds, parauma altura de onda significativaigual ou
superior a 3,25 m (estado do mar de nivel 5);

h. Navios com sustentaco por perfis hidrodinamicos dotados de sistemas activos para o
controlo automético dos sistemas de sustentacdo, com uma vel ocidade maxima de projecto,
em plenacarga, igua ou superior a40 nos, parauma altura de onda significativaigua ou
superior a 3,25 m (estado do mar de nivel 5);

I "Navios com pequena érea de flutuagdo”, com uma das seguintes caracteristicas:

1 Dedocamento, em plena carga, superior a 500 tondadas, com uma velocidade
maxima de projecto, em plena carga, superior a 35 nés, para uma altura de onda
significativaigual ou superior a 3,25 m (estado do mar de nivel 5); ou

2. Dedocamento, em plena carga, superior a 1500 tonel adas, com uma velocidade
maxima de projecto, em plena carga, superior a 25 nés, para uma altura de onda
significativaigual ou superior a4 m (estado do mar de nive 6):

Nota técnica:

Os "navios com pequena darea de flutuagcdo” sdo definidos da seguinte forma: a drea de

Sflutuagdo para um determinado calado operacional deve ser inferior a 2x (volume
deslocado para esse calado operacional)™”.
8A002 Sistemas, equi pamentos e componentes:
Nota: No que se refere aos sistemas de comunicagoes subaqudticas, ver categoria 5, Parte 1
— Telecomunicacoes.

a Sistemas, equipamentos e componentes especi almente concebidos ou modificados para
veiculos submersiveis, concebidos para funcionar a profundidades superiores a 1000 m:

1 Caixas ou cascos pressurizados com camarainterior de didmetro maximo superior
alsm;

2. Motores de propul sio ou impul sores de corrente continua;

3. Cabos de ligacao, e respectivos conectores, que utilizem fibras Opticas e sgam
reforcados com elementos sintéticos;

4. Componentes fabricados a partir de materiais especificados em 8C001,

Nota técnica:
O objectivo deste controlo ndo deve ser contrariado pela exportagdo de espumas
sintdcticas especificadas em 8C001 quando tenha sido efectuada uma etapa
intermédia do processo de fabrico e ndo se esteja ainda na forma da componente
final.
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8A002 (continuacao)

b. Sistemas especia mente concebidos ou modificados para o controlo automatico dos
movimentos de veiculos submersiveis referidos em 8A001 que utilizem dados de navegacdo
e disponham de servocomandos com realimentacéo que:

1 Permitam movimentar o veiculo até menos de 10 m de um ponto pré-determinado da
colunade &gug;

2. Permitam manter a posi¢éo do veiculo dentro de um raio de 10 m em relagdo aum
ponto pré-determinado da coluna de &gua; ou

3. Permitam manter a posicao do veiculo num raio de 10 m em relacdo a um cabo
assente ou enterrado no fundo marinho;

C. Dispositivos de penetracéo ou de ligagdo ao casco com fibras Opticas,

d. Sistemas de visdo subaguéticos:

1 Sistemas de tel evisio e cAmaras de televisdo:

a Sistemas de tel evisdo (compreendendo camara, equipamentos de monitorizagdo
e de transmissdo de sinais) com uma resolucdo-limite, medida no ar, superior
a 800 linhas, especia mente concebidos ou maodificados para funcionar com
comando a distancia juntamente com um veiculo submersivel;

b. Cémaras de televisdo subaquéti cas com uma resolucdo-limite, medidano ar,
superior 21100 linhas;

C. Cémaras de televisio para condicdes de fracaluminos dade, especia mente
concebidas ou modificadas para utilizacdo subagquética, com as seguintes
caracteristicas:

1. Tubos intensificadores de imagem referidos em 6A002.a.2.a; €
2. Mais de 150 000 "pixels activos' por matriz de superficie de estado
solido;

Nota técnica:

Em televisdo, a resolugdo-limite é uma medida da resolugdo horizontal e, em geral, é

expressa pelo numero mdximo de linhas por altura de imagem discriminadas numa

mira, com base na norma 208/1960 do IEEE ou numa norma equivalente.

2. Sistemas especia mente concebidos ou modificados para funcionar com comando a
disténcia juntamente com um veicul o subagquético que fagam uso de técnicas
destinadas a minimizar os efeitos da retrodifusio luminosa, incluindo os dispositivos
de iluminacdo de gama seleccionavel e os sistemas "laser”;

e Mé&quinas fotogréficas, especialmente concebidas ou modificadas para utilizagdo subaquética
aprofundidades superiores a 150 m, que utilizem peliculafotografica de formato igual ou
superior a 35 mm e possuam uma das seguintes caracteristicas:

1 Impressao na pelicula de dados fornecidos por uma fonte exterior améaguing;

2. Correccdo autométicada disténciafocal posterior; ou

3. Controlo automético de compensacdo especia mente concebido para a utilizagéo da
maéquina fotogréfica e respectiva caixa de proteccdo a profundidades superiores
a1000 m;

f. Sistemas e ectronicos de imagem especial mente concebidos ou modificados para utilizacdo
subaguética, capazes de armazenar digita mente mais de 50 imagens captadas;

Nota: 84002.f. ndo inclui camaras digitais especialmente concebidas para o grande

publico, com excepgdo das que utilizam técnicas de multiplicacdo de imagem electronica.

0. Sistemas de iluminagdo especialmente concebidos ou modificados para utilizagdo
subaquética:

1 Sistemas de iluminacéo estroboscdpicos capazes de produzir uma energialuminosa
superior a 300 Jpor disparo e uma vel ocidade de disparo superior a5 disparos por
segundo;

2. Sistemas de iluminagéo de arco de argon especia mente concebidos para utilizacdo a
profundidades superiores a 1000 m;
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8A002

(continuacao)

h.

"Robots"' especia mente concebidos para utilizacgo subaguética, comandados por
computadores especificos, com umadas seguintes caracterigticas.

1

Sistemas de comando do "robot" fazendo uso de informactes provenientes de
sensores que megam aforcga ou o binario aplicados aum objecto exterior, adisténciaa
um objecto exterior ou a percepcao tactil de um objecto exterior pelo "robot"; ou
Possibilidade de exercerem umaforcaigua ou superior a250 N ou um binario igual
ou superior a250 Nm e que utilizem ligas de titénio ou materiais "fibrosos ou
filamentosos' "compdsitos' nos seus €l ementos estruturais:

Manipul adores arti culados comandados & distancia especial mente concebidos ou
modificados para serem utilizados com veicul os submersiveis, com uma das seguintes
caracteristicas:

1

Sistemas de comando do mani pulador fazendo uso de informagdes provenientes de

sensores que medem o bindrio ou aforga aplicada a um objecto exterior ou a

percepcdo téctil de um objecto exterior pelo manipulador; ou

Comandados por técnicas master-slave proporcionais ou por computadores e com

cinco ou mais graus de liberdade de movimento:

Nota: Na contagem do numero de graus de liberdade de movimento so sdo
consideradas as fungcoes com controlo proporcional que utilizem
realimentagdo posicional ou facam uso de um computador.

Sistemas de poténcia independentes de uma alimentacdo de ar, especia mente concebidos
para utilizagdo subaquética:

1

Sistemas de poténcia independentes do ar que utilizem motores de ciclo Brayton ou

Rankine, com uma das seguintes caracteristicas:

a Sistemas de depuragdo ou de absor¢ao quimica especia mente concebidos para
aremocdo de dioxido de carbono, mondxido de carbono e particulas dos gases
de escape do motor recirculados;

b. Sistemas especia mente concebidos para a utilizagéo de um gas monoatémico;

C. Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para areducdo dos ruidos
subaquéti cos de frequénciainferior a 10kHz ou dispositivos de montagem
especiais para o amortecimento de choques; ou

d. Sistemnas especia mente concebidos para:

1 A pressurizacéo dos produtos da reaccéo ou a reformacéo do
combustivel;

A armazenagem dos produtos dareac¢éo; e

A descarga dos produtos da reac¢éo contra uma pressao igual ou

superior a100 kPg;

2.
3.

Sistemas independentes do ar que utilizem motores de ciclo diesel, com todas as

seguintes caracteriticas:

a Sistemas de depuracdo ou de absorcao quimica especia mente concebidos para
aremocao de dioxido de carbono, mondxido de carbono e particulas dos gases
de escape do motor recirculados;

b. Sistemas especia mente concebidos para a utilizagdo de um gés monoatomico;

C. Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para areducdo dos ruidos
subagquéticos de frequénciainferior a 10kHz ou dispositivos de montagem
especials para o amortecimento de choques; e

d. Sistemas de escape especia mente concebidos para ndo descarregarem os
produtos da combustdo de uma forma continua;
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8A002

J.

(continuacéo)

3.

Sistemas de poténciaindependentes do ar que utilizem células de combustivel, de

poténcia superior a2kW e com uma das seguintes caracteristicas:

a Dispositivos ou caixas especia mente concebidos para a reducdo dos ruidos
subaquéti cos de frequénciainferior a 10kHz ou dispositivos de montagem
especials para o amortecimento de choques; ou

b. Sistemnas especia mente concebidos para:

1 A pressurizacdo dos produtos da reaccdo ou a reformacéo do
combustivel;

2. A armazenagem dos produtos dareaccdo; e

3. A descarga dos produtos da reac¢do contra uma pressao igual ou
superior a100 kPa;

Sistemas de poténciaindependentes do ar, com motores de ciclo Stirling, com as

seguintes caracterigticas:

a Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para a reducéo dos ruidos
subaquéti cos de frequénciainferior a 10kHz ou dispositivos de montagem
especiais para 0 amortecimento dos choques; e

b. Sistemas exaustores especia mente concebidos para proceder a descarga dos
produtos da combust&o contra uma pressdo igua ou superior a 100 kPg;

Saias, vedantes e dedos, com uma das seguintes caracteristicas:

1

Concebidos para pressoes daamofada de ar iguais ou superiores a 3830 Pa e para
funcionar com uma atura de onda significativaigual ou superior a1,25 m (estado do
mar de nivel 3), e especia mente concebidos para os veiculos de efeito de superficie
(do tipo saia completa) referidos em 8A00Lf.; ou

Concebidos para pressoes daamofada de ar iguais ou superiores a 6224 Pa e para
funcionar com uma atura de onda significativaigua ou superior a 3,25 m (estado do
mar de nive 5), e especialmente concebidos para os veicul os de efeito de superficie
(do tipo quilhas laterais) referidos em 8A001.g;

Ventoinhas de elevacao para poténcias nominais superiores a400 kW, especia mente
concebidas para os veicul os de ef eito de superficie referidos em 8A00L.f ou 8A00L.g;

Perfis hidrodinémicos para condicfes de subcavitacéo ou de sobrecavitacio, total mente
submersos, especia mente concebidos para os navios referidos em 8.A001.h;

Sistemas activos especia mente concebidos ou modificados para o controlo automatico dos
movimentos provocados pelo mar nos veiculos ou navios referidos em 8A00L.f., 8A001.g.,
8A001.h. ou 8A00L.i.;

Hélices, sistemas de transmissdo de poténcia, sistemas de geracéo de poténcia e sistemas de
reducdo do ruido:

1

Sistemas de hélices de propul sdo ou sistemas de transmissao de poténcia

especia mente concebidos para os veiculos de efeito de superficie (dostipos saia

completa e quilhas laterais), 0s navios com sustentacdo por iydrofoils € 0s havios com

pequena érea de flutuagéo referidos em 8A00L.f., 8BA001.g., 8A001.h. ou BAOOL.i.:

a Hélices sobrecavitantes, sobreventiladas, parcialmente imersas ou com
penetracdo da superficie agudtica para poténcias nominais superiores
a’75MW;

b. Sistemas de propul sdo contrarrotativos para poténcias nominais superiores
als5s MW,

C. Sistemas que utilizem técnicas de regularizacdo do fluxo junto dahélice,

aplicadas antes ou depois do redemoinho provocado pelahélice;

Caixas de reducdo ligeiras de grande capacidade (factor K superior a 300);

e Sistemas de veios de transmissdo de poténcia com componentes de materiais
"compdsitos', capazes de transmitir poténcias superioresal MW,

o
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8A002 0. (continuacao)

2. Sistemas de hélices de propulsdo, de geracao de poténcia ou de transmissio de

poténcia concebidos para utilizacdo em navios:

a Hélices de passo controlavel e respectivos cubos para poténcias nominais
superioresa30 MW,

b. Motores de propul sio € éctricos com arrefecimento interno por liquidos e
poténcias superioresa 2,5 MW;

C. Motores de propulsdo "supercondutores’ ou motores de propul sdo el éctricos
com imanes permanentes, com poténcias superioresa0,1 MW,

d. Sigtemas de veios de transmissdo de poténcia com componentes de materiais
"compositos', capazes de transmitir poténcias superioresa2 MW;

e Sistemas de hélices ventilados ou de base ventilada para poténcias nominais
superioresa2,5 MW.

3. Sistemas de reducdo do ruido concebidos para utilizagdo em navios com um
dedocamento igual ou superior a 1000 tonel adas:

a Sistemas que atenuem os ruidos subaguéticos de frequénciainferior a500 Hz,
congtituidos por apoios aclisticos compostos para 0 isolamento aclstico de
motores diesdel, grupos geradores com motores diesdl, turbinas a gés, grupos
geradores com turbinas a gés, motores de propul S50 ou caixas de reducdo da
propulsdo, especiamente concebidos para o i solamento acdstico ou das
vibragdes e com uma massa intermeédia superior a 30% da massado
equipamento a montar;

b. Sistemas activos de reducao ou de anulacéo do ruido, ou chumaceiras
magnéti cas, especid mente concebidos para sistemas de transmissdo de
poténcia, com sistemas e ectroni cos de controlo, capazes de reduzir
activamente as vibracdes dos equipamentos através da geracéo de sinais anti-
-ruido ou anti-vibracdo dirigidos a fonte;

p. Sistemas de propul sdo por jacto de poténcia superior a 2,5 MW que fagam uso de técnicas
que utilizem tubeiras divergentes e palhetas de condicionamento do fluxo paramelhorar o
rendimento da propul sdo ou reduzir o ruido subaquético gerado pelo sistema de propul séo.

a. Equipamento de mergulho e natagdo subaquatica, independente, em circuito fechado ou
semi-fechado (reciclagem do ar).
Nota: 84002 ndo abrange o equipamento individual para uso pessoal quando
acompanhe o respectivo utilizador.

8B Equipamentos de ensaio, de ingpeccéo e de producdo
8B001 TuUneis de &gua com ruido de fundo inferior 2100 dB (referéncia: 1 uPA, 1 Hz) nagamade

frequéncias compreendida entre 0 e 500 Hz, concebidos paramedir os campos acUsticos gerados
por um fluxo hidréulico em torno de model os de sistemas de propul sfo.
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8C

8C001

8D

8D001

8D002

8E

8E001

8E002

Materiais
"Espumas sintécticas' concebidas para utilizagdo subaguética, com todas as seguintes
caracteristicas:

N.B.: Ver também 84002.a.4.

a Concebidas para profundidades superioresa 1000 m; e
b.  Dedensidadeinferior a561 kg/m®.

Nota técnica:
As "espumas sintdcticas" sdo constituidas por esferas ocas de plastico ou de vidro embebidas
numa matriz de resina.

" Suportelogico"

"Suportes|6gicos' especialmente concebidos ou modificados para 0 " desenvolvimento”,

"producdo” ou "utilizacdo" dos equipamentos ou materiais referidos em 8A, 8B ou 8C.

"Suportes|égicos' especificos, especiamente concebidos ou modificados parao

"desenvolvimento", "producao”, reparacao, revisdo geral ou rectificacgo (nova maguinagem) de
héli ces especialmente concebidas para a reducdo do ruido subaquético.

Tecnologia

"Tecnologid', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” ou
"producéo” dos equipamentos ou materiais referidos em 8A, 8B ou 8C.

Outras "tecnologias':

a "Tecnologia' para o "desenvolvimento”, "producdo”, reparacdo, revisio geral ou rectificagéo
(nova maguinagem) de hélices especia mente concebidas para a reducdo do ruido
subaguético;

b. "Tecnologid' paraarevisdo geral ou rectificaco dos equipamentos referidos em 8A001,
8A002.b., 8A002.j., BA002.0. ou 8A002.p.
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CATEGORIA 9—-AEROSPACO E PROPULSAO

9A Sistemas, equipamentos e componentes

N.B.: Para os sistemas de propulsdo concebidos ou classificados contra radiag¢oes de neutroes
ou contra radiacoes ionizantes transitorias, ver a Lista de Material de Guerra.

9A001 Motores aeronauticos de turbina a gas com qualquer destas caracteristicas:
N.B.. VER TAMBEM 9A101

a gue incorporem qualquer das "tecnologias' especificadas em 9E003.a.; ou
Nota: 94001 1.a ndo abrange os motores aeronduticos de turbina a gas que

satisfagam todos os seguintes requisitos:

a. Certificados pelas autoridades de aeronautica civil num "Estado
participante"; e

b. Destinados a propulsar aecronaves com tripulacdo ndo militar para as
quais tenha sido emitido por um "Estado-participante” para a
aeronave com este tipo especifico de motor um dos seguintes

documentos:
1. Um certificado-tipo civil; ou
2. Um documento equivalente reconhecido pela Organiza¢do da

Aviagdo Civil Internacional (ICAO).
b. Concebidos para propulsar aeronaves que voem a Mach 1 ou mais durante mais
de 30 minutos,

9A002 "Motores maritimos de turbinaa gas' com uma poténcia continua nominal (1SO) igual ou
superior a 24 245 kW e um consumo especifico de combustivel inferior a 0,219 kg/lkwWh na

gamade poténcias de 35 a 100%, e conjuntos e componentes especi almente concebidos para os
MesmMos.

Nota: O termo "motores maritimos de turbina a gas" inclui os motores de turbina a gds
industriais, ou aeroderivados, adaptados para geragdo de electricidade a bordo do
navio ou para a sua propulsdo.

9A003 Conjuntos e componentes especial mente concebidos, incorporando uma das "tecnologias®
referidas em 9E003.a., para os seguintes sistemas de propulsdo constituidos por motores de
turbina a gas:

a Referidos em 9A001;
b. Cuja concepcdo ou producdo ndo sejam de "Estados parte” ou tenham origem
desconhecida do fabricante;

9A004 Veiculos lancadores espaciais ou "veicul os espaciais’.
N.B.: VER TAMBEM 9A104.

Nota: 94004 ndo abrange as cargas uteis.

N.B.: Para conhecer o estatuto dos produtos incluidos nas cargas uteis dos
"veiculos espaciais", ver as categorias apropriadas.
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9A005 Sistemas de propulsdo constituidos por foguetes de combustivel liquido que contenham um dos
sistemas ou componentes especificados em 9A006.

N.B.: VER TAMBEM 9A105 E 9A119.

9A006 Sistemas ou componentes, especial mente concebidos para sistemas de propulsdo constituidos
por foguetes de combustivel liquido:

N.B.: VER TAMBEM 9A106, 9A108 E 9A120.

a Refrigeradores criogénicos, vasos de Dewar embarcados, condutas de calor criogénicas
ou sistemas criogéni cos especial mente concebidos para serem utilizados em veiculos
espaciais e capazes de limitar as perdas de fluido criogénico a menos de 30% por ano;

b. Reservatérios criogénicos ou sistemas de refrigeracao de ciclo fechado capazes de
assegurar temperaturas iguais ou inferioresa 100 K (-173° C) para"aeronaves' que
possam voar prolongadamente a vel ocidades superiores a Mach 3, veicul os lancadores ou
"veiculos espaciais';

C. Sistemas de armazenamento ou transferéncia de hidrogénio pastoso;

d. Turbo-bombas de alta pressdo (superior a 17,5 MPa), componentes de bombas ou
respectivos sistemas de accionamento por turbinas geradoras a gas ou de turbinas de ciclo
de expansio;

e Camaras de impulso de alta pressdo (superior a 10,6 MPa) e suas tubeiras,

f. Sistemas de armazenamento do propul sante, funcionando segundo o principio daretencéo
capilar ou expulsdo efectiva (i.e., com membranas flexiveis);

g. I njectores de propul sante liquido, com orificios de didmetro igual ou inferior a0,381 mm
(uma dreade 1,14 x 10 cm?2 ou inferior para os orificios n&o circulares) especialmente
concebidos para motores de foguetes de combustivel liquido.

h. Cémaras de impulso carbono-carbono monobloco ou cones de saida carbono-carbono
monaobloco com densidades superiores a 1,4 g/cm3 e uma resisténcia a trac¢cdo superior
a48 MPa.

9A007 Sistemas de propulsdo constituidos por foguetes de combustivel solido, com uma das seguintes
caracteristicas: )

N.B.: VER TAMBEM 9A107 E 9A119.

a Capacidade de impulso total superior a1l,1 MNs; ou

b. Impulso especifico igual ou superior a 2,4 kNs/kg quando o fluxo da tubeira é expandido
para as condicBes ambientais normais ao nivel do mar para uma pressdo da camara
gjustadade 7 MPa;

C. Fracctes da massa por estégio superiores a 88% e cargas solidas de propul sante solido
superiores a 86%;

d. Qualquer dos componentes especificados em 9A008.; ou

e Sistemas de isolamento e sistemas de ligac&o do propulsante que utilizem motores de
ligac8o directa para garantir uma "forte ligagdo mecéanica' ou uma barreiraa migragéo
guimica entre o propul sante solido e 0 material de isolamento do cérter.

Nota técnica:
Para efeitos de 94007 .e., por "forte ligagdo mecdnica” entende-se uma for¢a de ligagdo
igual ou superior a for¢a do propulsante.
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9A008 Componentes especialmente concebidos para os sistemas de propul sdo constituidos por foguetes
de combustivel solido:
N.B.: VER TAMBEM 9A108.

a Sistemas de isolamento e sistemas de ligag&o do propul sante que utilizem camisas para
garantir uma 'forte ligagcdo mecénica ou uma barreiraa migracdo quimicaentre o
propulsante sélido e o materia de isolamento do carter;

Nota técnica:
Para efeitos do ponto 94008.a., por 'forte liga¢do mecdnica’ entende-se uma forga de
ligacdo igual ou superior a for¢a do propulsante.

b. Carteres de motor em filamentos "compositos' enrolados de diémetro superior a 0,61 m
ou com "coeficientes de eficiéncia estrutural (PV/W)" superiores a 25 km;
Nota técnica:
O "coeficiente de eficiéncia estrutural (PV/W)" é o quociente entre o produto da pressao
de ruptura (P) pelo volume (V) do recipiente sob pressdo e o peso total (W) deste.

C. Tubeiras com niveis de impulso que excedam 45 kN ou taxas de erosdo da garganta
inferiores a 0,075 mm/s;

d. Tubeiras moveis ou sistemas de controlo do vector de impulso por injecgdo secundéria de
fluido, capazes de:
1 Movimentos omni-axiais superiores a+ 5 graus;
2. Velocidades angulares do vector de 20 graus/s ou mais; ou
3. Aceleracdes angulares do vector de 40 graus/s2 ou mais.

9A009 Sistemas de propulsdo constituidos por foguetes hibridos com:
N.B.: VER TAMBEM 9A109 E 9A119.

a Uma capacidade de impulso total superior a1,1 MNs; ou
b. Niveis de impulso superiores a 220 kN em condi¢6es de descarga no vazio.

9A010 Componentes, sistemas e estruturas especia mente concebidos para veicul os langadores, seus
sistemas de propul séo ou "veicul os espaciais':
N.B.: VER TAMBEM 1A002 E 9A110.

a Componentes e estruturas que excedam 10 Kg cada, especial mente concebidos para
veiculos langadores fabricados com materiais de "matriz* metélica, materiais
"compdsitos', materiais "compdsitos' organicos, materiais de "matriz" cerdmicaou
materiais intermetdlicos reforgados referidos em 1C007 ou 1C010;

Nota: O limiar de peso ndo se aplica aos cones de ogiva.

b. Componentes e estruturas especial mente concebidos para 0s sistemas de propulsdo dos
veiculos langadores referidos nos pontas 9A005 a 9A009, fabricados com materiais de
matriz metalica, materiais compasitos, materiais compdsitos organicos, materiais de
matriz cerémica ou materiais intermetalicos reforcados referidos em 1C007 ou 1C010;

C. Componentes estruturais e sistemas de isolamento especia mente concebidos paraum
controlo activo da resposta dinamica ou da distor¢ao das estruturas dos "veicul os
espaciais’;

d. Motores de foguete de propulsante liquido por impulsos com relages impul so/peso
iguais ou superiores a 1 kN/kg e tempo de resposta (tempo necessario apds o0 arranque
para atingir 90% do impulso total previsto) inferior a 30 ms.
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9A011 Estato-reactores, estato-reactores de combust@o supersonica ou motores de ciclo combinado e
componentes especialmente concebidos para 0s mesmos.
N.B.: VER TAMBEM 9A111 E 9A118.

9A012 "V eiculos aéreos ndo tripulados' ("UAV"), sistemas associados, equipamento e componentes
COMO Se segue:
a "UAV" possuindo uma das seguintes caracteristicas:
1 Comando de voo e capacidade de navegacdo autébnomos (por exemplo, piloto
automatico com um sistema de navegacao por inércia (INS); ou
2. Capacidade de voo comandado fora do campo de visdo directa com aintervencéo
de um operador humano (por exempl o, telecomando televisual).
b. Sistemas associados, equipamento e componentes Como se segue:
1 Equipamento especia mente concebido para o controlo remoto dos "UAV"
especificados em 9A012.a;
2. Sistemas de controlo ou de orientacéo diferentes dos especificados em 7A,
especialmente concebidos paraintegracdo em "UAV" especificados em 9A012.a;
3. Equipamento e componentes especia mente concebidos para converter uma
aeronave "manual” num "UAV" especificado em 9A012.

9A101 Turbo-reactores e turbo-motores de fluxo duplo (incluindo motores de turbina de compressdo
escalonada), diferentes dos especificados em 9A001:

a Motores com ambas as seguintes caracteristicas:
1 Valor maximo do impulso superior a400N (conseguido quando néo instalados)
excluindo motores certificados civis com um valor maximo de impulso superior
a8 890N (conseguido quando ndo instalados), e
2. Consumo especifico de combustivel igual ou inferior a0,15kg/N/h (a poténcia
maéxima continua ao nivel do mar e em condicOes estéticas e normais);

b. M otores concebidos ou modificados para utilizagdo em "misseis’.

9A104 Foguetes-sonda, capazes de um alcance igual ou superior a 300 km.
N.B.: VER TAMBEM 9A004.

9A105 Motores de foguete de combustivel liquido:
N.B.: VER TAMBEM 9A119

a Motores de foguete de combustivel liquido utilizaveis em "misseis’, diferentes dos
especificados em 9A005, com uma capacidade total de impulso igual ou superior
al,l1MNs.

b. Motores de foguete de combustivel liquido, utilizaveis em foguete completos ou em
veiculos aeroespaciais ndo tripulados (UAV), capazes de um alcance de pelo menos 300
km, diferentes dos especificados em 9A005 ou 9A 105.a, com uma capacidade total de
impulso igual ou superior 20,841 MNs.
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9A106

9A107

9A108

Sistemas ou componentes, diferentes dos especificados em 9A006, utilizaveis em "missais’,
especia mente concebidos para sistemas de propul sdo constituidos por foguetes de combustivel

liquido:
a Revestimentos ablativos para camaras de impul so ou de combustéo:
b. Tubeiras de foguete;

C. Subsistemas de controlo do vector de impul so;
Nota técnica:
Exemplos de métodos utilizados para conseguir o controlo do vector de impulso,
referidos em 94106.c.:
Tubeira flexivel;
Injecgdo de fluido ou de gas secundario;
Motor ou tubeira orientaveis;
Deflexdo do fluxo de gases de escape (palhetas ou sondas); ou
Compensadores de impulso.

I

d.  Sistemas de controlo de combustiveis liquidos e com aditivos solidos (incluindo

oxidantes) e componentes especia mente concebidos ou modificados para funcionar em

ambientes de vibracéo de maisde 10 g rmsentre 20 Hz e 2 kHz.

Nota:  As unicas servovalvulas e bombas abrangidas por 94106.d. sdo as seguintes:

a. Servovalvulas concebidas para débitos iguais ou superiores a 24

litros/minuto, a uma pressdo absoluta igual ou superior a 7 MPa, com

um tempo de resposta do actuador inferior a 100 ms;

b. Bombas para propulsantes liquidos, com velocidades de rota¢do iguais

ou superiores a 8 000 r.p.m. ou com pressoes de descarga iguais ou

superiores a 7 MPa.

Motores de foguete de combustivel sdlido, utilizaveis em foguetes completos ou em veiculos
aéreos ndo tripulados, capazes de um alcance de 300 km, diferentes dos referidos em 9A007,

com uma capacidade total de impulso igual ou superior a 0,841 MNs.
N.B.: VER TAMBEM 9A119.

Componentes, diferentes dos especificados em 9A008, utilizaveis em "misseis’, especia mente

concebidos para sistemas de propul séo constituidos por foguetes de combustivel solido:
a Carteres de motores de foguete, e componentes "isolantes' para 0s mesmos,

b. Tubeiras de foguete;

C. Subsistemas de controlo do vector de impul so.

Nota técnica:

Exemplos de métodos utilizados para conseguir o controlo do vector de impulso referidos

em 94108.c.:

1. Tubeira flexivel;

2 Injecgdo de fluido ou de gas secundario,

3. Motor ou tubeira orientaveis,

4. Deflexdo do fluxo de gases de escape (palhetas ou sondas); ou
5 Compensadores de impulso.
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9A109

9A110

9A111

9A115

9A116

9A117

9A118

9A119

Motores de foguete hibridos, utilizaveis em 'misseis, diferentes dos especificados em 9A009, e
componentes especia mente concebidos para os mesmos.

N.B.: VER TAMBEM 9A119.

Nota técnica:

Em 94109, por 'misseis' entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados
com um raio de ac¢do superior a 300 km.

Estruturas e laminados compdsitos e respectivos produtos, diferentes dos especificados em
9A010, especia mente concebidos para utilizagdo nos veicul os lancadores espaciais referidos em
9A 004 ou nos foguetes-sonda referidos em 9A 104 ou ainda nos subsi stemas especificados em
9A005, 9A007, 9A105.a,, 9A106 a 9A 108, 9A116 ou 9A1109.

N.B.: VER TAMBEM 1A002.

Pulso-reactores, utilizaveis em "missels' ou veiculos aéreos ndo tripulados referidos em 9A012,
e componentes especia mente concebidos para 0s mesmos.
N.B.: VER TAMBEM 9A011 e 9A118.

Equi pamentos de apoio ao lancamento, como se segue:

a Aparelhos e dispositivos para movimentacao, controlo, activacdo ou lancamento,
concebidos ou modificados para veicul os lancadores espaciais referidos em 9A 004,
veiculos aéreos ndo tripulados referidos em 9A012, ou foguetes-sonda referidos em
9A104;

b. Veiculos para transporte, movimentac&o, controlo, activagdo ou lancamento concebidos
ou modificados para veicul os lancadores espaciais referidos em 9A004 ou foguetes-sonda
referidos em 9A104.

Veiculos de reentrada, utilizaveis em "misseis’, e equipamentos concebidos ou modificados
para 0s mesmos:

a Veiculos de reentrada;

b. Blindagens térmicas e seus componentes, fabricados com materiais cerémicos ou
ablativos;

C. Dissipadores de calor e seus componentes, fabricados com materiais ligeiros, de elevada
capacidade térmica;

d. Equipamentos el ectroni cos especia mente concebidos para veicul os de reentrada.

M ecanismos de separacdo de andares, mecani smos de separacdo e dispositivos entre-andares,
utilizdveis em "misseis’.
Dispositivos de regulacdo da combustdo, utilizaveis em motores, que possam ser utilizados em

"missels" ou veiculos aéreos ndo tripulados referidos em 9A012, referidos em 9A011 ou 9A111.

Andares de foguete, utilizaveis em foguetes completos ou em veicul os aéreos néo tripulados,
capazes de um alcance de 300 km, diferentes dos referidos em 9A005, 9A007, 9A009, 9A 105,
9A107 e 9A109.
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9A120 Tanqgues de propulsante liquido, diferentes dos especificados em 9A006, especia mente
concebidos para propul santes especificados em 1C111 ou "outros propul santes liquidos',
utilizados em foguetes compl etos capazes de transportar pelo menos uma carga de 500 kg auma
distancia de, pelo menos, 300 km.

Nota: Em 94120 "outros propulsantes liquidos" inclui, mas ndo se limita a, propulsantes
especificados na Lista do Material de Guerra.

9A 350 Sistemas de pulverizagdo ou de vaporizacdo, especia mente concebidos ou modificados para

instalacdo em aeronaves, "veiculos maisleves do que o ar”, ou aeronaves ndo pilotadas, e

respectivos componentes especialmente concebidos para o efeito, conforme seguidamente

especificado:

a Sisteras compl etos de pulverizacdo ou de vaporizacdo capazes de emitir, apartir de uma
suspensdo liquida, umagoticolainicial de DMV inferior a 50pum com um débito superior a
doislitros por minuto;

b. Bombas pulverizadoras ou baterias de unidades geradoras de aerossois capazes de emitir, a
partir de uma suspensdo liquida, umagoticolainicia de DMV inferior a 50 com um débito
superior adois litros por minuto;

C. Unidades geradoras de aerossois especia mente concebidas para serem integradas nos
sistemas indicados em 9A350.aeb.

Nota: As unidades geradoras de aerossois sdo dispositivos especialmente
concebidos ou modificados para instalagdo em aeronaves, tais como bicos de
projecgdo, atomizadores de tambor rotativo e dispositivos similares.

Nota: 94350 ndo abrange os sistemas de pulverizac¢do ou de vaporizagdo e respectivos
componentes, em relagdo aos quais tenha sido demonstrado que ndo sdo capazes de
disseminar agentes biologicos sob a forma de aerossois infecciosos.

Notas técnicas:

1. A dimensdo das goticulas, no que se refere ao equipamento de pulverizag¢do ou aos bicos de
projecgdo especialmente concebidos para utilizagcdo em aeronaves, "veiculos mais leves do
que o ar", ou aeronaves ndo pilotadas devera ser medida utilizando um dos seguintes
meétodos:

a. Laser doppler,

b. Difracgado por laser frontal.

2. Em 94350, "DMV" significa Didmetro Mediano Volumico, que para os sistemas de base
aquosa ¢ equivalente ao Didmetro Mediano de Massa (DMM,).
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9B Equipamentos de ensaio, deinspeccéo e de producéo

9B001

9B002

9B003

9B004

9B005

9B006

9B007

Equipamentos, ferramentas e gabaritos especial mente concebidos para o fabrico de laminas e
palhetas, ou pegas fundidas das respectivas extremidades, de turbinas a gas:

a Equipamentos para solidificagdo dirigida ou para a obtenc&o de monocristais;
b. Nucleos ou cascas ceramicos,

Sistemas de controlo em linha (tempo real), instrumentos (incluindo sensores) ou equipamentos
automatizados de aquisicao e tratamento de dados, especialmente concebidos para o
"desenvolvimento" de motores de turbinas a gas ou dos seus conjuntos ou componentes,
incorporando "tecnologias" especificadas em 9E003.a.

Equi pamentos especialmente concebidos para a " producéo” ou ensaio de vedantes de escovas de
turbinas a gés, concebidos para funcionar a vel ocidades periféricas superioresa335 m/sea
temperaturas superioresa 773 K (500°) e pecas ou acessorios especial mente concebidos para os
Mesmos.

Ferramentas, matrizes ou gabaritos para a unido em estado solido de combinacdes de
"superligas', titanio, ou perfis aerodinanicos intermetalicos referidos em 9E003.a.3.
ou 9E003.a.6. para turbinas a gas.

Sistemas de controlo em linha (tempo real), instrumentos (incluindo sensores) ou equipamentos
automatizados de aquisicdo e tratamento de dados, especial mente concebidos para utilizacdo
com qualquer dos seguintes tlneis ou dispositivos aerodinamicos:

N.B.: VER TAMBEM 9B105.

a Tuneis aerodinamicos concebidos para velocidades iguais ou superiores aMach 1,2,
excepto os especial mente concebidos para fins educativos apresentando uma " dimenséo
da seccéo de ensaio" (medidalateralmente) inferior a 250 mm;
Nota técnica:
A" dimensdo da seccdo de ensaio” em 9B005.a. é o didmetro do circulo ou o lado do
quadrado ou o comprimento do rectangulo, medidos no local da maior sec¢do de ensaio.

b. Dispositivos para simular ambientes de escoamento a vel ocidades superiores aMach 5,
incluindo tlneis de disparo quente, tlneis de arco de plasma, tubos de ondas de choque,
tuneis de ondas de choque, tlneis de gés e pistolas de gas leve; ou

C. Tuneis ou dispositivos aerodinémicos, excepto os bidimensionais, capazes de simular
escoamentos com nimeros de Reynolds superiores a 25 x 10°.

Equipamentos de ensaio de vibragtes acusticas capazes de produzir niveis de pressdo sonora
iguais ou superiores a 160 dB (com referénciaa 20 TPa), com uma poténcia de saida nominal
igual ou superior a4 kW a umatemperatura da célula de ensaio superior al 273 K (1 000° C), e
dispositivos de aguecimento a quartzo especia mente concebidos para 0s mesmos.

N.B: VER TAMBEM 9B106.

Equi pamentos especi almente concebidos para a inspeccdo da integridade de motores de foguete
através de técnicas de ensaio ndo destrutivo diferentes da andlise planar por raios X ou da
andlise fisica ou quimica basicas.
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9B008

9B009

98010

9B105

9B106

9B115

9B116

9B117

Transdutores especialmente concebidos para a medicao directa do atrito na parede de um fluxo
de ensaio com uma temperatura de estagnacdo superior a833 K (560° C).

Ferramentas especia mente concebidas para a producdo de componentes de rotores para motores
de turbinas obtidos através de processos da metalurgia dos pds, capazes de funcionar aniveis de
tensdo iguais ou superiores a 60% da tensdo de ruptura a tracgdo e a temperaturas do metal
iguais ou superiores a873 K (600° C).

Equi pamento especia mente concebido para a producéo de "UAV", sistemas associados,
equipamento e componentes especificados em 9A012.

Tuaneis aerodinémicos para vel ocidades iguais ou superiores aMach 0,9, utilizaveis para
'missels' e seus subsistemas.

N.B.: VER TAMBEM 9B005.

Nota técnica:

Em 94105, por 'misseis' entende-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados com
um raio de acg¢do superior a 300 km.

Camaras com ambiente condicionado e camaras anecdicas;

a Cémaras com ambiente condicionado, capazes de simular as seguintes condig¢des de voo:

1. Ambientes vibratérios de 10 g rms ou mais, medidos em 'mesa nua, entre 20 Hz
e 2 kHz e comunicando forgas iguais ou superioresa5 kN; e

2. Altitudes iguais ou superiores a 15 km; ou

3. Gamas de temperaturas de pelo menos 223 K (-50° C) a398 K (+125° C);

Nota técnica:

1. 9B106.a. descreve sistemas capazes de gerar um ambiente vibratorio com uma
unica onda (ou seja, uma onda sinusoidal) e sistemas capazes de gerar uma
vibragdo aleatoria de banda larga (ou seja, espectro de energia)

2. Em 9B106, 'mesa nua' designa uma mesa ou superficie plana sem qualquer
dispositivo de fixagcdo ou equipamento acessorio.

b. Camaras ambientais capazes de simular as seguintes condi¢des de voo:
1 Ambientes acusticos a hiveis de pressdo sonoraiguais ou superiores a 140 dB (com
referénciaa 20 TPa) ou com uma poténciatotal de saida nominal igual ou superior
adkw; e
2. Altitude igual ou superior a 15 km; ou
3. Gamas de temperaturas de pelo menos 223 K (-50° C) a398 K (+125° C).

"Equipamento de producéo” especialmente concebido para os sistemas, subsistemas e
componentes especificados em 9A005 a 9A009, 9A011, 9A101, 9A105a9A109, 9A111
e9A116 a9A119.

"Instalagbes de producdo” especialmente concebidas para os veicul os lancadores espaciais
referidos em 9A004, ou os sistemas, subsistemas e componentes especificados em 9A005
a9A009, 9A011, 9A101, 9A104 a9A109, 9A111, ou 9A116 a9A119.

Bancos de ensaio e mesas de ensaio para foguetes ou motores de foguete de combustivel sdlido
ou liquido, com uma das seguintes caracteristicas:

a Capacidade para suportar um impul so superior a 68 kN; ou

b. Aptos para medir simultaneamente as trés componentes axiais do impul so.
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9C Materiais

9C 108 Material "isolante" agranel e "revestimento interior" diferentes dos especificados em 9A008,
para carteres de motores de foguetes utilizaveis em "misseis' ou especia mente concebidos para
'missels.

Nota técnica:
Em 9C108, por 'misseis' entendem-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados com
um raio de acgdo superior a 300 km.

9C110 Pré-impregnados de fibras impregnadas de resinas e pré-formas de fibras revestidas de metais
para os mesmos, destinados a estruturas, laminados e produtos compdsitos referidos em 9A 110,
feitos com matrizes organicas ou com matrizes metdlicas utilizando reforcos fibrosos ou
filamentosos com uma resisténcia especifica a traccdo superior a 7,62 x 10* m e um maédulo de
el asti cidade especifico superior a3,18 x 10° m.
N.B.: VER TAMBEM 1C010 E 1C210.

Nota:  Os unicos pré-impregnados de fibras impregnadas de resinas abrangidos por 9C110
sdo os que utilizam resinas com uma temperatura de transi¢do vitrea (1g), apos cura,
superior a 418 K (145° C) conforme determinada pela norma ASTM D4065 ou
equivalente.
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9D

9D001

9D002

9D003

9D004

Suporte légico

"Suportes 16gicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento" dos
equipamentos ou da "tecnologia" especificados em 9A001 a 9A 119, 9B ou 9E003.

"Suportes 16gicos" especiamente concebidos ou modificados paraa " producéo” dos

equi pamentos especificados em 9A001 a 9A 119 ou 9B.

"Suportes 16gicos" especial mente concebidos ou modificados paraa "utilizacao" de "controlos
electronicos digitais full authority" ("FADEC") para os sistemas de propul sdo referidos em 9A
Ou para os equipamentos especificados em 9B:

a "Suportes |6gicos" utilizados nos comandos el ectrénicos digitais para sistemas de
propulséo, instalagdes de ensai 0 aero-espaciais ou instalagdes de ensaio de motores
aeronauticos aerdbios;

b. "Suportes [6gicos' tolerantes a avarias utilizados em sistemas "FADEC" para sistemas de
propul sdo e respectivas instal agdes de ensaio;

Outros "suportes 16gicos":

a "Suportes |6gicos’ para escoamentos viscosos bi e tridimensionais, validados com os
dados de ensaio obtidos em tuneis aerodindmicos ou em voo, necessarios a modelizagdo
detalhada dos escoamentos nos motores;

b. "Suportes |6gicos’ para 0 ensaio de motores aeronéuticos de turbina a gas ou dos seus
conjuntos ou componentes, especial mente concebidos para a aquisicdo, a compresséo e a
analise de dados em tempo real e capazes de retroacgdo, incluindo o gjustamento
dindmico dos artigos em ensaio ou das condi¢des de ensaio durante a realizacgo deste;

C. "Suportes [6gicos' especialmente concebidos para controlar a solidificacdo dirigidaou a
obtencdo de monocristais;

d. "Suporte [6gico" em "cadigo-fonte”, "cddigo-objecto” ou cddigo-magquina necessario a
"utilizacdo" de sistemas de compensacdo activa para control o das folgas das extremidades
de pés de rotores (Iaminas).

Nota: 9D004.d. ndo abrange os "suportes logicos" integrados em equipamentos
ndo sujeitos a controlo ou necessarios as operagoes de manutencdo
associadas a calibragem, a reparagdo ou as actualizagoes do sistema de
compensagdo activa para o controlo de folgas.

e "Suportes |6gicos " especia mente concebidos para a " utilizagdo" de "UAV" e sistemas
associados, equipamento e componentes especificados em 9A012.

f. "Suportes [6gicos" especialmente concebidos para a concepgdo das tubagens internas de
arrefecimento de laminas, palhetas ou pegas fundidas das respectivas extremidades de
turbinas a gés;

g.  "Suporteslogicos' com as seguintes caracteristicas:
1 Especia mente concebidos para calcular as condi¢des aerotérmicas, aeromecanicas
e de combustdo de motores de turbinas agas; e
2. Dispondo de model os tedricos de calculo das condicdes aerotérmicas,
aeromecanicas e de combustdo validados com dados de desempenho reais de
motores de turbinas a gas (experimentais ou em producao).
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9D101 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos ou modificados para a "utilizacdo" dos bens
referidos em 9B105, 9B106, 9B116 ou 9B117.

9D103 "Suportes |6gicos' especialmente concebidos para a modelizagdo, simulacdo ou integracdo da
concepcao dos veiculos langadores espaciais referidos em 9A004 ou dos foguetes-sonda
referidos em 9A 104, ou dos subsistemas especificados em 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A 106,
9A108, 9A116 ou 9A1109.

Nota:  Os "suportes logicos" referidos em 9D 103 continuam a ser abrangidos quando
combinados com equipamento (hardware) especialmente concebido especificado em
44102
9D104 "Suportes |6gicos" especia mente concebidos ou modificados paraa "utilizagao" dos bens

referidos em 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a.,, 9A010.d.,
9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a,
9A116.d., 9A117 ou 9A118.

9D105 "Suportes |6gicos' para a coordenacéo do funcionamento de mais do que um subsistema,

especialmente concebidos ou modificados para "utilizagdo" em veicul os lancadores espaciais
referidos em 9A004 ou foguetes-sonda referidos em 9A104.

9E Tecnologia

Nota: A "tecnologia" de "desenvolvimento" ou de "produgdo” referida em 9E001
a YE003 para motores de turbina a gas continua abrangida quando utilizada como
tecnologia de "utilizagdo" para reparagdo, reconstitui¢do e revisdo geral. Ndo sdo
abrangidos: os dados, desenhos ou documentos técnicos destinados as actividades
de manutengdo directamente associadas a calibragem, remog¢do ou substituicdo de
unidades substituiveis na linha da frente danificadas ou irreparaveis, incluindo a
substitui¢do de motores completos ou de modulos de motores.

9E001 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para 0 "desenvolvimento" dos
equipamentos ou dos "suportes 16gicos" especificados em 9A001.b., 9A004 a 9A012, 9A 350,
9B ou 9D.

9E002 "Tecnologia', na acepcao da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa'producdo” dos equipamentos

especificados em 9A001.b., 9A004 a 9A011, 9A350 ou 9B.

N.B.: Para a "tecnologia" de reparagdo das estruturas, laminados ou materiais
abrangidos, ver 1E002.f.
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9E003

Outra "tecnologia':

a

"Tecnologid

necessaria' para o "desenvolvimento" ou a"producdo” de qualquer dos

seguintes componentes ou sistemas de motores de turbina a gés.

1

10.

11.

Laminas ou palhetas de turbinas a gas ou protecgdes das respectivas extremidades,
obtidas a partir de ligas de solidificagéo dirigida (DS) ou monocristalinas (SC), que
tenham (na direccao 001 do Indice de Miller) um tempo de resisténcia a ruptura
superior a400 horas a1273 K (1000°C) com umatensdo de 200 M Pa, com base
nos val ores médios das caracteristicas dos materiais,

Camaras de combustao multiplas funcionando a temperaturas médias a saida do
gueimador superiores a 1813 K (1540°C), ou cAmaras de combustéo que
incorporem camisas de combust&o isoladas termicamente, camisas ndo metélicas
OU cascas ndo metalicas;

Componentes fabricados a partir de um dos seguintes materiais:

a Materiais "compositos' organicos concebidos para funcionar atemperaturas
superiores a588 K (315°C);

b. Materiais "compositos' de "matriz" metdlica, materiais de "matriz"
cerdmica, materiais intermetalicos ou materiais intermetalicos reforgados,
referidos em 1C007; ou

C. Materiais "compésitos" referidos em 1C010 e fabricados com resinas
referidas em 1C008.

Laminas, palhetas, ou protecgdes das respectivas extremidades, ou outros
componentes de turbinas néo arrefecidos, concebidos para funcionar atemperaturas
do gasiguais ou superiores a 1323 K (1050°C);

Laminas ou palhetas de turbinas, ou protec¢des das respectivas extremidades,
arrefecidas, diferentes das referidas em 9E003.a.1., expostas a temperaturas do gas
iguais ou superiores a 1643 K (1370°C);

Combinaces perfil aerodindmico-disco de laminas que utilizem unifes em estado
solido;

Componentes de motores de turbina a gas que utilizem a "tecnologia' de
"soldadura por difusdo" referida em 2E003.b.;

Componentes rotativos de motores de turbina a gés tolerantes a danos que utilizem
materiais obtidos através de processos da metalurgia dos poés referidos em 1C002.b.;

"FADEC" para motores de turbina a gas e motores de ciclo combinado e
respectivos componentes de diagndstico, sensores e componentes especia mente
concebidos para 0s mesmos;

Sistemas com geometria ajustavel do percurso do escoamento e sistemas de

controlo associados para:

a Turbinas geradoras a gés;

b. Turbinas de ventilador ou de poténcia;

C. Tubeiras propul soras,

Nota I: Os sistemas com geometria ajustavel do percurso de escoamento e os
sistemas de controlo associados referidos em 94003.a.10. ndo incluem
as palhetas-guia de entrada, os ventiladores de passo variavel, os
estatores variaveis ou as valvulas de sangria para compressores.

Nota 2: 9E003.a.10. ndo abrange a "tecnologia"” de "desenvolvimento" ou de
"producdo” para a geometria ajustavel do percurso de escoamento para
o impulso invertido.

Pas ocas de ventiladores;
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9E003 (continuac&o)

b. "Tecnologia" "necessé&rid" ao "desenvolvimento" ou a "producao” de:

1 M odel os aeronauticos para tineis aerodinamicos, equipados com sensores ndo
intrusivos e capazes de transmitir dados dos sensores para o sistema de aquisicéo
de dados; ou

2. Pas de hélices ou turboprops "compositos’ capazes de absorver mais de 2 000 kW
avelocidades de voo superiores a Mach 0,55;

C. "Tecnologia' "necessarid" para o "desenvolvimento" ou a"producéo” de componentes de
motores de turbina a gas que utilizem processos de perfuracéo por "laser", jacto de &gua,
ECM ou EDM pararealizar furos, com um dos seguintes grupos de caracteristicas:

1.  Todas as seguintes caracteristicas:

a Profundidades superiores a4 vezes o diametro;

b. Diametrosinferioresa 0,76 mm; e

C. Angulos de incidénciaiguais ou inferiores a 25 graus; ou
2. Todas as seguintes caracteristicas:

a Profundidades superiores a5 vezes o diametro;

b. Diametrosinferioresa0,4 mm; e

C. Angulos de incidéncia superiores a 25 graus,

Nota técnica:

Para efeitos de 9E003.c., o angulo de incidéncia é medido a partir de um plano tangente

a superficie do perfil aerodindmico no ponto de intersecgdo do eixo do furo com a

superficie do perfil aerodinamico.

d. "Tecnologia" "necessé&rid" para 0 "desenvolvimento" ou a"producdo” de sistemas de
transferéncia de poténcia de helicopteros ou de "aeronaves' de rotores ou de asas
inclindvel's;

e "Tecnologia' para o "desenvolvimento” ou a"produgdo” de sistemas de propulséo de
veiculos terrestres constituidos por motores diesel alternativos, com todas as seguintes
caracteristicas:

1 "Volume paralelepipédico” igua ou inferior al,2 m3;

2. Poténcia total superior a 750 kW com base na Directiva 80/1269/CEE ou na nhorma
SO 2534 ou suas equivalentes nacionais; e

3. Poténcia volumica superior a 700 kW/m3 de "volume paral €l epipédico”;

Nota técnica:

"O volume paralelepipédico” é definido, em 9E003.e., como sendo o produto de trés

dimensoes perpendiculares medidas da seguinte forma:

Comprimento: O comprimento da cambota, medido entre a flange dianteira e a
face do volante;
Largura: A maior das dimensoes seguintes:
a. Distdncia exterior entre tampas das valvulas;
b. Distdncia entre as arestas exteriores das cabecas dos
cilindros; ou
c. Diametro do carter do volante.
Altura: A maior das dimensoes seguintes:
a. Distancia do eixo da cambota a superficie da tampa das
valvulas (ou da cabe¢a do motor) adicionada do dobro do
CUrso, ou
b. Diametro do carter do volante.
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9E003 (continuac&o)

f. "Tecnologia' "necesséria’ a"producdo” de componentes especia mente concebidos para
motores diesel de grande poténcia:

1 "Tecnologia" "necessé&rid" a"producdo” de motores, com todos os componentes
seguintes, que utilizem materiais cerémicos referidos em 1C007:

a Camisas de cilindros;

b.  Embolos;

C. Cabecas decilindros; e

d. Um ou mais componentes (incluindo janel as de escape, turbocompressores,
guias de vavulas, conjuntos de vavulas ou injectores de combustivel
isolados);

2. "Tecnologia" "necessaria’ a"producdo” de turbocompressores com um andar de
compressao, com todas as seguintes caracteristicas:

a Funcionamento a taxas de compresséo iguais ou superiores a4:1;
b. Caudais méssicos na gama dos 30 a 130 kg/minuto; e
C. Superficie de escoamento variavel nas secgdes do compressor ou da turbing;

3. "Tecnologia' "necessérid"’ a"producdo” de sistemas de injeccdo de combustivel
com capacidade especia mente concebida para utilizar varios combustiveis (p. ex.,
gasoleo ou combustivel para motores de reac¢ao) cobrindo uma gamade
viscosidades desde a do gasdleo (2,5 ¢St a310,8 K (37,8° C) até adagasolina (0,5
cSt a310,8 K (37,8° C)), com ambas as seguintes caracteristicas:

a Quantidade i njectada superior a230 mm® por injeccdo e por cilindro; e

b. Meios de controlo el ectréni cos especial mente concebidos para aterar
automaticamente as caracteristicas do regulador conforme as propriedades
do combustivel, de modo a fornecer as mesmas caracteristicas de binario,
utilizando os sensores apropriados;

g. "Tecnologia" "necessérid" ao "desenvolvimento" ou a"producdo” de motores diesel de
grande poténcia para a lubrificacéo das paredes dos cilindros, por peliculaliquida, solida
ou em fase gasosa (ou em combinacéo), que permitam funcionar atemperaturas
superiores a 723 K (450° C), medidas na parede do cilindro, na extremidade superior do
curso do segmento mais ato do émbolo.

Nota técnica:

A expressdo 'motor diesel de grande poténcia' designa um motor diesel com uma pressdo
efectiva média ao freio igual ou superior a 1,8 MPa, a uma velocidade de rota¢do

de 2 300 rpm na condi¢do de a velocidade nominal ser igual ou superior a 2 300 r.p.m..

9E101 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou a
"producao” de bens referidos em 9A101, 9A104 a9A111 ou 9A115 a9A119.

9E102 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia paraautilizacdo" de veiculos
lancadores espaciais especificados em 9A004, ou bens especificados em 9A005 a 9A011,
9A101, 9A104 a9A 111, 9A115a9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101
ou 9D103.
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ANEXO II

AUTORIZA(;AO GERAL DE EXPORTA(;AO COMUNITARIA N.° EU001
(referidano artigo 6.° do Regulamento (CE) n.° 1334/2000)
Entidade emissora: Comunidade Europeia
Parte 1
A presente autorizacdo de exportacdo abrange 0s seguintes produtos:

Todos os produtos de dupla utilizagdo especificados em qualquer das entradas do Anexo | do presente
Regulamento, com excepcdo dos enumerados na Parte 2 infra.

Parte 2

- Taodos os produtos especificados no Anexo 1V.

—0C001 "Uranio natural”, "urénio empobrecido” ou tério sob aformade metd, liga, composto
guimico ou concentrado, e qualquer outro material que contenhaum ou mais destes
elementos.

—0C002 "Materiais cindiveis especiais' excepto osreferidosno Anexo 1V.

—0D001 "Suporte |6gico" especiamente concebido ou modificado para o "desenvolvimento”,
"producdo” ou "utilizagdo" dos produtos referidos na categoria 0, na medida em que se
refiraa 0CO01 ou aos produtos pertencentes a 0C002 que se encontram excluidos do
AnexolV.

—0OEO001 "Tecnologia', nos termos da Nota sobre Tecnologia Nuclear, para o "desenvolvimento”,
"producdo” ou "utilizacdo" dos produtos referidos na categoria 0, na medida em que se
refiraa 0C001 ou aos produtos pertencentes a 0C002 que se encontram excluidos do
Anexo V.

—1A102 Componentes de carbono-carbono pirolizado ressaturado, concebidos para os veiculos
lancadores espaciais referidos em 9A004 ou para os foguetes-sonda referidos em 9A104.

—-1C351 Agentes patogéni cos para 0 homem, zoonoses e "toxinas'.

—-1C352 Agentes patogénicos para 0s animais.

—1C353 Elementos genéticos e organi smos geneticamente modificados.

—-1C34 Agentes patogénicos para as plantas.

—7E104 "Tecnologia' paraaintegracéo dos dados de controlo de voo, de guiamento e de propul so
em sistemas de gestdo de voo para optimizacdo datrajectdria de foguetes.

—9A009.a Sistemas de propul sdo constituidos por foguetes hibridos com uma capacidade de impulso
total superior al,1 MNs.

—9A117 M ecanismos de separacdo de andares, mecani smos de separacéo e digpositivos entre-

-andares, utilizaveisem "missals'.
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Parte 3

A presente autorizacdo de exportacdo € véidaem toda a Comunidade para exportagdes para os seguintes
destinos:

Austrdia

Canada

Estados Unidos da América
Japdo

Noruega

NovaZeandia

Suica

Nota: AsPartes 2 e 3 sb poderdo ser alteradas em conformidade com as obrigagdes e compromi ssos pertinentes
assumidos por cada Estado-Membro no ambito de regimes internacionais de néo proliferacéo e de acordos de
controlo das exportagtes, e em conformidade com os interesses de cada Estado-Membro em matériade
seguranca publica, reflectidos na responsabilidade que Ihe cabe de decidir sobre os pedidos de autorizagdo de
exportacdo de produtos de dupla utilizaggo nos termos do n.° 2 do artigo 6.° do presente regulamento.

Condices e requisitos para a utilizacdo da presente autorizacdo

1)

2)

3)

4)

A presente autorizacdo geral ndo pode ser utilizada se 0 exportador tiver sido informado pelas autoridades
competentes do Estado-Membro onde se encontra estabel ecido de que os produtos em questéo se
destinam ou podem destinar-sg, total ou parcialmente, a ser utilizados para 0 desenvolvimento, producao,
manuseamento, accionamento, manutencdo, armazenamento, deteccao, identificacdo ou proliferacéo de
armas quimicas, bioldgicas ou nucleares ou de outros engenhos expl 0sivos nucleares, ou parao
desenvolvimento, produgdo, manutencéo ou armazenamento de missels susceptivels de transportar essas
armas, ou e 0 exportador tiver conhecimento de que 0s produtos em questdo se destinam aessa

utilizacdo.

A presente autorizacdo geral ndo pode ser utilizada se 0 exportador tiver sido informado pelas autoridades
competentes do Estado-Membro onde se encontra estabel ecido de que os produtos em questéo se
destinam ou podem destinar-se a uma utilizagéo final militar, tal como definidano n.° 2 do artigo 4.°do
presente regulamento, num pais sujeito a um embargo ao armamento imposto pela UE, pela OSCE ou
pela ONU, ou se 0 exportador tiver conhecimento de que os produtos em questéo se destinam a essa

utilizacdo.

A presente autorizacdo geral ndo pode ser utilizada se os produtos rel evantes forem exportados para uma
zonafranca ou paraum entreposto franco situado hum destino abrangido por esta autorizac2o.

Os requisitos em matéria de registo e informagao aplicaveis a utilizagdo da presente autorizacdo geral,
bem como as informacdes suplementares que o Estado-Membro de proveniéncia da exportacdo podera
exigir relativamente aos produtos abrangidos pela presente autorizagdo, sao definidos pel os Estados-
-Membros. Esses requisitos tém de ser baseados nos definidos para a utilizag&o das autorizages gerais de
exportacdo concedidas pel os Estados-M embros que prevéem este tipo de autorizagOes.
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(modelo deformuléario)
(referido no n.° 1 do artigo 10.9

ANEXO I11-A

COMUNIDADE EUROPEIA EXPORTACOES DE BENS DE DUPLA UTILIZACAO (Rey. (CE) n. )
1 1. Exportador N.° | 2. N°de identificacdo 3. Data de validade
(se aplicavel)
4. Dados sobre o ponto de contacto
5. Destinatario 6. Endereco da autoridade emissora
5 7. Agente/Representante (no caso de ndo
E ser o exportador) N.? | 8 Pais de origem (se aplicavel) Cédigo *
o
- 9. Pais de expedi¢do (se aplicavel) Codigo !
10. Utilizador final (no caso de ndo ser | 11. Estado-Membro onde se encontram ou virdo a Cédigo *
o destinatario) encontrar as mercadorias
12. Estado-Membro previsto para o regime de Cédigo *
exportagdo aduaneiro
1 13. Pais de destino Codigo !

14. Designacio das mercadorias 2

15. Cadigo do produto de
base
(se aplicavel)

16. Listade controlo n°

17. Moedaevalor

18. Quantidade das mercadorias
(se aplicavel)

19. Utilizag&o final

20. Data do contrato
(se aplicavel)

21. Regime aduaneiro de
exportacdo

22. Informages suplementares requeridas pelalegidacdo nacional (a especificar no formulério)

pel os Estados-Membros

Espaco reservado ainformagdes impressas

A preencher pela autoridade emissora

Assinatura Carimbo

Autoridade emissora

Data

! Cf. Regulamento (CE) n.° 1172/95 (JO L 118/95 de 25.5.95, p. 10), com as alteracbes que Ihe foram

posteriormente introduzidas.

esse 0 caso, queiram indicar neste espagco 0 nimero exacto de anexos.

Se necessdrio, esta designacdo podera constar de um ou mais anexos a este formulério (1A). Sefor
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COMUNIDADE EUROPEIA

EXPORTACOES DE BENS DE DUPLA UTILIZAGAO (Reg. (CE) n.° )

1 | 1.Exportador 2.N° deidentificacéo
A
14. Designagao das mercadorias 15. Codigo do produtode | 16. Listade controlo n®
base
17.  Moedaevaor 18. Quantidade das mercadorias
<
LZ’" 14. Designagdo das mercadorias 15. Cddigodo produtode | 16. Listadecontrolon®
L base
O
— 17. Moedaevador 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagao das mercadorias 15. Codigo do produtode | 16. Listade controlo n®
base
17. Moedaevaor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagdo das mercadorias 15. Cddigodo produtode | 16. Listadecontrolon®
base
17. Moedaevaor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagao das mercadorias 15. Cddigo do produtode | 16. Listade controlo n®
base
17. Moedaevdor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagao das mercadorias 15. Codigo do produtode | 16. Listade controlo n®
base
17.  Moedaevdor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagao das mercadorias 15. Cddigo do produto de | 16. Listade controlo n®
base
17. Moedaevaor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagdo das mercadorias 15. Cddigodo produtode | 16. Listadecontrolon®
base
17. Moedaevaor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagdo das mercadorias 15. Cddigodo produtode | 16. Listadecontrolon®
base
17. Moedaevaor 18. Quantidade das mercadorias
14. Designagao das mercadorias 15. Cobdigo do produtode | 16. Listade controlo n®
base
17. Moedaevdor 18. Quantidade das mercadorias
2
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quantidade deduzida na presente ocasido

Nota: Na parte 1 da coluna 24, indicar a quantidade ainda disponivel e, na parte 2 da coluna 24, a

23. Quantidade/valor liquido (massa liquida/outra
unidade, com indica¢do da unidade)

24. Em algarismos 25. Indicagdo por
extenso da
quantidade/valor
deduzidos

26. Documento
aduaneiro (tipo e
numero) ou extracto
(n°) e data da dedugao

27. Estado-Membro, nome e

assinatura, carimbo da

autoridade que sancionou a

deducdo
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

ANEXO I11-B

Elementos comuns para a publicagdo das autorizacOes gerais de exportacdo

(referidos no n.° 3 do artigo 10.9)

Titulo da autorizacéo geral de exportacéo

Autoridade que emite a autorizacdo

Validade na CE. Deverd ser utilizado o seguinte texto:

"A presente autorizagdo € uma autorizagdo geral de exportacdo, em conformidade com o n.° 2
do artigo 6.° do Regulamento (CE) n.° 1334/ 2000. Nos termos do n.° 2 do artigo 6.° do
referido regulamento, a presente autorizacéo € valida em todos os Estados-Membros da
Comunidade Europeia.”

Mercadorias abrangidas: deve ser utilizada a seguinte frase introdutoria:

"A presente autorizacdo de exportacéo abrange as seguintes mercadorias:”

Destinos para que € vadlida a autorizagdo. Deve ser utilizada a seguinte frase introdutoéria:
"A presente autorizagao de exportacdo é valida para exportagdes para os seguintes destinos:"

Condicoes e requisitos.
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ANEXO IV

(Listareferidanon.1doartigo 21.9

Asentradas nem sempre contém a descricéo completa do produto e as notas com ele relacionadas
constantes do Anexo | *.

S6 no Anexo | sepode encontrar a descricdo completa dos produtos.

A referéncia a um produto neste Anexo nao afecta a aplicacdo das disposices relativas aos produtos de
grande difusdo que constam do Anexo |

Partel

(possibilidade de emissdo de uma Autorizagdo Geral Naciona parao comércio intracomunitdrio)

Produtos do @mbito da tecnologia " furtiva”

1C001

1C101

1D103

1E101

1E102

6B008

6 B108

Materiai s especialmente concebidos para absorver as ondas el ectromagnéticas ou polimeros
intrinsecamente condutores.
NB: VERTAMBEM 1C101

Materiais ou dispositivos que reduzam os parémetros de deteccdo, como areflectividade ao radar e
as assinaturas no ultravioletalinfravermelho e aclticas, ndo referidos no ponto 1C001 e utilizaveis
em 'misseis, em subsistemas de "missels’ ou em veicul os aéreos ndo tripulados referidos em
9A012.

Nota: 1C101 ndo abrange materiais fabricados unicamente para aplicagoes civis.

Nota técnica:
Em 1C101, por 'misseis’ entende-se foguetes completos e veiculos aéreos ndo tripulados com
um raio de acg¢do superior a 300 km.

"Suportes|égicos' especialmente concebidos para a andlise de parametros de deteccao reduzidos,
como areflectividade ao radar e as assinaturas no ultravioleta/infravermelho e aclsticas.
"Tecnologid', na acepcdo daNota Geral sobre Tecnologia, paraautilizacdo" dos bens referidos
nos pontos 1C101 e 1D103.

"Tecnologid', na acepcdo da Nota Gera sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” dos "suportes
|6gicos' referidos no ponto 1D103.

Sistemas pulsados para a medic¢do da seccdo transversal de radares, que emitam impulsos de
duracdo igud ou inferior a 100 ns, e componentes especia mente concebidos para esses sistemas.
NB: VER TAMBEM 6B108

Sistemas especia mente concebidos para a medicéo da seccdo transversa dos radares utilizévels
para"misseis’, e respectivos subsistemas.

1

As diferencas de redaccdo/ambito entre 0 Anexo | e 0 Anexo |V estdo assinaladas a negro e em italico.
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Produtos do &mbito do controlo estratégico comunitario

1C239

1E201

3A229

3A232

3E201

6A001
6A001Lalb.

GAO0La2a2
6A00La2a3
GA00La2ab.
6A00L.a2b.
6A00L.a2.c.

6A001l.a2e

6A001La2f.

6D003.a
8A002.0.3.

8E002.a

Produtos altamente explosivos ndo especificados na Listade Materia de Guerra, ou substanq asou
misturas com mai's de 2% desses explosivos, de densidade cristalina superior a1,8 g/cm® ecom
uma vel ocidade de detonacdo superior a 8000 my/s.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraautilizacdo" dos bens referidos
em 1C239.

Dispositivos de ignicéo e geradores de impul sos de alta corrente equival entes.
NB: VERTAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA

Detonadores e sistemas de desencadeamento multipontos ...
NB: VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizagcdo" dos dispositivos
referidos em 3A229 ou 3A232.

Acustica, limitada aos seguintes sistemas e egquipamentos:
Sistemas de detecgdo ou de localizagdo de objectos com uma das seguintes caracteristicas:

1. Freguéncia de transmissdo inferior a5 kHz
6. Concebidos para suportar, ...;

Hidrofones ....com uma das seguintes caracteristicas.

Hidrofones ....dotados de....

Hidrofones....concebidos para...

Trem de hidrofones acusticos rebocados....

Equipamentos de processamento, especia mente concebidos para aplicacdo em tempo real com
agregados de hidrofones acusticos rebocados, com "programabilidade acessivel ao utilizador" e
processamento e correlacdo do dominio tempo ou frequéncia, incluindo andlise espectral,

filtragem digital e formacao de feixe por intermédio da transformacéo rapida de Fourier, ou de
outras transformagdes ou processos,

Sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos, com uma das seguintes caracteristicas.
1 Incluirem moédul os de hidrofones referidos em 6A001.a.2.a,;
2. Incluirem multiplexagem dos sinais do grupo de hidrofones.....

Equipamentos de processamento, especial mente concebidos para aplicacéo em tempo real com
sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos, com "programabilidade acessivel ao
utilizador" e processamento e correlagdo do dominio tempo ou frequéncia, incluindo andlise
espectral, filtragem digital e formagdo de feixe por intermédio da transformacéo rapida de
Fourier, ou de outras transformagdes ou processos;

"Suportes|égicos' para " processamento em tempo rea" de dados acUsticos;

Sistemas de reducéo do ruido concebidos para utilizagdo em navios com um deslocamento igual ou
superior a 1000 tonel adas:

b) Sistemas activos de reducdo ou de anulagao do ruido, ou chumaceiras magnéticas,
especia mente concebidos para sistemas de transmissao de poténcia, com sistemas el ectronicos
de controlo, capazes de reduzir activamente as vibragdes dos equi pamentos através da geracao
de sinais anti-ruido ou anti-vibragdo dirigidos a fonte;

"Tecnologid' parao "desenvolvimento”, "producdo”, reparacdo, revisdo gera ou rectificagcdo (nova
maquinagem) de hélices especialmente concebidas para areducdo do ruido subaquético.
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Produtos do &mbito do controlo estratégico comunitario — Criptografia—
Categoria 5, Parte 2

5A002.a.2.

5D002.c.1.

5E002

Concebidos ou modificados para a utilizagdo de criptografia.

Apenas o0s suportes | 6gicos que apresentem as caracteristicas ou realizem ou simulem as funcles
dos equipamentos referidos em 5A002.a.2.

"Tecnologia' para o "desenvolvimento”, "producdo” ou "utilizagdo" de equipamentos ou "suportes
l6gicos’ referidos em 5D002.c.1.

Produtos do &mbito da tecnologia M TCR

7TA117

7B001

7B003

7B103

7D101

7EO001

7E002

7E101

9A004

"Conjuntos de orientacdo", utilizaveis em "missais', capazes de uma precisdo de sistemaigual ou
inferior a 3,33% dadistancia (p. ex., uma probabilidade de erro circular igua ou inferior a10 km
numa distancia de 300 km), excepto " conjuntos de orientacdo” concebidos para misseis com um
alcance inferior a 300 km ou para avides tripulados.

Equipamentos de ensaio, calibragem ou alinhamento, especialmente concebidos para os

equipamentos especificados em 7A117.

Nota: O ponto 7B00I nao abrange os equipamentos de ensaio, calibragem ou alinhamento
destinados a manutencdo de nivel I ou a manutencdo de nivel II.

Equipamentos especial mente concebidos paraa ' producao” de equipamentos especificados em

TA117.

~on

"InstalagBes de producdo™ especialmente concebidas para equipamentos especificadosem 7A117.
"Suporte l6gico" especiamente concebido paraautilizacdo" de equipamentos especificados em
7B003 ou 7B103.

"Tecnologid' naacepcdo daNota Geral sobre Tecnologia, parao "desenvolvimento” dos
equipamentos ou do "suporte 16gico” especificados em 7A117, 7B003, 7B103 ou 7D101.

"Tecnologia' naacepcao da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa”producao” dos equipamentos
especificados em 7A117, 7B003, 7B103.

"Tecnologid' na acepcao da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa”utilizacdo" dos equipamentos
especificados em 7A117, 7B003, 7B103 ou 7D101.

Veiculos langadores espaciais [capazes detransportar cargas Uteis de pelo menos 500 kg a uma
disténcia minima de 300 km]

NB: VER TAMBEM 9A104.

Nota 1: O ponto 94004 ndo abrange as cargas uteis.
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9A005

9A007.a

9A008.d

9A104

9A105.a

9A106.c

9A108.c

Sistemas de propul sdo congtituidos por foguetes de combustivel liquido que contenham um dos sistemas
ou componentes especificados em 9A006, utilizaveis em veiculos langadores espaciai s especificados
no ponto 9A004 ou foguetes-sonda mencionados no ponto 9A104.

NB: VER TAMBEM 9A105E 9A119.

Sistemas de propul sdo constituidos por foguetes de combustivel slido, utilizaveis em veiculos
lancadores espaciais especificados no ponto 9A004 ou foguetes-sonda mencionados no ponto 9A104,
com uma das seguintes caracterigticas:

NB: VER TAMBEM 9A119.

a Capacidade total de impulso superior al,1 MNs;

Componentes especia mente concebidos para sistemas de propul sdo congtituidos por foguetes de
combustivel solido:
NB: VER TAMBEM 9A108.c.

d. Tubeiras méveis ou sistemas de controlo do vector de impulso por injeccdo secundaria de fluido,
utilizavels em Veiculos lancador es espaciais especificados no ponto 9A004 ou foguetes-sonda
mencionados no ponto 9A104, capazes de:

1 Movimentos omni-axiais superioresa+ 5 graus,
2. Velocidades angulares do vector de 20 graus/s ou mais; ou
3. Aceleractes angulares do vector de 40 graus's’ ou mais.

Foguetes-sonda, capazes de transportar uma carga Util de pelo menos 500 kg auma disténciaminima
de 300 km.
NB: VER TAMBEM 9A004.

Motores de foguete de combustivel liquido:
NB: VER TAMBEM 9A119

a Moatores de foguete de combustivel liquido utilizaveis em "missais’, diferentes dos especificados
em 9A005, com uma capacidade total deimpulso igual ou superior al,1 MNs excepto motores
de combustivel liquido de apogeu, concebidos ou modificados para utilizagdo em satélites, com
as seguintes caracteristicas:

1. didmetro da tubeira ndo superior a 20mm; e
2. pressdo da cAmara de combustéo n&o superior a 15 bar;

Sistemas ou componentes, diferentes dos especificados em 9A006, utilizaveis em "missas’,
especia mente concebidos para sistemas de propul sdo constituidos por foguetes de combustivel liquido:

C. Subsistemas de controlo do vector de impulso, com excepgéo dos concebidos para sistemas de
foguetes que ndo podem transportar uma carga Gtil de pelo menos 500 kg a uma distancia de
pelo menos 300 km.

Nota técnica:

Exemplos de métodos utilizados para conseguir o controlo do vector de impulso, especificados em
94106.c.:

1. Tubeira flextvel;

2. Injec¢do de fluido ou de gads secundario;

3. Motor ou tubeira orientdveis;

4. Deflexdo do fluxo de gases de escape (palhetas ou sondas); ou
5. Compensadores de impulso.

Componentes, diferentes dos especificados em 9A008, utilizaveis em "missals’, especialmente
concebidos para sistemas de propul sdo constituidos por foguetes de combustivel solido:

C. Subsistemas de controlo do vector de impulso, com excepgéo dos concebidos para sistemas de
foguetes que ndo podem transportar uma carga Util de pelo menos 500 kg a uma distancia de
pelo menos 300 km.

Nota técnica:

Exemplos de métodos utilizados para conseguir o controlo do vector de impulso, especificados em
9A4108.c.:

Tubeira flexivel;

Injec¢do de fluido ou de gas secundario;

Motor ou tubeira orientaveis;

Deflexdo do fluxo de gases de escape (palhetas ou sondas); ou

Compensadores de impulso

RN~
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9A116 Veiculos de reentrada, utilizaveis em "missais’, e equipamentos concebidos ou modificados para os

mesmos, com excepcao dos veiculos de reentrada concebidos para cargas que ndo sggam
armamento:

a Veiculos de reentrada,

b. Blindagens térmicas e seus componentes, fabricados com materiai s cerémicos ou
ablativos;

C. Dissipadores de calor e seus componentes, fabricados com materiaisligeiros, de elevada
capacidade térmica;

d. Equipamentos el ectroni cos especial mente concebidos para os veicul os de reentrada.

9A119 Andares de foguete, utilizdveis em foguetes completos ou em veicul 0s aéreos ndo tripulados,

capazes de transportar uma carga Util a uma distancia de pelo menos 300 km, diferentes dos
referidos em 9A005 ou 9A007.a.

9B115 "Equipamento de producéo” especia mente concebido para 0s sistemas, subs stemas e componentes

especificados em 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.5, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 ou 9A119;

XA

9B116 "Instalagdes de producdo™ especia mente concebidas para os veicul os langadores espaciais referidos

em 9A004, ou para os sistemas, subsistemas e componentes especificados em 9A005, 9A007.4,
9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 ou 9A119.

9D101 "Suporte |6gico" especiad mente concebido paraa ' utilizagdo" dos produtos especificados em
9B116;
9E001 "Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" dos

9E002

9E101

9E102

equipamentos ou "suporteségicos' especificados em 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d, 9B115,
9B116 ou 9D101.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Gerd sobre Tecnologia, paraaproducdo” dos equipamentos

especificados em 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d, 9B115 ou 9B116.

Nota: Quanto a "tecnologia” para a reparagdo das estruturas, laminados ou materiais
abrangidos, ver 1E002.f-

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou
"producao” dos bens especificados em 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 ou 9A119.
"Tecnologid', na acepcdo da Nota Gera sobre "Tecnologid', paraa"utilizacdo" dos veiculos
lancadores espaciais especificados em 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.5,
9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 ou 9D101.

— lsencles:

O Anexo IV n&o abrange os seguintes produtos do dmbito datecnologiaMTCR:

1)
2)

3

4)

Produtos transferidos com base em encomendas col ocadas pela Agéncia Espacial Europeia (AEE), nos
termos de umarelagdo contratual, ou transferidos pela AEE no exercicio das suas fungbes oficiais;
Produtos transferidos com base em encomendas col ocadas pel as organi zagtes espaciai s nacionais dos
Estados-Membros, nos termos de uma relagéo contratual, ou transferidos por estas Ultimas no exercicio
das suas fungdes oficiais,

Produtos transferidos com base em encomendas colocadas em ligago com programas comunitérios de
desenvolvimento de langcamentos espaciais, e producdo, nos termos de uma relacéo contratua, assinados
por dois ou mais governos europeus,

Produtos transferidos paraum loca de lancamentos espaciais Situado no territério aduaneiro de um
Estado-Membro, excepto se esse Estado-Membro controlar essas transferéncias em conformidade com o
presente regulamento.
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Partell
(impossibilidade de emissdo de uma autorizagdo geral nacional para 0 comércio intracomunitério)

Produtos da Convencéo sobre Armas Quimicas
1C351.d4 Ricino

1C351.d.5 Saxitoxina

Produtos do @mbito da tecnologia NSG

Todaacategoria 0 do Anexo | estaincluidano Anexo IV, com as seguintesressalvas:

- 0CO001: este ponto ndo esta incluido no Anexo I V.

- 0C002: este ponto ndo esté incluido no Anexo 1V, com excepgdo dos seguintes "materiais
cindiveis especiais':

a pluténio separado;
b. uranio enriquecido a mais de 20% nos isbtopos 233 ou 235.

- 0D001 (suporte l6gico) esta incluido no Anexo |V, salvo na medida em que diga respeito
a0C001 ou aos produtos referidos em 0C002 que estdo excluidosdo Anexo | V.

- OEOO1 (tecnologia) esté incluidano Anexo IV, salvo na medida em que diga respeito aos
produtosreferidos em 0C001 ou aos produtos referidos em 0C002 que estéo
excluidosdo Anexo I V.

N.B: No caso dos produtos 0C003 e 0C004, apenas se se destinarem a ser utilizados num "reactor
nuclear” (abrangido por 0AQ0L1.a).

1B226 Separadores el ectromagnéti cos de isdtopos concebidos para ou equipados com fontes de iGes
simples ou multiplas, capazes de produzir um feixe idnico de intensidade de corrente total igual ou

superior a50 mA.
Nota: O ponto 1B226 abrange os separadores:
a. Capazes de enriquecer isotopos estdveis,
b. Cujas fontes de ides e colectores se situem no interior do campo magnético,

bem como as configuracoes em que estes sejam exteriores ao campo.

1C012 Materiais a seguir enumerados.
Nota técnica:
Estes materiais sao normalmente utilizados para fontes de calor nucleares.

b. Neptunio-237 "previamente separado”, sob qualquer forma.
Nota: O ponto 1C012.b ndo abrange exportagoes com um teor de neptunio-237 igual
ou inferior a 1g.

1B231 Instal agdes ou equi pamentos paratritio:
a InstalagBes para a produco, recuperacdo, extracgdo, concentracdo ou manuseamento de
tritio.
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1B233

1C233

1C235

1E001

1E201

b. Equipamento parainstal acbes de tritio:
1 Unidades de refrigeracéo a hidrogénio ou hélio capazes de arrefecer até temperaturas
iguaisou inferioresa 23 K (-250° C), com capacidade de refrigeracdo superior
a 150 watts;
2. Sistemas de armazenagem e de purificagdo de isdtopos de hidrogénio que utilizem
hidretos metélicos como meio de armazenagem ou de purificagao.

Instal agdes ou equi pamentos de separacdo de isdtopos de litio:
a I nstal agOes para a separacéo de isdtopos delitio;
b. Equipamento para a separacdo de i sotopos de litio, designadamente:
1 Colunas de permuta liquido-liquido com enchimento compacto especial mente
concebidas para amédgamas de litio;
2. Bombas de amdgama de mercurio ou litio;
3. Cédulas de dectrdlise daamégamadelitio;
4.  Evaporadores para solugdes de hidréxido de litio concentradas.

Litio enriquecido no isdtopo 6 (°Li) paraum valor superior ao da sua ocorréncianatural e produtos
ou dispositivos que contenham litio enriquecido, designadamente: litio elementar, ligas, compostos
ou misturas contendo litio, produtos de qualquer destes materiais, e residuos ou sucata dos mesmos.

Nota: O ponto 1C233 ndo abrange os dosimetros termoluminescentes.

Nota técnica:

A ocorréncia natural do isétopo 6 no litio é de aproximadamente 6,5% em massa (7,5 dtomos em
cada cem).

Tritio, compostos de tritio e misturas com tritio nas quais arazéo entre o tritio e o hidrogénio, em
termos de nimero de &omos, exceda 1:1000, e produtos ou dispositivos que contenham qual quer
destes materiais.
Nota: O ponto 1C235 nao abrange produtos ou dispositivos que contenham menos

de 1,48 x 10° GBq (40 Ci) de tritio.

"Tecnologia®, na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” ou
"producdo” dos equipamentos ou materiais referidos em 1C012.

"Tecnologia', na acepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa"utilizacdo" dos bens referidos
em 1B226, IB231, 1B233, 1C233 ou 1C235.
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3A228

3A231

3E201

6A203

6A225

6A226

Dispositivos de comutacao:
a Vdavulas de catodo frio, chelas ou ndo com gés, que funcionam como espinterémetros, com
as seguintes caracterigticas:
1 Trés ou mais eléctrodos;
2. Tensdo anddicanominal de pico igual ou superior a2.5kV;
3. Corrente anddica nominal de pico igual ou superior al00 A; e
4, Tempo de atraso no énodo igual ou inferior a 10 ps.
Nota: 34228 inclui valvulas de gas kryton e valvulas de vacuo sprytron
b. Espinterémetros controlados por impulso com ambas as seguintes caracteristicas:
1 Tempo de atraso no anodo igual ou inferior a15 ps; e
2. Corrente nominal de pico igua ou superior a500 A;

Sistemas geradores de neutrdes, incluindo vavulas, com ambas as seguintes caracteristicas.

a Serem concebidos para funcionamento sem sistema de vacuo externo; e

b. Utilizarem a acel eracdo electrostética parainduzir umareacgao nuclear tritio—deutério.
"Tecnologid', naacepcdo da Nota Geral sobre Tecnologia, paraa ™ utilizacdo" de equipamentos
referidos em 3A228.a., 3A228.b. ou 3A231.

Aparelhos de captacéo e registo ou de captacdo e formagdo de imagens e respectivos
componentes ndo referidos em 6A003:

a M aquinas fotogréficas mecanicas de espel ho rotativo e componentes especial mente
concebidos para as mesmas:
1 M aquinas fotograficas de imagens separadas com vel ocidades de registo superiores
a 225 000 imagens por segundo;
2. M aguinas fotograficas de registo continuo com vel ocidades de registo superiores
a 0,5 mm por microssegundo;
Nota: Em 6A4203.a., os componentes destas maquinas incluem as respectivas
unidades sincronizadoras electronicas e conjuntos de rotor constituidos por
turbinas, espelhos e chumaceiras.

Interferémetros de vel ocidade para medicéo de velocidades superiores a 1 km/s durante

periodos inferiores a 10 microssegundos.

Nota: 64225 abrange interferometros de velocidade como os VISAR (Velocity
Interferometer System for Any Reflector) e os DLI (Doppler laser interferometers).

Sensores de pressao:
a Manometros de manganina para pressoes superiores a 10 GPg;
b. Transdutores de pressdo de quartzo para pressdes superiores a10 GPa.".
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	NOTA SOBRE TECNOLOGIA NUCLEAR (NTN)
	NOTA GERAL SOBRE TECNOLOGIA (NGT)
	N.B.: Isto não isenta a "tecnologia" especificada em 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a e 8E002.b.
	DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NO PRESENTE ANEXO
	As definições dos termos entre 'aspas simples' são dadas em Notas Técnicas nos pontos a que se referem.
	As definições dos termos entre "aspas duplas" são as que a seguir se apresentam.
	N.B.: As referências às categorias são dadas entre parênteses após o termo definido.
	"Cabo de fibras" (1) – Feixe de "monofilamentos", em geral aproximadamente paralelos.
	"Cobertura efectiva do radar" (6) – Alcance especificado de visualização não ambígua de um radar.
	"Código¬ fonte" (ou linguagem¬ fonte) (4 6 7 9) – É uma expressão adequada de um ou mais processos que pode ser transformada p
	"Cominuição" (1) – Processo de redução de um material a partículas, por trituração ou moagem.
	"Culturas vivas isoladas" (1) incluem culturas vivas na forma dormente e em preparações secas.
	"EC" – Sigla equivalente a "elemento de computação".
	"Estado participante" (7 9) – Estado que participa no Acordo de Wassenaar (ver www.wassenaar.org).
	"FADEC" – Sigla equivalente a "comando digital de motor com controlo total".
	"Pico de desempenho ajustado" (4) – Taxa de pico ajustada a que os "computadores digitais" efectuam somas e multiplicações de 
	"Polarização" (acelerómetro) (7) – Saída de um acelerómetro, na ausência de aceleração.
	"SHPL" – Sigla equivalente a "laser de superalta potência".
	"Subunidade de toxina" (1) – Componente estrutural e funcionalmente distinto de uma toxina inteira.
	"Transdutor de pressão" (2) – Dispositivo que converte medições de pressão num sinal eléctrico.
	"Veículo espacial" (7 9) – Satélites activos e passivos e sondas espaciais.
	"Veículos mais leves do que o ar" (9) – Balões e aeronaves que utilizam o ar quente ou outros gases mais leves do que o ar, co
	ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS UTILIZADOS NESTE ANEXO
	ABREVIATURA
	ABREVIATURA
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	N.B.: VER TAMBÉM 6A005 E 6A205.
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	N.B. VER TAMBÉM 2A225.
	N.B.: VER TAMBÉM 3A227.
	N.B.: VER TAMBÉM 3A226.
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